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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

PARTIE 521 : DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de [I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60050-521 a été établie par le Groupe de Travail 1 du Comité
d'études 47 : Dispositifs a semiconducteurs, sous la responsabilité du comité d'études 1 de la
CEl : Terminologie.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

FDIS Rapport de vote
1/1830/FDIS 1/1835/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette deuxiéme édition de la CEl 60050-521 est issue de I'édition originale de 1984 et des
termes nouveaux ou modifiés approuvés dans le FDIS en référence.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Dans la présente partie du VEI les termes et définitions sont donnés en francgais et en
anglais : de plus, les termes sont indiqués en chinois (cn), allemand (de), espagnol (es),
japonais (ja), polonais (pl), portugais (pt) et suédois (sv).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

PART 521: SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60050-521 has been prepared by Working Group 1 of IEC technical
committee 47: Semiconductor devices, under the responsibility of IEC technical committee 1:
Terminology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
1/1830/FDIS 1/1835/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This second edition of IEC 60050-521 is based on 1984 edition and new or modified approved
terms in FDIS in reference.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

In this part of IEV, the terms and definitions are written in French and English; in addition the
terms are given in Chinese (cn), German (de), Spanish (es), Japanese (ja), Polish (pl),
Portuguese (pt) and Swedish (sv).
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2013.
A cette date, la publication sera

* reconduite ;

s supprimée ;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2013.
At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.
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INTRODUCTION
Principes d'établissement et régles suivies

Généralités

Le VEI (série CEIl 60050) est un vocabulaire multilingue a usage général couvrant le champ
de ['électrotechnique, de I'électronique et des télécommunications. Il comprend environ
18 500 articles terminologiques correspondant chacun a une notion. Ces articles sont répartis
dans environ 80 parties, chacune correspondant a un domaine donné.

Exemples :
Partie 161 (CEI 60050-161) : Compatibilité électromagnétique
Partie 411 (CEI 60050-411) : Machines tournantes

Les articles suivent un schéma de classification hiérarchique Partie/Section/Notion, les
notions étant, au sein des sections, classées par ordre systématique.

Les termes, définitions et notes des articles sont donnés dans les trois langues officielles
de la CEl, c'est-a-dire francais, anglais et russe (langues principales du VEI).

Dans chaque article, les termes seuls sont également donnés dans les langues additionnelles
du VEI (arabe, chinois, allemand, grec, espagnol, italien, japonais, polonais, portugais et
suédois).

De plus, chaque partie comprend un index alphabétique des termes inclus dans cette partie,
et ce pour chacune des langues du VEI.

NOTE - Certaines langues peuvent manquer.

Constitution d'un article terminologique
Chacun des articles correspond a une notion, et comprend :

— un numéro d'article,
— éventuellement un symbole littéral de grandeur ou d'unité,
puis, pour chaque langue principale du VEI :

— le terme désignant la notion, appelé « terme privilégié », éventuellement accompagné de
synonymes et d'abréviations,

— la définition de la notion,

— éventuellement la source,

— éventuellement des notes,

et enfin, pour les langues additionnelles du VEI, les termes seuls.

Numéro d'article
Le numéro d'article comprend trois éléments, séparés par des traits d'union :

— Numéro de partie : 3 chiffres,
— Numéro de section : 2 chiffres,
— Numéro de la notion : 2 chiffres (01 a 99).

Exemple : 151-13-82
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INTRODUCTION
Principles and rules followed

General

The IEV (IEC 60050 series) is a general-purpose multilingual vocabulary covering the field of
electrotechnology, electronics and telecommunication. It comprises about 18 500 termino-
logical entries, each corresponding to a concept. These entries are distributed among about
80 parts, each part corresponding to a given field.

Examples:
Part 161 (IEC 60050-161): Electromagnetic compatibility
Part 411 (IEC 60050-411): Rotating machines

The entries follow a hierarchical classification scheme Part/Section/Concept, the concepts
being, within the sections, organized in a systematic order.

The terms, definitions and notes in the entries are given in the three IEC official languages,
that is French, English and Russian (principal IEV languages).

In each entry the terms alone are also given in the additional IEV languages (Arabic, Chinese,
German, Greek, Spanish, Italian, Japanese, Polish, Portuguese and Swedish).

In addition, each part comprises an alphabetical index of the terms included in that part, for
each of the IEV languages.

NOTE — Some languages may be missing.

Organization of a terminological entry
Each of the entries corresponds to a concept, and comprises:

— an entry number,
— possibly a letter symbol for quantity or unit,
then, for each of the principal IEV languages:

— the term designating the concept, called "preferred term", possibly accompanied by
synonyms and abbreviations,

— the definition of the concept,

— possibly the source,

— possibly notes,

and finally, for the additional IEV languages, the terms alone.

Entry number
The entry number is comprised of three elements, separated by hyphens:

— Part number: 3 digits,
— Section number: 2 digits,
— Concept number: 2 digits (01 to 99).

Example: 151-13-82
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Symboles littéraux de grandeurs et unités

Ces symboles, indépendants de la langue, sont donnés sur une ligne séparée suivant le
numéro d'article.

Exemple :
131-11-22
symb. : R

résistance, f
Terme privilégié et synonymes

Le terme privilégié est le terme qui figure en téte d'un article ; il peut étre suivi de synonymes.
Il est imprimé en gras.

Synonymes :

Les synonymes sont imprimés sur des lignes séparées sous le terme privilégié : ils sont
également imprimés en gras, sauf les synonymes déconseillés, qui sont imprimés en maigre,
et suivis par l'attribut « (déconseillé) ».

Parties pouvant étre omises :

Certaines parties d'un terme peuvent étre omises, soit dans le domaine considéré, soit dans
un contexte approprié. Ces parties sont alors imprimées en gras, entre parenthéses :

Exemple: émission (électromagnétique)
Absence de terme approprié :

Lorsqu'il n'existe pas de terme approprié dans une langue, le terme privilégié est remplacé
par cinq points, comme ceci :

« » (et il n'y a alors bien entendu pas de synonymes).

Attributs

Chaque terme (ou synonyme) peut étre suivi d'attributs donnant des informations supplé-
mentaires ; ces attributs sont imprimés en maigre, a la suite de ce terme, et sur la méme
ligne.
Exemples d'attributs :
— spécificité d'utilisation du terme :
rang (d'un harmonique)
— variante nationale :
unité de traitement CA
— catégorie grammaticale :
électronique, ad;j
électronique, f
— abréviation : CEM (abréviation)
— déconseillé : déplacement (terme déconseillé)
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Letter symbols for quantities and units
These symbols, which are language independent, are given on a separate line following the
entry number.
Example:
131-11-22
symb. : R
resistance

Preferred term and synonyms

The preferred term is the term that heads a terminological entry; it may be followed by
synonyms. It is printed in boldface.

Synonymes:

The synonyms are printed on separate lines under the preferred term: they are also printed in
boldface, excepted for deprecated synonyms, which are printed in lightface, and followed by
the attribute "(deprecated)".

Parts that may be omitted:

Some parts of a term may be omitted, either in the field under consideration or in an
appropriate context. Such parts are printed in boldface type, and placed in parentheses:

Example: (electromagnetic) emission
Absence of an appropriate term:

When no adequate term exists in a given language, the preferred term is replaced by five
dots, like this:

----- " (and there are of course no synonyms).

Attributes

Each term (or synonym) may be followed by attributes giving additional information, and
printed on the same line as the corresponding term, following this term.
Examples of attributes:
— specific use of the term:
transmission line (in electric power systems)
— national variant: lift GB
— grammatical information:
thermoplastic, noun
AC, qualifier
— abbreviation: EMC (abbreviation)
— deprecated: choke (deprecated)
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Source

Dans certains cas il a été nécessaire d'inclure dans une partie du VEI une notion prise dans
une autre partie du VEI, ou dans un autre document de terminologie faisant autorité
(VIM, ISO/CEI 2382, etc.), dans les deux cas avec ou sans modification de la définition
(ou éventuellement du terme).

Ceci est indiqué par la mention de cette source, imprimée en maigre, et placée entre crochets
a la fin de la définition :

Exemple : [131-03-13 MOD]

(MOD indique que la définition a été modifiée)

Termes dans les langues additionnelles du VEI

Ces termes sont placés a la fin de l'article, sur des lignes séparées (une ligne par langue),
précédés par le code alpha-2 de la langue, défini dans I'lSO 639, et dans I'ordre alphabétique
de ce code. Les synonymes sont séparés par des points-virgules.
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Source
In some cases, it has been necessary to include in an IEV part a concept taken from another

IEV part, or from another authoritative terminology document (VIM, ISO/IEC 2382, etc.), in
both cases with or without modification to the definition (and possibly to the term).

This is indicated by the mention of this source, printed in lightface, and placed between
square brackets at the end of the definition.

Example: [131-03-13 MOD]

(MOD indicates that the definition has been modified)

Terms in additional IEV languages

These terms are placed at the end of the entry, on separate lines (one single line for each
language), preceded by the alpha-2 code for the language defined in ISO 639, and in the
alphabetic order of this code. Synonyms are separated by semicolons.
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VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

PARTIE 521 : DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES

1 Domaine d'application

Cette partie de la norme CEl 60050 donne la terminologie générale utilisée dans les
domaines de la technologie des semiconducteurs, du développement des semiconducteurs et
pour les types de semiconducteurs.

Cette terminologie est naturellement en accord avec la terminologie figurant dans les autres
parties spécialisée du VEI.
2 Références normatives

Les références normatives se limitent essentiellement a la CElI 60050 Partie 151 : Dispositifs
électriques et magnétiques, en cours de révision.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

PART 521: SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS

1 Scope

This part of IEC 60050 gives the general terminology used in the fields of semiconductor
technology and semiconductor design and for types of semiconductors.

This terminology is of course consistent with the terminology developed in the other
specialized parts of the IEV.
2 Normative references

Normative references are limited to IEC 60050 Part 151: Electric and magnetic devices, under
revision.
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3 Termes et définitions

3 Terms and definitions

PARTIE 521 : DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES

PART 521: SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS

Section 521-01 — Notions de physique atomique

Section 521-01 - Introduction to atomic physics

521-01-01
systéme non quantifié (de particules), m

systeme de particules dont on suppose que les énergies sont susceptibles de varier de
maniére continue. Le nombre des états microscopiques, défini par les positions et les vitesses
des particules a un instant donné, est alors non limité

non-quantized system (of particles)

system of particles whose energies are assumed to be capable of varying in a continuous
manner and in which the number of microscopic states defined by the positions and velocities
of the particles at a given instant is therefore unlimited

cn FEBFHRLGE K1)

de nichtquantisiertes System (von Teilchen), n
es sistema no cualificado (de particulas)

ja (RLFo) HEFIFR

pl  uktad niekwantowany (czastek)

pt sistema nao quantificado (de particulas)
sv okvantiserat system

521-01-02
systéme quantifié (de particules), m

systeme de particules dont les énergies ne peuvent prendre que des valeurs discretes

quantized system (of particles)

system of particles the energies of which can have discrete values only

cn BFHERZCRKTH )

de quantisiertes System (von Teilchen), n
es sistema cuantificado (de particulas)
ja (RFo) BEFLR

pl uktad kwantowany (czgstek)

pt sistema quantificado (de particulas)
sv kvantiserat system
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521-01-03
statistique de Maxwell-Boltzmann, f

ensemble de probabilités des états macroscopiques d'un systéme non quantifié de particules
déterminé par les valeurs moyennes des coordonnées de positions, des vitesses ou de
I'énergie, dans un volume trés petit, mais non nul du systéme

Maxwell-Boltzmann statistics

probability distribution of the macroscopic states of a non-quantized system of particles,
defined by the average values of the position, velocity or energy co-ordinates, in a very small,
but finite, volume of the system

cn ERNF-BRELSHIT

de Maxwell-Boltzmann-Statistik, f

es estadistica de Maxwell-Boltzmann
ja =y ZRux)V-FmY<womE
pl rozktad Maxwella-Boltzmanna

pt estatistica de Maxwell-Boltzmann
sv  Maxwell-Boltzmann-fordelning

521-01-04
relation de Boltzmann, f

relation exprimant que, a une constante additive pres, I'entropie d'un systéme de particules
est égale au produit du logarithme népérien de la probabilité de son état macroscopique par
la constante de Boltzmann

Boltzmann relation

equation stating that, apart from an additive constant, the entropy of a system of particles is
equal to the product of the Napierian (natural) logarithm of the probability of its macroscopic
state and the Boltzmann constant

cn BREERXRE

de Boltzmann-Beziehung, f
es relacion de Boltzmann
ja Ay < BE%

pl zaleznosé¢ Boltzmanna
pt relagdo de Boltzmann
sv  Boltzmanns ekvation
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521-01-05
loi de distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, f

relation algébrique donnant le nombre dN de particules d'un systtme non quantifié dont les

composantes de vitesse sont comprises respectivement dans les intervalles (u, u+ du), (v, v+ dv),

(w, w+dw):

D—m u2 +v2 + w2 0

dN =A4Lléxp 3 ( )Dduﬁﬂvﬁﬂw
8 2kT 8

O m Dz/z

A=N O e P

désigne le nombre total de particules
la masse d'une particule

la température thermodynamique

N 3 =

la constante de Boltzmann

NOTE — dN/N représente la probabilité pour qu'une particule ait ses composantes de vitesse
comprises dans les intervalles considérés.

Maxwell-Boltzmann velocity-distribution law

algebraic equation giving the number dN of particles of a non-quantized system, the

components of velocity of which are comprised in the intervals (u, u + du), (v, v + dv), (w, w + dw)
respectively:

D-m(uz +? +wz)D

dN=Alexp 3 (duldvidw

8 2 kT 8

where
/2
0 m u|
2m kTHH

N is the total number of particles
m is the mass of a particle
T is the thermodynamic temperature
k is the Boltzmann constant

NOTE — dN/N represents the probability that a particle has its components of velocity within the inter-
vals considered.

cn ERMF-PIRE SEE A

de Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung, f

es ley de distribucion de las velocidades de Maxwell-Boltzmann
ja wYZATzN-BAYUEESA

pl prawo rozktadu predkosci Maxwella-Boltzmanna

pt lei de distribuicdo das velocidades de Maxwell-Boltzmann

sv  Maxwell-Boltzmanns hastighetsfordelning
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521-01-06
atome de Bohr, m

modeéle de I'atome fondé sur les conceptions de Bohr et de Sommerfeld, d'aprés lesquelles
les électrons d'un atome décriraient autour du noyau des orbites circulaires ou elliptiques
discrétes

NOTE — A chacun des degrés de liberté de I'atome correspond une série d'états énergétiques qui
déterminent les séries spectrales susceptibles d'étre émises par I'atome.

Bohr atom

model of the atom based on the conception of Bohr and Sommerfeld, according to which the
electrons of an atom move around the nucleus in discrete circular or elliptical orbits

NOTE — To each of the degrees of freedom of the atom there corresponds a series of energy states
which determine the spectral series that may be emitted by the atom.

cn BURET

de Bohr-Atommodell, n
es atomo de Bohr

ja F—TRF

pl atom Bohra

pt atomo de Bohr

sv  Bohrs atommodell

521-01-07

nombre quantique (d'un électron dans un atome donné), m

chacun des nombres caractérisant les degrés de liberté d'un électron dans un atome donné :
— le nombre quantique principal n

— le nombre quantique secondaire /

— le nombre quantique de spin s

— le nombre quantique interne j

quantum number (of an electron in a given atom)

each of the numbers characterizing the degree of freedom of an electron in a given atom:
— the principal quantum number n

— the orbital quantum number /

— the spin quantum number s

— the total angular momentum quantum number j

cn BFECHEHE TP TM O

de Quantenzahl (eines Elektrons in einem gegebenen Atom), f
es numero cuantico (de un electrén de un atomo dado)

ja (BExbhRKFRNOEFD) BEFEK

pl liczba kwantowa (elektronu w danym atomie)

pt numero quantico (de um electrao num atomo dado)
sv  kvanttal
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521-01-08

symb. : n
nombre quantique principal, m

nombre quantique entier positif qui caractérise les variations importantes du niveau d'énergie
des électrons dans un atome

NOTE - Selon le modéle de I'atome de Bohr, le nombre quantique principal peut étre considéré comme
caractérisant le grandeur de I'orbite d'un électron.

principal quantum number
first quantum number

positive integer number characterizing the important changes of energy level of the electrons
in an atom

NOTE - According to the Bohr atom model, the main quantum number may be considered as
characterizing the size of an electron orbit.

cn FEFH

de Hauptquantenzahl, f

es numero cuantico principal

ja EEFE; B1ETFH

pl liczba kwantowa gtowna; liczba kwantowa pierwsza
pt numero quantico principal

sv  huvudkvanttal

521-01-09

symb. : /
nombre quantique secondaire, m
nombre quantique orbital, m

nombre quantique qui peut prendre toutes les valeurs entiéres de zéro a n—1, n désignant le
nombre quantique principal

NOTE — Selon le modéle de I'atome de Bohr, le nhombre quantique secondaire peut étre considéré
comme caractérisant le moment cinétique de I'électron dans son mouvement orbital.

orbital quantum number
second quantum number

quantum number which can have all whole values from zero to n—1, n designating the main
quantum number

NOTE — According to the Bohr atom model, the orbital quantum number may be considered as
characterizing the angular momentum of the electron in its orbital motion round the nucleus.

cn HEERTFHK

de Bahndrehimpulsquantenzahl, f

es numero cuantico secundario

ja BMEERTFH; F22ETH

pl liczba kwantowa orbitalna; liczba kwantowa druga

pt numero quantico orbital; nimero quantico secundario
sv  bikvanttal
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521-01-10

symb. : s
(nombre quantique de) spin, m

nombre quantique qui caractérise le moment cinétique de I'électron considéré comme une
petite sphére chargée en rotation autour de son axe

NOTE - Le spin peut prendre deux valeurs : +1/2 et —1/2.

spin (quantum number)

quantum number which gives the angular momentum of the electron considered as a small
charged sphere revolving rotating around its axis

NOTE — The spin may have two values: +1/2 or —1/2.

cn  HBHIEETFH

de Spinquantenzahl, f; Spin, m
es espin

ja RAEr (BF%)

pl liczba spinowa; spin

pt (numero quantico de) spin
sv spinnkvanttal

521-01-11

symb. : j
nombre quantique interne, m

nombre quantique qui caractérise la résultante des champs magnétiques engendrés par
I'électron, d'une part dans son mouvement orbital et d'autre part dans son mouvement de rotation

NOTE - Les valeurs de ce nombre j forment une suite de nombres semi-entiers et entiers.

total angular momentum quantum number

quantum number which gives the resultant of the magnetic field engendered by the electron
due to its orbital movement and due to its revolving on its own axis

NOTE — The values of this number j form a set of integral and semi-integral values.

cn BANEBRETFH

de Gesamtdrehimpulsquantenzahl, f

es numero cuantico interno

ja RAEHEERTH

pl liczba kwantowa catkowitego momentu katowego
pt (numero quantico de) momento angular total

sv kvanttal for totalt rorelsemdangdsmoment

521-01-12
niveau d'énergie, m

énergie correspondant a un état quantifié d'un systeme physique

energy level (of a particle)

energy associated with a quantum state of a physical system

cn BB C KL F1 D

de Energieniveau (eines Teilchens), n

es nivel de energia (de una particula); nivel energético (de una particula)
ja  (hLFo) =XV XF—HENL

pl poziom energetyczny (czastki)

pt nivel de energia

sV energiniva
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521-01-13
diagramme énergétique, m

diagramme représentant les niveaux d'énergie des particules d'un systéme quantifié par des
droites horizontales, ayant pour ordonnées I'énergie de ces particules

energy-level diagram

diagram representing the energy levels of the particles of a quantized system by horizontal
lines, having for ordinates the energy of these particles

cn BRI

de Energieniveau-Diagramm, n

es diagrama energético

ja TXRALXF—UEMNK

pl wykres poziomoéw energetycznych (czastek)

pt diagrama de niveis de energia; diagrama energético
sv energinivadiagram

521-01-14
principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m

principe suivant lequel chaque niveau d'énergie d'un systéme quantifié ne peut contenir que
zéro, une ou deux particules

NOTE — Dans le cas de deux électrons, les spins sont de signes contraires.

Pauli-Fermi exclusion principle
Pauli principle

principle stating that each energy level of a quantized system can include only none, one or
two particles

NOTE - In the case of two electrons, the spins are of opposite sign.

cn WH-BARAHEERE; WHFEHE

de Pauli-Prinzip, n

es principio de exclusiéon de Pauli-Fermi

ja RNy -7z IO YY) oRE
pl zasada Pauliego-Fermiego; zakaz Pauliego
pt principio de exclusao de Pauli-Fermi

sv  Pauli-Fermis princip

521-01-15

statistique de Fermi-Dirac, f
statistique de Fermi, f

ensemble de probabilités des états macroscopiques d'un systéme quantifié de particules,
satisfaisant au principe d'exclusion de Pauli-Fermi

Fermi-Dirac statistics
Fermi statistics

set of probabilities of the macroscopic states of a quantized system of particles, with only
discrete energy levels, obeying the Pauli-Fermi exclusion principle

cn  BAR-KNREGIT: BAKRGEIT

de Fermi-Dirac-Statistik, f; Fermi-Statistik, f

es estadistica de Fermi-Dirac; estadistica de Fermi
ja 7=z -Ta4T7vIHE; 7V IKE

pl rozkiad Fermiego-Diraca

pt estatistica de Fermi-Dirac; estatistica de Fermi
sv fermistatistik
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521-01-16
fonction de Fermi-Dirac, f

fonction qui exprime la probabilité P(E) pour qu'une particule satisfaisant a la statistique de
Fermi occupe un niveau d'énergie autorisé E

1
1 +exp L_EFH
O kT 0O

P(E)=

ou

k  est la constante de Boltzmann

T est la température thermodynamique
Er estle niveau de Fermi

et ou ce niveau est quantifié et peut contenir 0, 1 ou 2 électrons.

Fermi-Dirac function

function expressing the probability P(E), for a particle obeying Fermi statistics, that it will
occupy a permitted energy level (E)

P(E)=

1
1+expB%H
O kT O

where

k is the Boltzmann constant

T is the thermodynamic temperature
EFf is the Fermi-level

and where this level is quantized and may contain 0, 1 or 2 electrons.

cn BR-KNREHEREK

de Fermi-Dirac-Funktion, f
es funcién de Fermi-Dirac
ja 7z -Ta4Tvs7E%
pl funkcja Fermiego-Diraca
pt funcado de Fermi-Dirac

sv  Fermi-Dirac-funktion
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521-01-17
niveau de Fermi, m

dans un solide, niveau d'énergie qui sépare les états occupés des états inoccupés a la
température de zéro kelvin

NOTE - Quand une bande interdite sépare les états occupés des états inoccupés, le niveau de Fermi
est assigné au milieu de la bande interdite.

Fermi level

in a solid, energy level separating the occupied states from the unoccupied states at a
temperature of zero kelvin

NOTE — When a forbidden band separates the occupied and unoccupied states, the Fermi-level is
assigned to the centre of the forbidden band.

cn  FKABELR

de Fermi-Niveau, n
es nivel de Fermi

ja 7= )VIHN

pl poziom Fermiego
pt nivel de Fermi

sv ferminiva

521-01-18
électron célibataire, m

électron qui se trouve seul sur un niveau d'énergie

lone electron

electron which is alone on an energy level

cn PR F

de Einzelelektron, n
es electréon suelto
ja M ETF

pl elektron samotny
pt electrao solitario
sv ensam elektron
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521-01-19
loi de distribution des vitesses de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f

relation algébrique donnant le nombre de particules dN d'un systéme quantifié en équilibre,
dont les composantes de vitesse sont comprises dans des intervalles (u, u + du), (v, v + dv),
(w, w+dw):

3
dN=2Ndn—D duldvidw

n’ 1+expMH
O kT 0O

ou

N désigne le nombre total de particules
m la masse d'une particule

T latempérature thermodynamique

k la constante de Boltzmann

h la constante de Planck

E I'énergie cinétique d'une particule,

EZ% (u2 +v? +w2)

EM la fonction de travail interne

dN/N représente la probabilit¢é pour qu'une particule ait ses composantes de vitesse
comprises dans les intervalles considérés.
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521-01-19
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity distribution law

algebraic equation giving the number dN of particles of a quantized system in equilibrium, the

velocity components of which are included in the intervals (u, u + du), (v, v + dv), (w, w + dw):
respectively:

dN=2Nd§D duldvidw
h 1+exp MH
O kT 0O

where
N is the total number of particles
m is the mass of the particle
T is the thermodynamic temperature
k is the Boltzmann constant
h is the Planck constant
E is the kinetic energy of a particle,

E=% (u2 +1? +w2)

EM is the inner work function

dN/N represents the probability that a particle has its components within the intervals
considered.

cn BK-KNR-BRRIFFEESARE

de Fermi-Dirac-Sommerfeld-Geschwindigkeitsverteilung, f

es ley de distribucion de las velocidades de Fermi-Dirac-Sommerfeld
ja 7N -F4TFvr-Jre—T7=)V NEESAA

pl prawo rozktadu predkosci Fermiego-Diraca-Sommerfelda

pt lei de distribuigdo das velocidades de Fermi-Dirac-Sommerfeld

sv fermifordelning

521-01-20
effet photoélectrique, m

phénoméne électrique produit par I'absorption de photons

photoelectric effect

electrical phenomena produced by absorption of photons

cn Y HL R

de photoelektrischer Effekt, m; Photoeffekt, m
es efecto fotoeléctrico

ja XEZHR

pl zjawisko fotoelektryczne

pt efeito fotoeléctrico

sv fotoelektrisk effekt

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



60050-521 O IEC:2002 -14 -

521-01-21

effet photovoltaique, m

effet photoélectrique dans lequel I'absorption de photons produit une force électromotrice

photovoltaic effect

photoelectric effect in which an e.m.f. is produced by the absorption of photons

cn
de
es
ja

FeHERITRRL s AR BRL
Sperrschicht-Photoeffekt, m; photovoltaischer Effekt, m
efecto fotovoltaico

HEEBEAZHR

pl zjawisko fotowoltaiczne
pt efeito fotovoltaico

sv fotoelektromotorisk effekt
521-01-22

effet photoconductif, m

effet photoélectrique caractérisé par une variation de conductivité électrique

photoconductive effect

photoelectric effect characterized by the variation of electric conductivity

cn
de
es
ja

b, R= V2
Photoleiteffekt, m
efecto fotoconductivo

HEEHR

pl zjawisko fotokonduktywne
pt efeito fotocondutivo

sv fotokonduktiv effekt
521-01-23

effet photoélectromagnétique, m

dans un semiconducteur soumis a un champ magnétique et a un rayonnement électro-
magnétique, apparition d'un champ électrique perpendiculaire au champ magnétique et au
flux des porteurs de charge engendrés par effet photoélectrique et diffusant dans le
semiconducteur

photoelectromagnetic effect

in a semiconductor subjected to a magnetic field and electromagnetic radiation, the develo-
pment of an electric field perpendicular to the magnetic field and to the flow of charge carriers
generated by the photoelectric effect and diffusing in the semiconductor

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

e R H R0 Rz
photoelektromagnetischer Effekt, m
efecto fotoelectromagnético
HEBBR

zjawisko fotomagnetoelektryczne
efeito fotoelectromagnético
fotoelektromagnetisk effekt
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Section 521-02 — Propriétés des matériaux semiconducteurs

Section 521-02 — Properties of semiconductor materials

521-02-01
semiconducteur, m

substance dont la conductivité totale due aux porteurs de charge des deux signes est
normalement comprise entre celle des conducteurs et celle des isolants, et dont la densité
des porteurs de charge peut étre modifiée par des excitations extérieures

semiconductor

substance whose total conductivity due to charge carriers of both signs is normally in the
range between that of conductors and insulants, and in which the charge carrier density can
be changed by external means

cn  FFik

de Halbleiter, m
es semiconductor
ja ik

pl  poétprzewodnik
pt semicondutor
sv halvledare

521-02-02
semiconducteur élémentaire, m

semiconducteur constitué a I'état pur d'un seul élément

single-element semiconductor

semiconductor which in the pure state consists of a single element

cn HBuGEXFH&

de Einzelelement-Halbleiter, m
es semiconductor elemental

ja HBTEFEEK

pl poiprzewodnik pierwiastkowy
pt semicondutor elementar

sv ettelementshalvledare

521-02-03
semiconducteur composé, m

semiconducteur constitué a I'état pur de plusieurs éléments dans des proportions proches de
leur composition stoechiométrique

compound semiconductor

semiconductor which in the pure state consists of several elements in proportions close to the
stochiometric composition

cn LEWEFH&

de Verbindungshalbleiter, m
es semiconductor compuesto
ja tEw¥EK

pl potprzewodnik ztozony

pt semicondutor composto
sv sammansatt halviedare
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521-02-04
impureté, f

atomes étrangers dans un semiconducteur élémentaire
atomes étrangers ou atomes en excédent ou déficit par rapport a la composition stoechio-
métrique d'un semiconducteur composé

impurity

foreign atoms in a single-element semiconductor
foreign atoms or either an excess or a deficiency of atoms with respect to the stochiometric
composition of a compound semiconductor

cn  #E

de Storstelle, f

es impurezas

ja Ry

pl domieszka; zanieczyszczenie
pt impureza

sv storamne

521-02-05
énergie d'activation des impuretés, f

écart entre un niveau d'énergie intermédiaire di a une impureté et la bande énergétique
voisine

impurity activation energy

gap between an intermediate energy level due to an impurity and the adjacent energy band

cn  Z 75 Ak

de Storstellen-Aktivierungsenergie, f
es energia de activacion de impurezas
ja FAHHEHEELZRIALX—

pl energia aktywacji domieszek

pt energia de activagao das impurezas
sv aktiveringsenergi for stératom

521-02-06
semiconducteur ionique, m

semiconducteur dans lequel la conductivité électrique due au mouvement des ions est
prédominante par rapport a celle due au mouvement des électrons et des trous

ionic semiconductor

semiconductor in which the conductivity due to the flow of ions predominates over that due to
the motion of electrons and holes

cn EBTEIHK

de lonenhalbleiter, m

es semiconductor idénico
ja A F Mk

pl potprzewodnik jonowy
pt semicondutor iénico
sv jonhalvledare
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521-02-07
semiconducteur intrinséque, m

semiconducteur presque pur et idéal dans lequel les concentrations d'électrons de conduction
et de trous sont a peu prés égales dans des conditions d'équilibre thermique

intrinsic semiconductor

nearly pure and ideal semiconductor in which the conduction electron and hole densities are
nearly equal under conditions of thermal equilibrium

cn  AfEE Sk

de Eigenhalbleiter, m

es semiconductor intrinseco
ja EfEyEik

pl potprzewodnik samoistny
pt semicondutor intrinseco
sv egen(halv)ledare; I-ledare

521-02-08
semiconducteur extrinséque, m

semiconducteur dans lequel la concentration de porteurs de charge dépend des impuretés ou
des autres imperfections

extrinsic semiconductor

semiconductor in which charge carrier concentration depends upon impurities or other
imperfections

cn  FEFRMEFF &

de Storstellen-Halbleiter, m

es semiconductor extrinseco

ja  SHEMEEEK

pl potprzewodnik niesamoistny
pt semicondutor extrinseco

sv stor(halv)ledare

521-02-09
semiconducteur type N, m

semiconducteur extrinséque dans lequel la concentration des électrons de conduction est
supérieure a la concentration des trous

N-type semiconductor

extrinsic semiconductor in which the conduction electron density exceeds the hole density

cn NEEEK

de N-Halbleiter, m

es semiconductor tipo N
ja  NE¥EE

pl  potprzewodnik typu N
pt semicondutor de tipo N
sv  N-ledare
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521-02-10

semiconducteur type P, m

semiconducteur extrinséque dans lequel la concentration des trous est supérieure a la con-
centration des électrons de conduction

P-type semiconductor

extrinsic semiconductor in which the hole density exceeds the conduction electron density

cn PEIES(K

de P-Halbleiter, m

es semiconductor tipo P
ja PRYEEK

pl potprzewodnik typu P
pt semicondutor de tipo P
sv  P-ledare

521-02-11

semiconducteur compensé, m

semiconducteur dans lequel les effets des impuretés d'un type donné sur le nombre
volumique des porteurs de charge sont partiellement ou totalement annulés par les effets des
impuretés de type opposé

compensated semiconductor

semiconductor in which the effects of the impurities of a given type on the charge carrier
density partially or completely cancel those of the other type

cn  #MEES &

de Kompensations-Halbleiter, m

es semiconductor compensado

ja  HEEIEEK

pl potprzewodnik skompensowany
pt semicondutor compensado

sv kompenserad halvledare
521-02-12

semiconducteur non dégénéré, m

semiconducteur dans lequel le niveau de Fermi est situé dans la bande interdite, loin de ses
limites, a une distance au moins égale a deux fois le produit de la constante de Boltzmann
par la température thermodynamique

NOTE — Les porteurs de charge d'un semiconducteur non dégénéré sont régis par la statistique de
Maxwell-Boltzmann.

non-degenerate semiconductor

semiconductor in which the Fermi level is situated in the energy gap away from the
boundaries at a distance at least twice as great as the product of Boltzmann's constant and
the thermodynamic temperature

NOTE — The charge carriers in a non-degenerate semiconductor are governed by Maxwell-Boltzmann

statistics.

cn IEEHFESH&

de nichtentarteter Halbleiter, m

es semiconductor no degenerado

ja  FEMEEF-HEE

pl potprzewodnik niezdegenerowany
pt semicondutor ndo degenerado

sv icke-degenererad halviedare
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521-02-13
semiconducteur dégénéré, m

semiconducteur dans lequel le niveau de Fermi est situé dans la bande de conduction ou
dans la bande de valence, ou a une distance de ces deux bandes inférieure a deux fois le
produit de la constante de Boltzmann par la température absolue

NOTE - Les porteurs de charge d'un semiconducteur dégénéré sont régis par les lois statistiques de
Fermi-Dirac.

degenerate semiconductor

semiconductor in which the Fermi level is situated in the conduction band, or in the valence
band or is closer than twice the product of Boltzmann's constant and the thermodynamic
temperature to either band

NOTE - The charge carriers of a degenerate semiconductor are governed by Fermi-Dirac statistics.

cn LI

de entarteter Halbleiter, m

es semiconductor degenerado

ja MR EEK

pl potprzewodnik zdegenerowany
pt semicondutor degenerado

sv degenererad halvledare

521-02-14
électron de conduction, m

électron dans la bande de conduction d'un semiconducteur, qui peut se déplacer sous l'action
d'un champ électrique

conduction electron

electron in the conduction band of a semiconductor, which is free to flow under the action of
an electric field

cn fEFHET

de Leitungselektron, n

es electrones de conduccion
ja BHETF

pl elektron przewodzenia

pt electroes de condugao

sv ledningselektron

521-02-15
courant de conduction, m

transport de porteurs de charge libres dans un corps, provoqué par un champ électrique

conduction current

directed movement of free charge carriers in a medium under the influence of an electric field

cn (EFHR

de Leitungsstrom, m

es corriente de conduccion
ja BEER

pl prad przewodzenia

pt corrente de conducéao
sv  ledningsstréom
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521-02-16

conducteur, m

substance dans laquelle des porteurs de charge libres peuvent se déplacer sous l'action d'un
champ électrique

conductor

substance having free charge carriers which can be moved by an electric field

cn Sk

de Leiter (in der Halbleitertechnik), m
es conductor

ja H{E

pl przewodnik

pt condutor

sv ledare

521-02-17

trou, m

lacune qui apparait dans une bande d'énergie normalement pleine et qui peut étre déplacée
par un champ électrique en tant que charge électrique élémentaire

hole

vacancy appearing in a normally filled energy band, which can be moved by an electric field
as an elementary positive charge

cn &R

de Loch, n; Defektelektron, n
es hueco

ja IETL

pl dziura

pt buraco

sv  hal

521-02-18

conduction par trous, f

conduction dans un semiconducteur due au déplacement de trous du réseau cristallin sous
I'action d'un champ électrique

hole conduction

conduction in a semiconductor, in which holes in a crystal lattice are propagated through the
lattice under the influence of an electric field

cn EREH

de Lécherleitung, f

es conduccion por huecos
ja Fw—N{HE

pl przewodzenie dziurowe
pt condugédo por buracos
sv halledning
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521-02-19
conduction par électrons, f

conduction dans un semiconducteur due au déplacement d'électrons du réseau cristallin sous
I'action d'un champ électrique

electron conduction

conduction in a semiconductor in which conduction electrons in a crystal lattice are propa-
gated through the lattice under the influence of an electric field

cn HFHH

de Elektronenleitung, f

es conduccion por electrones
ja BEfE

pl przewodzenie elektronowe
pt condugao por electroes

sv elektronledning

521-02-20
conduction intrinséque, f

conduction dans un semiconducteur, due au déplacement de trous et d'électrons de conduc-
tion, ceux-ci provenant de la production de paires de porteurs de charge

intrinsic conduction

conduction in a semiconductor caused by the movement of holes and conduction electrons
formed due to the thermal generation of pairs of charge carriers

cn  FfEFH

de Eigenleitung, f

es conduccioén intrinseca
ja E#HEE

pl przewodzenie samoistne
pt conducgao intrinseca

sv egenledning; I-ledning

521-02-21
conduction ionique, f

conduction dans un semiconducteur, due au déplacement continu d'ions provoqué par un
apport permanent d'énergie extérieure

ionic conduction

conduction caused by the directed movement of charges due to the displacement of ions, the
movement being maintained by a continuous contribution of external energy

cn BETFSH

de lonenleitung, f

es conduccion idnica

ja A FviRE

pl przewodzenie jonowe
pt condugao idénica

sv jonledning
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521-02-22
bande de conduction, f

bande permise partiellement occupée par des électrons libres de se mouvoir sous l'influence
d'un champ électrique

conduction band

permitted energy band partially occupied by electrons that are free to move under the
influence of an external electric field

cn S

de Leitungsband, n

es banda de conduccion
ja fBEH

pl pasmo przewodzenia
pt banda de condugao
sv ledningsband

521-02-23

bande de valence, f

bande permise occupée par les électrons de valence

NOTE 1 — Dans un cristal, la bande de valence est une bande pleine au zéro kelvin.

NOTE 2 — Un manque d'électrons dans la bande de valence donne naissance a des trous dans la
bande de valence et a des électrons de conduction dans la bande de conduction.

valence band
permitted band occupied by the valence electrons

NOTE 1 — The valence band in an ideal crystal is completely occupied at the temperature of zero
kelvin.

NOTE 2 — Electrons missing from the valence band give rise to conduction holes in the valence band
and conduction electrons in the conduction band.

cn Y
de Valenzband, n
es banda de valencia

ja MEFH

pl pasmo walencyjne
pt banda de valéncia
sv valensband

521-02-24
écart énergétique, m

écart entre le niveau d'énergie le plus bas de la bande de conduction et le niveau d'énergie le
plus haut de la bande de valence

energy gap

gap between the lower energy boundary of the conduction band and the upper energy
boundary of the valence band

cn BERR

de Energieliicke, f

es separacion energética
ja TRXNFXF—FyoS

pl odstep energetyczny
pt separagdo energética
SV energigap
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521-02-25

bande d'énergie (1), f
bande de Bloch, f

ensemble pratiquement continu de niveaux d'énergie dans une substance

energy band
Bloch band

virtually continuous set of energy levels in a substance

cn BB A0 IR

de Bloch-Energieband, n

es banda de energia; banda de Bloch
ja TRAR—H; TuvRHE

pl pasmo energetyczne; pasmo Blocha
pt banda de energia; banda de Bloch
sv energiband

521-02-26
bande d'énergie (dans un semiconducteur) (2), f

ensemble des niveaux d'énergie des électrons dans un semiconducteur, limité par les valeurs
minimale et maximale des énergies

energy band (in a semiconductor)

range of energy levels of electrons in a semiconductor, limited by the minimum and maximum
values of the energies

cn BB LSk D

de Energieband (in einem Halbleiter), n

es banda de energia (en un semiconductor)
ja (PEEHD) =RXLXF—F

pl pasmo energetyczne (w potprzewodniku)
pt banda de energia (num semicondutor)
sv energiband (i halvledare)

521-02-27
bande partiellement occupée, f

bande d'énergie dont tous les niveaux ne sont pas occupés par deux électrons de spins
opposés

partially occupied band

energy band not all the levels of which correspond to the energy of each of two electrons with
opposite spins

cn oL EFE

de teilweise besetztes Band, n
es banda parcialmente ocupada
ja O LEEH

pl pasmo zapetnione czesciowo
pt banda parcialmente ocupada
sv delvis besatt band
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521-02-28
bande d'excitation, f

bande d'énergie ayant un ensemble de niveaux d'énergie voisins qui correspondent a des
états possibles d'excitation des électrons d'une substance

excitation band

energy band having a range of neighbouring energy levels which correspond to possible
excited states of the electrons of a substance

cn WA

de Anregungsband, n
es banda de excitacion
ja  BhEEH

pl pasmo pobudzenia
pt banda de excitagao
sv excitationsband

521-02-29
bande permise, f

bande d'énergie dont chaque niveau peut étre occupé par des électrons

permitted band

energy band each level of which may be occupied by electrons

cn  RH

de erlaubtes Band, n
es banda permitida
ja HEH

pl pasmo dozwolone
pt banda permitida
sv tillatet band

521-02-30
bande interdite, f

bande d'énergie qui ne peut étre occupée par aucun électron

forbidden band

energy band that cannot be occupied by electrons

cn &

de verbotenes Band, n
es banda reservada

ja  EEHIE

pl pasmo zabronione
pt banda proibida

sv forbjudet band
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521-02-31

isolant, m

substance dans lequelle la bande de valence est une bande pleine séparée de la premiére
bande d'excitation par une bande interdite d'une largeur telle que, pour faire passer dans
la bande de conduction des électrons de la bande de valence, il faut une énergie assez
grande pour entrainer une décharge disruptive

insulant

substance in which the valence band is a filled band separated from the first excitation band
by a forbidden band of such width that the energy needed to excite electrons from the valence
band to the conduction band is so large as to disrupt the substance

cn  #gY

de isolierendes Medium (in der Halbleitertechnik), n
es aislante

ja ks

pl izolator

pt isolante

sv isolator

521-02-32

bande pleine, f

bande permise dans laquelle, a la température de zéro kelvin, tous les niveaux d'énergie sont
occupés par des électrons

filled band

permitted band in which, at a temperature of zero kelvin, all the energy levels are occupied by
electrons

cn W

de gefiilltes Band, n
es banda llena

ja  FewEHE

pl pasmo zapetnione
pt banda cheia

sv fyllt band
521-02-33

bande vide, f

bande permise dans laquelle, a la température de zéro kelvin, aucun niveau d'énergie n'est
occupé par des électrons

empty band

permitted band in which, at a temperature of zero kelvin, no energy level is occupied by
electrons

cn =i

de leeres Band, n

es banda vacia

ja =¥

pl pasmo puste

pt banda vazia

SV

tomt band
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521-02-34
bande de surface, f

bande d'énergie permise constituée par les niveaux de surface d'un cristal

surface band

permitted band formed by the surface levels of a crystal

cn  EREW

de Oberflachenband, n

es banda de superficie

ja REH

pl pasmo powierzchniowe
pt banda de superficie

sv ytband

521-02-35
niveau local, m

niveau situé dans une bande interdite et di a une imperfection du réseau cristallin, dans le
cas d'une faible concentration de défauts

local level

energy level in a forbidden band caused by a lattice imperfection in the case of a low
concentration of defects

cn R K

de ortliches Niveau, n; lokales Niveau, n
es nivel local

ja  RTEHENL

pl poziom lokalny

pt nivel local

sv lokal niva

521-02-36
niveau d'impureté, m

niveau local dG a une impureté

impurity level

local level due to the impurity

cn  FEHER

de Storstellenniveau, n
es nivel de impurezas

ja  AHimHEAL

pl poziom domieszkowy
pt nivel de impureza

sv stordamnesniva
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521-02-37
bande d'impureté, f

bande d'énergie constituée par I'ensemble des niveaux d'impureté d'un type donné et située
en totalité, ou en partie, dans une bande interdite

impurity band

energy band formed by the combination of impurity levels of one type and entirely or partially
located in the forbidden band

cn R

de Storstellenband, n
es banda de impurezas
ja  AHE

pl pasmo domieszkowe
pt banda de impureza
sv storamnesband

521-02-38

donneur, m

imperfection d'un réseau cristallin qui, lorsqu'elle est dominante, a pour conséquence la
conduction par électrons, par suite de la libération d'électrons

donor

imperfection in a crystal lattice which, when it is predominant, permits electron conduction by
the donation of electrons

cn WEE
de Donator, m
es donador

ja  FF—
pl donor
pt dador

sv donator

521-02-39
accepteur, m

imperfection d'un réseau cristallin qui, lorsqu'elle est dominante, a pour conséquence la
conduction par trous par suite de la capture d'électrons

acceptor

imperfection in a crystal lattice which, when it is predominant, permits hole conduction by the
acceptance of electrons

cn ®E

de Akzeptor, m
es aceptador

ja TS E—
pl akceptor

pt aceitador

sv acceptor
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521-02-40
niveau donneur, m

niveau d'impureté intermédiaire voisin de la bande de conduction dans un semiconducteur
extrinseque

NOTE - Le niveau donneur est plein & la température du zéro kelvin ; a toute autre température, il peut
fournir des électrons a la bande de conduction. Les niveaux donneurs peuvent former des bandes
d'impureté étroites.

donor level
intermediate impurity level close to the conduction band in an extrinsic semiconductor

NOTE — The donor level is filled at the temperature of zero kelvin; at any other temperature it can
supply electrons to the conduction band. The donor levels can form narrow impurity bands.

cn HMEERK

de Donatorniveau, n
es nivel donador

ja K —uEAL

pl poziom donorowy
pt nivel dador

sv donatorniva

521-02-41
niveau accepteur, m

niveau d'impureté intermédiaire voisin de la bande de valence, dans un semiconducteur
extrinseque

NOTE - Le niveau accepteur est vide a la température de zéro kelvin; a toute autre température,
il peut recevoir des électrons provenant de la bande de valence. Les niveaux accepteurs peuvent
former des bandes d'impureté étroites.

acceptor level
intermediate impurity level close to the valence band in extrinsic semiconductor

NOTE — The acceptor level is empty at the temperature of zero kelvin; at any other temperature it can
receive electrons from the valence band. The acceptor levels can form narrow impurity bands.

cn REREK

de Akzeptorniveau, n
es nivel aceptador

ja TorwvFSHE—HEN

pl poziom akceptorowy
pt nivel aceitador

sv acceptorniva

521-02-42
niveau de surface, m

niveau local di a la présence d'une impureté ou d'une autre imperfection a la surface du cristal

surface level

local level caused by the presence of an impurity or other imperfection at the surface of the crystal

cn RERER

de Oberflachenniveau, n
es nivel de superficie

ja REEM

pl poziom powierzchniowy
pt nivel de superficie

sv ytniva
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521-02-43
énergie d'ionisation d'un donneur, f

énergie minimale a fournir a un électron situé au niveau donneur pour le transférer a la bande
de conduction

ionizing energy of donor

minimum energy to be applied to an electron located at the donor level in order to transfer it
to the conduction band

cn  jEE A EAE

de Donator-lonisierungsenergie, f

es energia de ionizacion de un donador
ja  FF—oAfF bR E—

pl energia jonizacji donora

pt energia de ionizagao de um dador
sv joniseringsenergi for donator

521-02-44
énergie d'ionisation d'un accepteur, f

énergie minimale a fournir a un électron de la bande de valence pour le transférer au niveau
accepteur

ionizing energy of acceptor

minimum energy to be applied to a valence band electron in order to transfer it to the acceptor
level

cn ZEHERE

de Akzeptor-lonisierungsenergie, f

es energia de ionizacion de un aceptador
ja ToreTE—DAF AR ALF—

pl energia jonizacji akceptora

pt energia de ionizagao de um aceitador
sv joniseringsenergi for acceptor

521-02-45
cristal idéal, m

cristal a structure parfaitement périodique, qui ne contient donc ni impuretés ni autres
imperfections

ideal crystal

crystal which is perfectly periodic in structure, and accordingly contains no impurities or other
imperfections

cn  HRHEEE

de Idealkristall, m
es cristal ideal

ja SEEHE&H

pl  krysztat idealny
pt cristal ideal

sv ideal kristall

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



60050-521 O IEC:2002 - 30 -

521-02-46
composition steechiométrique, f

composition chimique d’'un corps dans lequel les éléments chimiques existent dans les
proportions précises représentées par sa formule chimique

stochiometric composition

chemical composition of a compound in which the elements exist in the precise proportions
represented by its chemical formula

cn FEEEC AL

de stochiometrische Zusammensetzung, f
es composicion estequiométrica

ja  AbFEiRER

pl skiad stechiometryczny

pt composicado estequiométrica

sv stokiometrisk sammansattning

521-02-47
imperfection (d’un réseau cristallin), f

écart de structure par rapport a celle d’un cristal idéal

imperfection (of a crystal lattice)

deviation in structure from that of an ideal crystal

cn  BRBEC SN D

de Gitterstorstelle, f

es imperfeccion (de un sdlido cristalino)
ja (E&BF0) FEeH

pl defekt (sieci krystalicznej)

pt imperfeigdo (de uma rede cristalina)
sv storning (i kristallgitter)

521-02-48
conductivité intrinséque, f

conductivité d’'un semiconducteur intrinséque

intrinsic conductivity

conductivity of an intrinsic semicondutor

cn AEBSE

de Eigenleitfahigkeit, f

es conductividad intrinseca
ja EBHmEE

pl przewodnictwo samoistne
pt condutividade intrinseca
sv egenkonduktivitet
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521-02-49
conductivité de type N, f

conductivité dans un semiconducteur due au mouvement des électrons d’un donneur

N-type conductivity

conductivity caused by flow of electrons from a donor

cn NEH SR

de N-Leitfahigkeit, f

es conductividad tipo N

ja NE=EE

pl przewodnictwo typu N
pt condutividade de tipo N
sv elektronkonduktivitet

521-02-50
conductivité de type P, f

conductivité dans un semiconducteur due au mouvement des trous d’un accepteur

P-type conductivity

conductivity caused by a flow of holes from an acceptor

cn PEHB SR

de P-Leitfahigkeit, f

es conductividad tipo P

ja PRi=¥ME

pl przewodnictwo typu P
pt condutividade de tipo P
sv halkonduktivitet

521-02-51
porteur (de charge) (dans un semiconducteur), m

dans un semiconducteur, électron de conduction, trou ou ion

(charge) carrier (in a semiconductor)

in a semiconductor, conduction electron or hole or ion

cn ERFC LSS )

de Ladungstrédger (in einem Halbleiter), m; Trager (in einem Halbleiter), m
es portador (de carga) (en un semiconductor); portador

ja (¥E4Eho) EFRXFYIV 7 Fx V7T

pl  nosnik tadunku (w p6tprzewodniku)

pt portador de carga; portador

sv laddningsbaérare
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521-02-52
porteur majoritaire (dans une région semiconductrice), m

type de porteur de charge constituant plus de la moitié de la concentration totale des porteurs
de charge

majority carrier (in a semiconductor region)

type of charge carrier constituting more than half of the total charge carrier density

cn ZCWEBR H)FCESMHED )
de Majoritatstrager (in einer Halbleiterzone), m
es portador mayoritario (en una region semiconductora)

ja (CPEEFERT D) 2EXY VT

pl nos$nik wiekszosciowy (w obszarze poétprzewodnika)
pt portador maioritario

sv  majoritets(laddnings)barare

521-02-53
porteur minoritaire (dans une région semiconductrice), m

type de porteur de charge constituant moins de la moitié de la concentration totale des
porteurs de charge

minority carrier (in a semiconductor region)

type of charge carrier constituting less than half of the total charge carrier density

cn CHBR HIFCEZEP )

de Minoritatstrager (in einer Halbleiterzone), m

es portador minoritario (en una region semiconductora)
ja (FEEERTD) 2EXx V7T

pl nos$nik mniejszosciowy (w obszarze poétprzewodnika)
pt portador minoritario

sv  minoritets(laddnings)barare

521-02-54
porteur en excés, m

électron de conduction ou trou en excédent sur le nombre déterminé par les conditions
d’équilibre thermodynamique

excess carrier

conduction electron or hole in excess of the number determined by means of the thermo-
dynamic equilibrium

cn IHFBRT )

de Uberschussladungstrager, m; Uberschusstrager, m
es portador en exceso

ja #FEF¥ VT

pl nos$nik nadmiarowy

pt portador em excesso

sv  overskotts(laddnings)barare
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521-02-55
modulation de la conductivité (d’'un semiconducteur), f

variation de la conductivité due a I'injection de porteurs en excés ou a I'extraction de porteurs
de charge

conductivity modulation (of a semiconductor)

variation of the conductivity as a result of the injection of excess carriers or the removal of
charge carriers

cn ELSRIFH C LIEN )

de Leitfahigkeitsmodulation (eines Halbleiters), f

es modulaciéon de la conductividad (de un semiconductor)
ja (ChEED) REEEHR

pl modulacja przewodnictwa (potprzewodnika)

pt modulagao da condutividade (de um semicondutor)

sv konduktivitetsmodulering

521-02-56
vitesse de recombinaison en surface, f

vitesse a laquelle les électrons et les trous devraient diffuser vers la surface d’un semi-
conducteur pour obtenir le taux de recombinaison conduisant a leur disparition en surface

NOTE - La vitesse de recombinaison en surface est égale au quotient :
a) du nombre de recombinaisons qui ont lieu a la surface par unités de temps et de surface ;

b) par la concentration en porteurs minoritaires en excés immédiatement sous la surface.

surface recombination velocity

velocity with which minority carriers would have to drift to the surface of the semiconductor in
order to account for the rate at which they tend to combine there and are thus lost

NOTE — The surface recombination velocity is equal to the quotient of:
a) the number of recombinations taking place at the surface per unit time and area;

b) by the excess minority carrier concentration directly below the surface.

cn REHEEE

de Oberflachen-Rekombinationsgeschwindigkeit, f
es velocidad de recombinacién en superficie

ja REBEESHEE

pl predkosé rekombinacji powierzchniowej

pt velocidade de recombinagdao em superficie

sv ytrekombineringshastighet
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521-02-57
durée de vie dans le matériau (des porteurs minoritaires), f

intervalle de temps pendant lequel une densité donnée de porteurs minoritaires en excés
dans la masse d’'un semiconducteur homogéne décroit par recombinaison jusqu'a atteindre
1/e de sa valeur d’origine

bulk lifetime (of minority carriers)

time interval in which a given density of excess minority carriers in the bulk of a homogeneous
semiconductor decays by recombination to the fraction 1/e of its original value

cn HEFEGCLBEBTH )

de Volumenlebensdauer (von Minoritatstragern), f

es vida media en el material (de portadores minoritarios)

ja (DEXx VT D) VT FEH

pl czas zycia objetosciowy (nosnika mniejszosciowego)

pt duragao de vida no material (de portadores minoritarios);
tempo de vida no material (de portadores minoritarios)

sv volymlivslangd

521-02-58
mobilité (d’'un porteur de charge), f

grandeur égale au quotient du module de la vitesse moyenne d'un porteur de charge dans
la direction d’'un champ électrique par le module de ce champ

(drift) mobility (of a charge carrier)

quantity equal to the quotient of the modulus of the mean velocity of a charge carrier in the
direction of an electric field by the modulus of the field strength

cn (EBOIIBRCHWRTH)

de Driftbeweglichkeit (eines Ladungstragers), f
es movilidad (de un portador de carga)

ja (BE#fo) (FUVZbF) BEE

pl  ruchliwos¢ (nos$nika tadunku)

pt mobilidade (de um portador de carga)

sv driftrorlighet

521-02-59
diffusion (dans un semiconducteur), f

mouvement de particules d0 seulement a un gradient de concentration

diffusion (in a semiconductor)

movement of particles caused only by a concentration gradient

cn  ¥ERC kSRS )

de Diffusion, f

es difusion (en un semiconductor)
ja (FEEDhD) HEE

pl dyfuzja (w potprzewodniku)

pt difusao (num semicondutor)

sv diffusion
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521-02-60
largeur de diffusion (des porteurs minoritaires), f

distance pour laquelle la densité des porteurs minoritaires décroit, pendant leur diffusion dans
un semiconducteur homogéne jusqu’a atteindre 1/e de la densité d’origine

diffusion length (of minority carriers)

distance in which the density of minority carriers decays to the fraction 1/e of the original
density, during their diffusion in a homogeneous semiconductor

cn FEKECDHBRTHD

de Diffusionslange (von Minoritatstragern), f

es longitud de difusion (de portadores minoritarios)

ja (DEXx VT D) HBE

pl dlugosé dyfuzji (nosnikéw mniejszosciowych)

pt comprimento de difusdo (dos portadores minoritarios)
sv diffusionsvaglangd

521-02-61
constante de diffusion (des porteurs de charge), f

quotient de la densité du courant de diffusion par le gradient de la concentration de porteurs
de charge

diffusion constant (of charge carriers)

quotient of diffusion current density by the charge carrier concentration gradient

cn  HEREBC HR TR D)
de Diffusionskoeffizient (von Ladungstragern), m
es constante de difusion (de portadores de carga)

ja (BfiD) EHBEK

pl stata dyfuzji (nosnikow tadunku)

pt constante de difusdo (dos portadores de carga)
sv diffusionskonstant

521-02-62
accumulation de porteurs de charge (dans un semiconducteur), f

augmentation locale de la concentration des porteurs de charge par rapport a celle qui
existerait a I’état d’équilibre pour une polarisation nulle

charge carrier storage (in a semiconductor)

local increase in the concentration of charge carriers with respect to that which would exist
under equilibrium in zero-bias state

cn HWMFIEHEC LA P D

de Ladungstridgerspeicherung (in einem Halbleiter), f

es acumulacion de portadores de carga (en un semiconductor)
ja (¥H"EEho) EFER

pl akumulacja nos$nikéw tadunku (w poétprzewodniku)

pt acumulagao de portadores de carga (num semicondutor)

sv laddningsbararlagring
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521-02-63
piége, m

imperfection ou impureté dans un réseau cristallin dont le niveau d’énergie est situé dans
la bande interdite du semiconducteur et qui agit comme centre pour la capture des électrons
ou des trous

trap

crystal lattice imperfection or impurity whose energy level is situated in the forbidden band of
the semiconductor and which acts as a centre for the capture of electrons or holes

cn  FEBHk

de Storstellen-Haftstelle, f; Haftstelle, f
es trampa

ja FFvF

pl  putapka

pt armadilha

sv (storamnes)filla

521-02-64
centre de recombinaison, m

imperfection ou impureté dans un réseau cristallin dont le niveau d’énergie est situé dans
la bande interdite du semiconducteur et qui permet la recombinaison des électrons de con-
duction et des trous

recombination centre

crystal lattice imperfection or impurity whose energy level is situated in the forbidden band of
the semiconductor and which enables conduction electrons and holes to recombine

cn BEHEHL

de Rekombinationszentrum, n
es centro de recombinacion
ja BEEAwL

pl centrum rekombinacji

pt centro de recombinagao
sv rekombinationscenter

521-02-65

limite PN, f

interface dans la région de transition entre les matériaux de type P et de type N, pour laquelle
les concentrations en donneurs et en accepteurs sont égales

PN boundary

interface in the transition region between P-type and N-type material at which the donor and
acceptor concentrations are equal

cn PNRH
de PN-Grenzflache, f
es limite PN

ja PN#ER
pl granica PN
pt limite PN

sv  PN-grans
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521-02-66
région de transition, f

région comprise entre deux régions semiconductrices homogénes dans laquelle les propriétés
électriques changent

NOTE - Les deux régions homogénes n’appartiennent pas nécessairement au méme matériau
semiconducteur.

transition region

region between two homogeneous semiconducting regions, in which the electric properties
change

NOTE - The two homogeneous regions are not necessarily of the same semiconductor material.

cn FERX

de Ubergangszone, f
es region de transicion
ja BBHEIR

pl obszar przejscia

pt regido de transigao
sv Overgangsomrade

521-02-67
zone de transition de la concentration des impuretés, f

zone dans laquelle la concentration d'impuretés passe d’'une valeur a une autre

impurity concentration transition zone

zone in which the impurity concentration changes from one value to another

cn ek BT X

de Ubergangszone der Storstellendichte, f

es zona de transicion de la concentracion de impurezas
ja WY EE B BRI

pl obszar zmiany koncentracji domieszek

pt zona de transicdao da concentragdo das impurezas
sv oOvergangszon for storamneskoncentration

521-02-68
région neutre, f

région dans laquelle il y a pratiquement neutralité électrique, les charges négatives des
électrons et des atomes accepteurs ionisés équilibrant les charges positives des trous et des
atomes donneurs ionisés

neutral region

region which is virtually electrically neutral, the negative charges of the electrons and of the
ionized acceptor atoms balancing the positive charges of the holes and of the ionized donor
atoms

cn FHRX

de neutrale Zone, f
es region neutra

ja  HHEEES

pl obszar neutralny
pt regido neutra

sv  neutralt omrade
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521-02-69
barriére de potentiel (1), f

différence de potentiel entre deux substances en contact ou entre deux régions homogénes
de propriétés électriques différentes, due a la diffusion des porteurs de charge provenant de
chacune des parties et a la création d’'une charge d’espace

potential barrier

potential difference between two substances in contact or between two homogeneous regions
having different electrical properties, due to the diffusion of charge carriers from each part
and the creation of a space charge region

cn #He

de Potentialschwelle, f

es barrera de potencial
ja WwT Y ¥ VEEE

pl bariera potencjatu

pt barreira de potencial
sv potentialbarriar

521-02-70
barriére de potentiel (d'une jonction PN) (2), f

barriere de potentiel existant entre deux points situés respectivement dans la région neutre
du type P et dans la région neutre du type N

potential barrier (of a PN junction)

potential barrier between two points respectively located in the P-type neutral region and the
N-type neutral region

cn  #&( PNZM )

de Potentialschwelle eines PN-Ubergangs, f
es barrera de potencial (de una uniéon PN)

ja (PNEA®) RF v v VEEE

pl bariera potencjatu (ztgcza PN)

pt barreira de potencial (de uma jungdo PN)
sv  potentialbarriar (i PN-6vergang)

521-02-71
barriére de Schottky, f

jonction entre un métal et un semiconducteur dans laquelle une région de transition, formée a
la surface du semiconducteur, se comporte comme une barriére redresseuse

Schottky barrier

junction between a metal and a semiconductor in which a transition region, formed at the
surface of the semiconductor, acts as a rectifying barrier

cn HEE#L

de Schottky-Barriere, f
es barrera de Schottky
ja Ya vy bhx—[EEE

pl bariera Schottky’ego
pt barreira de Schottky
sv  Schottky-barriar
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521-02-72
jonction, f

zone de transition entre des régions semiconductrices de propriétés électriques différentes ou
entre un semiconducteur et une couche de type différent, caractérisée par I'existence d’une
barriere de potentiel qui s’oppose au passage des porteurs de charge entre les deux régions

junction

transition layer between semiconductor regions of different electrical properties, or between a
semiconductor and a layer of different type, being characterized by a potential barrier
impeding the movement of charge carriers from one region to the other

cn 4

de Ubergang, m
es unién

ja #&

pl zlacze

pt juncgao

sv oOvergang

521-02-73
jonction abrupte, f

jonction dont la largeur, dans la direction du gradient de concentration d’'impuretés, est tres
petite par rapport a celle de la région de charge d’espace

abrupt junction

junction the width of which in the direction of the impurity-concentration gradient is much less
than the width of the space charge region

cn AL

de abrupter Ubergang, m
es unién abrupta

ja PBEBES

pl ztacze skokowe

pt jungao abrupta

sv abrupt 6vergang

521-02-74
jonction progressive, f

jonction dont la largeur, dans la direction du gradient de concentration d’'impuretés, est com-
parable a celle de la région de charge d’espace

progressive junction

junction the width of which in the direction of the impurity-concentration gradient is
comparable with the width of the space charge region

cn RAL

de allmiahlicher Ubergang, m

es unién gradual

ja {EREA

pl ztacze przejSciowe stopniowane
pt jungdo progressiva

sv gradvis 6vergang
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521-02-75
jonction par alliage, f

jonction formée en alliant un ou plusieurs matériaux a un cristal semiconducteur

alloyed junction

junction formed by alloying one or more materials to a semiconductor crystal

cn HE&4Y

de legierter Ubergang, m
es unidén por aleacion

ja A&Es

pl zlacze stopowe

pt jungao por liga

sv legerad 6vergang

521-02-76
jonction par diffusion, f

jonction formée par la diffusion d'une impureté a I'intérieur d'un cristal semiconducteur

diffused junction

junction formed by the diffusion of an impurity within a semiconductor crystal

cn  ¥EH

de diffundierter Ubergang, m
es unién por difusion

ja IREES

pl  ztacze dyfuzyjne

pt juncao por difusao

sv diffunderad 6vergang

521-02-77

jonction par tirage, f

jonction produite durant la croissance d'un cristal semiconducteur a partir d'un bain de fusion

grown junction

junction produced during the growth of a semiconductor crystal from a melt

cn k4

de gezogener Ubergang, m
es unién por extraccion

ja MEES

pl ztacze wyciagane

pt juncao por estiramento
sv odlad 6vergang
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521-02-78
jonction PN, f

jonction entre des matériaux semiconducteurs de type P et N

PN junction

junction between P and N type semiconductor materials

cn PN%5

de PN-Ubergang, m
es unién PN

ja PN#4

pl zlacze PN

pt jung¢ado PN

sv  PN-6vergang

521-02-79
région de charge d’espace, f
région dans laquelle la charge électrique volumique résultante est différente de zéro

NOTE — La charge électrique résultante est due aux électrons, aux trous, aux accepteurs et aux
donneurs.

space-charge region
region in which the net charge density is not zero

NOTE — The net charge is caused by electrons, holes, ionized acceptors and donors.

cn  ZHHBHFKX
de Raumladungszone, f
es region de carga de espacio

ja  ZERIERHEIK

pl obszar tadunku przestrzennego
pt regido de carga espacial

sv rymdladdningsomrade

521-02-80
région de charge spatiale (d’'une jonction PN), f

région de charge spatiale comprise entre les deux régions neutres respectivement de type P
et de type N

space-charge region (of a PN junction)

space-charge region contained between two neutral regions of types P and N respectively

cn ZEHBHFX( PNLH D

de Raumladungszone eines PN-Ubergangs, f

es region de carga de espacio (de una unién PN)
ja (PNEEG ) ZERERHEE

pl obszar tadunku przestrzennego (ztagcza PN)
pt regidao de carga espacial (de uma jungdo PN)
sv rymdladdningsomrade (i PN-6vergang)
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521-02-81
champ électrique interne, m

champ électrique da a la présence de charges d’espace a l'intérieur d’'un semiconducteur

internal electric field

electric field due to the presence of space charges inside a semiconductor

cn HWEH

de inneres elektrisches Feld, n
es campo eléctrico interno

ja  ANEER

pl pole elektryczne wewnetrzne
pt campo eléctrico interno

sv inre elektriskt falt

521-02-82

couche d’appauvrissement (d’'un semiconducteur), f
couche de déplétion, f

région dans laquelle la concentration des charges dues aux porteurs mobiles est insuffisante
pour neutraliser la densité des charges fixes résultant des donneurs et des accepteurs

depletion layer (of a semiconductor)

region in which the mobile charge carrier concentration is insufficient to neutralize the net
fixed charge density of ionized donors and acceptors

cn #BREBECESHKm D

de Verarmungsschicht (eines Halbleiters), f

es capa de agotamiento (de un semiconductor)
ja (") EZfE

pl warstwa zubozona (w poétprzewodniku)

pt camada de depleg¢do (de um semicondutor)
sv utarmningsomrade

521-02-83
effet tunnel (dans une jonction PN), m

processus par lequel une conduction s’établit & travers la barriére de potentiel d’'une jonction
PN et dans lequel les électrons circulent dans chaque direction entre la bande de conduction
dans la région N et la bande de valence dans la région P

NOTE - L’effet tunnel, a la différence de la diffusion des porteurs de charge, entraine seulement des
électrons. Le temps de transit est pratiquement négligeable.

tunnel effect (in a PN junction)

process whereby conduction occurs through the potential barrier of a PN junction and in
which electrons pass in either direction between the conduction band in the N-region and the
valence band in the P-region

NOTE — Tunnel action, unlike the diffusion of charge carriers, involves electrons only. The transit time
is practically negligible.

cn  BEGERRL ( PN )

de Tunneleffekt (in einem PN-Ubergang), m
es efecto tunel (en una union PN)

ja (PN#&®H®D) FrRrAZHR

pl zjawisko tunelowe (w ztagczu PN)

pt efeito tunel (numa juncdo PN)

sv tunneleffekt (i PN-6vergang)

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



-43 - 60050-521 O CEI:2002

521-02-84
effet magnétorésistant, m

variation de la résistance électrique d’'un semiconducteur sous Il'action d’'un champ
magnétique

magnetoresistive effect

change of the electrical resistance of a semiconductor or conductor due to a magnetic field

cn  HEC B )P

de Magnetowiderstandseffekt, m
es efecto magnetorresistente

ja BEREIHR

pl zjawisko magnetorezystywne
pt efeito magneto-resistivo

sv magnetoresistiv effekt

521-02-85

effet piézorésistant, m
effet tensorésistant, m

variation de la résistance électrique d'un semiconducteur sous l'action d'une contrainte
mécanique

piezoresistive effect
tensoresistive effect

change of the electrical resistance of a semiconductor or conductor due to mechanical stress

cn R PR R

de Piezowiderstandseffekt, m; Spannungswiderstandseffekt, m
es efecto piezorresistente; efecto tensorresistente

ja EEHRHE

pl zjawisko piezorezystywne; zjawisko tensorezystywne

pt efeito piezo-resistivo; efeito tenso-resistivo

sv piezoresistiv effekt
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Section 521-03 — Traitement des matériaux semiconducteurs

Section 521-03 — Processing semiconductor materials

521-03-01

croissance par tirage (d’'un monocristal), f
croissance par la méthode de Czochralski, f

production d’un monocristal en tirant progressivement du bain de fusion le cristal en cours de
formation

growing by pulling (of a single crystal)
growing by Czochralski’s method

production of a single crystal by gradually withdrawing the developing crystal from the melt

cn HHMAEKCHREW O YIRFHEEREK

de Einkristallziehen nach Czochralski, n

es crecimiento por extraccion (de un monocristal); crecimiento por el método de Czochralski
pl metoda monokrystalizacji Czochralskiego

pt crescimento por extracgdao (de um monocristal); crescimento pelo método de Czochralski
sv  kristalldragning

521-03-02
croissance d’un monocristal par fusion de zone, f

production d’un monocristal a I'aide d’un germe monocristallin, en faisant traverser une zone
fondue d’abord par une partie du germe monocristallin, puis par le semiconducteur
polycristallin accolé au germe

growing by zone melting (of a single crystal)

production of a single crystal with the aid of a monocrystalline seed by passing a molton zone
first through a portion of the monocrystalline seed and then through the polycrystalline
semiconductor material closely abutted to the seed

cn RKBERKCBEHED D

de Einkristallziehen durch Zonenschmelzen, n

es crecimiento de un monocristal por fusiéon de zona
ja (HEfE&SD) HREMRER

pl metoda monokrystalizacji strefowej

pt crescimento de um monocristal por fusao de zona
sv kristallodling med zonsmaltning
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521-03-03
purification par zone, f

passage d’'une ou de plusieurs zones fondues le long d’un cristal semiconducteur, afin de
diminuer la concentration en impuretés dans le cristal

zone refining

passing of one or more molton zones along a semiconductor crystal for the purpose of
reducing the impurity concentration in the crystal

cn RXiEHR4

de Zonenreinigen, n

es purificaciéon por zona
ja  HEER

pl oczyszczanie strefowe
pt purificagdo por zona
sV zonrening

521-03-04
nivellement par zone, m

passage d’'une ou de plusieurs zones fondues a travers un cristal semiconducteur, afin d’uni-
formiser la concentration en impuretés dans le cristal

zone levelling

passing of one or more molten zones through a semiconductor crystal for the purpose of
uniformly distributing impurities in the crystal

cn RXEBRF

de Zonennivellieren, n

es nivelacion por zona

ja HEIE/

pl wyréwnywanie strefowe
pt nivelamento por zona
sv zonutjamning

521-03-05
dopage (d’'un semiconducteur), m

addition d’'impuretés a un semiconducteur pour obtenir la conductivité désirée de type N ou
de type P

doping (of a semiconductor)

addition of impurities to a semiconductor to achieve a desired N-type conductivity or P-type
conductivity

cn BF

de dotieren (eines Halbleiters) (Verb)
es dopado (de un semiconductor)

ja ($¥ED) F—v 7

pl domieszkowanie (potprzewodnika)
pt dopagem (de um semicondutor)

sv dopning
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521-03-06
compensation au moyen d’impuretés, f

addition d’'impuretés de type donneur a un semiconducteur de type P, ou d'impuretés de type
accepteur a un semiconducteur de type N, conduisant a une compensation partielle équilibrée
ou excédentaire

impurity compensation

addition of donor impurities to a P-type semiconductor or of acceptor impurities to an N-type
semiconductor, leading to partial, balanced or over-compensation

cn R AME

de Storstellenkompensation, f
es compensacion por impurezas
ja  AREimmEE

pl kompensacja domieszkowa
pt compensagao por impurezas
sv storamneskompensering

521-03-07
procédé par alliage, m

formation d’une jonction PN par fusion d’une substance donneuse ou accepteuse a la surface
d’un cristal semiconducteur

NOTE 1 — La région recristallisée formée lors du refroidissement contient des atomes d’impuretés qui
donnent naissance a une conductivité de type N (ou de type P) qui difféere de celle du cristal primitif.

NOTE 2 — On obtient généralement les jonctions PNP ou NPN par alliage sur les deux faces opposées
du cristal primitif.

alloy technique

formation of a PN junction by fusing a donor or acceptor substance into the surface of a semi-
conductor crystal

NOTE 1 — The re-crystallized region formed on cooling contains impurity atoms which give rise to N-type,
or P-type conductivity, which differs from that of the host crystal.

NOTE 2 — PNP or NPN junctions are usually formed by alloying from opposite sides of the host crystal.

cn F&IZ

de Legierungstechnik, f
es técnica de aleacién
ja AeBil

pl technika stopowa

pt técnica de liga

sv legeringsteknik
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521-03-08
procédé par diffusion, m

formation d’'une région a conductivité de type P ou de type N dans un cristal semiconducteur,
obtenue par diffusion d’atomes d'impuretés dans le cristal

diffusion technique

formation of the region of P-type or N-type conductivity in a semiconductor crystal by diffusing
impurity atoms into the crystal

cn FHIZE
de Diffusionstechnik, f
es técnica de difusion

ja  JRECEN

pl technika dyfuzyjna
pt técnica de difusao
sv diffusionsteknik

521-03-09
procédé planaire, m

formation de régions de type P ou de type N ou des deux types dans un cristal
semiconducteur, par diffusion d’atomes d’impuretés dans le cristal a travers des ouvertures
pratiquées dans une couche de protection du cristal

planar technique

formation of P-type or N-type regions or both in a semiconductor crystal by diffusion
technique through apertures in a protective surface layer on the crystal

cn FHEILZE

de Planartechnik, f
es técnica planar

ja L —FEiiH

pl technika planarna
pt técnica planar

sv  planarteknik

521-03-10
procédé par microalliage, m

formation de petites jonctions PN par alliage, aprés dép6t électrolytique des donneurs ou des
accepteurs dans de petites alvéoles

micro-alloy technique

formation of small PN junction by alloying after depositing the acceptor or donor materials in
small pits by a process of electroplatting

cn WEE£ILE

de Mikrolegierungstechnik, f
es técnica de microaleacién
ja  MNEEEN

pl technika mikrostopu

pt técnica de microliga

sv  mikrolegeringsteknik
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521-03-11
procédé mesa, m

formation d’'une jonction ayant la forme d’un plateau surélevé obtenu par attaque de la
surface d’'un semiconducteur dans les régions entourant le plateau qu’on désire former,
réalisée par des diffusions ou des alliages successifs d’'impuretés

mesa technique

formation of a junction in the shape of a raised plateau by successive impurity diffusions or
alloying and then etching away material in the regions surrounding the plateau

cn AFEILZ
de Mesatechnik, f
es técnica mesa

ja A EHF

pl technika "mesa"
pt técnica mesa

sv  mesateknik

521-03-12

épitaxie, f

dépot d’'une couche de matériau semiconducteur sur un substrat, cette couche ayant la méme
orientation cristalline que le substrat

epitaxy

disposition of a layer of semiconductor material onto a substrate, this layer having the same
crystal orientation as the substrate

cn bk

de Epitaxie, f
es epitaxis

ja TEFZxT—

pl epitaksja
pt epitaxia
sv epitaxi
521-03-13

passivation de surface, f

application ou croissance de couches protectrices a la surface d’'un semiconducteur, aprés
formation de régions de type P ou de type N, ou des deux types

surface passivation

application or growth of a protective layer on the surface of a semiconductor after the
formation of regions of P-type, N-type or both

cn  EREHEMNL

de Oberflachenpassivierung, f
es pasivacion de superficie

ja REFR#

pl pasywacja powierzchniowa
pt passivagado de superficie
sv ytpassivering
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521-03-14
implantation ionique, f

formation d’une région de conductivité de type N, de type P ou intrinséque dans un cristal
semiconducteur par implantation d’ions accélérés

ion implantation

formation of a region of P-type, N-type or intrinsic conductivity in semiconductor crystal by
implanting accelerated ions

cn BHTFHEA

de lonenimplantation, f
es implantacién iénica
ja AFVEA

pl implantacja jonéw
pt implantacao idnica
sv jonimplantering

521-03-15
dépot en phase vapeur, m

dépbét de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices sur des substrats solides a
partir d'une source de matériau en phase vapeur par dépdt physique ou par réaction chimique

vapour-phase deposition technique

deposition of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates from a
source material in the vapour phase by physical deposition or chemical reaction

cn RHEEMRIZ
de Abscheidung aus der Gasphase, f
es deposicion en fase vapor

ja KRR

pl osadzanie z fazy lotnej
pt depdsito em fase vapor
sv angfasdeponering

521-03-16
sérigraphie, f

dépdbt de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices sur des substrats solides par
pression de pates a travers des écrans

screen-printing technique

deposition of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates by pressing
pastes through screens

cn ZMNERTLZ

de Siebdrucktechnik, f
es serigrafia

ja A7 U —HRIEH
pl technika sitodruku
pt serigrafia

sv screentryckning
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521-03-17
pulvérisation sous vide, f

procédé de formation de couches minces par lequel un bombardement d'ions ou une autre
énergie est utilisé pour libérer des particules d'une source solide qui se déposent ensuite sur
une surface proche

sputtering

process for forming films in which ion bombardment or other application of energy is used to
free particles from a solid source that become deposited on a nearby surface

cn  WH

de Zerstaubung, f

es pulverizaciéon en vacio
ja ARy EVLI

pl napylanie

pt pulverizagdao sob vacuo
sv partikeldeponering

Section 521-04 — Types de dispositifs a semiconducteurs

Section 521-04 — Types of semiconductor devices

521-04-01
dispositif a semiconducteurs, m

dispositif dont les caractéristiques essentielles sont dues au flux de porteurs de charges a
I'intérieur d'un semiconducteur

NOTE - Cette définition comprend les dispositifs dont les caractéristiques essentielles sont dues en
partie seulement au flux de porteurs de charges dans un semiconducteur mais qui sont considérés
comme des dispositifs 8 semiconducteurs pour la spécification.

semiconductor device

device whose essential characteristics are due to the flow of charge carriers within a semi-
conductor

NOTE - The definition includes devices whose essential characteristics are only in part due to the flow
of charge carriers in a semiconductor but that are considered as semiconductor devices for the purpose
of specification.

cn KRB/

de Halbleiterbauelement, n

es dispositivo semiconductor
ja  REET AR

pl  przyrzad poétprzewodnikowy
pt dispositivo semicondutor
sv halvledarkomponent
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521-04-02
dispositif discret (4 semiconducteurs), m

dispositif a semiconducteurs qui est spécifié pour accomplir une fonction élémentaire et qui
n'est pas divisible en composants séparés fonctionnels par eux-mémes

NOTE - Il n'existe pas de délimitation claire entre dispositifs discrets et circuits intégrés. En principe,
un dispositif discret comporte un seul élément de circuit. Cependant, un dispositif vendu et spécifié en
tant que dispositif discret peut comporter plusieurs éléments internes de circuit.

discrete (semiconductor) device

semiconductor device that is specified to perform an elementary function and that is not
divisible into separate components functional in themselves

NOTE — There is no clear delimitation possible between discrete devices and integrated circuits.
In principle, a discrete device consists of a single circuit element only. However, a device sold and
specified as a discrete device may internally consist of more than one circuit element.

cn  ( ¥54& )58

de Einzelhalbleiterbauelement, n; Einzelbauelement, n

es dispositivo semiconductor discreto; dispositivo discreto
ja  ERIEETNA R FERT SR

pl przyrzad (p6tprzewodnikowy) dyskretny

pt dispositivo semicondutor discreto; dispositivo discreto
sv diskret halvledarkomponent

521-04-03
diode (4 semiconducteurs), f

dispositif a semiconducteurs a deux bornes possédant une caractéristique tension-courant
asymeétrique

NOTE — Sauf spécification contraire, ce terme s'applique normalement & un dispositif dont la
caractéristique tension-courant est celle d'une seule jonction PN.

(semiconductor) diode
two-terminal semiconductor device having an asymmetrical voltage-current characteristic

NOTE - Unless otherwise qualified, this term usually means a device with the voltage-current
characteristic typical of a single PN junction.

cn  ( 3k H)RKE

de Halbleiterdiode, f; Diode, f

es diodo (semiconductor); diodo
ja PEEFASA—F; FL4F—F
pl dioda (pétprzewodnikowa)

pt diodo semicondutor; diodo
sv  halvledardiod

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d



60050-521 O IEC:2002 -52 -

521-04-04
diode de signal, f

diode a semiconducteurs utilisée pour extraire ou acheminer des informations contenues dans
un signal électrique qui varie avec le temps et peut étre de nature numérique ou analogique

signal diode

semiconductor diode used for the purpose of extracting or processing information contained in
an electronic signal which varies with time and may be either analogue or digital in nature

cn FEE5RE

de Signaldiode, f

es diodo de senal

ja YIFAXALF—F
pl dioda sygnatowa
pt diodo de sinal

sv signaldiod

521-04-05
diode tunnel, f

diode a semiconducteurs ayant une jonction PN dans laquelle une action tunnel se produit,
créant une conductance différentielle négative dans une certaine partie de la caractéristique
courant-tension dans le sens direct

tunnel diode

semiconductor diode having a PN junction in which tunnel action occurs giving rise to
negative differential conductance in a certain range of the forward direction of the current-
voltage characteristic

cn RE_RE

de Tunneldiode, f

es diodo tunel

ja bhrRAFALF—F
pl dioda tunelowa

pt diodo tunel

sv tunneldiod

521-04-06
diode unitunnel, f

diode tunnel dont les courants de pic et de vallée sont approximativement égaux

unitunnel diode
backward diode

tunnel diode whose peak and valley point currents are approximately equal

cn R ZHRE

de Unitunneldiode, f

es diodo unitanel

ja Z=bPURAVEALF—F; N9 U—FKFALF—F
pl dioda wsteczna; dioda odwrotna

pt diodo unitunel

sv backdiod
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521-04-07

diode a capacité variable, f

diode a semiconducteurs dont la capacité aux bornes varie de maniéere définie en fonction de
la tension appliquée, lorsque la diode est polarisée en inverse, et qui est destinée a des
applications spécifiques de la variation de la capacité en fonction de la tension

variable-capacitance diode

semiconductor diode, the terminal capacitance of which varies in a defined manner as a
function of applied voltage when biased in the reverse direction, and that is intended for
specific applications of this capacitance-voltage relationship

cn XA _RE

de Kapazititsdiode, f; Kapazitatsvariationsdiode, f

es diodo de capacidad variable

ja WEREXAA—F

pl dioda o zmiennej pojemnosci; dioda parametryczna; warikap
pt diodo de capacidade variavel

sv kapacitansdiod

521-04-08

diode mélangeuse, f

diode a semiconducteurs congue pour la conversion en fréquence de signaux a l'aide d’une
oscillation locale

mixer diode

semiconductor diode designed for frequency conversion of signals by means of a local

oscillator

cn BRI _RE

de Mischerdiode, f

es diodo mezclador
ja 7Y —FAF—F
pl dioda mieszajaca
pt diodo misturador
sv blandardiod
521-04-09

diode pour multiplication de fréquence, f

diode a semiconducteurs congue pour la multiplication de la fréquence d’un signal

frequency-multiplication diode

semiconductor diode designed for multiplying the frequency of a signal

cn
de
es
ja
pl
pt
sv

B R E
Frequenzvervielfacherdiode, f

diodo para multiplicaciéon de frecuencia
BB EEGE A A —F

dioda mnoznika czestotliwosci

diodo para multiplicagao de frequéncia
frekvensmultipliceringsdiod
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521-04-10

diode modulatrice, f

diode a semiconducteurs destinée a la modulation

modulator diode

semiconductor diode designed for modulation

cn  AHZHRE

de Halbleiter-Modulationsdiode, f; Modulationsdiode, f
es diodo modulador

ja ERFAA—F

pl dioda modulacyjna

pt diodo modulador

sv. moduleringsdiod

521-04-11

diode détectrice, f

diode a semiconducteurs destinée a la démodulation

detector diode

semiconductor diode designed for demodulation

cn KWE—HRE

de Halbleiter-Detektordiode, f; Detektordiode, f
es diodo detector

ja REFXAA—F

pl dioda detekcyjna

pt diodo detector

sv detektordiod

521-04-12

diode a retour rapide, f

diode a semiconducteurs qui emmagasine une charge électrique lorsqu'elle est polarisée en
direct et qui la restitue brusquement lors de la conduction qui suit I'établissement de la polari-
sation inverse, provoquant ainsi une variation brusque de I'impédance qu'elle présente

snap-off diode
step recovery diode

semiconductor diode that stores electric charge under forward bias and recovers from
subsequent reverse-bias conduction in an abrupt fashion, thereby causing an abrupt transition
of its terminal impedance

cn
de
es
ja
pl
pt
SV

MrERik 2 R E

Speicherschaltdiode, f

diodo de retorno rapido

AT TEFTFEAFT—F ; AT TV IRV T F—F
dioda tadunkowa

diodo de retorno rapido

diod med snabb aterhdamtning
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521-04-13
diode de commutation, f

diode a semiconducteurs congue pour présenter une transition rapide d'un état a haute
impédance a un état a basse impédance et réciproquement, suivant la polarité de la tension
appliquée

switching diode

semiconductor diode designed for a fast transition from a high-impedance state to a low-
impedance state and vice versa, depending on the polarity of the applied voltage

cn FR_IRE

de Schaltdiode, f

es diodo de conmutacion

ja ALy FUIFLA—F

pl dioda przetaczajaca; dioda komutacyjna
pt diodo de comutagao

sv switchdiod

521-04-14
diode de commutation hyperfréquence, f

diode a semiconducteurs qui présente une transition brusque de I’état a haute impédance a
celui a faible résistance et vice versa, selon la tension de polarisation continue ou le courant
appliqué a la diode, et qui présente en hyperfréquence respectivement une forte ou une faible
impédance, ce qui permet a la diode de laisser passer ou d'interrompre des signaux
hyperfréquence

microwave switching diode

semiconductor diode that exhibits a fast transition from a high-impedance state to a low-
resistance state and vice versa, depending on the d.c. bias voltage or current applied to the
diode, thus representing at microwave frequencies a high or low impedance, respectively,
which enables it to pass or interrupt microwave signals

cn B FFR _ARE

de Mikrowellen-Schaltdiode, f

es diodo de conmutacion de microondas
ja RAIaBALF U ITELF—F

pl dioda przetaczajaca mikrofalowa

pt diodo de comutagao hiperfrequéncia
sv switchdiod for héogfrekvens
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521-04-15
diode de limitation hyperfréquence, f

diode a semiconducteurs qui présente une transition brusque de I'état a haute impédance
a celui a faible résistance et vice versa, selon le niveau de puissance radiofréquence appliqué
a la diode, et qui présente en hyperfréquence, respectivement une forte ou une faible
impédance, ce qui permet a la diode de limiter ou de supprimer une énergie en hyper-
fréquence indésirable

microwave limiting diode

semiconductor diode that exhibits a fast transition from a high-impedance state to a low-
resistance state and vice versa, depending on the r.f. power level delivered to the diode, thus
representing at microwave frequencies a high or a low impedance, respectively, which
enables it to limit or suppress unwanted microwave energy

cn PRIk FRIE AR E

de Mikrowellen-Begrenzerdiode, f

es diodo de limitacion de microondas
ja <A Z7BeEEIRSAF—F

pl dioda ograniczajaca mikrofalowa
pt diodo de limitacao hiperfrequéncia
sv begrdnsningsdiod for hogfrekvens

521-04-16
diode de tension de référence, f

diode a semiconducteurs qui développe entre ses bornes une tension de référence de
précision spécifiée quand elle est polarisée pour fonctionner dans une gamme de courants
spécifiée

voltage-reference diode

semiconductor diode which develops across its terminals a reference voltage of specified
accuracy, when biased to operate within a specified current range

cn HEEHE_RE

de Spannungsreferenzdiode, f; Bezugsdiode, f
es diodo de tension de referencia

ja HEEBEBEFAA—F

pl dioda odniesienia; dioda stabilizacyjna

pt diodo de tensao de referéncia

sv (spannings)referensdiod

521-04-17
diode régulatrice de tension, f

diode a semiconducteurs qui développe entre ses bornes une tension essentiellement
constante pour une gamme de courants spécifiée

voltage-regulator diode

semiconductor diode which develops across its terminals an essentially constant voltage
throughout specified current range

cn HERE_RE

de Spannungsstabilisatordiode, f

es diodo regulador de tension

ja EEBEEFAA—F

pl dioda stabilizujagca napiecie; dioda Zenera
pt diodo regulador de tensao

sv spanningsreglerdiod
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521-04-18
diode régulatrice de courant, f

diode a semiconducteurs qui limite le courant a une valeur pratiquement constante dans une
gamme spécifiée de tensions

current-regulator diode

semiconductor diode that limits current to an essentially constant value over a specified
voltage range

cn HRAE_RE

de Stromstabilisatordiode, f

es diodo regulador de corriente
ja EBWFAA—F

pl dioda stabilizujgca prad

pt diodo regulador de corrente
sv stromreglerdiod

521-04-19
diode de redressement (a semiconducteurs), f

diode a semiconducteurs congue pour le redressement et comprenant ses propres
accessoires de refroidissement et de montage s'ils forment un tout avec elle

(semiconductor) rectifier diode

semiconductor diode designed for rectification and including its associated mounting and
cooling attachments if integral with it

cn (¥ DEJR_RKE

de Halbleiter-Gleichrichterdiode, f

es diodo semiconductor rectificador; diodo rectificador
ja PEEBREIAA—F; BEFXAA—F

pl dioda prostownicza (pétprzewodnikowa)

pt diodo rectificador (semicondutor)

sv likriktardiod

521-04-20
diode de redressement a avalanche, f

diode de redressement a semiconducteurs qui a des caractéristiques données relatives a la
tension de claquage minimale et qui est prévue pour dissiper de la puissance en surcharge
accidentelle dans la région de claquage de sa caractéristique inverse

avalanche rectifier diode

semiconductor rectifier diode which has stated minimum breakdown voltage characteristics
and is rated to dissipate power surges for a limited time in the breakdown region of its reverse
characteristic

cn SHER_RE

de Lawinen-Gleichrichterdiode, f
es diodo rectificador de avalancha
ja TRIUVV=BEHEIAA—F
pl dioda prostownicza lawinowa
pt diodo rectificador de avalanche
sv lavindiod
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521-04-21
bloc de redressement (& semiconducteurs), m

combinaison en un groupe unique d'une ou de plusieurs diodes de redressement a semi-
conducteurs avec éventuellement leurs accessoires de refroidissement et de montage et avec
leurs connexions électriques ou mécaniques

(semiconductor) rectifier stack

single structure of several semiconductor rectifier diodes with their associated mountings,
cooling attachments, if any, and connections whether electrical or mechanical

cn ¥ RHEERHE

de Halbleiter-Gleichrichterbaugruppe, f
es bloque semiconductor rectificador

ja EEBHERZ v

pl stos prostowniczy (pétprzewodnikowy)
pt bloco rectificador semicondutor

sv likriktarstapel

521-04-22
thermistance, f

résistance possédant un coefficient élevé et non linéaire et généralement négatif, de variation
de la résistance avec la température

thermistor

resistor having a large non-linear (generally negative) temperature coefficient of resistance

cn P goH BEES
de Thermistor, m
es termistancia
ja —IR%

pl termistor

pt termistor

sv termistor

521-04-23
thermoélément a semiconducteurs, m

dispositif a semiconducteurs basé sur I'effet Peltier ou Seebeck et congu pour la conversion
directe de la chaleur en énergie électrique ou réciproquement

semiconductor thermoelement

semiconductor device based on the Seebeck or Peltier effect and designed for direct
conversion of heat into electric energy or vice versa

cn SR W R

de Halbleiter-Thermoelement, n

es termoelemento semiconductor

ja FEEREHBET

pl termoelement pétprzewodnikowy
pt termoelemento semicondutor

sv halvledartermoelement
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521-04-24

dispositif a effet Hall, m

dispositif a semiconducteurs congu pour utiliser I’effet Hall

Hall effect device

semiconductor device in which the Hall effect is utilized

cn  EBIRMREH

de Halleffekt-Bauelement, n
es dispositivo de efecto Hall
ja FILABRFTANAL X

pl  hallotron

pt dispositivo de efeito Hall
sv  hallkomponent
521-04-25

modulateur a effet Hall, m

dispositif a effet Hall congu spécialement pour la modulation

Hall modulator

Hall effect device which is specially designed for modulation purposes

cn  EI/RIAH B

de Hallmodulator, m

es modulador Hall

ja  A—LERB

pl modulator hallotronowy
pt modulador de efeito Hall
sv  hallmodulator
521-04-26

générateur de Hall, m

plaque de Hall munie de connexions et, éventuellement, d’'un boitier et de plaques en
matériaux ferreux ou non ferreux

Hall generator

Hall plate, together with leads and, where used, encapsulation and ferrous or non-ferrous

plates

cn EBRREH

de Hallgenerator, m
es generador Hall
ja  A—LRER

pl generator Halla
pt gerador de Hall
sv hallgenerator
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521-04-27
multiplicateur de Hall, m

dispositif a effet Hall qui contient un générateur de Hall et une source d’induction magnétique
et tel que la grandeur de sortie est proportionnelle au produit du courant de commande par
le courant produisant I'induction magnétique

Hall multiplier

Hall effect device which contains a Hall generator and a coil as source of magnetic flux, such
that the output quantity is proportional to the product of the control current and the current
producing the magnetic flux

cn  E/RFE® R

de Hallmultiplikator, m
es multiplicador Hall

ja  m—AERER

pl mnoznik hallotronowy
pt multiplicador de Hall
sv  hallmultiplikator

521-04-28

sonde de Hall, f
magnétometre a effet Hall, m

dispositif a effet Hall spécifiquement congu pour la mesure de I'induction magnétique

Hall probe
Hall effect magnetometer

Hall effect device specifically designed for the measurement of magnetic flux density

cn  EI/REXL: BERBLERIT

de Hallsonde, f; Halleffekt-Magnetometer, m

es sonda de Hall; magnetoémetro de efecto Hall
ja  w—ARE; F—ABRBES

pl sonda Halla; magnetometr hallotronowy

pt sonda de Hall; magnetémetro de efeito Hall
sv  hallsond

521-04-29
magnétorésistance, f

dispositif a semiconducteurs dans lequel on utilise la variation de la résistance électrique en
fonction de I'induction magnétique

magnetoresistor

semiconductor or conductor device in which the dependence of electric resistance on
magnetic flux density is used

cn ®&EC H DR

de Magnetowiderstand, m
es magnetorresistencia
ja  BEEEHE

pl magnetorezystor

pt magnetorresistor

sV magnetoresistor

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



-61- 60050-521 O CEI:2002

521-04-30
disque de Corbino, m

magnétorésistance en forme de disque ; I'une des électrodes est une région conductrice au
centre du disque, l'autre, une bande conductrice concentrique a la périphérie

Corbino disc

disc-shaped magnetoresistor whose two electrodes are a conductive region in the geometric
centre of the disc and a conductive concentric strip around the outer perimeter of the disc

cn  RRHEE&

de Corbino-Scheibe, f

es disco de Corbino

ja anEe—J)F 4RI

pl magnetorezystor tarczowy
pt disco de Corbino

sv corbinoskiva

521-04-31
dispositif optoélectronique, m

dispositif a semiconducteurs qui émet un rayonnement optique, qui est sensible a un rayon-
nement optique ou l'utilise pour son fonctionnement interne, ou qui effectue une combinaison
de ces fonctions

optoelectronic device

semiconductor device that emits or is responsive to optical radiation, or that utilises optical
radiation for its internal purpose, or performs a combination of these functions

cn  JEHE TR

de optoelektronisches Halbleiterbauelement, n
es dispositivo optoelectronico

ja ABFTNAR

pl  przyrzad optoelektroniczny

pt dispositivo optoelectréonico

sv optoelektronisk komponent

521-04-32
photodiode, f

dispositif photoélectrique dans lequel I'absorption d’un rayonnement électromagnétique dans
la jonction et a son voisinage, ou a la surface de contact d’'un semiconducteur et d’'un métal,
produit une modification de résistance qui dépend de la direction du courant

photodiode

photoelectric device in which absorption of electomagnetic radiation in the junction and its
neighbourhood or at a contact between a semiconductor and a metal, produces a change of
resistance or a change of voltage

cn  HZHRE

de Photodiode, f

es fotodiodo

ja 7+ rFAA—F
pl fotodioda

pt fotodiodo

sv fotodiod
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521-04-33
cellule photoconductrice, f

dispositif dans lequel I'effet photoconductif est utilisé

photoconductive cell

device in which the photoconductive effect is utilized

cn NXHSHM

de photoelektrische Zelle, f

es célula fotoconductora

ja XkEEEL

pl komorka fotoprzewodzaca; fotokomoérka
pt célula fotocondutiva

sv fotokonductiv cell

521-04-34
cellule a effet photovoltaique, f

dispositif dans lequel I'effet photovoltaique est utilisé

photovoltaic cell

device in which the photovoltaic effect is utilized

cn  EAERITHM; XRBH

de Photoelement, n; photovoltaische Zelle, f
es célula fotovoltaica

ja JEEH

pl komorka fotowoltaiczna; fotoogniwo

pt célula fotovoltaica

sv fotoelektromotorisk cell

521-04-35

photoémetteur, m

dispositif optoélectronique qui convertit directement I'énergie électrique en énergie optique

rayonnante

photoemitter

optoelectronic device that directly converts electric energy into optical radiant energy

cn  RRGHE

de strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement, n
es fotoemisor

ja Z7xbtx=Iv¥

pl  przyrzad elektroluminescencyjny

pt fotoemissor

sv fotoemitter
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521-04-36
afficheur optoélectronique, m

photoémetteur a semiconducteurs congu pour la présentation d'informations visuelles

optoelectronic display

semiconductor photoemitter designed for the presentation of visual information

cn  YeH F B x e

de optoelektronische Anzeige, f
es pantalla optoelectrénica

ja RXEFTARTVLA

pl wyswietlacz optoelektroniczny
pt visualizador optoelectréonico
sv optoelektronisk teckentabla

521-04-37
diode laser, f

diode a semiconducteurs qui émet un rayonnement optique cohérent par une émission
stimulée résultant de la recombinaison d'électrons de conduction et de trous lorsqu'elle est
excitée par un courant électrique de valeur supérieure au courant de seuil de la diode

NOTE — La diode laser est montée sur une embase ou dans un boftier avec ou sans moyen de
couplage (par exemple, lentille, fibre amorce).

laser diode

semiconductor diode that emits coherent optical radiation through stimulated emission
resulting from the recombination of conduction electrons and holes when excited by an
electric current that exceeds the threshold current of the diode

NOTE — The laser diode is mounted on a submount or in a package with or without coupling means
(e.g. lens, pigtail).

cn AR E

de Laserdiode, f

es diodo laser

ja V—¥EALF—F
pl dioda laserowa
pt diodo laser

sv laserdiod

521-04-38
module a diode laser, m

module qui comprend une diode laser et des moyens pour la stabilisation optique ou
thermique automatique du flux énergétique

laser-diode module

module containing, together with the laser diode, means for an automatic optical and/or
thermal stabilization of the radiant output power

cn  HEZRE R

de Laserdiodenmodul, n

es modulo de diodo laser

ja V—¥EASF—FEIa2—1
pl  modut diody laserowej

pt moédulo de diodo laser

sv laserdiodmodul
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521-04-39

diode électroluminescente, f
DEL (abréviation)

diode a semiconducteurs qui émet un rayonnement optique non cohérent par une émission
stimulée résultant de la recombinaison d'électrons de conduction et de trous lorsqu'elle est
excitée par un courant électrique

light-emitting diode
LED (abbreviation)

semiconductor diode that emits non coherent optical radiation through stimulated emission
resulting from the recombination of conduction electrons and photons, when excited by an
electric current

cn B _#KE: LED( 451 )

de lichtemittierende Diode, f; LED (Abkirzung)

es diodo electroluminiscente

ja FEXFAA—F;LED

pl dioda elektroluminescencyjna; dioda swiecaca; LED (akronim)
pt diodo emissor de luz; LED (abreviatura)

sv lysdiod

521-04-40
diode infrarouge, f

diode électroluminescente qui émet un rayonnement infrarouge

infrared-emitting diode

light-emitting diode that emits infrared radiation

cn AHRIE_HRE

de infrarotemittierende Diode, f; IRED (Abkilrzung)

es diodo infrarrojo

ja AL AA—F

pl dioda emitujaca w (zakresie) podczerwieni; dioda na podczerwien
pt diodo emissor de infravermelho

sv infrarédstralande diod

521-04-41
dispositif photosensible (a semiconducteurs), m

dispositif optoélectronique sensible a un rayonnement optique

(semiconductor) photosensitive device

optoelectronic device responsive to optical radiation

cn  (54K) e[

de lichtempfindliches Halbleiterbauelement, n; photoempfindliches Halbleiterbauelement, n
es dispositivo semiconductor fotosensible; dispositivo fotosensible

ja  REEBEET SAL R BEET SR

pl przyrzad fotoelektryczny (potprzewodnikowy); fotoelement (potprzewodnikowy)

pt dispositivo semicondutor foto-sensivel

sv ljuskdnslig halvledarkomponent
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521-04-42
récepteur photoélectrique (a4 semiconducteurs), m

dispositif photosensible a semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour la réception
d'un rayonnement optique

(semiconductor) photoelectric detector

semiconductor photosensitive device that utilizes the photoelectric effect for detection of
optical radiation

cn  (CESER) R HE NS

de photoelektrischer Halbleiterempfinger, m

es receptor semiconductor fotoeléctrico; receptor fotoeléctrico
ja YEENRET4T75 KRBT A4TIH

pl detektor fotoelektryczny (pétprzewodnikowy)

pt receptor semicondutor fotoeléctrico

sv fotoelektrisk detektor

521-04-43
photorésistance, f

dispositif photosensible a semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour la réception
d'un rayonnement optique

photoresistor

semiconductor photosensitive device that utilizes the change of electric conductivity produced
by the absorption of optical radiation

cn Yo FE A

de Photowiderstand, m; photoleitfahige Halbleiterzelle, f
es fotorresistencia

ja 7+ brLYRE

pl fotorezystor

pt fotorresistor

sv fotomotstand

521-04-44
photodiode a avalanche, f

photodiode fonctionnant avec une polarisation en inverse telle que le courant photoélectrique
primaire subit une amplification dans la diode

avalanche photodiode

photodiode operating with a reverse bias such that the primary photocurrent undergoes
amplification within the diode

cn EFHEH_RE

de Lawinen-Photodiode, f

es fotodiodo de avalancha

ja TRV TF FPEALF—F
pl fotodioda lawinowa

pt fotodiodo de avalanche

sv lavinfotodiod
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521-04-45

photocoupleur, m
optocoupleur, m

dispositif optoélectronique congu pour le transfert de signaux électriques par l'intermédiaire
d'un rayonnement optique, afin d'assurer un couplage garantissant l'isolement de la sortie par
rapport a I’entrée

photocoupler
optocoupler

optoelectronic device designed for the transfer of electrical signals by utilizing optical
radiation to provide coupling while the output is isolated from the input

cn  YHBE S

de Optokoppler, m

es fotoacoplador; optoacoplador
ja ZAWAFLZ AL VAETT

pl sprzegacz fotonowy; transoptor
pt fotoacoplador; optoacoplador
sv optokopplare

521-04-46
transistor, m

dispositif a semiconducteurs susceptible de fournir une amplification de puissance électrique
et possédant trois électrodes ou plus

transistor

semiconductor device capable of providing amplification of electric power and having three or
more electrodes

cn BmEE

de Transistor, m
es transistor

ja rIrUR%
pl tranzystor

pt transistor

sv transistor

521-04-47
transistor bipolaire a jonctions, m

transistor possédant au moins deux jonctions et dont le fonctionnement dépend a la fois des
porteurs majoritaires et des porteurs minoritaires

bipolar junction transistor

transistor having at least two junctions and whose functioning depends on both majority
carriers and minority carriers

cn XWARC &8 ) BEGE

de Bipolartransistor, m; Sperrschichttransistor, m
es transistor bipolar de unién

ja NAR=F L FUIRE BABITUURE
pl tranzystor bipolarny ztagczowy

pt transistor bipolar; transistor de jungéao

sv  bipolar skikttransistor
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521-04-48
transistor unipolaire, m

transistor dont le fonctionnement dépend de maniére prépondérante de porteurs de charge
d’une seule polarité

unipolar transistor

transistor whose functionning depends predominantly on charge carriers of one polarity

cn BiRSEEE

de Unipolartransistor, m
es transistor unipolar

ja 2=R—F FFTR¥F
pl tranzystor unipolarny
pt transistor unipolar

sv unipoladrtransistor

521-04-49
transistor bidirectionnel, m

transistor qui a sensiblement les mémes caractéristiques électriques lorsque les bornes
normalement désignées comme émetteur et collecteur sont interchangées

bidirectional transistor

transistor which has substantially the same electrical characteristics when the terminals
normally designated as emitter and collector are interchanged

cn W &kE

de Zweirichtungstransistor, m; bidirektionaler Transistor, m
es transistor bidireccional

ja MEmMbIIFVIREF

pl tranzystor dwukierunkowy

pt transistor bidireccional

sv dubbelriktad transistor

521-04-50
transistor tétrode, m

transistor a quatre électrodes, généralement transistor ordinaire a jonctions, ayant deux élec-
trodes de base séparées et deux bornes de base

tetrode transistor

four-electrode transistor, usually a conventional junction transistor having two separate base
electrodes and two base terminals

cn MWREEE

de Transistortetrode, f
es transistor tetrodo

ja 4ABEEBMEIFT TR
pl tranzystor tetrodowy
pt transistor tétrodo

sv tetrodtransistor
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521-04-51
phototransistor, m

transistor dans lequel le courant produit par I'effet photoélectrique au voisinage de la jonction
émetteur-base joue le role de courant de base qui est amplifié

phototransistor

transistor in which the current produced by the photoelectric effect in the neighbourhood of
the emitter-base junction acts as base current which is amplified

cn  HEEE

de Phototransistor, m
es fototransistor

ja ZxBFFFUTVRE
pl fototranzystor

pt fototransistor

sv fototransistor

521-04-52
transistor a effet de champ, m

transistor dans lequel le courant circulant dans un canal conducteur est commandé par un
champ électrique d0 a une tension appliquée entre les bornes de grille et de source

field-effect transistor

transistor in which the current flowing through a conduction channel is controlled by an elec-
tric field arising from a voltage applied between the gate and source terminals

cn WM RAKE

de Feldeffekttransistor, m

es transistor de efecto de campo
ja BRBHRFNIVVRE

pl tranzystor polowy

pt transistor de efeito de campo
sv falteffekttransistor

521-04-53
transistor a effet de champ a jonction de grille, m

transistor a effet de champ ayant une ou plusieurs régions de grille qui forment une ou
plusieurs jonctions PN avec le canal

junction-gate field-effect transistor

field-effect transistor having one or more gate regions which form PN junctions with the
channel

cn  HMHMLBEE

de Sperrschicht-Feldeffekttransistor, m

es transistor de efecto de campo de unidén de rejilla
ja BES—FPERBRLIIVTORS

pl tranzystor polowy z bramka ztagczowa

pt transistor de efeito de campo de jungao de porta
sv falteffekttransistor med PN-styre
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521-04-54
transistor a effet de champ a grille isolé, m

transistor a effet de champ ayant une ou plusieurs électrodes de grille isolées électriquement
du canal

insulated-gate field-effect transistor

field-effect transistor having one or more gate electrodes wich are electrically insulated from
the channel

cn YL Rk E

de Isolierschicht-Feldeffekttransistor, m; IGFET (Abklrzung)
es transistor de efecto de campo de rejilla aislada

ja #H&ES—PFERBRII VRS

pl tranzystor polowy z bramka izolowang

pt transistor de efeito de campo de porta isolada

sv falteffekttransistor med isolerat styre

521-04-55
transistor a effet de champ métal-oxyde-semiconducteurs, m

transistor a effet de champ a grille isolée dans lequel la couche isolante entre chaque
électrode de grille et le canal est un oxyde

metal-oxide-semiconductor field-effect transistor
MOSFET (abbreviation)

insulated-gate field-effect transistor in which the insulating layer between each gate electrode
and the channel is oxide material

cn &RENYEFHRHHELREE s MOSFET (45 i)

de Feldeffekttransistor mit Metalloxid-Halbleiter, m; MOSFET (Abkilrzung)
es transistor de efecto de campo de metal-6xido-semiconductor

ja SR-BtY-+YEEBERAHRIF TV RAF ; MOSFET

pl tranzystor polowy tlenkowy; tranzystor (polowy) MOS

pt transistor de efeito de campo (metal-6xido-semicondutor)

sv falteffekttransistor med oxidisolerat styre; MOS-transistor

521-04-56
transistor a effet de champ a canal N, m

transistor a effet de champ ayant un canal conducteur de type N

N-channel field-effect transistor

field-effect transistor which has an N-type conduction channel

cn NBEZHRREEE

de N-Kanal-Feldeffekttransistor, m

es transistor de efecto de campo de canal N
ja NF¥xRXVERPBREIFVVRH

pl tranzystor polowy z kanatem N

pt transistor de efeito de campo de canal N
sv N-kanal (falteffekt)transistor
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521-04-57
transistor a effet de champ a canal P, m

transistor a effet de champ ayant un canal conducteur de type P

P-channel field-effect transistor

field-effect transistor which has a P-type conduction channel

cn PHEZBNREE

de P-Kanal-Feldeffekttransistor, m

es transistor de efecto de campo de canal P
ja PF¥RXLVEBRBRINFI L URE

pl tranzystor polowy z kanatem P

pt transistor de efeito de campo de canal P
sv P-kanal (falteffekt)transistor

521-04-58

transistor a effet de champ a déplétion, m
transistor a effet de champ a appauvrissement, m

transistor a effet de champ ayant une conduction appréciable du canal pour une tension grille-
source nulle, cette conduction du canal pouvant étre augmentée ou diminuée suivant la pola-
rité de la tension grille-source appliquée

depletion type field-effect transistor

field-effect transistor having appreciable channel conductivity for zero gate-source voltage
where the channel conductivity may be increased or decreased according to the polarity of
the applied gate-source voltage

cn HRRBGUNBHEE

de Feldeffekttransistor vom Verarmungstyp, m

es transistor de efecto de campo de agotamiento

ja FFVvyvarBERABRII VRS

pl tranzystor polowy z kanalem zubozonym

pt transistor de efeito de campo de deplecgao;
transistor de efeito de campo por empobrecimento

sv falteffekttransistor av utarmningstyp

521-04-59
transistor a effet de champ a enrichissement, m

transistor a effet de champ qui a essentiellement une conduction nulle du canal pour une
tension grille-source nulle, cette conduction du canal pouvant étre augmentée par I'application
d'une tension grille-source de polarité convenable

enhancement type field-effect transistor

field-effect transistor having substantially zero channel conductivity for zero gate-source
voltage where the channel conductivity may be increased by the application of a gate-source
voltage of appropriate polarity

cn 3R B 3G AN B R E

de Feldeffekttransistor vom Anreicherungstyp, m

es transistor de efecto de campo de enriquecimiento
ja TUNVRRAVINEBERBRIS VRS

pl tranzystor polowy z kanatem wzbogaconym

pt transistor de efeito de campo por enriquecimento
sv falteffekttransistor av anrikningstyp
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521-04-60
transistor a effet de champ métal-semiconducteur, m

transistor a effet de champ ayant une ou plusieurs électrodes de grille qui forment des
barrieres de Schottky avec le canal

metal-semiconductor-field-effect transistor
MESFET (abbreviation)

field-effect transistor having one or more gate electrodes that form Schottky barriers with the
channel

cn SR-¥FEHHRELAKE : MESFET (45 i)

de Feldeffekttransistor mit Metall-Halbleiter, m; MESFET (Abkulrzung)
es transistor de efecto de campo de metal-semiconductor

ja SBRYEEBERPRIITVRHF ; MESFET

pl tranzystor polowy ztagczowy z bramka metalowa; MESFET (akronim)
pt transistor de efeito de campo metal-semicondutor

sv falteffektransistor med metallstyre

521-04-61
thyristor, m

dispositif a semiconducteurs bistable, comprenant trois jonctions ou plus, qui peut étre
commuté de I'état bloqué a I'état passant ou vice versa

NOTE - Les dispositifs ayant seulement trois couches mais possédant des caractéristiques de
commutation similaires a celles des thyristors a quatre couches peuvent aussi étre appelés thyristors.
thyristor

bi-stable semiconductor device comprising three or more junctions which can be switched
from the off-state to the on-state or vice versa

NOTE — Devices having only three layers but having switching characteristics similar to those of four-
layer thyristors may also be called thyristors.

cn WRSEHE: SWE
de Thyristor, m
es tiristor

ja AU RZ
pl  tyrystor
pt tiristor

sv tyristor

521-04-62
thyristor diode bloqué en inverse, m

thyristor a deux bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas, mais pré-
sente un état bloqué en inverse

reverse blocking diode thyristor

two-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch, but exhibits reverse
blocking state

cn  J 1] BELWT — AR M3 R KB s 1 BELIT — AR & R E
de rickwarts sperrende Thyristordiode, f

es tiristor diodo bloqueado en inversa

ja W2 FH ALY 2 F

pl tyrystor diodowy blokujacy wstecznie

pt tiristor diodo bloqueado em sentido inverso
sv diodtyristor med sparrféormaga
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521-04-63
thyristor triode bloqué en inverse, m

thyristor a trois bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas, mais présente
un état bloqué en inverse

reverse blocking triode thyristor

three-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch, but exhibits a
reverse blocking state

cn REMEW=ERFRBEE : REMEK=REREE
de riuckwarts sperrende Thyristortriode, f

es tiristor triodo bloqueado en inversa

ja  WFEIE3GFHA U REF

pl  tyrystor triodowy blokujacy wstecznie

pt tiristor triodo bloqueado em sentido inverso
sv triodtyristor med sparrférmaga

521-04-64
thyristor diode passant en inverse, m

thyristor a deux bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas et conduit de
forts courants a des tensions d'amplitude comparable a celle de la tension directe a I'état
passant

reverse conducting diode thyristor

two-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch and conducts large
currents at voltages comparable in magnitude to the forward on-state voltage

cn FEI_RHFRAGKE: FI_RKEWE

de rickwarts leitende Thyristordiode, f

es tiristor diodo conductor en inversa

ja WEBARFFAY R

pl tyrystor diodowy przewodzacy wstecznie

pt tiristor diodo conduzindo em sentido inverso
sv diodtyristor utan sparrférmaga

521-04-65
thyristor triode passant en inverse, m

thyristor a trois bornes qui pour une tension d'anode négative ne commute pas et conduit de
forts courants a des tensions d'amplitude comparable a celle de la tension directe a I'état
passant

reverse conducting triode thyristor

three-terminal thyristor which for negative anode voltage does not switch and conducts large
currents at voltages comparable in magnitude to the forward on-state voltage

cn FES=ZRFRBEE: EI=RAWE

de rickwarts leitende Thyristortriode, f

es tiristor triodo conductor en inversa

ja BTV AV RH

pl tyrystor triodowy przewodzacy wstecznie

pt tiristor triodo conduzindo em sentido inverso
sv triodtyristor utan sparrférmaga
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521-04-66

thyristor diode bidirectionnel, m
diac (abréviation)

thyristor a deux bornes présentant sensiblement le méme comportement en commutation
dans le premier et le troisieme quadrants de la caractéristique principale

bidirectional diode thyristor
diac (abbreviation)

two-terminal thyristor having substantially the same switching behaviour in the first and third
quadrants of the current-voltage characteristic

cn  XUiE AR MR ARE s W E AR &M E ;s diac (45 )

de Zweirichtungs-Thyristordiode, f; doppeltgerichtete Thyristordiode, f; Diac (Abkilrzung)
es tiristor diodo bidireccional; diac (en abreviatura)

ja RMEM2MFIAVRE ; XAT v

pl  tyrystor diodowy dwukierunkowy; diak

pt tiristor diodo bidireccional; diac (abreviatura)

sv dubbelriktad diodtyristor; diac

521-04-67

thyristor triode bidirectionnel, m
triac (abréviation)

thyristor a trois bornes présentant sensiblement le méme comportement en commutation dans
le premier et le troisieme quadrants de la caractéristique principale

bidirectional triode thyristor
triac (abbreviation)

three-terminal thyristor having substantially the same switching behaviour in the first and third
quadrants of the current-voltage characteristic

cn MEAZRMPEHEE: W =REME s triac (47 5 i)

de Zweirichtungs-Thyristortriode, f; doppeltgerichtete Thyristortriode, f; Triac (Abkirzung)
es tiristor triodo bidireccional; triac (en abreviatura)

ja MFERMFIAIVRE ; bFAT v

pl  tyrystor triodowy dwukierunkowy; triak

pt tiristor triodo bidireccional; triac (abreviatura)

sv dubbelriktad triodtyristor; triac

521-04-68
thyristor blocable, m

thyristor qui peut étre commuté de I'état passant a |'état bloqué et vice versa en appliquant
des signaux de commande, de polarité appropriée, a la borne de gachette

turn-off thyristor

thyristor which can be switched from the on-state to the off-state and vice versa by applying
control signals of appropriate polarity to the gate terminal

cn  ERETMERKE ;s RIRMTEWE

de Ausschaltthyristor, m; GTO-Thyristor, m
es tiristor bloqueable

ja F—rvAT7HALIRE

pl  tyrystor wytaczajacy

pt tiristor bloqueavel

sv slackbar tyristor
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521-04-69
thyristor P, m

thyristor dans lequel la borne de gachette est connectée a la région P la plus proche de la
cathode et qui est normalement commuté a I'état passant en appliquant un signal positif a la
borne de gachette par rapport a la borne de cathode

P-gate thyristor

thyristor in which the gate terminal is connected to the P-region nearest the cathode and
which is normally switched to the on-state by applying a positive signal to the gate terminal
with respect to the cathode terminal

cn PHiMWREEE: PIIRAME

de kathodenseitig steuerbarer Thyristor, m
es tiristor P

ja PF—LFHAYRE

pl  tyrystor z bramka typu P

pt tiristor de porta P

sv tyristor med P-styre

521-04-70
thyristor N, m

thyristor dans lequel la borne de gachette est connectée a la région N la plus proche de
I'anode et qui est normalement commuté a I'état passant en appliquant un signal négatif a
la borne de gachette par rapport a la borne d'anode

N-gate thyristor

thyristor in which the gate terminal is connected to the N-region nearest the anode and which
is normally switched to the on-state by applying a negative signal to the gate terminal with
respect to the anode terminal

cn NI o S AR E s NITAR & &

de anodenseitig steuerbarer Thyristor, m
es tiristor N

ja NF—Fr¥AVUR%E

pl  tyrystor z bramka typu N

pt tiristor de porta N

sv tyristor med N-styre

521-04-71
thyristor asymétrique, m

thyristor triode bloqué en inverse dont la tension inverse a une valeur limite nettement
inférieure a celle de la tension a I’état bloqué

asymmetrical thyristor

reverse blocking triode thyristor whose rated reverse voltage is significantly lower than its
rated off-state voltage

cn  FEXFRMW REE ;s ENHREWE
de asymmetrischer Thyristor, m
es tiristor asimétrico

ja  FEXMFEHAYRFZ

pl  tyrystor asymetryczny

pt tiristor assimétrico

sv asymmetrisk tyristor
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521-04-72
photothyristor, m

thyristor qui est congu pour étre déclenché par un rayonnement optique

photothyristor

thyristor that is designed to be triggered by optical radiation

cn ABERAEKE: KEEEAWE
de Photothyristor, m

es fototiristor

ja ZxbrHAIRF

pl fototyrystor

pt fototiristor

sv fototyristor

Section 521-05 — Termes généraux pour dispositifs a semiconducteurs

Section 521-05 — General terms for semiconductor devices

521-05-01
électrode (d’un dispositif & semiconducteurs), f

eélément conducteur en contact avec un semiconducteur et destiné a remplir une ou plusieurs
des fonctions suivantes : émettre ou collecter des électrons ou des trous, ou agir sur leur
mouvement

electrode (of a semiconductor device)

conductive element in electric contact with a semiconductor that performs one or more of the
functions of emitting or collecting electrons or holes, or of controlling their movements

cn  BARC ESEBFME D

de Elektrode (eines Halbleiterbauelements), f
es electrodo (de un dispositivo semiconductor)
ja  CREET AL Z0) B

pl elektroda (przyrzadu poétprzewodnikowego)
pt eléctrodo (de um dispositivo semicondutor)
sv elektrod

521-05-02
borne (d'un dispositif & semiconducteurs), f

élément conducteur destiné a assurer une connexion extérieure

terminal (of a semiconductor device)

conductive element provided for external connection

cn  BlliE( B REEMFR D

de Anschluss, m; Anschlusspunkt, m

es borne (de un dispositivo semiconductor)

ja  (CLEEF AL RD) BT

pl koncéwka (przyrzadu potprzewodnikowego); wyprowadzenie (przyrzadu pétprzewodnikowego)
pt terminal (de um dispositivo semicondutor)

sv  pol
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521-05-03
sens direct (d’'une jonction PN), m

sens du courant qui circule lorsque la région de type P du semiconducteur est a une tension
positive par rapport a la région de type N

forward direction (of a PN junction)

direction of current that results when the P-type semiconductor region is at a positive voltage
relative to the N-type region

cn  IEMC PNZH )

de Vorwirtsrichtung (eines PN-Ubergangs), f; Durchlassrichtung (eines PN-Ubergangs), f
es sentido directo (de una union PN)

ja (PNEEE D) JESGE

pl kierunek przewodzenia (ztacza PN)

pt sentido directo (de uma jungdo PN)

sv  framriktning

521-05-04
sens inverse (d’une jonction PN), m

sens du courant qui circule lorsque la région de type N du semiconducteur est a une tension
positive par rapport a la région de type P

reverse direction (of a PN junction)

direction of current that results when the N-type semiconductor region is at a positive voltage
relative to the P-type region

cn  MEC PNZH )

de Riickwirtsrichtung (eines PN-Ubergangs), f; Sperrrichtung (eines PN-Ubergangs), f
es sentido inverso (de una unién PN)

ja (PNEEA®) #HM

pl  kierunek zaporowy (ztgcza PN)

pt sentido inverso (de uma jungido PN)

sv  backriktning

521-05-05
région de résistance différentielle négative, f

toute partie de la caractéristique principale ou la résistance différentielle est négative

negative differential resistance region

any portion of the voltage-current characteristic within which the differential resistance is
negative

cn MG HEERX

de negativer differentieller Widerstandsbereich, m
es region de resistencia diferencial negativa

ja  AMEMSEHIER

pl obszar ujemnej rezystancji rozniczkowej

pt regiao de resisténcia diferencial negativa

sv omrade med negativ differentiell resistans
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521-05-06
claquage (d'une jonction PN polarisée en inverse), m

phénomeéne qui se manifeste par l'apparition d'une transition d'un état de haute résistance
dynamique vers un état de résistance dynamique sensiblement plus faible, lorsque la
grandeur du courant inverse augmente

breakdown (of a reverse-biased PN junction)

phenomenon, the initiation of which is observed as a transition from a state of high dynamic
resistance to a state of substantially lower dynamic resistance for increasing magnitude of
reverse current

cn HFEC LI EPNLH D

de Durchbruch (eines in Sperrrichtung vorgespannten PN-Ubergangs), m
es perforacién (de una unién PN polarizada en inversa)

ja (AL TRESHhZPNES D) BR

pl  przebicie (ztagcza PN spolaryzowanego wstecznie)

pt perfuragdo (de uma juncédo PN polarizada inversamente)

sv genombrott

521-05-07
claquage par avalanche (d'une jonction PN), m

claquage provoqué par la multiplication cumulative des porteurs de charge dans un semi-
conducteur sous l'action d'un champ électrique intense et certains porteurs gagnant alors
assez d'énergie pour libérer par ionisation de nouvelles paires électron-trou

avalanche breakdown (of a PN junction)

breakdown that is caused by the cumulative multiplication of charge carriers in a semi-
conductor under the action of a strong electric field which causes some carriers to gain
enough energy to liberate new hole-electron pairs by ionization

cn FEHEFC ESIRPNG W )

de Lawinendurchbruch (eines PN-Ubergangs), m

es perforacién por avalancha (de una unién PN)

ja (CEEEOPNESD) TAJrv=BR

pl przebicie lawinowe (ztgcza potprzewodnikowego PN)

pt perfuragdo por avalanche (de uma jungdo PN semicondutora)
sv lavingenombrott

521-05-08
tension d'avalanche, f

tension appliquée a laquelle le claquage par avalanche se produit

avalanche voltage

applied voltage at which avalanche breakdown occurs

cn FHHE

de Lawinendurchbruchspannung, f
es tension de avalancha

ja TARZFUVEBE

pl napiecie przebicia lawinowego
pt tensédo de avalanche

sv lavinspdnning
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521-05-09
claquage par effet Zener (d'une jonction PN), m

claquage provoqué par la transition des électrons de la bande de valence a la bande de
conduction ; cette transition est due a une action tunnel sous l'influence d'un champ
électrique intense dans la jonction PN

Zener breakdown (of a PN junction)

breakdown caused by the transition of electrons from the valence band to the conduction
band due to tunnel action under the influence of a strong electric field in a PN junction

cn  FFAEF ( PNESH D

de Zener-Durchbruch (eines PN-Ubergangs), m

es perforacién por efecto Zener (de una uniéon PN)

ja (PNEA®) YV xF—FKR

pl przebicie Zenera (ztqcza PN)

pt perfuracao por efeito Zener (de uma jungédo PN);
perfuragao por efeito tunel (de uma juncao PN)

sv zenergenombrott

521-05-10
tension de Zener, f

tension minimale a travers une jonction PN a laquelle le claquage par effet Zener se produit

Zener voltage

minimum voltage across a PN junction at which Zener breakdown occurs

cn FHHE

de Zener-Spannung, f
es tension de Zener
ja YxJF—8EHE

pl napiecie Zenera

pt tensao de Zener
SV zenerspanning

521-05-11
claquage par effet thermique (d’'une jonction PN), m

claquage provoqué par la génération de porteurs de charge libres, due aux effets cumulatifs
de l'interaction de I'augmentation de la dissipation de puissance et de I'augmentation de la
température de la jonction

thermal breakdown (of a PN junction)

breakdown caused by generation of free charge carriers owing to the cumulative interaction
between increasing power dissipation and increasing junction temperature

NOTE — The English term "thermal runaway" is also used in some countries.

cn BEFCPNGR )

de thermischer Durchbruch (eines PN-Ubergangs), m
es perforacioén por efecto térmico (de una uniéon PN)
ja (PN#&& D) BAREEE

pl przebicie cieplne (ztacza PN)

pt perfuragao por efeito térmico (de uma jungdo PN)
sv termiskt genombrott
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521-05-12
pénétration (entre deux jonctions PN), f

contact entre les régions de charge d’espace de deux jonctions PN par suite de I'extension de
I'une d’elles ou des deux

punch-through (between two PN junctions)

contact between the space charge regions of two PN junctions as a result of widening of one
or both of them

cn  FEC MAPNLE T )

de Durchgriff (zwischen zwei PN-Ubergéngen), m
es penetracion (entre dos uniones PN)

ja @oDOPNEABD) RUFR)L—

pl zwarcie skro$sne (miedzy dwoma ztgczami PN)
pt penetragao (entre duas jungdes PN)

sv  penetration

521-05-13
résistance thermique (d’'un dispositif a semiconducteurs), f

quotient de la différence entre la température virtuelle du dispositif et la température d'un
point de référence extérieur spécifié, par la puissance dissipée, en régime permanent, par le
dispositif

thermal resistance

quotient of the difference between the virtual temperature of the device and the temperature
of a stated external reference point, by the steady-state power dissipation in the device

cn FABH

de Warmewiderstand, m; thermischer Widerstand, m
es resistencia térmica (de un dispositivo semiconductor)
ja  BIEH

pl rezystancja cieplna (przyrzadu pétprzewodnikowego)
pt resisténcia térmica (de um dispositivo semicondutor)
sv termisk resistans
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521-05-14

température virtuelle (d’un dispositif 8 semiconducteurs), f
température équivalente interne (d’un dispositif a semiconducteurs), f

température théorique basée sur une représentation simplifiée du comportement thermique et
électrique d’un dispositif a semiconducteurs

NOTE 1 — La température virtuelle n’est pas nécessairement la température la plus élevée du dispositif.

NOTE 2 — Basée sur la puissance dissipée et sur la résistance ou impédance thermique qui correspond
a ce mode de fonctionnement, la température virtuelle peut étre calculée a I'aide de la relation :

T. =T, +P ou Tj=T +£

J boitier . amb
R th R th

virtual temperature
internal equivalent temperature (of a semiconductor device)

theoretical temperature which is based on a simplified representation of the thermal and
electrical behaviour of the semiconductor device

NOTE 1 — The virtual temperature is not necessarily the highest temperature in the device.

NOTE 2 — Based on the power dissipation and the thermal resistance or impedance that corresponds to
the mode of operation, the virtual junction temperature can be calculated from the formula:

T.=T or T.=T +£

P
Jj case +— Jj amb
’ R th

cn ARBRE: AEHFHEE (RSN D

de Ersatztemperatur (eines Halbleiterbauelements), f

es temperatura virtual (de un dispositivo semiconductor);
temperatura equivalente interna (de un dispositivo semiconductor)

ja  ARAGREE ; (CPEET A ZR0) NEREMIEE

pl temperatura pozorna (przyrzadu potprzewodnikowego)

pt temperatura virtual (de um dispositivo semicondutor);
temperatura equivalente interna (de um dispositivo semicondutor)

sv virtuell temperatur

521-05-15
température virtuelle (équivalente) de jonction, f

température virtuelle de la jonction d’un dispositif a semiconducteurs

virtual (equivalent) junction temperature

virtual temperature of the junction of a semiconductor device

cn  HHER: FHER

de Ersatz-Sperrschichttemperatur, f

es temperatura virtual (equivalente) de unién
ja ARAR (FMf) HESEE

pl temperatura pozorna ztacza

pt temperatura virtual (equivalente) de jungao
sv virtuell skikttemperatur
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521-05-16
capacité thermique, f

quotient de I'’énergie accumulée sous forme de chaleur dans le dispositif par la différence
entre la température virtuelle du dispositif et la température d'un point de référence

thermal capacitance

quotient of the thermal energy stored in the device by the difference between the virtual
temperature of the device and that of specified external reference point

cn A

de Warmekapazitat, f
es capacidad térmica
ja BRE

pl pojemnos¢ cieplna
pt capacidade térmica
sv termisk kapacitans

521-05-17
tension flottante, f

tension qui existe entre une borne en circuit ouvert et un point de référence lorsqu’on
applique des tensions spécifiées a toutes les autres bornes

floating voltage

voltage between an open-circuited terminal and a reference point when specified voltages are
applied to all other terminals

cn FEHE

de Schwebespannung, f
es tension flotante

ja BEERE

pl napiecie pltynace

pt tensao flutuante

sv frispanning

521-05-18
charge récupérée (d’une diode ou d’un thyristor), f

charge totale récupérée dans une diode ou dans un thyristor aprés commutation d’un état
passant spécifié vers un état bloqué spécifié

NOTE - Cette charge est composée de celle des porteurs de charges stockés et de celle due a la
capacité de la couche d’appauvrissement.

recovered charge (of a diode or thyristor)

total charge recovered from a diode or thyristor after switching from a specified forward (on-state)
current condition to a specified reverse condition

NOTE - This charge includes components due to both charge carrier storage and depletion layer
capacitance.

cn KREBM( CHRESMEREEER D

de Sperrverzogerungsladung (einer Diode oder eines Thyristors), f
es carga recuperada (de un diodo o tiristor)

ja (FAF—FRH AV RFZD) BIEERN

pl tadunek odzyskiwany (diody lub tyrystora)

pt carga recuperada (de um diodo ou de um tiristor)

sv aterhamtad laddning
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521-05-19
tension de seuil (d’une diode ou d’un thyristor), f

valeur de la tension a l'intersection de la droite représentant approximativement la caracté-
ristique courant-tension dans le sens direct avec I'axe des tensions

threshold voltage (of a diode or thyristor)

value of the voltage at the intersection of the straight line approximation of the forward (on-state)
current-voltage characteristic and the voltage axis

cn BMEEREC “RE SRS EER D

de Schwellenspannung (einer Diode oder eines Thyristors), f
es tensién de umbral (de un diodo o tiristor)

ja (FA4F—FRH ALV REZD) LEWEEE

pl napiecie progowe (diody lub tyrystora)

pt tensao de limiar (de um diodo ou de um tiristor)

sv troskelspanning (for diod eller transistor)

521-05-20
fréquence de coupure, f

fréquence pour laquelle le module d’'une grandeur caractéristique mesurée a décru jusqu’a
une fraction spécifiée de sa valeur aux basses fréquences

NOTE — Pour un transistor, la fréquence de coupure s’applique en général au rapport de transfert direct
du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit en base commune ou en émetteur commun.

cut-off frequency

frequency at which the magnitude of a measured characteristic quantity has decreased to a
specified fraction of its low-frequency value

NOTE - For a transistor, the cut-off frequency usually applies to the small-signal short-circuit forward
current transfer ratio for either the common-base or common-emitter configuration.

cn A&

de Grenzfrequenz, f

es frecuencia de corte

ja BRI

pl czestotliwosé odciecia
pt frequéncia de corte

sv gransfrekvens

521-05-21

retard a la croissance, m
retard a la montée, m

temps écoulé entre I'application aux bornes d’entrée d’'une impulsion qui commute un dis-
positif a semiconducteurs d’'un état non conducteur vers un état conducteur et 'apparition,
aux bornes de sortie, d’'une impulsion de la valeur spécifiée

delay-time

time interval between a stepfunction change of the input signal level and the instant at which the
magnitude of the output signal passes through a specified value which is close to its initial value

cn  FERETH

de Verzogerungszeit, f
es retardo de subida
ja  BIERFR

pl czas opoéznienia

pt tempo de atraso

sv fordrojningstid
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521-05-22

temps de croissance, m
temps de montée, m

temps écoulé enre les instants ou la grandeur de I'impulsion aux bornes de sortie atteint des
limites respectivement inférieure et supérieure spécifiées quand le dispositif a semi-
conducteurs est commuté de son état non conducteur a son état conducteur

NOTE — Les limites inférieure et supérieure sont habituellement respectivement 10 % et 90 % de
I'amplitude finale de I'impulsion de sortie.

rise time

time interval between the instants at which the magnitude of the pulse at the output terminals
reaches specified lower and upper limits respectively when the semiconductor device is being
switched from its non-conducting to its conducting state

NOTE — The lower and upper limits are usually 10 % and 90 % respectively of the final amplitude of
the output pulse.

cn LEFutE

de Anstiegszeit, f
es tiempo de subida
ja b EasY R
pl czas narastania
pt tempo de subida
sv stigtid

521-05-23

retard a la décroissance, m
retard a la descente, m

temps écoulé entre le début de la décroissance de I'impulsion appliquée aux bornes d’entrée
d’un dispositif a semiconducteurs et le début de la décroissance de I'impulsion engendrée par
les porteurs de charge aux bornes de sortie

carrier storage time

time interval between the beginning of the fall of the pulse applied to the input terminals of a
semiconductor device and the beginning of the fall of the pulse generated by charge carriers
at the output terminals

cn B FEERE

de Speicherzeit, f; Entladeverzug, m

es retardo de caida

ja EMFEERRH

pl czas gromadzenia tadunku

pt tempo de armazenamento (dos portadores)
sv efterledningstid
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521-05-24
temps de décroissance, m

temps écoulé entre les instants ou la grandeur de I'impulsion aux bornes de sortie atteint des
limites respectivement supérieure et inférieure spécifiées quand un dispositif a semi-
conducteurs est commuté de son état conducteur a son état non conducteur

NOTE — Les limites supérieure et inférieure sont habituellement respectivement 90 % et 10 % de
I'lamplitude initiale de I'impulsion de sortie.

fall time

time interval between the instants at which the magnitude of the pulse at the output terminals
reaches specified upper and lower limits respectively when a semiconductor device is being
switched from its conducting to its non-conducting state

NOTE — The upper and lower limits are usually 90 % and 10 % respectively of the initial amplitude of
the output pulse.

cn TR R

de Abfallzeit, f

es tiempo de caida
ja MBTHARY

pl czas opadania

pt tempo de descida
sv falltid

521-05-25
temps de recouvrement direct, m

durée nécessaire au courant ou a la tension pour prendre une valeur spécifiée, aprés
commutation instantanée a partir de zéro ou d'une tension inverse spécifiée jusqu’a une
condition de polarisation directe spécifiée

forward recovery time

duration required for the current or voltage to recover to a specified value after instantaneous
switching from zero or a specified reverse voltage to a specified forward bias condition

cn IE [ %k & Y [

de Durchlassverzégerungszeit, f

es tiempo de recuperacion directa

ja  NEJ 1) B4 B R

pl czas ustalania sie stanu przewodzenia
pt tempo de recuperacgao directo

sv aterhamtningstid i framriktning
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521-05-26
temps de récupération inverse, m

temps nécessaire au courant ou a la tension pour reprendre une valeur spécifiée, aprés
commutation instantanée a partir d’'un courant direct spécifié jusqu’a un état de polarisation
inverse spécifié

reverse recovery time

time required for the current or voltage to recover to a specified value after instantaneous
switching from a specified forward (on-state) current condition to a specified reverse bias
condition

cn R Ia %k E 6t

de Sperrverzégerungszeit, f

es tiempo de recuperacion inversa
ja 75 ) B4 RE R

pl czas odzyskania blokowania

pt tempo de recuperagio inverso
sv aterhamtningstid i backriktning

521-05-27
dispositif sensible aux décharges électrostatiques, m

dispositif discret ou circuit intégré qui peut étre endommagé de fagon irréversible par des
potentiels électrostatiques qui apparaissent au cours d'opérations courantes de manipulation,
d'essais et d'expédition

electrostatic-discharge-sensitive device

discrete device or integrated circuit that may be permanently damaged by electrostatic
potentials encountered in routine handling, testing and shipping

cn R TR B SR AT

de elektrostatisch gefdhrdetes Bauelement, n

es dispositivo sensible a las descargas electrostaticas
ja BEBEIHBICERRT AR

pl przyrzad wrazliwy na wyladowania elektrostatyczne
pt dispositivo sensivel as descargas electrostaticas
sv elektrostatiskt kdnslig komponent

521-05-28
substrat, m

matériau sur lequel ou dans lequel sont fabriqués les éléments du dispositif ou du circuit a
semiconducteurs

substrate

material upon or within which the semiconductor device or circuit elements are fabricated

cn WK EF
de Substrat, n
es substrato
ja  EiR

pl podioze

pt substrato
sv substrat
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521-05-29

tranche, f
plaquette, f

disque de faible épaisseur constitué d'un matériau semiconducteur ou d'un tel matériau
déposé sur un substrat, dans lequel un ou plusieurs circuits ou dispositifs peuvent étre
réalisés

wafer

slice or a flat disc, either of semiconductor material or of such a material deposited on a
substrate, in which one or more circuits or devices can be processed

cn  F( YR

de Wafer, m

es oblea; plaqueta
ja U x—N

pl  ptytka

pt bolacha

sv  skiva

521-05-30

puce, f
pastille, f

composant découpé dans une tranche (ou tranche entiére) et qui est destiné a accomplir une
ou plusieurs fonctions dans un dispositif

chip
die
separated part (or whole) of a wafer intended to perform a function or functions in a device

cn BhH; B

de Chip, m

es chip; pastilla
ja FvI;FA
pl  struktura

pt chipe

sv chip
521-05-31
boitier, m

enveloppe pour une ou plusieurs puces, éléments a couches ou autres composants, qui per-
met la connexion électrique et fournit une protection mécanique et une protection contre
I’environnement

package

enclosure for one or more chips, film elements or other components, that allows electrical
connection and provides mechanical and environmental protection

cn  H&K: Hh5E
de Gehause, n
es envase

ja Ryhb—v
pl obudowa
pt invélucro
sv  kapsel
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521-05-32
grille de connexion (d'un bottier), f

grille métallique possédant des bornes et un support mécanique destiné a les aligner

lead frame (of a package)

metal frame providing terminals and mechanical support to align them

cn  SBIRERC HEH D

de Gehauserahmen, m

es rejilla de conexion (de un envase)
ja (RyFr—vYo) Y—F7Lr—a

pl pasek montazowy; azur

pt grelha de conexdo (de um invdlucro)
sv tilledarram

521-05-33
radiateur, m

élément séparable du boitier ou faisant corps avec lui, qui contribue a la dissipation de la
chaleur produite a l'intérieur du boftier

heat sink

separable element or integral part of the package that contributes to the dissipation of the
heat produced within the package

cn IR

de Kiihlkérper, m

es radiador

ja eBE—Fvv7

pl radiator

pt dissipador (de calor)
sv  kylare

521-05-34
paramétre de circuit, m

valeur d'une grandeur physique qui caractérise un élément de circuit ou un circuit

circuit parameter

value of a physical quantity that characterizes a circuit element or a circuit

cn HESEN

de Schaltungsparameter, m
es parametro de circuito

ja [EIENRTZA—%

pl parametry ukiadu

pt parametros de circuito
sv  kretsparameter
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521-05-35
circuit équivalent, m

arrangement d’éléments de circuit idéaux qui posséde des paramétres de circuit, dans une
gamme considérée, équivalents électriquement a ceux d'un circuit ou d'un dispositif particulier

NOTE — Pour les besoins de I'analyse le circuit équivalent remplace un circuit ou un dispositif plus
compliqué.

equivalent circuit

arrangement of ideal circuit elements that has circuit parameters, over a range of interest,
electrically equivalent to those of a particular circuit or device

NOTE - For analysis the equivalent circuit replaces a more complicated circuit or device.

cn  SEE EE

de Ersatzschaltung, f

es circuito equivalente
ja  HAEE

pl uktad zastepczy

pt circuito equivalente
sv ekvivalent stromkrets

521-05-36
élément de circuit parasite, m

élément de circuit non voulu qui vient inévitablement s'ajouter a un ou plusieurs éléments de
circuit voulus

parasitic circuit element

unwanted circuit element that is an unavoidable adjunct of one or more wanted circuit
elements

cn  EFAEWBEITLH

de parasitiares Schaltungselement, n
es elemento de circuito parasito

ja HERBRKRT

pl element pasozytniczy uktadu

pt elemento de circuito parasita

sv parasitiskt kretselement
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Section 521-06 — Termes particuliers aux diodes

Section 521-06 — Specific terms for diodes

521-06-01
point de pic (d’'une diode tunnel), m

point de la caractéristique tension-courant d’'une diode tunnel correspondant a la plus petite
tension dans le sens direct pour laquelle la conductance différentielle est nulle

peak point (of a tunnel diode)

point on the current-voltage characteristic of a tunnel diode corresponding to the lowest
voltage in the forward direction, for which the differential conductance is zero

cn i (BB TE AR )

de Gipfelpunkt (einer Tunneldiode), m; Hockerpunkt (einer Tunneldiode), m
es punta de pico (de un diodo tunel)

ja (FrRxAFALA—FD) ¥—I R

pl  punkt szczytowy (diody tunelowej); szczyt (diody tunelowej)

pt ponto de pico (de um diodo tunel)

sv toppunkt

521-06-02
point de vallée (d’'une diode tunnel), m

point de la caractéristique tension-courant d’'une diode tunnel correspondant a la plus petite tension
supérieure a la tension du point de pic, pour laquelle la conductance différentielle est nulle

valley point (of a tunnel diode)

point on the current-voltage characteristic of a tunnel diode corresponding to the lowest
voltage greater than the peak point voltage, for which the differential conductance is zero

cn AR (BE ZAE W)

de Talpunkt (einer Tunneldiode), m

es punta de valle (de un diodo tunel)

ja (FyRAFAF—FD) BR

pl  punkt dolinowy (diody tunelowej); dolina (diody tunelowej)
pt ponto de vale (de um diodo tunel)

sv dalpunkt

521-06-03
point isohypse (d’une diode tunnel), m

point de la caractéristique tension-courant d’'une diode tunnel ou le courant est égal au
courant du point de pic, mais ou la tension est supérieure a la tension du point de vallée

projected peak point (of a tunnel diode)

point on the current-voltage characteristic of a tunnel diode where the current is equal to the
peak point current, but where the voltage is greater than the valley point voltage

cn IR R (BEE AR W)

de projizierter Gipfelpunkt (einer Tunneldiode), m;
projizierter Hockerpunkt (einer Tunneldiode), m

es punta de pico proyectada (de un diodo tunel)

ja (FhrRXAEFALF—FD) BEY—I K

pl punkt szczytowy przesuniety (diody tunelowej)

pt ponto de pico projectado (de um diodo tunel)

sv  projicerad toppunkt
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521-06-04
fréquence de coupure résistive, f

fréquence a laquelle la partie réelle de I'admittance de la diode est nulle, pour un point de
polarisation spécifié

resistive cut-off frequency

freqeuncy at which the real part of the diode admittance at its terminals is zero, at a specified
bias point

cn PR MR AR AR S

de Entdampfungsfrequenz, f

es frecuencia de corte resistiva

ja T R K

pl czestotliwosé graniczna rezystywnosciowa
pt frequéncia de corte resistiva

sv resistiv gransfrekvens

521-06-05
résistance apparente directe, f

valeur de la résistance définie par la pente de la droite représentant approximativement la
caractéristique courant-tension dans le sens direct

forward slope resistance

value of the resistance calculated from the slope of the straight line approximation of the
forward current-voltage characteristic

cn EmMRGEMHE

de Vorwarts-Ersatzwiderstand, m

es resistencia aparente directa

ja  NEX M ARG

pl rezystancja nachyleni(ow)a

pt resisténcia dinamica directa; resisténcia aparente directa
sv differentiell framresistans
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Section 521-07 — Termes particuliers aux transistors

Section 521-07 — Specific terms for transistors

521-07-01
jonction émetteur, f

jonction entre les régions de base et d’émetteur normalement polarisée dans le sens direct,
et que les porteurs de charge provenant d’'une région ou ils sont majoritaires traversent pour
arriver dans une région ou ils sont minoritaires

emitter junction

junction between the base and emitter regions, normally biased in the forward direction, and
through which the charge carriers flow from a region in which they are majority carriers to one
in which they are minority carriers

cn R4

de Emitteriibergang, m; Emitter-Basis-Zoneniibergang, m
es unién emisor

ja TIvHEL

pl zlacze emitera

pt juncao emissora

sv emitterévergang

521-07-02
jonction collecteur, f

jonction entre les régions de base et de collecteur normalement polarisée dans le sens
inverse et que les porteurs de charge provenant d'une région ou ils sont minoritaires
traversent pour arriver dans une région ou ils sont majoritaires

collector junction

junction between the base and collector regions, normally biased in the reverse direction, and
through which the charge carriers flow from a region in which they are minority carriers to one
in which they are majority carriers

cn g

de Kollektoriibergang, m; Kollektor-Basis-Zoneniibergang, m
es union colector

ja avsyEL

pl zlacze kolektora

pt juncao colectora

sv kollektorévergang

521-07-03

base, f

région située entre les jonctions émetteur et collecteur d’un dispositif a semiconducteurs
bipolaire

base

region between the emitter and collector junctions of a bipolar semiconductor device

cn EKX

de Basis, f; Basiszone, f
es base

ja N—2R

pl baza

pt base

sv bas

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



60050-521 O IEC:2002 -92 -

521-07-04
émetteur, m

région située entre la jonction émetteur et I'électrode émetteur

emitter

region between the emitter junction and the emitter electrode

cn RHKX

de Emitter, m; Emitterzone, f
es emisor

ja x=Iv¥#

pl emiter

pt emissor

sv emitter

521-07-05
collecteur, m

région située entre la jonction collecteur et I'électrode collecteur

collector

region between the collector junction and the collector electrode

cn HHEKX

de Kollektor, m; Kollektorzone, f
es colector

ja =aVvVr%&

pl kolektor

pt colector

sv kollektor

521-07-06
canal (d’un transistor a effet de champ), m

mince couche de semiconducteur entre la région de source et celle de drain, et dans laquelle
circule un courant commandé par la différence de potentiel entre la grille et la source

channel (of a field-effect transistor)

thin semiconductor layer between the source region and the drain region, in which the current
flow is controlled by the gate potential

cn WEC YL EEERN D

de Kanal (eines Feldeffekttransistors), m

es canal (de un transistor de efecto de campo)
ja (BRYVRFIVISRED) Fr RN

pl  kanat (tranzystora polowego)

pt canal (de um transistor de efeito de campo)
sv  kanal
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521-07-07
source (d’un transistor a effet de champ), f

région a partir de laquelle les porteurs majoritaires circulent vers le canal

source (of a field-effect transistor)

region from which the majority carriers flow into the channel

cn PR C AL HEER D

de Source (eines Feldeffekttransistors), f; Sourcezone (eines Feldeffekttransistors), m
es fuente (de un transistor de efecto de campo)

ja (BRBHRINFIVORZD) Y—2R

pl  zrédto (tranzystora polowego)

pt fonte (de um transistor de efeito de campo)

sv emitter (hos falteffekttransistor)

521-07-08
drain (d’'un transistor a effet de champ), m

région vers laquelle les porteurs majoritaires circulent en provenance du canal

drain (of a field-effect transistor)

region into which majority carriers flow from the channel

cn WX WS EERN D

de Drain (eines Feldeffekttransistors), m; Drainzone (eines Feldeffekttransistors), m
es sumidero (de un transistor de efecto de campo)

ja (BRBIRINIVPRED) FLayv

pl dren (tranzystora polowego); ujscie (tranzystora polowego)

pt dreno (de um transistor de efeito de campo)

sv  kollektor (hos falteffekttransistor)

521-07-09
grille (d’un transistor a effet de champ), f

région dans laquelle s’exerce I'effet du champ électrique d0 a la tension de grille de commande

gate (of a field-effect transistor)

region in which the electric field due to a control gate voltage is effective

cn MR C B REE R D

de Gate (eines Feldeffekttransistors), n; Gatezone (eines Feldeffekttransistors), m

es rejilla (de un transistor de efecto de campo)

ja (BRAPRVLNIVVREZD) F— 1

pl bramka (tranzystora polowego)

pt porta (de um transistor de efeito de campo); grelha (de um transistor de efeito de campo)
sv styre (hos félteffekttransistor)
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521-07-10

fonctionnement en mode de déplétion, m
fonctionnement en mode d'appauvrissement, m

fonctionnement d'un transistor a effet de champ, tel que la modification de la tension grille-
source de zéro a une valeur finie diminue la valeur absolue du courant de drain

depletion mode operation

operation of a field-effect transistor such that changing the gate-source voltage from zero to a
finite value decreases the magnitude of the drain current

cn R IEHK

de Verarmungsbetrieb, m

es funcionamiento en modo de agotamiento

ja FFlrvyvarE—FéE

pl  tryb pracy ze zubozeniem

pt funcionamento em modo de deplegdo; funcionamento em modo de empobrecimento
sv utarmningsdrift

521-07-11
fonctionnement en mode d’enrichissement, m

fonctionnement d'un transistor a effet de champ, tel que la modification de la tension grille-
source de zéro a une valeur finie augmente la valeur absolue du courant de drain

enhancement mode operation

operation of a field-effect transistor such that changing the gate-source voltage from zero to a
finite value increases the magnitude of the drain current

cn HMBMTIEHER

de Anreicherungsbetrieb, m

es funcionamiento en modo de enriquecimiento
ja TUNVARAVFE—FEIME

pl tryb pracy ze wzbogaceniem

pt funcionamento em modo de enriquecimento
sv anrikningsdrift

521-07-12
sens inverse de fonctionnement, m

mode de fonctionnement d'un transistor bipolaire a jonctions dans lequel le collecteur
fonctionne comme émetteur et dans lequel le flux de porteurs minoritaires circule du collec-
teur vers la base

inverse direction of operation

mode of operating a bipolar junction transistor in which the collector acts as an emitter and in
which the net flow of minority carriers is from the collector region to the base region

cn i ILAE

de inverser Betrieb, m

es sentido inverso de funcionamiento
ja  HHmMENME

pl  kierunek dziatania wsteczny

pt sentido inverso de funcionamento
sv inverterad arbetsriktning
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521-07-13
base commune, f

montage de circuit dans lequel la borne de base est commune au circuit d'entrée et au circuit
de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de I'émetteur et la borne de sortie, celle du
collecteur

common base

circuit configuration in which the base terminal is common to the input circuit and to the output
circuit and in which the input terminal is the emitter terminal and the output terminal is
the collector terminal

cn  FEER

de Basisschaltung, f

es base comun

ja  N—REH

pl baza wspdlna

pt (montagem de) base comum
sv gemensam bas

521-07-14
collecteur commun, m

montage de circuit dans lequel la borne du collecteur est commune au circuit d'entrée et au
circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de la base et la borne de sortie,
celle de I'émetteur

common collector

circuit configuration in which the collector terminal is common to the input circuit and to the
output circuit and in which the input terminal is the base terminal and the output terminal
is the emitter terminal

cn  FEHIR

de Kollektorschaltung, f

es colector comun

ja =L M

pl  kolektor wspolny

pt (montagem de) colector comum
sv gemensam kollektor

521-07-15
émetteur commun, m

montage de circuit dans lequel la borne de I'émetteur est commune au circuit d'entrée et au
circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de la base et la borne de sortie,
celle du collecteur

common emitter

circuit configuration in which the emitter terminal is common to the input circuit and to the
output circuit and in which the input terminal is the base terminal and the output terminal
is the collector terminal

cn  FEEHIKR

de Emitterschaltung, f

es emisor comun

ja T Iy XEEH

pl emiter wspélny

pt (montagem de) emissor comum
sV gemensam emitter
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521-07-16
base commune inverse, f

montage de circuit dans lequel la borne de base est commune au circuit d'entrée et au circuit
de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle du collecteur et la borne de sortie, celle de
I'émetteur

inverse common base

circuit configuration in which the base terminal is common to the input circuit and to the output
circuit and in which the input terminal is the collector terminal and the output terminal is
the emitter terminal

cn [RiEFEAR

de inverse Basisschaltung, f

es base comun inversa

ja RS — R

pl baza wspdlna odwrécona

pt (montagem de) base comum inversa
sv inverterad gemensam bas

521-07-17
collecteur commun inverse, m

montage de circuit dans lequel la borne du collecteur est commune au circuit d'entrée et au
circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle de I'émetteur et la borne de sortie,
celle de la base

inverse common collector

circuit configuration in which the collector terminal is common to the input circuit and to the
output circuit and in which the input terminal is the emitter terminal and the output terminal
is the base terminal

cn 3K
de inverse Kollektorschaltung, f
es colector comun inverso

ja #HHmav s ZE#

pl kolektor wspoélny odwrécony

pt (montagem de) colector comum inverso
sv inverterad gemensam kollektor

521-07-18
émetteur commun inverse, m

montage de circuit dans lequel la borne de I'émetteur est commune au circuit d'entrée et au
circuit de sortie et dans lequel la borne d'entrée est celle du collecteur et la borne de sortie,
celle de la base

inverse common emitter

circuit configuration in which the emitter terminal is common to the input circuit and to the
output circuit and in which the input terminal is the collector terminal and the output terminal
is the base terminal

cn R Ia 3t & 5 &

de inverse Emitterschaltung, f

es emisor comun inverso

ja HHETI v FEEMH

pl emiter wspdlny odwrécony

pt (montagem de) emissor comum inverso
sv inverterad gemensam emitter

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



- 97 - 60050-521 O CEI:2002

521-07-19
rapport de transfert direct du courant en petits signaux, avec sortie en court-circuit, m

rapport du courant alternatif de sortie au courant sinusoidal d’entrée qui le produit en régime
de petits signaux, la sortie étant court-circuitée pour le courant alternatif

small-signal short-circuit forward current transfer ratio

ratio of the alternating output current to the sinusoidal input current producing it under small-
signal conditions, the output being short-circuited to alternating current

cn /Mg B KRS IE M B A b

de Kurzschluss-Stromiibersetzung (bei kleiner Ansteuerung), f;
Stromverstarkungsfaktor (bei kleiner Ansteuerung), m

es relacion de transferencia directa de corriente en pequenas seiales,
con salida en cortocircuito

ja  /MEEEMEEKIES W BRI EL

pl  wspotczynnik zwarciowy matosygnatowy przenoszenia pragdowego

pt relagao de transferéncia directa da corrente para pequenos sinais,
com saida em curtocircuito

sv (smasignal)stromforstarkningsfaktor

521-07-20
valeur statique du rapport de transfert direct du courant, f

rapport du courant continu de sortie au courant continu d’entrée, la tension de sortie étant
maintenue constante

static forward current transfer ratio

ratio of the direct output current to the direct input current, the output voltage being held
constant

cn S EMBARGHLIL

de Gleichstromverhaltnis, n

es valor estatico de la relacion de transferencia directa de corriente
ja EHIELSmERKEL

pl wspotczynnik statyczny przenoszenia pragdowego

pt valor estatico da relagdo de transferéncia directa da corrente

sv total stromforstarkningsfaktor
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521-07-21
symb. : f;
fréquence de transition , f

produit du module du rapport de transfert direct du courant, sortie en court-circuit, pour de
par la fréquence de mesure, cette

petits signaux, en montage émetteur commun |h21e

fréquence étant choisie de telle fagon que |h21€| décroisse sensiblement a raison de 6 dB par

octave

transition frequency
product of the modulus of the common emitter small-signal short-circuit forward current

transfer ratio |h216|and the frequency of the measurement, this frequency being so chosen

that |h216| is decreasing at a slope of approximately 6 dB per octave

cn  R{ESE
de Transitfrequenz, f
es frecuencia de transicion

ja BEBBAKEK

pl czestotliwos¢ przejscia

pt frequéncia de transicao

sv extrapolerad enhetsgransfrekvens

521-07-22

symb. : f,
fréquence du rapport de transfert unité de courant , f
fréquence unité, f

fréquence a laquelle le module du rapport de transfert direct du courant, sortie en court-

circuit, pour de petits signaux, en montage émetteur commun |h21€ a été ramené a l'unité

frequency of unity current transfer ratio

frequency at which the modulus of the common-emitter small-signal short-circuit forward

current transfer ratio |h21€ has decreased to unity

cn B B 4G Y O R

de Einsfrequenz, f

es frecuencia de relacién de transferencia unidad de corriente

ja BN ERRSE LA R

pl czestotliwosé graniczna (jednostkowej wartosci wspoétczynnika przenoszenia prgdowego)
pt frequéncia da relagao de transferéncia unitaria de corrente

sv enhetsgransfrekvens
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521-07-23
tension de blocage (d’'un transistor a effet de champ a déplétion), f

tension grille-source pour laquelle I'amplitude du courant de drain atteint une valeur spécifiée,
faible

cut-off voltage (of a depletion type field-effect transistor)

gate-source voltage at which the magnitude of the drain current reaches a specified low value

cn  BIEWEC RSO SEER D

de Abschniirspannung (eines Feldeffekttransistors vom Verarmungstyp), f
es tension de bloqueo (de un transistor de efecto de campo de agotamiento)
ja (FFvyvarBERDIRINIVORFD) EHEE

pl napiecie odciecia (tranzystora polowego z kanatem zubozonym)

pt tensao de corte (de um transistor de efeito de campo de deplecéo)

sv strypspanning

521-07-24
tension de seuil (d'un transistor a effet de champ a enrichissement), f

tension grille-source pour laquelle I'amplitude du courant de drain atteint une valeur spécifiée,
faible

threshold voltage (of an enhancement type field-effect transistor)

gate-source voltage at which the magnitude of the drain current reaches a specified low value

cn  BRMEEEC BRI A MARE R D

de Schwellenspannung (eines Feldeffekttransistors vom Anreicherungstyp), f
es tension de umbral (de un transistor de efecto de campo de enriquecimiento)
ja (ZUNVRARAVIEBRBR NIV VREZD) LEWEERE

pl napiecie progowe (tranzystora polowego z kanatem wzbogaconym)

pt tensao de limiar (de um transistor de efeito de campo por enriquecimento)
sv troskelspanning (for falteffekttransistor av anrikningstyp)

521-07-25
transconductance (d’un transistor a effet de champ), f

rapport de I'accroissement du courant de drain a I'accroissement correspondant de la tension
grille-source, la tension drain-source étant maintenue constante

transconductance (of a field-effect transistor)

ratio of the increment in the drain current to a corresponding incremental change of the gate-
source voltage with the drain-source voltage held constant

cn BSCYBMMEEERN D

de Steilheit (eines Feldeffekttransistors), f

es transconductancia (de un transistor de efecto de campo)
ja (BRAYDBRISVORFD) HEa VX7 F VR

pl transkonduktancja (tranzystora polowego)

pt transcondutancia (de um transistor de efeito de campo)
sv  branthet
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Section 521-08 — Termes particuliers aux thyristors

Section 521-08 — Specific terms for thyristors

521-08-01
gachette, f

borne auxiliaire servant a commander la commutation d’un thyristor

gate

auxiliary terminal which controls the switching action of a thyristor

cn MR 1T4K

de Steueranschluss, m
es puerta

ja F—F

pl bramka (tyrystora)
pt porta

sv styre

521-08-02

courant principal, m

courant qui circule a travers le dispositif excepté le courant de gachette

principal current

current which flows through the device excluding gate current

cn FHHE

de Hauptstrom, m

es corriente principal
ja B

pl prad gtéwny

pt corrente principal
sv  huvudstrom

521-08-03
borne maitresse, f

borne a travers laquelle le courant principal circule

main terminal

terminal through which the main current flows

cn FiF

de Hauptanschluss, m
es bornes principales
ja ERF

pl koncéwka gtéwna
pt terminais principais
sv  huvud(stroms)uttag
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521-08-04
tension principale, f

tension entre les bornes maitresses

principal voltage

voltage between the main terminals

cn FHE

de Hauptspannung, f
es tension principal
ja EBE

pl napiecie gtéwne
pt tensao principal
sv  huvudspéanning

521-08-05
caractéristique (courant-tension) principale, f

relation, généralement représentée graphiquement, entre la tension principale et le courant
principal, avec s’il y a lieu, le courant de gachette comme paramétre

principal (voltage-current) characteristic

function, usually represented graphically, relating the principal voltage to the principal current,
with the gate current, where applicable, as a parameter

cn F( HE-BFE DRFME

de Hauptkennlinie, f; Haupt-Strom-Spannungs-Charakteristik, f
es caracteristica (corriente-tension) principal

ja  E (BE-EI) #FHE

pl charakterystyka gtéwna (napieciowo-pradowa)

pt caracteristica (corrente-tensao) principal

sv  huvudkarakteristik

521-08-06

caractéristique (courant-tension) d’anode-cathode, f
caractéristique d’anode, f

relation, généralement représentée graphiquement, entre la tension d’anode et le courant
principal, avec, s’il y a lieu, le courant de gachette comme paramétre

anode-to-cathode (voltage-current) characteristic
anode characteristic

function, usually represented graphically, relating the anode voltage to the principal current,
with the gate current, where applicable, as a parameter

cn  BEAR-BAAR ( B E-BL 3 ) 45tk s PHARSS M

de Anoden-Kathoden-Kennlinie, f; Anoden-Kathoden-Spannungs-Strom-Charakteristik, f
Anodenkennlinie, f

es caracteristica (corriente-tensiéon) de anodo-catodo; caractéristica de anodo

ja (BE-B%) 7/ —F-3Y—FfE,;, 7/ — Fftk

pl charakterystyka anodowa

pt caracteristica (corrente-tensao) de anodo-catodo

sv anodkarakteristik
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521-08-07
état passant, m

état d'un thyristor correspondant a la partie faible résistance, faible tension de la carac-
téristique principale

NOTE - Pour les dispositifs passant en inverse, cette définition est applicable seulement pour les
tensions d'anode positives.

on-state

condition of a thyristor corresponding to the low-resistance low-voltage portion of the principal
characteristic

NOTE - In the case of reverse conducting devices, this definition is applicable only for positive anode
voltages.

cn @A

de Durchlasszustand, m

es estado conductor

ja FUiREE

pl stan wilaczenia; stan przewodzenia
pt estado condutor

sv ledtillstand

521-08-08
état bloqué, m

état d'un thyristor correspondant a la partie de la caractéristique principale entre I'origine et
le point ou les points de retournement

off-state

condition of a thyristor corresponding to the portion of the principal characteristic between the
origin and the breakover point or points

cn W&

de Vorwarts-Sperrzustand, m

es estado bloqueado

ja F7REE

pl stan wylaczenia; stan blokowania
pt estado cortado

sv  blocktillstand

521-08-09
état bloqué en inverse (d’un thyristor bloqué en inverse), m

état d’un thyristor bloqué en sens inverse et conduisant un courant inférieur a celui existant
pour la tension de claquage inverse

reverse blocking state (of a reverse blocking thyristor)

condition of a reverse blocking thyristor corresponding to reverse currents of lower magnitude
than the current at the reverse breakdown voltage

cn S m BEETAS C S m BRI I A & A CE D

de Riickwairts-Sperrzustand (eines rlickwarts sperrenden Thyristors), m

es estado bloqueado en sentido inverso (de un tiristor bloqueado en sentido inverso)
ja GEFEIEY AV RZ D) HHIERE

pl stan zaworowy (tyrystora blokujgcego wstecznie)

pt estado cortado em sentido inverso (de um tiristor cortado em sentido inverso)

sv sparrtillstand
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521-08-10

courant hypostatique, m
courant de maintien, m

courant principal minimal nécessaire pour maintenir un thyristor a I’état passant

holding current

minimum principal current required to maintain a thyristor in the on-state

cn  HEFFER

de Haltestrom, m; Haltestromstarke, f
es corriente de mantenimiento

ja  HREEWR

pl prad podtrzymywania

pt corrente de manutengao

sv  hallstrom

521-08-11
courant d’accrochage, m

courant principal minimal nécessaire pour maintenir un thyristor a I'état passant aussitét aprés
commutation de I'état bloqué vers I'état passant et aprés la fin du signal de déclenchement

latching current

minimum principal current required to maintain a thyristor in the on-state immediately after
switching from the off-state to the on-state has occurred and the triggering signal has been
removed

cn  E{EHHE

de Einraststrom, m; Einraststromstarke, f
es corriente de retencion

ja TyFUrI7ER

pl prad zatrzaskiwania

pt corrente de retengéao

sv lasstrom

521-08-12
point de retournement, m

tout point de la caractéristique principale pour lequel la résistance différentielle est nulle,
et ou la tension principale atteint une valeur maximale

breakover point

any point on the principal characteristic for which the differential resistance is zero and where
the principal voltage reaches a maximum value

cn HIrA

de Kipppunkt, m

es punto de retorno
ja FTrv—2F—rR—xg
pl  punkt przelaczania
pt ponto de retorno
sv  vippunkt
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521-08-13
résistance apparente a I’état passant, f

résistance égale a la pente de la droite utilisée pour la détermination de la tension de seuil,
sur une caractéristique courant-tension

on-state slope resistance

resistance equal to the slope of the straight line used when determining the treshold voltage
from the current-voltage characteristic

cn BEAFEREMH

de Ersatzwiderstand, m

es resistencia aparente en estado conductor

ja A rREAEEHR

pl rezystancja dynamiczna przewodzenia

pt resisténcia dinamica no estado condutor; resisténcia aparente no estado condutor
sv differentiell ledresistans

521-08-14
courant d’amorcgage par la gachette, m

le plus petit courant de gachette nécessaire pour commuter un thyristor de I'état bloqué a
I’état passant

gate trigger current

lowest gate current required to switch a thyristor from the off-state to the on-state

cn AR R BT (TR E B R
de Ziindstrom, m

es corriente de disparo de puerta
ja F—F LY AER

pl  prad przetaczajacy bramki

pt corrente de disparo de porta
sv tand(styr)strom

521-08-15
tension d’amorcgage par la gachette, f

tension de gachette nécessaire pour produire le courant d’amorgage par la gachette

gate trigger voltage

gate voltage required to produce the gate trigger current

cn AR Ak & B E s 1T AR M & R
de Ziindspannung, f

es tension de disparo de puerta
ja F—FHMIUVEE

pl napiecie przetaczajgce bramki
pt tensao de disparo de porta

sv tand(styr)spanning

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



- 105 - 60050-521 O CEI:2002

521-08-16
tension de non-amorcgage par la gachette, f

tension de gachette la plus élevée qui ne commute pas le thyristor de I'état bloqué a I'état
passant

gate non-trigger voltage

highest gate voltage which will not cause the thyristor to switch from the off-state to the on-state

cn MRl &R B E s 1R il R LR

de héchste nichtziindende Steuerspannung, f
es tensién de no disparo de puerta

ja JF—FrIENYHVERE

pl napiecie nieprzetagczajace bramki

pt tensao de nao-disparo de porta

sv icke-tindande styrspanning

521-08-17
courant de non-amorgage par la gachette, m

courant de gachette correspondant a la tension de non-amorgcage par la gachette

gate non-trigger current

gate current corresponding to the gate non-trigger voltage

cn  AMARAMRK B R s TIRA i & B R

de hochster nichtziindender Steuerstrom, m
es corriente de no disparo de puerta

ja F—1IENY TER

pl prad nieprzetagczajacy bramki

pt corrente de nao-disparo de porta

sv icke-tdndande styrstrom

521-08-18
vitesse critique de croissance de la tension a I’état bloqué, f

la plus petite valeur de la vitesse de croissance de la tension principale qui entraine la com-
mutation de I'état bloqué a I’état passant dans des conditions spécifiées

critical rate of rise of off-state voltage

lowest value of the rate of rise of principal voltage that will cause switching from the off-state
to the on-state under specified conditions

cn WiIdBERREAR

de kritische Spannungssteilheit, f

es velocidad critica de crecimiento de la tension de estado bloqueado
ja HBRAZEEELRE

pl predkos¢ krytyczna wzrostu napiecia blokowania

pt velocidade critica de crescimento da tensdao no estado cortado

sv  kritisk blockspanningsderivata
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521-08-19
vitesse critique de croissance du courant a I’état passant, f

valeur la plus élevée de la vitesse de croissance du courant a I’état passant qu’'un thyristor
peut supporter sans détérioration

critical rate of rise of on-state current

highest value of the rate of rise of on-state current which a thyristor can withstand without
deleterious effect

cn @EXEWKEREAR

de kritische Stromsteilheit, f

es velocidad critica de crecimiento de la corriente de estado conductor
ja BRAVERER®R

pl predkos¢ krytyczna wzrostu napiecia przewodzenia

pt velocidade critica de crescimento da tensao no estado condutor

sv  kritisk ledstromsderivata

Section 521-09 — Termes particuliers aux dispositifs a effet hall
et aux magnétoresistances

Section 521-09 - Specific terms for hall-effect devices
and magnetoresistors

521-09-01

effet Hall, m

production dans un conducteur ou dans un semiconducteur d’'un champ électrique
proportionnel au produit vectoriel de la densité de courant par I'inductance magnétique

Hall effect

production in a conductor or in a semiconductor of an electric field strength proportional to
the vector product of the current density and the magnetic flux density

cn  EBIRME
de Halleffekt, m
es efecto Hall

ja FA—LHRE
pl zjawisko Halla
pt efeito Hall

sv halleffekt
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521-09-02

symb. : Ry
coefficient de Hall, m

coefficient de proportionnalité Ry dans la relation quantitative de I'effet Hall :
Eu =Ry (JXB)

ou

EH est le champ électrique transversal résultant

} est la densité de courant

§ est l'inductance magnétique

NOTE - Le type de porteurs majoritaires peut généralement étre déduit du signe du coefficient de Hall.

Hall coefficient

coefficient of proportionality Ry in the Hall effect quantitative relation:

Eu =Ry (JxB)

Ey is the resulting transverse electric field strength

J  is the current density

!

is the magnetic flux density

NOTE - The sign of the majority carrier charge can usually be inferred from the sign of the Hall
coefficient.

cn EBREN

de Hallkoeffizient, m
es coeficiente de Hall
ja  Hm—REK

pl  wspotczynnik Halla
pt coeficiente de Hall
sv hallkonstant

521-09-03
angle de Hall, m

angle existant, en présence d'effet Hall, entre le champ électrique résultant et la densité de
courant

Hall angle

angle which exists, in the presence of Hall effect, between the resulting electric field strength
and the current density

cn EFRA

de Hallwinkel, m
es angulo de Hall
ja Aw—NA

pl kat Halla

pt angulo de Hall
sv hallvinkel
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521-09-04

symb. : ug
mobilité de Hall, f

produit du coefficient de Hall par la conductivité électrique

Hall mobility

product of the Hall coefficient and the electric conductivity

cn EFREIBE

de Hallbeweglichkeit, f
es movilidad de Hall
ja  A—ABBE

pl  ruchliwos¢ Halla

pt mobilidade de Hall
sv hallmobilitet

521-09-05
tension de Hall, f

tension engendrée par effet Hall

Hall voltage

voltage generated by the Hall effect

cn ERWE

de Hallspannung, f
es tension de Hall
ja F—NVEE

pl napiecie Halla
pt tensao de Hall
sv  hallspanning

521-09-06
bornes Hall, f, pl

bornes d'un générateur de Hall entre lesquelles apparait la tension de Hall

Hall terminals

terminals of a Hall generator between which the Hall voltage appears

cn  EI/R¥u

de Hallanschliisse, m, pl
es bornes de Hall

ja  Ew—IEF

pl koncoéwki hallotronu
pt terminais Hall

sv  hall(spannings)uttag
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521-09-07
borne de commande (d'un générateur de Hall), f

borne d'un générateur de Hall traversée par le courant de commande

control current terminal (of a Hall generator)

terminal of a Hall generator through which the control current flows

cn IEHlE R ( BR KA )

de Steueranschluss (eines Hallgenerators), m

es bornes de control de corriente (de un generator de Hall)
ja (F—NVRERO) HAEBRETF

pl koncéwka pradu sterujagcego hallotronu

pt terminais de comando (de um gerador de Hall)

sv styr(stroms)uttag

521-09-08
surface effective d'induction de la boucle de sortie, f

surface effective de la boucle délimitée par les conducteurs arrivant aux bornes de Hall et par
le trajet conducteur approprié traversant le dispositif a effet Hall

effective induction area of the output loop

effective area of the loop enclosed by the leads to the Hall terminals and the relevant
conductive path through the Hall effect device

cn % IR BE A AR R TE AR

de induktive Restflache des Hallstromkreises, f

es superficie efectiva de inducciéon del bucle de salida

ja AN —T D ELTE E

pl powierzchnia skuteczna petli wyjsciowej hallotronu

pt superficie efectiva de indugdo do anel de saida;
superficie efectiva de indugcdao da malha de saida

sv effektiv area

521-09-09
surface effective d'inductance de la boucle du courant de commande, f

surface effective de la boucle délimitée par les conducteurs du courant de commande et par
le trajet conducteur approprié traversant une plaque de Hall par effet Hall

effective induction area of the control current loop

effective area of the loop enclosed by the control current leads and the relevant conductive
path through a Hall plate by the Hall effect

cn &l B A D % R AR R T AR

de induktive Restflache des Steuerstromkreises, f

es superficie efectiva de induccién del bucle de la corriente de control
ja HEEBEFEAL—TOEDHEEEHE

pl powierzchnia skuteczna petli pradu sterujagcego

pt superficie efectiva de inducao do anel da corrente de comando

sv styrstromsslingans effektiva area
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521-09-10
champ induit (d'un générateur de Hall), m

champ magnétique produit par la circulation du courant de commande dans la boucle formée
par les conducteurs du courant de commande et par le trajet conducteur approprié traversant
un dispositif a effet Hall

self field (of a Hall generator)

magnetic field caused by the flow of control current through the loop formed by the control
current leads and the relevant path through a Hall-effect device

cn BHREH( ERKEHD )

de Eigenfeld (eines Hallgerats), n

es campo inducido (de un generador de Hall)
ja (FR—nREHD) BEHMR

pl pole indukowane (generatora Halla)

pt campo induzido (de um gerador de Hall)
sv egenfilt

521-09-11
courant de commande (d'un générateur de Hall), m

courant qui, en traversant une plaque Hall, donne naissance a la tension de Hall sous I'action
d'un champ magnétique

control current (of a Hall generator)

current through a Hall plate which generates the Hall voltage by interaction with a magnetic
field

cn IEHIER( ERLKAERB D

de Steuerstrom (eines Hallgenerators), m

es corriente de control (de un generator de Hall)
ja (F—ARERO) HEER

pl prad sterujacy (generatora Halla)

pt corrente de comando (de um gerador de Hall)
sv styrstrom

521-09-12
sensibilité magnétique (d'une sonde de Hall), f

quotient de la tension de Hall par l'inductance magnétique, dans la zone de fonctionnement
linéaire d'une sonde de Hall

magnetic sensitivity (of a Hall probe)

quotient of the Hall voltage by the magnetic flux density in the linear operating range of a Hall
probe

cn  HERBUE( BRELN D)

de magnetische Empfindlichkeit (einer Hallsonde), f
es sensibilidad magnética (de una sonda de Hall)

ja  (h—EED) BRBE

pl czulosé magnetyczna (sondy Halla)

pt sensibilidade magnética (de uma sonda de Hall)
sv magnetisk kdnslighet
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521-09-13
sensibilité au courant de commande (d'une sonde de Hall), f

quotient de la tension de Hall par le courant de commande, dans la zone de fonctionnement
linéaire d'une sonde de Hall

control current sensitivity (of a Hall probe)

quotient of the Hall voltage by the control current in the linear operating range of a Hall probe

on IR W RBEC BRAKN D

de Steuerstromempfindlichkeit (einer Hallsonde), f

es sensibilidad a la corriente de control (de una sonda de Hall)
ja (F—NLRERO) HEABRKE

pl czulosé pradowa (sondy Halla)

pt sensibilidade a corrente de comando (de uma sonda de Hall)
sv styrstromskanslighet

521-09-14
tension résiduelle pour un courant de commande nul (d'un dispositif a effet Hall), f

tension de Hall due a un champ magnétique variant avec le temps lorsque le courant de
commande est nul

residual voltage for zero current control (of a Hall-effect probe)

voltage which exists at the Hall terminals when a time varying magnetic field is present and
the control current zero

cn ZEHERBABREC ERELN )

de Restspannung bei Steuerstrom null (einer Hallsonde), f

es tension residual para una corriente de control nula (de un dispositivo de efecto Hall)
ja (F—1RE#HD) EnBERGHBHOREEE

pl napiecie szczatkowe przy pradzie sterujgcym zerowym (sondy Halla)

pt tensao residual para uma corrente de comando nula (de um dispositivo de efeito Hall)
sv restspanning for nollstyrstrom

521-09-15
tension résiduelle pour un champ magnétique nul (d'un dispositif a effet Hall), f

tension de Hall existant lorsqu'un courant de commande circule mais que le champ magné-
tique appliqué est nul

residual voltage for zero magnetic field (of a Hall-effect device)

voltage which exists at the Hall terminals when control current flows under the conditions of
no applied magnetic field

cn FHMBHFARBEC ERELN D

de Restspannung bei Magnetfeld null (eines Halleffekt-Bauelements), f

es tension residual para un campo magnético nulo (de un dispositivo de efecto Hall)
ja (F—ABRTNALRAD) EulBoREEE

pl napiecie szczatkowe przy polu magnetycznym zerowym (hallotronu)

pt tensao residual para um campo magnético nulo (de um dispositivo de efeito Hall)
sv restspanning for nollmagnetfalt
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521-09-16
tension de commande induite (d'un dispositif a effet Hall), f

force électromotrice induite dans la boucle formée par les conducteurs du courant de com-
mande et par le trajet conducteur dans une plaque de Hall, due a une variation de l'induction
magnétique

induced control voltage (of a Hall-effect device)

voltage induced in the loop formed by the control current leads and the current path through a
Hall plate caused by a varying magnetic flux density

cn BRI E C BRSO SR D

de induzierte Steuerspannung (eines Halleffekt-Bauelements), f
es tensiéon de control inducida (de un dispositivo de efecto Hall)
ja (R—ABRTNA2AD) FHEKEHEE

pl napiecie sterujace indukowane (hallotronu)

pt tensdo de comando induzida (de um dispositivo de efeito Hall)
sv inducerad styrspanning

521-09-17
courbe caractéristique d'une magnétorésistance, f

courbe représentant les variations de la résistance d'une magnétorésistance en fonction de
I'induction magneétique

magnetoresistive characteristic curve

curve of resistance of a magnetoresistor versus magnetic flux density

cn  E REL ARl £
de Kennlinie eines Magnetowiderstands, f
es curva caracteristica de una magnetorresistencia

ja  REKHERHURRME th AR

pl charakterystyka magnetorezystora

pt curva caracteristica magneto-resistiva
sv magnetoresistiv R/B-kurva

521-09-18
coefficient de magnétorésistance, m

pour une induction magnétique spécifiée, quotient du taux de variation de la résistance d'une
magnétorésistance avec l'induction magnétique par la résistance

magnetoresistive coefficient

at a specified magnetic flux density, quotient of the variation of the resistance with magnetic
induction of a magnetoresistor by the resistance at that specified magnetic flux density

cn EEHLPFHR I

de Widerstandskoeffizient eines Magnetowiderstands, m
es coeficiente de magnetorresistencia

ja BEKEHREK

pl  wspotczynnik magnetorezystanciji

pt coeficiente de magneto-resisténcia

sv. magnetoresistiv koefficient
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521-09-19
rapport de magnétorésistance, m

rapport de la résistance d'une magnétorésistance correspondant a une induction magnétique
spécifiée, a la résistance correspondant a une induction magnétique nulle

magnetoresistive ratio

ratio of the resistance of a magnetoresistor at a specified magnetic flux density to the
resistance at zero magnetic flux density

cn HEHRE L

de Widerstandsverhaltnis eines Magnetowiderstands, n
es relacion de magnetorresistencia

ja BEREHL

pl wskaznik rezystancji magnetorezystora

pt relagdo de magneto-resisténcia

sV magnetoresistiv kvot

521-09-20
sensibilité de magnétorésistance, f

taux de variation de la résistance d'une magnétorésistance avec l'induction magnétique pour
une induction magnétique spécifiée

magnetoresistive sensitivity

rate of change of the resistance of a magnetoresistor with magnetic flux density at a specified
magnetic flux density

cn  FEHFHRBUE
de Empfindlichkeit eines Magnetowiderstands, f
es sensibilidad de magnetorresistencia

ja BEREHURE

pl czulosé rezystancyjna magnetorezystora
pt sensibilidade de magneto-resisténcia

sv magnetoresistiv kdanslighet

Section 521-10 — Termes particuliers aux circuits intégrés

Section 521-10 — Specific terms for integrated circuits

521-10-01
microélectronique, f

domaine de la science et de l'ingénierie qui traite des circuits électroniques fortement
miniaturisés et de leur utilisation

microelectronics

field of science and engineering that deals with highly miniaturized electronic circuits and their
use

cn  HEFFE

de Mikroelektronik, f

es microelectréonica

ja ~fZuxzlLZbu=r2R
pl  mikroelektronika

pt microelectrénica

sv  mikroelektronik
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521-10-02
microstructure, f

dispositif électronique qui a une forte densité d'éléments de circuit et qui est considéré
comme une seule unité

microcircuit

electronic device that has a high circuit-element density and that is considered to be a single
unit

cn MU g

de Mikroschaltung, f
es microcircuito

ja  #@/hEER

pl  mikrouktad

pt microcircuito

sv  mikrokrets

521-10-03
circuit intégré, m

microstructure dans laquelle tous les éléments de circuit ou certains d'entre eux sont associés
de fagon inséparable et interconnectés électriquement de fagon qu’elle soit considérée
comme indivisible pour la construction et le commerce

integrated circuit

microcircuit in which all or some of the circuit elements are inseparably associated and
electrically interconnected so that it is considered to be indivisible for the purpose of con-
struction and commerce

cn B g

de integrierte Schaltung, f
es circuito integrado

ja £MEEE;IC

pl uktad scalony

pt circuito integrado

sv integrerad krets

521-10-04
microassemblage, m

microstructure constituée de divers composants construits séparément et que I'on peut tester
séparément avant de les rassembler et de les encapsuler

microassembly

microstructure consisting of various components which are constructed separately and can be
tested separately before being assembled and sealed

cn A

de zusammengesetzte Mikroschaltung, f
es microconjunto

ja ~=A47urkr7Y

pl mikrozespét

pt micromontagem; microconjunto

sv  komponentblock
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521-10-05
circuit intégré a semiconducteurs, m

dispositif a semiconducteurs congu comme un circuit intégré

semiconductor integrated circuit

semiconductor device designed as an integrated circuit

cn ¥ SR BB

de integrierte Halbleiterschaltung, f
es circuito integrado semiconductor
ja  FEEERER ; FHAKIC

pl uktad scalony pétprzewodnikowy
pt circuito integrado semicondutor
sv integrerad halvledarkrets

521-10-06
circuit intégré a couches, m

circuit intégré dont les éléments de circuit, y compris les interconnexions, sont des éléments
a couches formés a la surface d'un substrat isolant

NOTE - Les éléments a couches peuvent étre actifs ou passifs.

film integrated circuit

integrated circuit whose circuit elements, including the interconnections, are film elements
formed on the surface of an insulating substrate

NOTE — The film elements may be active or passive.

cn  JE &R B
de integrierte Schichtschaltung, f
es circuito integrado de pelicula

ja EEREIR

pl uktad scalony warstwowy

pt circuito integrado em peliculas
sv integrerad filmkrets

521-10-07
couche (d'un circuit intégré a couches), f

couche de matériau solide formée par tout procédé de dépét sur un substrat ou sur d'autres
couches déposées sur un substrat

film (of a film integrated circuit)

layer of solid material formed by any deposition process upon a substrate or upon other films
deposited on a substrate

cn  JBEC JBEAE A AT O

de Schicht (einer integrierten Schichtschaltung), f
es pelicula (de un circuito integrado de pelicula)
ja (REMERD) K

pl warstwa (uktadu scalonego warstwowego)

pt pelicula (de um circuito integrado em peliculas)
sv  film
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521-10-08
couche mince (d'un circuit intégré a couches), f

couche générée par un procedé d'accrétion tel que le dépbt en phase vapeur ou la pulvéri-
sation sous vide

thin film (of a film integrated circuit)

film produced by an accretion process such as vapour phase deposition or vacuum sputtering

cn L C OB R B D
de Diinnschicht (einer integrierten Schichtschaltung), f
es pelicula delgada (de un circuito integrado de pelicula)

ja (EERERD) EiE

pl warstwa cienka (uktadu scalonego warstwowego)
pt pelicula fina (de um circuito integrado em peliculas)
sv  tunnfilm

521-10-09
couche épaisse (d'un circuit intégré a couches), f

couche générée par un procédé d'impression ou d'autres techniques similaires

thick film (of a film integrated circuit)

film produced by a printing process or other related techniques

cn FEBEC BEEBEENY )

de Dickschicht (einer integrierten Schichtschaltung), f

es pelicula gruesa (de un circuito integrado de pelicula)

ja (EEFEKROD) EE

pl warstwa gruba (uktadu scalonego warstwowego)

pt pelicula espessa (de um circuito integrado em peliculas)
sv tjockfilm

521-10-10
circuit intégré multipuce, m

circuit intégré a semiconducteurs contenant au moins deux puces

multi-chip integrated circuit

semiconductor integrated circuit containing two or more chips

cn B RHERBIE

de integrierte Mehrchipschaltung, f
es circuito integrado multichip

ja =N FF v TEREERK

pl uktad scalony wielostrukturowy
pt circuito integrado multichipe

sv  multikrets
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521-10-11
état de verrouillage, m

état réversible caractérisé par un chemin conducteur persistant de faible impédance,
et résultant du déclenchement d'une structure bipolaire a quatre couches consécutif au
courant résultant d'une surtension a l'entrée, a la sortie ou sur I'alimentation

latch-up state

reversible state in which a low-impedance path has resulted from and persists following
the current resulting from an input, output or supply overvoltage that triggers a parasitic four-
layer bipolar structure

cn HES

de Einrastzustand, m; Latch-up-Zustand, m
es estado de bloqueo

ja FyFT v TRE

pl stan zatrzasniecia

pt estado trancado

sv lasningslage

Section 521-11 — Termes particuliers aux circuits intégrés numériques

Section 521-11 — Specific terms for digital integrated circuits

521-11-01
réseau logique programmable, m

circuit intégré formé d'éléments fonctionnels logiques préfabriqués et d'éléments d'inter-
connexion programmables par l'utilisateur

programmable logic device
PLD (abbreviation)

integrated circuit that consists of logic elements with an interconnection pattern, parts of
which are user programmable

cn WHRBEHERMF: PLDC 450 )

de programmierbare Logik-Schaltung, f

es red légica programable

ja Tmros=IrulyvIlFNRLR

pl  przyrzad logiczny programowalny; PLD (akronim)
pt dispositivo lé6gico programavel

sv programmerbar logikkrets

521-11-02
matrice logique programmable, f

réseau logique programmable dont les éléments fonctionnels sont principalement des réseaux
de portes ET et des réseaux de portes OU

programmable logic array

programmable logic device in which the logic elements consist mainly of arrays of AND gates
and arrays of OR gates

cn  HmIRBHEIET

de programmierbare Logik-Anordnung, f; PLA (Abkiirzung)
es matriz légica programable

ja FurZS<7rudys7 LA ;PLA

pl matryca logiczna programowalna

pt matriz I6gica programavel

sv programmerbar logikmatris
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521-11-03
matrice prédiffusée programmable, f

réseau logique programmable dont les éléments fonctionnels comprennent des interrupteurs
et des éléments de mémoire qui se comportent comme des groupes de portes

programmable gate array

programmable logic device in which the logic elements include switches and memory
elements that behave as groups of gates

cn A 4RFRTTREF

de programmierbares Gatterfeld, n

es matriz de puerta programable

ja FurS<IAS—FrTLA

pl uktad matrycowy programowalny; matryca bramek programowalna
pt matriz pré-difundida programavel

sv programmerbar grindmatris

521-11-04
cellule-mémoire, f

plus petite subdivision d'une mémoire dans laquelle un élément de données a été ou peut étre
introduit, dans laquelle il est ou peut étre conservé, et de laquelle il peut étre extrait

memory cell
memory element

smallest subdivision of a memory into which a unit of data has been or can be entered,
in which it is or can be stored, and from which it can be retrieved

cn HFfEHEIT

de Speicherelement, n

es célula de memoria

ja AEVEN; AEVERF

pl komérka pamieci; element pamieci
pt célula de memoéria

sv  minnescell

521-11-05

mémoire a circuit intégré, f

circuit intégré constitué par un assemblage de cellules-mémoire et comprenant généralement
des circuits associés : sélecteur d'adresse, amplificateurs, etc.

integrated circuit memory

integrated circuit consisting of memory cells and usually including associated circuits such as
those for address selection, amplifiers, etc.

cn 5 B H B AE 0 B

de integrierte Speicherschaltung, f

es memoria de circuito integrado

ja £MEIKATY ;ICAEY

pl pamie¢ pétprzewodnikowa scalona; uktad pamieci(owy) scalony
pt memoria de circuito integrado

sv  halvledarminne
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521-11-06
mémoire morte, f

mémoire dont le contenu est destiné a étre lu seulement et non a étre modifié en fonction-
nement normal

read-only memory
ROM (abbreviation)

memory in which the contents are intended to be read only and not to be altered during
normal operation

cn  RiEHFE8E: ROM( 451 )

de Festwertspeicher, m; Festspeicher, m; ROM (Abklrzung)
es memoria de sélo lectura

ja BMHAHLHEAAEY ; ROM

pl pamiegé stata; ROM (akronim)

pt memoria de leitura; ROM (abreviatura)

sv lasminne

521-11-07
mémoire vive, f

mémoire dont le contenu est destiné a étre lu et modifié en fonctionnement normal

read/write memory

memory in which the contents are intended to be both read and altered during normal
operation

cn EEF R

de Schreib-Lese-Speicher, m

es memoria de lectural/escritura
ja U—=F/F4 2AE)Y

pl pamieé o zmiennej zawartosci
pt memoria de leitura e escrita
sv las- och skrivminne

521-11-08
mémoire a acceés direct, f

mémoire qui permet d'accéder a n'importe quel emplacement adressable quel que soit I'ordre
désiré

NOTE — Usuellement, ce terme est appliqué a une mémoire vive mais pourrait aussi s'appliquer a une
mémoire morte.

random-access memory
RAM (abbreviation)

memory that permits access to any of its address locations in any desired sequence

NOTE - By common usage, this term usually denotes a "read/write" memory; but it could also apply to
a "read-only" memory.

cn ML ES s RAMC 45 )

de Speicher mit wahlfreiem Zugriff, m; RAM (Abklrzung)

es memoria de acceso directo

ja BERET 7 XHE[EEMR AT Y ; RAM

pl pamigé o dostepie swobodnym; pamigeé¢ o dostepie bezposrednim; RAM (akronim)
pt memodria de acesso directo; RAM (abreviatura)

sv RAM-minne; direktminne
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521-11-09
mémoire vive statique, f

mémoire dans laquelle les données sont conservées en l'absence de sighaux de commande

static (read/write) memory

memory in which the data content is retained in the absence of control signals

cn EBASGER)FHE

de statischer Schreib-Lese-Speicher, m; statischer Speicher, m
es memoria de lectura/escritura estatica

ja RET A4V IIV—F/TFAPAFEY ; RET 497 AEY

pl pamie¢ statyczna (o zmiennej zawartosci)

pt memoria estatica de leitura e escrita

sv statiskt minne

521-11-10
mémoire vive dynamique, f

mémoire vive dont les cellules exigent I'application répétitive de signaux de commande, afin
de conserver les données

dynamic (read/write) memory

memory in which the cells require the repetitive application of control signals in order to retain
the data stored

cn EAEGEE) FES8

de dynamischer Schreib-Lese-Speicher, m; dynamischer Speicher, m
es memoria de lectura/escritura dinamica

ja FAFIvIIV—F/TFA P AFY ; FAFIvIAEY

pl pamieé dynamiczna (o zmiennej zawartosci)

pt memoria dindmica de leitura e escrita

sv dynamiskt minne

521-11-11
mémoire volatile, f

mémoire dans laquelle les données stockées sont perdues lorsque les tensions d'alimentation
ne lui sont plus appliquées

volatile memory

memory in which the data content is lost when power is no longer supplied to it

cn BRMEFEMEHR

de flichtiger Speicher, m

es memoria volatil

ja HERERHEATE)Y

pl pamie¢ ulotna; pamieé nietrwata
pt memoédria volatil

sv flyktigt minne
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521-11-12
mémoire a acceés séquentiel, f

mémoire dans laquelle les zones de stockage ne peuvent étre atteintes que dans un ordre
prédéterminé

serial access memory

memory in which storage zones can only be accessed in a predetermined sequence

cn BT R

de Speicher mit seriellem Zugriff, m
es memoria de acceso secuencial
ja VITATIERAEY

pl pamie¢ o dostepie szeregowym
pt memoria de acesso sequencial
sv seriellt minne

521-11-13

mémoire adressable par le contenu, f
mémoire associative, f

mémoire qui délivre I'ensemble des données d’une zone de stockage lorsqu'il y a correspon-
dance entre une partie de ces données et les données présentées a I'entrée de la mémoire

content addressable memory
associative memory

memory that responds with all the data in a storage zone if a portion of that data matches
the data input of the memory

cn IRNAEVIFIFHERE KRB R B

de inhaltsadressierbarer Speicher, m; Assoziativspeicher, m; CAM (Abklrzung)
es memoria direccionable por el contenido; memoria asociativa

ja HERBRAEY ; TIVZAT AT AEY

pl pamie¢ skojarzeniowa

pt memoria enderegavel pelo conteliido; memoria associativa

sv associativt minne

521-11-14
dispositif a transfert de charge, m

dispositif a semiconducteurs dont le fonctionnement dépend du déplacement effectif de
paquets discrets de charges électriques a la surface ou dans le volume du semiconducteur,
ou entre les interconnexions a la surface du semiconducteur

charge-transfer device

semiconductor device in which the operation depends on the effective movement of discrete
packets of electric charge along or beneath the semiconductor surface, or through the inter-
connections on the semiconductor surface

cn HLfFEE R B4

de Ladungsverschiebeschaltung, f; CTD (Abkirzung)
es dispositivo de transferencia de carga

ja  BAERET A R

pl przyrzad z przenoszeniem tadunku

pt dispositivo de transferéncia de carga

sv laddningsoverforande krets
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521-11-15
dispositif en chapelet, m

dispositif a transfert de charge qui emmagasine des charges électriques dans des régions
discrétes d'un semiconducteur et qui les transfére comme des paquets par l'intermédiaire
d'une série de dispositifs de commutation qui interconnectent ces régions

bucket-brigade device

charge-transfer device that stores electric charge in discrete regions in a semiconductor and
transfers this charge as a packet through a series of switching devices that interconnect these
regions

cn  FLEER/M

de Eimerkettenschaltung, f; BBD (Abkiirzung)
es dispositivo en serie

ja Ry FTUF—RFFNRLR

pl  przyrzad tancuchowy; BBD (akronim)

pt dispositivo em colar

sv paketoverforande krets

521-11-16
dispositif a couplage de charge, m

dispositif a transfert de charge qui stocke des charges électriques dans des puits de potentiel
et transfére la quasi-totalité de ces charges électriques comme des paquets par déplacement
des puits de potentiel

charge-coupled device
CCD (abbreviation)

charge-transfer device that stores electric charge in potential wells and transfers this electric
charge almost completely as a packet by moving the potential wells

cn HEMEREMSF; CCDC 45T )

de ladungsgekoppelte Schaltung, f; CCD (Abklirzung)

es dispositivo de acoplamiento de carga

ja BR#HEAET AR ;CCD

pl przyrzad ze sprzezeniem tadunkowym; CCD (akronim)
pt dispositivo de acoplamento de carga; CCD (abreviatura)
sv laddningskopplad krets; CCD

521-11-17
capteur d'image a transfert de charge, m

dispositif a transfert de charge dans lequel une image est convertie en paquets de charges
électriques qui peuvent étre transférés et qui constituent une représentation électrique de
I'image

charge-transfer image sensor

charge-transfer device in which an image is converted into packets of electric charge that can
be transferred as the electrical representation of the image

cn HBMEHRBEGIERE

de Ladungsverschiebe-Bildabtaster, m

es sensor de imagen de transferencia de carga
ja BREXRAA-—VEUY

pl analizator obrazu z przenoszeniem tadunku
pt sensor de imagem por transferéncia de carga
sv laddningséverférande bildsensor
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521-11-18
circuit intégré spécifique, m

circuit intégré congu pour des applications spécifiques

application specific integrated circuit
ASIC (abbreviation)

integrated circuit designed for specific applications

cn ELTHAERHEE; ASIC( 45 )

de ASIC-Schaltung, f; ASIC (Abklrzung)

es circuito integrado de aplicacion especifica

ja  ®EHA®EMITIC ; ASIC

pl uktad scalony specjalizowany; uklad scalony na zaméwienie; ASIC (akronim)
pt circuito integrado de aplicagao especifica; ASIC (abreviatura)

sv applikationsspecifik krets; ASIC

521-11-19
circuit intégré semi-personnalisé, m

circuit intégré composé de circuits, cellules et macrocellules congus préalablement et que I'on
peut utiliser dans un procédé automatisé d'implantation de puces pour réaliser un circuit
destiné a une application spécifique

semicustom integrated circuit

integrated circuit consisting of pre-designed circuits, cells and macro cells that can be used
in an automated chip-layout process to produce a circuit for a specific application

cn 2 i 5 R B

de integrierte Kundenschaltung mit Standardelementen, f
es circuito integrado semipersonalizado

ja EBIXIRZAIC

pl uktad scalony projektowany z udziatem uzytkownika
pt circuito integrado semipersonalizado

sv utgangsamne for ASIC

521-11-20
circuit intégré prédiffusé, m

circuit intégré contenant un assemblage déterminé d'éléments de circuit utilisés pour former
des macrocellules et des macrofonctions qui sont, ou peuvent étre, interconnectés pour
réaliser une fonction logique

gate array

integrated circuit containing a fixed topology of circuit elements used to form macro cells and
macro functions that are or may be, interconnected to implement a logic function

cn  [TEEF)

de Gatterfeld, n

es matriz de puerta

ja F—=brT7VvA

pl uktad matrycowy; matryca bramek
pt circuito integrado pré-difundido
sv grindmatris
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521-11-21

cellule (dans un semiconducteur), f

assemblage préalablement congu d'éléments de circuit dont le schéma et les bornes
d'interconnexion sont prévus pour réaliser une fonction dans un circuit intégré

cell (in a semiconductor)

predesigned combination of circuit elements with specific layout and interconnection terminals
that implements a function in an integrated circuit

cn  BIp (CESE)

de Zelle (in einem Halbleiter), f

es célula

ja &N

pl komoérka (uktadu scalonego)
pt célula

sv funktionscell

521-11-22
macrocellule, f

ensemble de cellules interconnectées de maniéere spécifique

macro cell

collection of cells with specific interconnections

cn EKHIT

de Makrozelle, f

es macrocélula

ja ~=Z7Zuk&n

pl makrokomoérka

pt macrocélula macrocélula
sv  makrocell
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abrupte

jonction abrupte, f.........cccoiiiiiiiii
accepteur

accepteur, M......cccovvveveeeiiiiiee e

énergie d'ionisation d'un accepteur, f...

niveau accepteur, M .........cccceecveeennnnee
acceés

mémoire a acces direct, f.....................

mémoire a accés séquentiel, f............
accrochage

courant d’'accrochage, m .....................
accumulation

accumulation de porteurs de charge

(dans un semiconducteur), f .............

activation

énergie d'activation des impuretés, f ...
adressable

mémoire adressable par le contenu, f..
afficheur

afficheur optoélectronique, m ..............
alliage

jonction par alliage, f.......ccccceveeeiienis

procédé par alliage, M .......ccccccvvveennnnee.
amorgage

courant d'amorgage

par la gachette, m...............cccccc

courant de non-amorgage
par la gachette, m..........cccccvvveeen.
tension d’amorgage par la gachette, f..
tension de non-amorgage
par la gachette, f..........ccoeenniennn.
angle
anglede Hall, m.......ccccooiiiiinnnn,
anode
caractéristique d’anode, f.....................
caractéristique (courant-tension)
d’anode-cathode, f...........ccoovvveeeeins
apparente
résistance apparente directe, f ............
résistance apparente
alétat passant, f.......cccccoeiiiiiiiin.
appauvrissement

couche d’appauvrissement
(d’'un semiconducteur), f...................

fonctionnement en mode
d'appauvrissement, M..........ccccocoeee.
transistor a effet de champ
a appauvrissement, M..........cccceeeueee.
associative
mémoire associative, f.........................
asymétrique
thyristor asymétrique, m ......................
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INDEX
atome
atome de Bohr, m......ccooeevvvivvieeennnnnn, 521-01-06
521-02-73 avalanche
claquage par avalanche
521-02-39 (d'une jonction PN), m ...................... 521-05-07
521-02-44 diode de redressement a avalanche, f. 521-04-20
521-02-41 photodiode a avalanche, f................... 521-04-44
tension d'avalanche, f.......................... 521-05-08
521-11-08
521-11-12 B
bande
521-08-11 bande de Bloch, f.......ccccooevvviiieeiinnnnn. 521-02-25
bande de conduction, f........................ 521-02-22
bande d'énergie (1), f.......ccccvveeeeeeennnnn. 521-02-25
521-02-62 bande d'énergie
(dans un semiconducteur) (2), f........ 521-02-26
521-02-05 bande d'gxcﬂahon, Fo 521-02-28
bande d'impureté, f..........ccccoiie 521-02-37
521-11-13 bande |nterd|te,f ................ e 521-02-30
bande partiellement occupée, f............ 521-02-27
501-04-36 bande permise, f.......ccccooiiiiiiiiie 521-02-29
el bande pleine, f......cccooeovveveeeeeeeeen, 521-02-32
bande de surface, f........ccccevvvvvveeeeeen. 521-02-34
521-02-75 bande de valence, f..........cccccoeeuennnne. 521-02-23
521-03-07 bande Vide, f........ooovvvveveeeeeereerseereenee 521-02-33
barriére
521-08-14 barr!?re de potent!el (1), Foe 521-02-69
barriére de potentiel
(d’'une jonction PN) (2), f...uvvveveeeennnnn. 521-02-70
521-08-17 L
521-08-15 barriére de Schottky, f.............c.c..... 521-02-71
base
521-08-16 base, R 521-07-03
base commune, f......cccccooevviiiiieiinnnnn. 521-07-13
521-09-03 base commune inverse, f.................. 521-07-16
bidirectionnel
521-08-06 thyristor diode bidirectionnel, m........... 521-04-66
thyristor triode bidirectionnel, m........... 521-04-67
521-08-06 transistor bidirectionnel, m................... 521-04-49
bipolaire
521-06-05 transistor bipolaire a jonctions, m........ 521-04-47
bloc
521-08-13 bloc de redressement
(a semiconducteurs), m .................... 521-04-21
blocable
521-02-82 thyristor blocable, M .........c.cccocveuvne.ne. 521-04-68
blocage
521-07-10 tension de blocage (d’un transistor a
effet de champ a déplétion), f........... 521-07-23
521-04-58
Bloch
bande de Bloch, f.......ccccooevvviiiieeinnnnn, 521-02-25
521-11-13 .
bloqué
état bloqué, M........ccoceveeiiieieiee, 521-08-08
521-04-71 état bloqué en inverse
(d’un thyristor bloqué en inverse), m. 521-08-09
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thyristor diode bloqué en inverse, m.... 521-04-62
thyristor triode bloqué en inverse, m.... 521-04-63
vitesse critique de croissance

de la tension a I'état bloqué, f........... 521-08-18
Bohr
atome de Bohr, m........coovveeeeiiiiiiinnnnnnn. 521-01-06
boitier
bottier, M., 521-05-31
Boltzmann
loi de distribution des vitesses
de Maxwell-Boltzmann, f................... 521-01-05
relation de Boltzmann, f...................... 521-01-04
statistique de Maxwell-Boltzmann, f..... 521-01-03
borne
borne (d'un dispositif
a semiconducteurs), f...........ccccuvveee. 521-05-02
borne de commande
(d'ungénérateur de Hall), f ................ 521-09-07
borne maitresse, f.........cccvvvvveeeiiieninnn. 521-08-03
bornes Hall, f, pl........ooooiiis 521-09-06
boucle

surface effective d'inductance de la
boucle du courant de commande, f... 521-09-09

surface effective d'induction

de la boucle de sortie, f..........ovuuenee.n. 521-09-08
C
canal
canal (d’un transistor a effet
de champ), M.......cooeieiiee 521-07-06
transistor a effet de champ
acanalN, Moo 521-04-56
transistor a effet de champ
acanal P, m ..., 521-04-57
capacité
capacité thermique, f........ccccceevinens 521-05-16
diode a capacité variable, f.................. 521-04-07
capteur
capteur d'image a transfert
decharge, M......cccooociieeiiicie 521-11-17
caractéristique
caractéristique d’anode, f.................... 521-08-06
caractéristique (courant-tension)
d’anode-cathode, f..........ccoovvvvnneee. 521-08-06
caractéristique (courant-tension)
principale, f......c.cooeeiii 521-08-05
courbe caractéristique
d'une magnétorésistance, f............... 521-09-17
cathode
caractéristique (courant-tension)
d’anode-cathode, f...........cooovvveeeeinn 521-08-06
célibataire
électron célibataire, m..........cccoeeceeeenns 521-01-18
cellule
cellule (dans un semiconducteur), f..... 521-11-21
cellule a effet photovoltaique, f............ 521-04-34
cellule-mémoire, f.......cooovvveeiiiiiiiiinnen. 521-11-04

cellule photoconductrice, f................... 521-04-33

centre
centre de recombinaison, m ................ 521-02-64
champ
champ électrique interne, m ................ 521-02-81
champ induit
(d'un générateur de Hall), m ............. 521-09-10

tension résiduelle
pour un champ magnétique nul

(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-15
transistor a effet de champ, m ............. 521-04-52
transistor a effet de champ

a appauvrissement, m ...........cccoceee. 521-04-58
transistor a effet de champ

acanal N, M., 521-04-56
transistor a effet de champ

acanalP, Mmoo 521-04-57
transistor a effet de champ

adéplétion, m......cccocvveeeeeiiiiiiiiee. 521-04-58
transistor a effet de champ

a enrichissement, M..........cccvvveeee.ns 521-04-59
transistor a effet de champ

agrilleisolé, M......ccooveviieiiiiiiiee. 521-04-54
transistor a effet de champ a jonction

degrille, M. 521-04-53
transistor a effet de champ

métal-oxyde-semiconducteurs, m..... 521-04-55
transistor a effet de champ

métal-semiconducteur, m.................. 521-04-60

chapelet

dispositif en chapelet, m...................... 521-11-15
charge

accumulation de porteurs de charge

(dans un semiconducteur), f............. 521-02-62
capteur d'image a transfert

decharge, M.......ccocvveieeeeeeeciee. 521-11-17
charge récupérée

(d’'une diode ou d’'un thyristor), f ....... 521-05-18
dispositif a couplage de charge, m ...... 521-11-16
dispositif a transfert de charge, m........ 521-11-14
porteur (de charge)

(dans un semiconducteur), m ........... 521-02-51
région de charge d’espace, f............... 521-02-79
région de charge spatiale

(d’'une jonction PN), f.......ccccernineenn. 521-02-80

circuit
circuit équivalent, M............occcevieene.n. 521-05-35
circuitintégré, m ... 521-10-03
circuit intégré a couches, m................. 521-10-06
circuit intégré multipuce, m.................. 521-10-10
circuit intégré prédiffusé, m.................. 521-11-20
circuit intégré semi-personnalisé, m.... 521-11-19
circuit intégré a semiconducteurs, m... 521-10-05
circuit intégré spécifique, m ................. 521-11-18
élément de circuit parasite, m.............. 521-05-36
mémoire a circuit intégré, f................. 521-11-05
paramétre de circuit, m........................ 521-05-34

rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie
en court-Circuit, M ......ccoceeeeeveiiieeeees 521-07-19
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claquage
claquage (d'une jonction PN polarisée
€N INVErse), M.....ccoocvreieeeeee e

claquage par avalanche
(d'une jonction PN), m .........cccccee.

claquage par effet thermique
(d’'une jonction PN), m ......cccceeeeennn.

claquage par effet Zener
(d'une jonction PN), m ........ccceeeeeenn.

coefficient

coefficientde Hall, m ..............cooooenen.

coefficient de magnétorésistance, m ...
collecteur

collecteur, M ......ooveeeieiieeeieeeee e,

collecteur commun, M.........ccccccevunveennn.

collecteur commun inverse, m.............

jonction collecteur, f........ccccoevveeiiinis
commande

borne de commande
(d'un générateur de Hall), f...............

courant de commande
(d'un générateur de Hall), m .............

sensibilité au courant de commande
(d'une sonde de Hall), f.....................

surface effective d'inductance de la
boucle du courant de commande, f...

tension de commande induite
(d'un dispositif a effet Hall), f.............

tension résiduelle pour un courant

de commande nul

(d'un dispositif a effet Hall), f.............

commun(e)

base commune, f.......ccooovviiiiiiiiiinnnnn.
base commune inverse, f.....................
collecteur commun, M..........cceeeevunrnnnnn.
collecteur commun inverse, m.............
émetteur commun, M.......ccoeeeeverievnnnnnn.
émetteur commun inverse, m...............

commutation
diode de commutation, f......................
diode de commutation
hyperfréquence, f...........ccocconen.
compensation
compensation au moyen
d'impuretés, f. ..o
compensé
semiconducteur compensé, m.............

composé
semiconducteur composé, m...............

composition
composition stoechiométrique, f...........
concentration

zone de transition de la concentration
des impuretés, f......ccoccveeieiiiiiiinn.

conducteur
conducteur, M.......ccceeeevveeeeiieeee e,
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521-05-06

521-05-07

521-05-11

521-05-09

521-09-02
521-09-18

521-07-05
521-07-14

521-07-17
521-07-02

521-09-07

521-09-11

521-09-13

521-09-09

521-09-16

521-09-14
521-07-13
521-07-16
521-07-14
521-07-17
521-07-15
521-07-18

521-04-13

521-04-14

521-03-06

521-02-11

521-02-03

521-02-46

521-02-67

521-02-16
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conduction
bande de conduction, f........................ 521-02-22
conduction par électrons, f................... 521-02-19
conduction intrinseque, f...................... 521-02-20
conduction ionique, f..........cooociiieee.n. 521-02-21
conduction par trous, f...........cccvveeen... 521-02-18
courant de conduction, m .................... 521-02-15
électron de conduction, m.................... 521-02-14
conductivité
conductivité intrinseque, f................... 521-02-48
conductivité de type N, f ... 521-02-49
conductivité de type P, f...........ccoccee 521-02-50
modulation de la conductivité
(d’un semiconducteur), f................... 521-02-55
connexion
grille de connexion (d'un boftier), f....... 521-05-32
constante
constante de diffusion
(des porteurs de charge), f................ 521-02-61
contenu
mémoire adressable par le contenu, f. 521-11-13
Corbino
disque de Corbino, m .........cccccvveeeeen.n. 521-04-30
couche
couche (d'un circuit intégré
acouches), foiiiieiieeeeee 521-10-07
couche d’appauvrissement
(d’'un semiconducteur), f..........c........ 521-02-82
couche de déplétion, f...........ccvvveeee.. 521-02-82
couche épaisse
(d'un circuit intégré a couches), f...... 521-10-09
couche mince (d'un circuit intégré
acouches), foiiiiiiiee e, 521-10-08
circuit intégré a couches, m................ 521-10-06
couplage
dispositif & couplage de charge, m ...... 521-11-16
coupure
fréquence de coupure, f.......ccccveveenee 521-05-20
fréquence de coupure résistive, f......... 521-06-04
courant
caractéristique (courant-tension)
d’anode-cathode, f........ccccoevvvvvnnnnnin. 521-08-06
caractéristique (courant-tension)
principale, f......ccoovieeiieiiee 521-08-05
courant d’accrochage, m ..................... 521-08-11
courant d’'amorcage
par la gachette, m..........cccooeeeeeee. 521-08-14
courant de non-amorgage
par la gachette, m.............ccocc 521-08-17
courant de commande
(d'un générateur de Hall), m ............. 521-09-11
courant de conduction, m .................... 521-02-15
courant hypostatique, m..................... 521-08-10
courant de maintien, m...........cc..couun.... 521-08-10
courant principal, M .......c.ccccoevvvineeen.n. 521-08-02
diode régulatrice de courant, f............. 521-04-18
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fréquence du rapport de transfert

unité de courant , f......cccccceeeiiiiinnnnnnn. 521-07-22
rapport de transfert direct du courant

en petits signaux, avec sortie

en court-circuit, m ..............oeee 521-07-19
sensibilité au courant de commande
(d'une sonde de Hall), f..........cooveeee. 521-09-13

surface effective d'inductance de la
boucle du courant de commande, f... 521-09-09

tension résiduelle pour un courant
de commande nul

(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-14
valeur statique du rapport de transfert

direct du courant, f...........cceeeevenrnn. 521-07-20
vitesse critique de croissance

du courant a I'état passant, f............. 521-08-19

courbe

courbe caractéristique

d'une magnétorésistance, f............... 521-09-17

court-circuit

rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie

en court-circuit, M ........cooooovvivveeeeens 521-07-19
cristal
cristal idéal, m...........coovvvveeiiiiiiin. 521-02-45
critique
vitesse critique de croissance
du courant a I'état passant, f............. 521-08-19
vitesse critique de croissance
de la tension a I'état bloque, f........... 521-08-18
croissance
croissance par la méthode
de Czochralski, f.......coeeviiiiiiiieeeees 521-03-01
croissance d’un monocristal
par fusion de zone, f.........cccccceeie. 521-03-02
croissance par tirage
(d’un monocristal), f.......cccccvvvieeeeen. 521-03-01
retard a la croissance, m ..................... 521-05-21
temps de croissance, M.........cccccceuenee. 521-05-22
vitesse critique de croissance
du courant a I'état passant, f............. 521-08-19
vitesse critique de croissance
de la tension a I'état bloqué, f........... 521-08-18
Czochralski
croissance par la méthode
de Czochralski, f ...l 521-03-01
D
décharge
dispositif sensible aux décharges
électrostatiques, M.........c..ccoeeennnnee. 521-05-27
décroissance
retard a la décroissance, m ................. 521-05-23
temps de décroissance, m................... 521-05-24
dégénéré
semiconducteur dégénéré, m .............. 521-02-13
semiconducteur non dégénéré, m ....... 521-02-12
DEL

DEL (abréviation)...........ccoceeieiiinnnnnn. 521-04-39

déplétion
couche de déplétion, f...........ccvveeeen.. 521-02-82
fonctionnement en mode
de déplétion, m......ccoovieeiiiiiee. 521-07-10
transistor a effet de champ
adéplétion, m.......cccoeeeeeeeiiiiiiee. 521-04-58
dépot
dépdt en phase vapeur, m................... 521-03-15
descente
retard a la descente, m.........c..c........... 521-05-23
détectrice
diode détectrice, f....cccoeeeeiiiiiiiieeee, 521-04-11
diac
diac (abréviation) .........c.ccoveiviiiiinnnnn. 521-04-66
diagramme
diagramme énergétique, m.................. 521-01-13
différentielle
région de résistance
différentielle négative, f..................... 521-05-05
diffusion
constante de diffusion
(des porteurs de charge), f................ 521-02-61
diffusion (dans un semiconducteur), f.. 521-02-59
jonction par diffusion, f......................... 521-02-76
largeur de diffusion
(des porteurs minoritaires), f............. 521-02-60
procédé par diffusion, m..................... 521-03-08
diode
diode (a semiconducteurs), f ............... 521-04-03
diode a capacité variable, f................. 521-04-07
diode de commutation, f...................... 521-04-13
diode de commutation
hyperfréquence, f.......cccccoeciiiiineen. 521-04-14
diode détectrice, f.....ccocoeviviiiiiieeie, 521-04-11
diode électroluminescente, f................ 521-04-39
diode infrarouge, f......ccccccoeiiiiiinnn. 521-04-40
diode laser, f......ccccceeeeiiiiiiieeeeeeeee, 521-04-37
diode de limitation hyperfréquence, f... 521-04-15
diode mélangeuse, f..........cceccvveeeen... 521-04-08
diode modulatrice, f.........ccovvvvveeeeennen. 521-04-10
diode pour multiplication
de fréquence, f.......ccooveveeeiiiiiciiiiee. 521-04-09
diode de redressement
(a semiconducteurs), f.........cccocveenne 521-04-19
diode de redressement a avalanche, f. 521-04-20
diode régulatrice de courant, f............. 521-04-18
diode régulatrice de tension, f.............. 521-04-17
diode a retour rapide, f 521-04-12
diode de signal, f.......cceeveeiiiiiiiene, 521-04-04
diode de tension de référence, f.......... 521-04-16
diode tunnel, f......ccccooeeeeiiiiiiee, 521-04-05
diode unitunnel, f........ccooovveiiiiiiiriiies 521-04-06
module a diode laser, m ...................... 521-04-38
thyristor diode bidirectionnel, m........... 521-04-66

thyristor diode bloqué en inverse, m.... 521-04-62
thyristor diode passant en inverse, m.. 521-04-64
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Dirac
fonction de Fermi-Dirac, f.........c..........

loi de distribution des vitesses
de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f...........

statistique de Fermi-Dirac, f.................
direct(e)
mémoire a acces direct, f.....................

rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie
en court-Circuit, M ........cccccoevvininnenn.

résistance apparente directe, f ............
sens direct (d’'une jonction PN), m.......
temps de recouvrement direct, m ........
valeur statique du rapport
de transfert direct du courant, f.........
discret
dispositif discret
(a semiconducteurs), m ....................
dispositif
dispositif en chapelet, m......................
dispositif a couplage de charge, m ......
dispositif discret
(a semiconducteurs), m ....................
dispositif a effet Hall, m.......................
dispositif optoélectronique, m ..............

dispositif photosensible
(a semiconducteurs), m ...........c........

dispositif a semiconducteurs, m...........

dispositif sensible aux décharges
électrostatiques, m.........c..ccoeiiee.

dispositif a transfert de charge, m........
disque

disque de Corbino, m.........cccceeevennnne
distribution

loi de distribution des vitesses
de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f...........

loi de distribution des vitesses
de Maxwell-Boltzmann, f..................
donneur
donneur, M ......ccceeeeeeiiiiiieeeeeeeee.
énergie d'ionisation d'un donneur, f.....
niveau donneur, M............ccvvveeeeeeeeennn.
dopage
dopage (d’un semiconducteur), m .......
drain
drain (d’un transistor a effet
de champ), M.,
durée
durée de vie dans le matériau
(des porteurs minoritaires), f.............
dynamique
mémoire vive dynamique, f..................
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521-01-16

521-01-19
521-01-15

521-11-08

521-07-19
521-06-05
521-05-03
521-05-25

521-07-20

521-04-02

521-11-15
521-11-16

521-04-02
521-04-24
521-04-31

521-04-41
521-04-01

521-05-27
521-11-14

521-04-30

521-01-19
521-01-05
521-02-38
521-02-43
521-02-40

521-03-05

521-07-08

521-02-57

521-11-10
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écart
écart énergétique, M.........coooiiiieeee.n.
effective

surface effective d'inductance de la
boucle du courant de commande, f...

surface effective d'induction
de la boucle de sortie, f.....................
effet
cellule a effet photovoltaique, f............

claquage par effet thermique
(d’'une jonction PN), m.........cceeennn.

claquage par effet Zener
(d'une jonction PN), m .......ccccccoeeene

dispositif a effet Hall, m.......................
effet Hall, m ...
effet magnétorésistant, m...................
effet photoconductif, m.......................
effet photoélectrique, m.......................
effet photoélectromagnétique, m .........
effet photovoltaique, m........................
effet piézorésistant, m .........................
effet tensorésistant, m..........ccccc.ooeee.

effet tunnel
(dans une jonction PN), m................

magnétometre a effet Hall, m ..............
modulateur a effet Hall, m....................
transistor a effet de champ, m.............

transistor a effet de champ
a appauvrissement, m ...........cccoceee..

transistor a effet de champ
acanal N, M.,

transistor a effet de champ
acanal P, M.

transistor a effet de champ
adéplétion, m......ccooeeeiiiiii.

transistor a effet de champ
a enrichissement, M.........ccceeeevunnnne.

transistor a effet de champ
agrilleisolé, M......ccooveveeeiiiiiiiee.

transistor a effet de champ a jonction
degrille, M ..o

transistor a effet de champ
métal-oxyde-semiconducteurs, m.....

transistor a effet de champ
métal-semiconducteur, m..................
électrique
champ électrique interne, m ................
électrode
électrode (d’un dispositif
a semiconducteurs), f..........cccceeeee.n.
électroluminescente
diode électroluminescente, f................
électron
électron célibataire, m .........................
électron de conduction, m....................
conduction par électrons, f...................

521-02-24

521-09-09

521-09-08

521-04-34

521-05-11

521-05-09
521-04-24
521-09-01
521-02-84
521-01-22
521-01-20
521-01-23
521-01-21
521-02-85
521-02-85
521-02-83
521-04-28
521-04-25
521-04-52
521-04-58
521-04-56
521-04-57
521-04-58
521-04-59
521-04-54
521-04-53
521-04-55

521-04-60

521-02-81

521-05-01

521-04-39

521-01-18

521-02-14
521-02-19
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électrostatique
dispositif sensible aux décharges
électrostatiques, M............ccceeennineeen. 521-05-27
élément
élément de circuit parasite, m.............. 521-05-36
élémentaire
semiconducteur élémentaire, m........... 521-02-02
émetteur
émetteur, M .....cccceeeeeeiieee e 521-07-04
émetteur commun, M.......ccceeeeverievnnnnn. 521-07-15
émetteur commun inverse, m .............. 521-07-18
jonction émetteur, f............ 521-07-01
énergétique
diagramme énergétique, m.................. 521-01-13
écart énergétique, M........cccceeeeeeeeennns 521-02-24
énergie
bande d'énergie (1), f....ccccoeeeriiiiiinee. 521-02-25
bande d'énergie
(dans un semiconducteur) (2), f........ 521-02-26
énergie d'activation des impuretés, f... 521-02-05
énergie d'ionisation d'un accepteur, f... 521-02-44
énergie d'ionisation d'un donneur, f..... 521-02-43
niveau d'énergie, m .........ccccoeeeeiuinneenn. 521-01-12
enrichissement
fonctionnement en mode
d’enrichissement, M...........ccccceeeeeee 521-07-11
transistor a effet de champ
a enrichissement, M.........cccccoeevueenen. 521-04-59
épaisse
couche épaisse (d'un circuit intégré
acouches), fo.i 521-10-09
épitaxie
épitaxie, f....ccooeeiiie e 521-03-12
équivalent(e)
circuit équivalent, m.............cccceeeeiis 521-05-35

température équivalente interne
(d’un dispositif a semiconducteurs), f 521-05-14

température virtuelle (équivalente)

de jonction, f.......occociiiiieiie e 521-05-15
espace
région de charge d’espace, f ............... 521-02-79
état
état bloqué, m......ccccooeiiiiii 521-08-08

état bloqué en inverse
(d’un thyristor bloqué en inverse), m. 521-08-09

état passant, M..........cccoeevieieeeeinins 521-08-07
état de verrouillage, m..................... 521-10-11
résistance apparente
alétat passant, f.......ccccoeeeeeiiiinnnnnn. 521-08-13
vitesse critique de croissance
du courant a I'état passant, f............. 521-08-19
vitesse critique de croissance
de la tension a I'état bloque, f........... 521-08-18
exces
porteur en exces, M ......ccccceeeeeeeiueeneenn. 521-02-54
excitation
bande d'excitation, f...........cccccceeeeee. 521-02-28

exclusion
principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m  521-01-14
extrinséque
semiconducteur extrinséque, m........... 521-02-08
F
Fermi
fonction de Fermi-Dirac, f .................... 521-01-16
loi de distribution des vitesses
de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f........... 521-01-19
niveau de Fermi, M..........cccccoveeeeeeeeenn. 521-01-17
principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m  521-01-14
statistique de Fermi, f.............ccccceee. 521-01-15
statistique de Fermi-Dirac, f................. 521-01-15
flottante
tension flottante, f..........cccccoeeeiiiiinnnnnn. 521-05-17
fonction
fonction de Fermi-Dirac, f .................... 521-01-16
fonctionnement
fonctionnement en mode
d'appauvrissement, m....................... 521-07-10
fonctionnement en mode
de déplétion, m......ccoooieeiiiiieee. 521-07-10
fonctionnement en mode
d’enrichissement, M.l 521-07-11
sens inverse de fonctionnement, m..... 521-07-12
fréquence
diode pour multiplication
de fréquence, f.......ccooiiiiiiiii 521-04-09
fréquence de coupure, f...........cceenns 521-05-20
fréquence de coupure résistive, f......... 521-06-04
fréquence du rapport de transfert
unité de courant , f........ccccceeeeieiinnnn. 521-07-22
fréquence de transition , f.................... 521-07-21
fréquence unité, f.........cccovveeeiiiiiiiinns 521-07-22
fusion
croissance d’un monocristal
par fusion de zone, f.......cccceeeeeenne. 521-03-02
G
gachette
courant d’'amorgage
par la gachette, m.........ccccoceeieene 521-08-14
courant de non-amorgage
par la gachette, m.........ccccoeeeee. 521-08-17
gachette, f... 521-08-01

tension d’amorgage par la gachette, f.. 521-08-15
tension de non-amorgage

par la gachette, f........cccooovciiiiienne 521-08-16
générateur
générateurde Hall, m................cccoo. 521-04-26
grille
grille (d’un transistor
a effet de champ), f......cccccoviiiinnin. 521-07-09
grille de connexion (d'un bottier), f....... 521-05-32
transistor a effet de champ
agrilleisolé, m......cccooiiiiiiiiiie. 521-04-54

transistor a effet de champ
ajonction de grille, m..........cccvveee. 521-04-53
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H
Hall
anglede Hall, m...........ooooiiiis 521-09-03
bornes Hall, f, pl........cccoovieviieeiiiine. 521-09-06
coefficientde Hall, m ........................... 521-09-02
dispositif a effet Hall, m........................ 521-04-24
effet Hall, m ......ooveeeiiiie 521-09-01
générateurde Hall, m .......................... 521-04-26
magnétomeétre a effet Hall, m .............. 521-04-28
mobilité de Hall, f..........cooovvvviiiiiiiiiinns 521-09-04
modulateur a effet Hall, m.................... 521-04-25
multiplicateur de Hall, m ...................... 521-04-27
sondede Hall, fo.......ooovviviieiiiiiiin. 521-04-28
tensionde Hall, f........ooovvviiiiiiiiinnnn. 521-09-05
hyperfréquence
diode de commutation
hyperfréquence, f...........ccocconen. 521-04-14
diode de limitation hyperfréquence, f... 521-04-15
hypostatique
courant hypostatique, m ...................... 521-08-10
|
idéal
cristal idéal, m..........coooovvieeiiiiiin. 521-02-45
image
capteur d'image a transfert
de charge, M......ccoooiiiiiii 521-11-17
imperfection
imperfection (d’un réseau cristallin), f.. 521-02-47
implantation
implantation ionique, f...........cccceeenne. 521-03-14
impureté
bande d'impureté, f.............ccoe 521-02-37
compensation au moyen
d'impuretés, ... 521-03-06
énergie d'activation des impuretés, f... 521-02-05
impureté, f......ccccoeeeeeii 521-02-04
niveau d'impureté, m ... 521-02-36
zone de transition de
la concentration des impuretés, f...... 521-02-67
inductance
surface effective d'inductance de la
boucle du courant de commande, f... 521-09-09
induction
surface effective d'induction
de la boucle de sortie, f..........ovueenee... 521-09-08
induit(e)
champ induit
(d'un générateur de Hall), m ............. 521-09-10
tension de commande induite
(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-16
infrarouge
diode infrarouge, ..., 521-04-40
intégré
circuitintégré, m ... 521-10-03
circuit intégré a couches, m................. 521-10-06

circuit intégré multipuce, m................. 521-10-10
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circuit intégré prédiffusé, m.................

circuit intégré semi-personnalisé, m ....

circuit intégré a semiconducteurs, m ...

circuit intégré spécifique, m .................

mémoire a circuit intégré, f..................
interdite

bande interdite, f........c...coeviiiineen.
interne

champ électrique interne, m ................

nombre quantique interne, m...............

température équivalente interne (d’un

dispositif a semiconducteurs), f.........

intrinséque

conduction intrinséque, f......................

conductivité intrinseque, f....................

semiconducteur intrinséque, m............
inverse

base commune inverse, f...........c.ccc.....

collecteur commun inverse, m.............

émetteur commun inverse, m..............

état bloqué en inverse (d’un thyristor
bloqué en inverse), m......c..ccccceeennn.

sens inverse (d'une jonction PN), m....

sens inverse de fonctionnement, m.....

temps de récupération inverse, m .......

thyristor diode bloqué en inverse, m....

thyristor diode passant en inverse, m..

thyristor triode bloqué en inverse, m....

thyristor triode passant en inverse, m..
ionique

conduction ionique, f....................L

implantation ionique, f.........................

semiconducteur ionique, m.................
ionisation

énergie d'ionisation d'un accepteur, f ..

énergie d'ionisation d'un donneur, f.....
isohypse

point isohypse

(d’'une diode tunnel), m.....................

isolant

isolant, M ......ocooiiiie s
isolé

transistor a effet de champ

agrilleisolé, M.,

jonction
jonction, fo...
jonction abrupte, f......ccccocoeeiiiiiie.
jonction par alliage, f...........ooocieeen.
jonction collecteur, f.........c.coooiieen.
jonction par diffusion, f................c........
jonction émetteur, f........c.cccoiiiii.
jonction PN, ..o,
jonction progressive, f.........ccocccoeeen.
jonction par tirage, f.......c..cccoevivinnne...

521-11-20
521-11-19
521-10-05
521-11-18
521-11-05

521-02-30

521-02-81
521-01-11

521-05-14

521-02-20
521-02-48
521-02-07

521-07-16
521-07-17
521-07-18

521-08-09
521-05-04
521-07-12
521-05-26
521-04-62
521-04-64
521-04-63
521-04-65

521-02-21
521-03-14
521-02-06

521-02-44
521-02-43

521-06-03

521-02-31

521-04-54

521-02-72
521-02-73
521-02-75
521-07-02
521-02-76
521-07-01
521-02-78
521-02-74
521-02-77
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température virtuelle (équivalente)
de jonction, f ..o

transistor a effet de champ
a jonction de grille, m...........cccoveee.

transistor bipolaire a jonctions, m ........

L

largeur

largeur de diffusion

(des porteurs minoritaires), f.............

laser

diode laser, f.....ccooeveeiiiiieieeeeeeeeee,

module a diode laser,m ......................
limitation

diode de limitation hyperfréquence, f...
limite

limite PN, oo
local

niveau local, M......coooueeiiiiiiiiiieiiieee,
logique

matrice logique programmable, f.........

réseau logique programmable, m........

loi
loi de distribution des vitesses
de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f...........

loi de distribution des vitesses
de Maxwell-Boltzmann, f...................

macrocellule
macrocellule, f.......ooooeiiiiiiiiiiiieie,
magnétique
sensibilité magnétique
(d'une sonde de Hall), f.....................
tension résiduelle pour un champ
magnétique nul
(d'un dispositif a effet Hall), f.............
magnétomeétre
magnétometre a effet Hall, m .............

magnétorésistance
coefficient de magnétorésistance, m ...

courbe caractéristique
d'une magnétorésistance, f...............

magnétorésistance, f..............ccccceee

rapport de magnétorésistance, m........

sensibilité de magnétorésistance, f......
magnétorésistant

effet magnétorésistant, m....................
maintien

courant de maintien, m........................
maitresse

borne maitresse, f.........ccovvvveeeiiiininnn.
majoritaire

porteur majoritaire (dans une région

semiconductrice), M.............cccvvveen..

matériau

durée de vie dans le matériau
(des porteurs minoritaires), f.............
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521-05-15

521-04-53
521-04-47

521-02-60

521-04-37
521-04-38

521-04-15

521-02-65

521-02-35

521-11-02
521-11-01

521-01-19

521-01-05

521-11-22

521-09-12

521-09-15

521-04-28

521-09-18

521-09-17
521-04-29
521-09-19
521-09-20
521-02-84
521-08-10

521-08-03

521-02-52

521-02-57

matrice
matrice logique programmable, f......... 521-11-02
matrice prédiffusée programmable, f... 521-11-03
Maxwell
loi de distribution des vitesses
de Maxwell-Boltzmann, f................... 521-01-05
statistique de Maxwell-Boltzmann, f.... 521-01-03
mélangeuse
diode mélangeuse, f...........cccccuvveneen... 521-04-08
mémoire
cellule-mémoire, f........ooooevveiiiiiiiiie, 521-11-04
mémoire a acces direct, f..................... 521-11-08
mémoire a accés séquentiel, f............. 521-11-12
mémoire adressable par le contenu, f.  521-11-13
mémoire associative, f..........ccccceeeee. 521-11-13
mémoire a circuit intégré, f.................. 521-11-05
meémoire morte f.......ccoeeeveeeeieeeeenennnnnn. 521-11-06
meémoire vive, f.......cccceeeeiiiiiiieeeeeeee 521-11-07
mémoire vive dynamique, f................. 521-11-10
mémoire vive statique, f....................... 521-11-09
mémoire volatile, f............oooveeeeirnn. 521-11-11
mesa
procédé mesa, M......ccccccevevuvveeeeeeeeennns 521-03-11
métal
transistor a effet de champ
métal-oxyde-semiconducteurs, m..... 521-04-55
transistor a effet de champ
métal-semiconducteur, m.................. 521-04-60
méthode
croissance par la méthode
de Czochralski, f........ceeviiiiiiienees 521-03-01
microalliage
procédé par microalliage, m ................ 521-03-10
microassemblage
microassemblage, M .........ccccceveeeeenn. 521-10-04
microélectronique
microélectronique, f.........cccooveeveeeennn. 521-10-01
microstructure
microstructure, f.......ccccoeeviiiiiiiieeeni, 521-10-02
mince
couche mince
(d'un circuit intégré a couches), f...... 521-10-08
minoritaire
porteur minoritaire (dans une région
semiconductrice), M..........cccccvveeeeen.n. 521-02-53
mobilité
mobilité (d'un porteur de charge), f...... 521-02-58
mobilité de Hall, f.......cccoeeeveeeeeeeenennnnnn. 521-09-04
mode
fonctionnement en mode
d'appauvrissement, M............ceeeenn. 521-07-10
fonctionnement en mode
de déplétion, m......ccccevveeiiiiiinnnee.n. 521-07-10
fonctionnement en mode
d’enrichissement, m..............cceeel 521-07-11
modulateur
modulateur a effet Hall, m.................... 521-04-25
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modulation
modulation de la conductivité
(d’'un semiconducteur), f ................... 521-02-55
modulatrice
diode modulatrice, f.......ccccoeeviiiiiiinnnnnn. 521-04-10
module
module a diode laser,m ...................... 521-04-38
monocristal
croissance d’'un monocristal par fusion
de zone, f e 521-03-02
montée
retard a lamontée, m.........cccccceeeee. 521-05-21
temps de montée, m.........cccceeeeiienns 521-05-22
morte
mémoire morte f.........ooevvvvveveveveeieeninnns 521-11-06
moyen
compensation au moyen
d'impuretés, ..., 521-03-06
multiplicateur
multiplicateur de Hall, m ...................... 521-04-27
multiplication
diode pour multiplication
de fréquence, f........ccooiiiiiiii 521-04-09
multipuce
circuit intégré multipuce, m................. 521-10-10
N
N
conductivité de type N, f......cccccinenis 521-02-49
semiconducteur type N, m................... 521-02-09
thyristor N, m ..o 521-04-70
transistor a effet de champ
acanalN, M. 521-04-56
négative
région de résistance différentielle
négative, f........ooocciiiieeeeee 521-05-05
neutre
région neutre, f ... 521-02-68
niveau
niveau accepteur, m ........cccceeeeieeneenn. 521-02-41
niveau donneur, M ..........coceuvveeeeeeeennnn. 521-02-40
niveau d'énergie, M .........ccceeveeiueineenn. 521-01-12
niveau de Fermi, M.........ccccceeeeereeennnnne. 521-01-17
niveau d'impureté, m ..............ccccvveee. 521-02-36
niveau local, M........cccooeveviiiiiieeeeenin, 521-02-35
niveau de surface, M ........ccccceeeeeeeeenne. 521-02-42
nivellement
nivellement par zone, m........ccccceveeee. 521-03-04
nombre
nombre quantique (d'un électron
dans un atome donné), m................. 521-01-07
nombre quantique interne, m............... 521-01-11
nombre quantique orbital, m ................ 521-01-09
nombre quantique principal, m ............ 521-01-08
nombre quantique secondaire, m ........ 521-01-09

(nombre quantique de) spin, m........... 521-01-10
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nul

tension résiduelle pour un champ
magnétique nul
(d'un dispositif a effet Hall), f.............

tension résiduelle pour un courant
de commande nul
(d'un dispositif a effet Hall), f.............

(0]

occupée

bande partiellement occupée, f............
optocoupleur

optocoupleur, M........cccoevvveviiiiiiiieieeeees
optoélectronique

afficheur optoélectronique, m ..............

dispositif optoélectronique, m ..............
orbital

nombre quantique orbital, m................
oxyde

transistor a effet de champ
métal-oxyde-semiconducteurs, m.....

P

P

conductivité de type P, f...........cooccee

semiconducteur type P, m..................

thyristor P, m ..o

transistor a effet de champ

acanal P, M.

parameétre

paramétre de circuit, m........................
parasite

élément de circuit parasite, m..............
partiellement

bande partiellement occupée, f............
passant

état passant, m.........ccoooiiiiiiiii.

résistance apparente
alétat passant, f.....ccccceeeiiiiiinnnnnn.

thyristor diode passant en inverse, m ..
thyristor triode passant en inverse, m..
vitesse critique de croissance
du courant a I'état passant, f.............
passivation
passivation de surface, f......................
pastille
pastille, f ...
Pauli
principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m
pénétration
pénétration
(entre deux jonctions PN), f..............
permise
bande permise, f.......cccccovevciiiiiienenn.
personnalisé
circuit intégré semi-personnalisé, m ....

521-09-15

521-09-14

521-02-27

521-04-45

521-04-36
521-04-31

521-01-09

521-04-55

521-02-50
521-02-10
521-04-69

521-04-57

521-05-34

521-05-36

521-02-27

521-08-07

521-08-13
521-04-64
521-04-65

521-08-19

521-03-13

521-05-30

521-01-14

521-05-12

521-02-29

521-11-19

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



60050-521 O IEC:2002

petits
rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie
en court-Circuit, M ........cccccoovvininneen.
phase
dépdt en phase vapeur, m...................
photoconductif
effet photoconductif, m ........................
photoconductrice
cellule photoconductrice, f...................
photocoupleur
photocoupleur, m.........cccccciiiiiiine.
photodiode
photodiode, f......cccoooiiiii
photodiode a avalanche, f....................
photoélectrique
effet photoélectrique, m.......................
récepteur photoélectrique
(2 semiconducteurs), m ....................
photoélectromagnétique
effet photoélectromagnétique, m .........
photoémetteur
photoémetteur, m.........ccccceeeeiiinnnnnn.
photorésistance
photorésistance, f.........ccccceeeeviiinnnnenn.
photosensible
dispositif photosensible
(a semiconducteurs), m ....................
photothyristor
photothyristor, M.,
phototransistor
phototransistor, m............cccccooiiin.
photovoltaique
cellule a effet photovoltaique, f............
effet photovoltaique, m........................
pic
point de pic (d’'une diode tunnel), m.....
piége
PIEGE, M.
piézorésistant
effet piézorésistant, m..........................
planaire
procédé planaire, M.........ccccceeeeeunnnennn.
plaquette
plaquette, f....cccceeevieiii
pleine
bande pleine, f.......ccooeiiiiniiii
PN
jonction PN, f ...
limite PN, f oo,
point
point isohypse
(d’'une diode tunnel), m.....................

point de pic (d’'une diode tunnel), m.....
point de retournement, m.....................

point de vallée
(d’'une diode tunnel), M .........cccoveeee.
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521-07-19

521-03-15

521-01-22

521-04-33

521-04-45

521-04-32
521-04-44

521-01-20

521-04-42

521-01-23

521-04-35

521-04-43

521-04-41

521-04-72

521-04-51

521-04-34
521-01-21

521-06-01

521-02-63

521-02-85

521-03-09

521-05-29

521-02-32

521-02-78
521-02-65

521-06-03
521-06-01
521-08-12

521-06-02

porteur
accumulation de porteurs de charge

(dans un semiconducteur), f............. 521-02-62
porteur (de charge)

(dans un semiconducteur), m ........... 521-02-51
porteur en exCes, M........ccccvvveeveeeeeennns 521-02-54
porteur majoritaire (dans une région

semiconductrice), M........cccccovvvernuneen. 521-02-52

porteur minoritaire (dans une région

semiconductrice), M..........cccccvveeeeen... 521-02-53

potentiel
barriére de potentiel (1), f.......ccocveeeene 521-02-69
barriére de potentiel

(d’'une jonction PN) (2), f...cccccoueeeenn. 521-02-70

prédiffusé

circuit intégré prédiffusé, m.................. 521-11-20
prédiffusée

matrice prédiffusée programmable, f... 521-11-03
principal(e)

caractéristique (courant-tension)
principale, f......coocooiiiiinee 521-08-05
courant principal, M ........ccccoeveiiiinnnnen. 521-08-02
nombre quantique principal, m ............ 521-01-08
tension principale, f..........cocciiiiennns 521-08-04
principe

principe d'exclusion de Pauli-Fermi, m  521-01-14
procédé

procédé par alliage, m........ccccceeeeeenn. 521-03-07

procédé par diffusion, m...................... 521-03-08

Procédé mesa, M......ccceeeeeiiviieeeaaeannns 521-03-11

procédé par microalliage, m ................ 521-03-10

procédeé planaire, M........cccoccveeerineeenne 521-03-09
programmable

matrice logique programmable, f......... 521-11-02

matrice prédiffusée programmable, f... 521-11-03

réseau logique programmable, m........ 521-11-01
progressive

jonction progressive, f.......cccoceviriieeene 521-02-74
puce

PUCE, frriiieeeie e 521-05-30
pulvérisation

pulvérisation sous vide, f.................... 521-03-17
purification

purification par zone, f........ccccceeeeen. 521-03-03

Q

quantifié

systéme non quantifié

(de particules), M..........ccccvvveeeeeennn. 521-01-01
systéme quantifié (de particules), m.... 521-01-02

quantique
nombre quantique (d'un électron

dans un atome donné), m................. 521-01-07
nombre quantique interne, m............... 521-01-11
nombre quantique orbital, m................ 521-01-09
nombre quantique principal, m ............ 521-01-08
nombre quantique secondaire, m ........ 521-01-09
(nombre quantique de) spin, m............ 521-01-10
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R

radiateur

radiateur, m ........ccooeeeeiiiiie e, 521-05-33
rapide

diode a retour rapide, f.........cccccoeiiiis 521-04-12
rapport

fréquence du rapport de transfert

unité de courant , f.......cccoceeeiiiiinnnnnnn. 521-07-22
rapport de magnétorésistance, m........ 521-09-19

rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie

en court-circuit, m ...............oo 521-07-19
valeur statique du rapport
de transfert direct du courant, f......... 521-07-20
récepteur
récepteur photoélectrique
(2 semiconducteurs), m .................... 521-04-42
recombinaison
centre de recombinaison, m ................ 521-02-64
vitesse de recombinaison
ensurface, fo..ooovveieeeeiieeeee 521-02-56
recouvrement
temps de recouvrement direct, m ........ 521-05-25
récupération
temps de récupération inverse, m........ 521-05-26
récupérée
charge récupérée (d’une diode ou
d’un thyristor), f.....ccccooiviiiiii 521-05-18
redressement
bloc de redressement
(a semiconducteurs), m .................... 521-04-21
diode de redressement
(2 semiconducteurs), f.......c..ccocueeen. 521-04-19
diode de redressement a avalanche, f. 521-04-20
référence
diode de tension de référence, f.......... 521-04-16
région
région de charge d’espace, f ............... 521-02-79
région de charge spatiale
(d’'une jonction PN), f....coooviiiiinineeen. 521-02-80
région neutre, f.........occevieiiie i, 521-02-68
région de résistance différentielle
négative, . ... 521-05-05
région de transition, f..............ccccceee. 521-02-66
régulatrice
diode régulatrice de courant, f............. 521-04-18
diode régulatrice de tension, f.............. 521-04-17
relation
relation de Boltzmann, f...................... 521-01-04
réseau
réseau logique programmable, m ........ 521-11-01
résiduelle

tension résiduelle pour un champ

magnétique nul

(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-15
tension résiduelle pour un courant

de commande nul

(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-14
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résistance
région de résistance différentielle
négative, f. ..o 521-05-05
résistance apparente directe, f ............ 521-06-05
résistance apparente
alétat passant, f.....ccocoeeeiieiiinnnenn. 521-08-13
résistance thermique (d’un dispositif
a semiconducteurs), f.............ccccee.. 521-05-13
résistive
fréquence de coupure résistive, f......... 521-06-04
retard
retard a la croissance, m..................... 521-05-21
retard a la décroissance, m ................. 521-05-23
retard a la descente, m.........cc.cc.......... 521-05-23
retard alamontée, m .........cccceeeeee. 521-05-21
retour
diode a retour rapide, f ...........cccoeee.. 521-04-12
retournement
point de retournement, m..................... 521-08-12
S
Schottky
barriére de Schottky, f......................... 521-02-71
secondaire
nombre quantique secondaire, m ........ 521-01-09
semi
circuit intégré semi-personnalisé, m.... 521-11-19
semiconducteur
circuit intégré a semiconducteurs, m... 521-10-05
dispositif a semiconducteurs, m........... 521-04-01
semiconducteur, M ...........ccccceeeeeeeeeeens 521-02-01
semiconducteur compensg, m............. 521-02-11
semiconducteur composé, m............... 521-02-03
semiconducteur dégénéré, m.............. 521-02-13
semiconducteur non dégénéré, m....... 521-02-12
semiconducteur élémentaire, m........... 521-02-02
semiconducteur extrinséque, m........... 521-02-08
semiconducteur intrinséque, m............ 521-02-07
semiconducteur ionique, m.................. 521-02-06
semiconducteur type N, m................... 521-02-09
semiconducteur type P, m................... 521-02-10
transistor a effet de champ
métal-semiconducteur, m.................. 521-04-60

thermoélément a semiconducteurs, m. 521-04-23
transistor a effet de champ

métal-oxyde-semiconducteurs, m..... 521-04-55
sens
sens direct (d’une jonction PN), m....... 521-05-03
sens inverse (d'une jonction PN), m.... 521-05-04
sens inverse de fonctionnement, m..... 521-07-12
sensibilité
sensibilité au courant de commande
(d'une sonde de Hall), f............coeeeee 521-09-13
sensibilité magnétique
(d'une sonde de Hall), f..................... 521-09-12
sensibilité de magnétorésistance, f...... 521-09-20
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sensible

dispositif sensible aux décharges

électrostatiques, M............ccceeennineeen.

séquentiel

mémoire a accés séquentiel, f.............
sérigraphie

sérigraphie, f.....cccooovieeiiiie s
seuil

tension de seuil (d’un transistor a
effet de champ a enrichissement), f..

tension de seuil
(d’'une diode ou d’un thyristor), f .......
signal
diode de signal, f..........cccciiiiiieeiiennns
signaux
rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie
en court-circuit, m ........c.ocoeeereinnereenne.
Sommerfeld
loi de distribution des vitesses
de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f...........
sonde
sondede Hall, f.......oevvivniiiiiiiiiiienn,

sortie

rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie

en court-circuit, m ........coocoveereivnereenn.
surface effective d'induction
de la boucle de sortie, f.........covuuenee.n.
source
source (d’'un transistor
a effet de champ), f...coceeeiiiiiiinnnnn.
spatiale
région de charge spatiale
(d’'une jonction PN), f ..o
spécifique
circuit intégré spécifique, m.................
spin
(nombre quantique de) spin, m...........
statique
mémoire vive statique, f.......................
valeur statique du rapport de transfert
direct du courant, f............ccoevveeeens
statistique
statistique de Fermi, f.................oceel
statistique de Fermi-Dirac, f.................
statistique de Maxwell-Boltzmann, f.....
steechiométrique
composition stcechiométrique, f...........
substrat
substrat, M......ccooveiiiii e,
surface
bande de surface, f........ceevvvvireinnenn.
niveau de surface, M ........ccccceeeeeeeeenne.
passivation de surface, f......................

surface effective d'inductance de la
boucle du courant de commande, f...
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521-05-27

521-11-12

521-03-16

521-07-24

521-05-19

521-04-04

521-07-19

521-01-19

521-04-28

521-07-19

521-09-08

521-07-07

521-02-80

521-11-18

521-01-10

521-11-09

521-07-20
521-01-15
521-01-15
521-01-03
521-02-46
521-05-28
521-02-34
521-02-42
521-03-13

521-09-09

surface effective d'induction

de la boucle de sortie, f..................... 521-09-08
vitesse de recombinaison en surface, f 521-02-56
systéme
systéme non quantifié
(de particules), M ..........ccccvvveveeeeenn. 521-01-01
systéme quantifié (de particules), m.... 521-01-02
T
température
température équivalente interne
(d’un dispositif a semiconducteurs), f 521-05-14
température virtuelle
(d’'un dispositif a semiconducteurs), f 521-05-14
température virtuelle (équivalente)
de jonction, f......occoviiiiii 521-05-15
temps
temps de croissance, m..........cccccueeeee. 521-05-22
temps de décroissance, m................... 521-05-24
temps de montée, m........ccccceeeeiennne 521-05-22
temps de recouvrement direct, m ........ 521-05-25
temps de récupération inverse, m ....... 521-05-26
tension
caractéristique (courant-tension)
d’anode-cathode, f...........ccceeeveennn. 521-08-06
caractéristique (courant-tension)
principale, f.......ccccciiiiiiee 521-08-05
diode régulatrice de tension, f.............. 521-04-17
diode de tension de référence, f.......... 521-04-16
tension d’amorcgage par la gachette, f.. 521-08-15
tension de non-amorgage
par la gachette, f........ccccoeeiiiiene 521-08-16
tension d'avalanche, f.......................... 521-05-08
tension de blocage (d’un transistor
a effet de champ a déplétion), f ........ 521-07-23
tension de commande induite
(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-16
tension flottante, f..........cccooeveeiiiininnnn, 521-05-17
tensionde Hall, f........ccccoviiiiiiinnnis 521-09-05
tension principale, f..........ccccccciiiiiiis 521-08-04
tension résiduelle pour un champ
magnétique nul
(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-15
tension résiduelle pour un courant
de commande nul
(d'un dispositif a effet Hall), f............. 521-09-14
tension de seuil (d’un transistor a
effet de champ a enrichissement), f.. 521-07-24
tension de seuil
(d’une diode ou d’un thyristor), f....... 521-05-19
tension de Zener, f.......ccoeeviveeiiiinneenn. 521-05-10
vitesse critique de croissance
de la tension a I'état bloqué, f........... 521-08-18
tensorésistant
effet tensorésistant, m........................ 521-02-85
tétrode
transistor tétrode, m...........ccccooeeveeennnn. 521-04-50
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thermique
capacité thermique, f.........cccccoeeeeeiis

claquage par effet thermique
(d’'une jonction PN), m ........ccccceeee.

résistance thermique
(d’un dispositif a semiconducteurs), f
thermistance
thermistance, f........ccooociiiiniiiins
thermoélément
thermoélément a semiconducteurs, m.
thyristor
thyristor, M.
thyristor asymétrique, m ......................
thyristor blocable, M..........cccccceeiiiinnnn.
thyristor diode bidirectionnel, m...........
thyristor diode bloqué en inverse, m....
thyristor diode passant en inverse, m ..
thyristor N, M ...
thyristor P, m ...
thyristor triode bidirectionnel, m...........
thyristor triode bloqué en inverse, m....
thyristor triode passant en inverse, m..
tirage
croissance par tirage
(d’un monocristal), f.......cccccvvveeeeeen.
jonction par tirage, f........ccccociiiiiiiis
tranche
tranche, f......coooeiiiie e,
transconductance
transconductance
(d’un transistor a effet de champ), f ..
transfert

capteur d'image a transfert
decharge, M.......cccoeiiiiiii,

dispositif a transfert de charge, m........

fréquence du rapport de transfert
unité de courant , f.......cccccoeeiiriiinnnnnn.

rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie
en court-circuit, m ........ccoooveeveivnereennn.

valeur statique du rapport
de transfert direct du courant, f.........
transistor
transistor, M......cooooeeiiiiei e,
transistor bidirectionnel, m...................
transistor bipolaire a jonctions, m ........
transistor a effet de champ, m.............

transistor a effet de champ

a appauvrissement, M.............ccccee...
transistor a effet de champ

acanalN, M.
transistor a effet de champ

acanal P, m ...,
transistor a effet de champ

adéplétion, m........ccooveieeiieiieci,

transistor a effet de champ
a enrichissement, M.........cccccoeevnren.
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521-05-16

521-05-11

521-05-13

521-04-22

521-04-23

521-04-61
521-04-71
521-04-68
521-04-66
521-04-62
521-04-64
521-04-70
521-04-69
521-04-67
521-04-63
521-04-65

521-03-01
521-02-77

521-05-29

521-07-25

521-11-17
521-11-14

521-07-22

521-07-19

521-07-20

521-04-46
521-04-49
521-04-47
521-04-52
521-04-58
521-04-56
521-04-57
521-04-58

521-04-59
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transistor a effet de champ
agrilleisolé, m......ccoooiiiiiiiiiee.

transistor a effet de champ
ajonction de grille, m..........cccvveeen..

transistor a effet de champ
métal-oxyde-semiconducteurs, m.....

transistor a effet de champ
métal-semiconducteur, m..................

transistor tétrode, m..........cccoeereennnnnnnn.

transistor unipolaire, m ...........ccccvvveeee
transition

fréquence de transition , f....................

région de transition, f.........................

zone de transition de la concentration

des impuretés, f.....ccccceeeeiiiiiiiieen.

triac

triac (abréviation)...........ccccccciiiiiiiis
triode

thyristor triode bidirectionnel, m...........

thyristor triode bloqué en inverse, m....

thyristor triode passant en inverse, m..

trou

tunnel
diode tunnel, f......ccccoeeeiiiiiieee,
effet tunnel
(dans une jonction PN), m ................
type
conductivité de type N, f.....................
conductivité de type P, f.........cccvvneee.
semiconducteur type N, m...................
semiconducteur type P, m..................

u

unipolaire
transistor unipolaire, m ...........cccccvvveeee
unité
fréquence du rapport de transfert
unité de courant , f.......cccocoeiiiiieenn.
fréquence unité, f............cccoos

unitunnel
diode unitunnel, f.......cccoooviiiiiiiirinns

valence
bande de valence, f........cccoeevivverennnnn.

valeur
valeur statique du rapport
de transfert direct du courant, f.........
vallée
point de vallée
(d’'une diode tunnel), m.....................
vapeur
dépdt en phase vapeur, m...................

variable
diode a capacité variable, f..................

521-04-54
521-04-53
521-04-55
521-04-60
521-04-50
521-04-48

521-07-21
521-02-66

521-02-67
521-04-67
521-04-67
521-04-63
521-04-65

521-02-18
521-02-17

521-04-05

521-02-83
521-02-49
521-02-50

521-02-09
521-02-10

521-04-48

521-07-22
521-07-22

521-04-06

521-02-23

521-07-20

521-06-02

521-03-15

521-04-07
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verrouillage

état de verrouillage, m..........c.c.ceeee
vide

bande vide, f.......cooovvvevieiiiiiiieeeeiii,

pulvérisation sous vide, f....................
vie

durée de vie dans le matériau

(des porteurs minoritaires), f.............

virtuelle

température virtuelle (d’'un dispositif
a semiconducteurs), f...........ccccuvveeee.

température virtuelle (équivalente)
de jonction, f ..o
vitesse

loi de distribution des vitesses
de Fermi-Dirac-Sommerfeld, f...........

loi de distribution des vitesses
de Maxwell-Boltzmann, f..................

vitesse critique de croissance
du courant a I'état passant, f.............

vitesse critique de croissance
de la tension a I'état bloque, f...........

vitesse de recombinaison
ensurface, f....ooivvieeeiiiee

vive

mémoire Vive, f.....cccceeiiiiiiiiee,

mémoire vive dynamique, f..................

mémoire vive statique, f.......................
volatile

mémoire volatile, f.........ccccovvvvvvvvvieinnns

Zener

claquage par effet Zener
(d'une jonction PN), m ........cceeeeeenn.

tension de Zener, f......coeevivieiiiinenennnn.
zone

croissance d’'un monocristal
par fusion de zone, f........ccccvvveeeen.

nivellement par zone, m.........ccccceeeee.
purification par zone, f............cccceee.

zone de transition de la concentration
des impuretés, f........cooooiiiiiiii
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521-10-11

521-02-33
521-03-17

521-02-57

521-05-14

521-05-15

521-01-19

521-01-05

521-08-19

521-08-18

521-02-56

521-11-07
521-11-10
521-11-09

521-11-11

521-05-09
521-05-10

521-03-02
521-03-04
521-03-03

521-02-67
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abrupt

abrupt junction ..........cccoeeeeiiiiiiiiiiiin
acceptor

F=TetoT=T o] (o]

acceptorlevel ..o,

ionizing energy of acceptor..................
access

serial access Memory ..........cccveeeenennnn.
activation

impurity activation energy ...........c........
addressable

content addressable memory ..............
alloy

alloy technique.............evvvieiiiiiiiiiinnnn.
alloyed

alloyed junction .............eevveeeininiiinnnn.
angle

Hall angle.......ccccconiiiiniiiicc e
angular

total angular momentum

quantum number............cccooeiiiineeen.

anode

anode characteristic...........ccccccceeeiie

anode-to-cathode (voltage-current)

characteristic...........ccovvveeiiiiiiiiinee.

application

application specific integrated circuit ...
area

effective induction area
of the control current loop .................

effective induction area
of the output loop .......oeeveviieiiiiiine.

array

gate array .......oeeiieiiiieiie e

programmable gate array ....................

programmable logic array ....................
ASIC

ASIC (abbreviation) ...........ccccvvvveeeennn.
associative

associative memory .........cccccceeenennnnnn.
asymmetrical

asymmetrical thyristor..............ccccccee....
atom

Bohratom .......ccccoviiiiiiiiin
avalanche

avalanche breakdown
(of a PN junction) ........cccccevcveeennneenn.

avalanche photodiode.............cccuuuee..e.
avalanche rectifier diode......................
avalanche voltage..........ccccccceeceiiiiinnnn.
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INDEX
B
backward
521-02-73 backward diode ..........cccceeiiiiiiiiiienn. 521-04-06
band
521-02-39 Bloch band...........cccceiiiiiiinee 521-02-25
521-02-41 conduction band ..........ccccceeiiiiiiien. 521-02-22
521-02-44 emptyband..........cccc 521-02-33
energy band.........ccocoeeeiiiiiiei 521-02-25
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imperfection (of a crystal lattice)...........
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multi-chip integrated circuit..................
semiconductor integrated circuit...........
semicustom integrated circuit ..............
internal
internal electric field ......................cc..
internal equivalent temperature

(of a semiconductor device)..............
intrinsic
intrinsic conduction ...........ccccccoeiiiiineen.
intrinsic conductivity..............c.ococoee
intrinsic semiconductor ........................
inverse
inverse common base..............cccuueee.
inverse common collector....................
inverse common emitter .....................
inverse direction of operation...............
ion
ion implantation................ccccc
ionic
ionic conduction...........ccccceiiiiiiiiine.
ionic semiconductor..........c.cccoevuuineeen.
ionizing
ionizing energy of acceptor..................
ionizing energy of donor .....................
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521-01-05
521-02-82
521-05-32
521-04-39
521-02-60
521-02-41
521-02-40
521-01-12
521-01-17
521-02-36
521-02-35
521-02-42
521-03-04
521-02-57
521-04-39

521-04-15

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



local

local level ...
logic

programmable logic array ....................

programmable logic device..................
lone

lone electron ...
loop

effective induction area
of the control current loop .................

effective induction area
of the output loop ........coveiiiiiiiie

macro
macro Cell ........ooovvvvivviiiiiiiieeene,
magnetic
magnetic sensitivity (of a Hall probe)...
residual voltage for zero magnetic
field (of a Hall-effect device) .............
magnetometer
Hall effect magnetometer.....................
magnetoresistive
magnetoresistive characteristic curve..
magnetoresistive coefficient ................
magnetoresistive effect........................
magnetoresistive ratio..........................
magnetoresistive sensitivity .................
magnetoresistor
magnetoresistor.........ccccvvvvveieieiiiiieinnnn,
main
main terminal ..........ccccevvvvviiiiiiiiiiiiiies
majority
majority carrier (in a semiconductor
[=To (o] o ) ISR
Maxwell-Boltzmann
Maxwell-Boltzmann statistics...............
Maxwell-Boltzmann velocity
distribution law ................cc
melting
growing by zone melting
(of a single crystal).........cccccvvvveeeeennn.
memory
associative memory .........cccccceennnnnnnn.
content addressable memory ..............
dynamic (read/write) memory ..............
integrated circuit memory ...................
memory Cell .....ooovvvveveieieieieieiiieieieieieees
memory element............ccccccooiiiiee.
random-access MemMOry ..........ccceeueee.
read/write memory .........ccccceeieiiiiieenn.
read-only Memory.......ccceeveeeeeeeeeeveeennns
serial access Memory ........cccceeeeeeeeees
static (read/write) memory ...................
volatile memory.........ccccccveieiiiiiiinnn.
mesa
mesa technique ..o,
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521-02-35

521-11-02
521-11-01

521-01-18

521-09-09

521-09-08

521-11-22

521-09-12

521-09-15

521-04-28

521-09-17
521-09-18
521-02-84
521-09-19
521-09-20

521-04-29

521-08-03

521-02-52

521-01-03

521-01-05

521-03-02

521-11-13
521-11-13
521-11-10
521-11-05
521-11-04
521-11-04
521-11-08
521-11-07
521-11-06
521-11-12
521-11-09
521-11-11

521-03-11
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MESFET
MESFET (abbreviation)..............cc.c.....
metal-oxide-semiconductor
metal-oxide-semiconductor
field-effect transistor .............cccceeee
metal-semiconductor-field-effect
metal-semiconductor-field-effect
transistor ...
method
growing by Czochralski’'s method ........
micro-alloy
micro-alloy technique.............ccc.cco...
microassembly
microassembly.........ccocceeiiiiiiiiiiienaaenn.
microcircuit
MICIOCIrCUIL ...
microelectronics
microelectronics. .......cccoovveiiiiiieeeeeen.
microwave
microwave limiting diode......................
microwave switching diode..................
minority
minority carrier (in a semiconductor
[To (o] o ) ISR
mixer
mixer diode ........ccccvvieiiiiiieeeeee
mobility
(drift) mobility (of a charge carrier).......
Hall mobility ......ccooeeveeiiiii
mode
depletion mode operation ....................
enhancement mode operation.............
modulation
conductivity modulation
(of a semiconductor)...........cccceeeennne.
modulator
Hall modulator ..........cccccoviiiiiiennnnn.
modulator diode........cccceviiiiiiiiinaee.
module
laser-diode module.............cccccceeeeenn.
momentum
total angular momentum
quantum number.........c.ccoooeiiiieieen...
MOSFET
MOSFET (abbreviation)............c.cc.ce....
multi-chip
multi-chip integrated circuit..................
multiplier
Hall multiplier.......ccooooviiiini,

N-channel
N-channel field-effect transistor ...........
negative
negative differential resistance
(=70 (o] o D PP PPPRP PRI

521-04-60

521-04-55

521-04-60

521-03-01

521-03-10

521-10-04

521-10-02

521-10-01

521-04-15
521-04-14

521-02-53

521-04-08

521-02-58
521-09-04

521-07-10
521-07-11

521-02-55

521-04-25
521-04-10

521-04-38

521-01-11

521-04-55

521-10-10

521-04-27

521-04-56

521-05-05
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neutral

neutral region..........cceeveeveeeeeiiiiiiiviiinnnn.
N-gate

N-gate thyristor....................cc
non-degenerate

non-degenerate semiconductor-...........
non-quantized

non-quantized system (of particles).....
non-trigger

gate non-trigger current .......................
N-type

N-type conductivity .............cccoeeenneenn.

N-type semiconductor..........................
number

first quantum number..............c.c......

orbital quantum number.......................

principal quantum number ...................

quantum number
(of an electron in a given atom) ........

second quantum number.....................
spin (quantum number)........................

total angular momentum
quantum number...........cccoeeeeeeeeee.

occupied

partially occupied band........................
off-state

critical rate of rise of off-state voltage ..

operation

depletion mode operation ....................

enhancement mode operation..............

inverse direction of operation...............
optocoupler

OPtOCOUPIEr .. ...
optoelectronic

optoelectronic device...........ccccceeeenneies

optoelectronic display ..........ccccceeennnnnn.
orbital

orbital quantum number.......................
output

effective induction area
of the output loop .......oeeveeieiiiiiie.

package

PACKAGE .....ceveveveeeieeeeeeeeeeeeeeee s
parameter

circuit parameter.........cccccveeeiiiinens
parasitic

parasitic circuit element .......................
partially

partially occupied band........................

passivation
surface passivation............ccccceeieieenns
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521-02-68

521-04-70

521-02-12

521-01-01

521-08-17

521-02-49
521-02-09

521-01-08

521-01-09
521-01-08

521-01-07
521-01-09
521-01-10

521-01-11

521-02-27

521-08-18
521-08-08

521-07-10
521-07-11
521-07-12
521-04-45

521-04-31
521-04-36

521-01-09

521-09-08

521-05-31

521-05-34

521-05-36

521-02-27

521-03-13

Pauli
Pauli principle ...
Pauli-Fermi
Pauli-Fermi exclusion principle............
P-channel
P-channel field-effect transistor ...........
peak
peak point (of a tunnel diode) ..............
projected peak point
(of a tunnel diode).........cccuvvveveeeennn.
permitted
permitted band...........cccoeeeieei.
P-gate
P-gate thyristor ...
photoconductive
photoconductive cell ...,
photoconductive effect.........................
photocoupler
photocoupler.........ccceeviiieiniieiciieeee
photodiode
avalanche photodiode ...............ccc......
photodiode........cccovviiiiiiiiiiiiee,
photoelectric
(semiconductor) photoelectric detector
photoelectric effect ...........coccceeiiiineene
photoelectromagnetic
photoelectromagnetic effect.................
photoemitter
photoemitter............cccoeviiiiniiec e
photoresistor
photoresistor.........ccoevvveiiiiiie .
photosensitive
(semiconductor) photosensitive
deVICe e
photothyristor
photothyristor..........ccoeeiie i
phototransistor
phototransistor..........cccccocviviiiiiieeene
photovoltaic
photovoltaic cell...........ccccevviieiiiiineenn.
photovoltaic effect............cccccveeeeeeinnn.
piezoresistive
piezoresistive effect............ccccceeeeeen.
planar
planar technique.........cccoeeeeiieieeeeeennnn.
PLD
PLD (abbreviation)..........cccceceeeiineenn.
PN
PN boundary.........ccccoviiiiiiniiieeee
PN junction .......cccooeveiiiiiiii,
point
breakover point...........cccceeeeieeee,
peak point (of a tunnel diode) ..............
projected peak point
(of a tunnel diode)........cccevceveevnnennn.
valley point (of a tunnel diode).............

521-01-14

521-01-14

521-04-57

521-06-01

521-06-03

521-02-29

521-04-69

521-04-33
521-01-22

521-04-45

521-04-44
521-04-32

521-04-42
521-01-20

521-01-23

521-04-35

521-04-43

521-04-41

521-04-72

521-04-51

521-04-34
521-01-21

521-02-85

521-03-09

521-11-01

521-02-65
521-02-78

521-08-12
521-06-01

521-06-03
521-06-02
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potential
potential barrier...........cevvveeeieieiiiiiiinnn,
potential barrier (of a PN junction).......
principal
principal (voltage-current)
characteristic...........cccoceiiiiiiiie

principal current ...........cccoceeiiiiiiieen.

principal quantum number ...................

principal voltage............ccccccceiiiiiinneen.
principle

Pauli principle ...

Pauli-Fermi exclusion principle.............
probe

Hall probe ...
programmable

programmable gate array ....................

programmable logic array ....................

programmable logic device..................
progressive

progressive junction..........c..ccoeeceeeeen.
projected

projected peak point

(of a tunnel diode).........coevvueveennneenn.

P-type

P-type conductivity.................

P-type semiconductor...............c.c........
pulling

growing by pulling

(of asingle crystal).........cccccveeeeeeenn.

punch-through

punch-through
(between two PN junctions)..............

Q

quantized
quantized system (of particles)............
quantum
first quantum number.........................
orbital quantum number.......................
principal quantum number ...................

quantum number
(of an electron in a given atom) ........

second quantum number.....................
spin (quantum number)........................

total angular momentum
quantum number............ccoeeeeeeeeeeenn.

RAM

RAM (abbreviation).............ccccvveeeneenn.
random-access

random-access memory ......................
rate

critical rate of rise of off-state voltage ..

critical rate of rise of on-state current...
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521-02-69
521-02-70

521-08-05
521-08-02
521-01-08
521-08-04

521-01-14
521-01-14

521-04-28
521-11-03
521-11-02
521-11-01

521-02-74

521-06-03

521-02-50

521-02-10

521-03-01

521-05-12

521-01-02

521-01-08
521-01-09
521-01-08
521-01-07
521-01-09
521-01-10

521-01-11

521-11-08

521-11-08

521-08-18
521-08-19
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ratio

frequency of unity current
transfer ratio..........ccccocoveiiiniiiennes

magnetoresistive ratio .........................

small-signal short-circuit forward
current transfer ratio ............c.cco........

static forward current transfer ratio ......
read

dynamic (read/write) memory ..............

read/write MemMory...........cccceevveveeeeeenne

static (read/write) memory ..................
read-only

read-only memory.........cccoeeeiieeeeneeenn.
recombination

recombination centre ..........................

suface recombination velocity..............
recovered

recovered charge

(of a diode or thyristor)..........c.c.........

recovery

forward recovery time .............cccoccceeee

reverse recovery time ............ccccoceenn.

step recovery diode ............oooociiiieeen.n.
rectifier

(semiconductor) rectifier diode ............

(semiconductor) rectifier stack.............

avalanche rectifier diode......................
refining

zone refining ...
region

negative differential resistance region .

neutral region........coeeeeeeeeieeee e,

space-charge region............c.ccccuueeeen...

space-charge region

(of a PN junction) .........cceeceeeevineenn.

transition region ...
relation

Boltzmann relation...............ccccccceeo.
residual

residual voltage for zero current control
(of a Hall-effect probe) ..........c.c.........

residual voltage for zero magnetic field
(of a Hall-effect device).........c...........

resistance

forward slope resistance......................

negative differential resistance region .

on-state slope resistance.....................

thermal resistance ..........ccccccceiiiiiiie
resistive

resistive cut-off frequency...................
reverse

reverse blocking diode thyristor...........

reverse blocking state
(of a reverse blocking thyristor).........

reverse blocking triode thyristor...........
reverse conducting diode thyristor.......

521-07-22
521-09-19

521-07-19
521-07-20

521-11-10
521-11-07
521-11-09

521-11-06

521-02-64
521-02-56

521-05-18

521-05-25
521-05-26
521-04-12

521-04-19
521-04-21
521-04-20

521-03-03

521-05-05
521-02-68
521-02-79

521-02-80
521-02-66

521-01-04

521-09-14

521-09-15

521-06-05
521-05-05
521-08-13
521-05-13

521-06-04

521-04-62

521-08-09

521-04-63
521-04-64
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reverse conducting triode thyristor.......

reverse direction (of a PN junction)......

reverse recovery time ..............ccccueee...
rise

critical rate of rise of off-state voltage ..

critical rate of rise of on-state

(o104 (=T o | S PR

rise time .....ooovvvviiiiiiieeeeeeee,
ROM

ROM (abbreviation) ............ccccvveeeeennn.

Schottky

Schottky barrier............cccocciiiiiiiee.
screen-printing

screen-printing technique ....................
second

second quantum number.....................
self

self field (of a Hall generator)...............
semiconductor

(semiconductor) diode .............c.uu......

(semiconductor)
photoelectric detector........................

(semiconductor) photosensitive device
(semiconductor) rectifier diode ............
(semiconductor) rectifier stack.............
compensated semiconductor...............
compound semiconductor....................
degenerate semiconductor ..................
discrete (semiconductor) device ..........
extrinsic semiconductor .......................
intrinsic semiconductor ........................
ionic semiconductor..........c..ccoeeuuvneeen.
non-degenerate semiconductor ...........
N-type semiconductor..........................
P-type semiconductor.................c........
SeMICONAUCTON .......cceeiiiiiiiiiiiiieeee e
semiconductor device ..........ccccceeeennee
semiconductor integrated circuit...........
semiconductor thermoelement ............
single-element semiconductor .............
semicustom
semicustom integrated circuit ..............
sensitivity
control current sensitivity
(of a Hall probe) .......cccceeviviivnieenneenn.
magnetic sensitivity (of a Hall probe)...
magnetoresistive sensitivity .................
sensor
charge-transfer image sensor..............
serial
serial access Memory ..........ccceeevenennnn.
short-circuit

small-signal short-circuit forward
current transfer ratio.........................
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521-04-65
521-05-04
521-05-26

521-08-18

521-08-19
521-05-22

521-11-06

521-02-71

521-03-16

521-01-09

521-09-10

521-04-03

521-04-42
521-04-41
521-04-19
521-04-21
521-02-11
521-02-03
521-02-13
521-04-02
521-02-08
521-02-07
521-02-06
521-02-12
521-02-09
521-02-10
521-02-01
521-04-01
521-10-05
521-04-23
521-02-02

521-11-19

521-09-13
521-09-12
521-09-20
521-11-17

521-11-12

521-07-19

signal
signal diode ...
single-element
single-element semiconductor-.............
sink
heat SiNK .......oooiiiiii
slope
forward slope resistance......................
on-state slope resistance.....................
small-signal
small-signal short-circuit forward
current transfer ratio ...............c.........
snap-off
snap-off diode.........ccccovveveeeiieiiciiinee.
Sommerfeld
Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity
distribution [aw ...........cccccoviiiiinnnnn.
source
source (of a field-effect transistor) .......
space-charge
space-charge region............c.ccccuueeeen...
space-charge region
(of a PN junction) ..........ccccevveveeeennnn.
specific
application specific integrated circuit ...
spin
spin (Qquantum number)........................
sputtering
sputtering......coooevvviii
stack
(semiconductor) rectifier stack.............
state
critical rate of rise of on-state current ..
latch-up state.........ccccceeiiiiiii e
on-state..........ccccviii
on-state slope resistance.....................
reverse blocking state
(of a reverse blocking thyristor).........
static
static (read/write) memory ...................
static forward current transfer ratio ......
statistics
Fermi statistics.......c..ccoooviiieeiinns
Fermi-Dirac statistics ..........ccccccvvnnnne
Maxwell-Boltzmann statistics...............
step
step recovery diode ............oooociiiieeen.n.
stochiometric
stochiometric composition ...................
storage
carrier storage time.............ccceevveveeeees
charge carrier storage
(in a semiconductor) ...........ccccceeeen.
substrate
substrate........cccooeeiiiiii

521-04-04

521-02-02

521-05-33

521-06-05
521-08-13

521-07-19

521-04-12

521-01-19

521-07-07

521-02-79

521-02-80

521-11-18

521-01-10

521-03-17

521-04-21

521-08-19

521-10-11

521-08-07
521-08-13

521-08-09

521-11-09
521-07-20

521-01-15

521-01-15

521-01-03

521-04-12

521-02-46

521-05-23

521-02-62

521-05-28
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surface
surface band..........cccoooceiiiiiiiiiis 521-02-34
surface level ........ccccooiiiiiiii 521-02-42
surface passivation.............cccccceeeeenns 521-03-13
surface recombination velocity............. 521-02-56
switching
microwave switching diode................... 521-04-14
switching diode ...........cooevvviiiiieiiinnns 521-04-13
system
non-quantized system (of particles)..... 521-01-01
quantized system (of particles)............ 521-01-02
T
technique
alloy technique..........ccocceeiviiiiiis 521-03-07
diffusion technique.............cccccceeeenns 521-03-08
mesa technique .........cccccveveivcieecnee, 521-03-11
micro-alloy technique.............ccccoc.. 521-03-10
planar technique ............cccccceeveinnneeen. 521-03-09
screen-printing technique ................... 521-03-16
vapour-phase deposition technique...... 521-03-15
temperature
internal equivalent temperature
(of a semiconductor device).............. 521-05-14
virtual (equivalent)
junction temperature ............cccce...... 521-05-15
virtual temperature..............ccccccoois 521-05-14
tensoresistive
tensoresistive effect..............cccci 521-02-85
terminal(s)
control current terminal
(of a Hall generator) .........ccccoveeeeeennn. 521-09-07
Hall terminals.........ccccoeviiieiinieceiieen, 521-09-06
main terminal ... 521-08-03
terminal(of a semiconductor device).... 521-05-02
tetrode
tetrode transistor...........ccccocoeeeeiienens 521-04-50
thermal
thermal breakdown (of a PN junction).. 521-05-11
thermal capacitance...........cccccoccveeeens 521-05-16
thermal resistance ............ccccceevieeene 521-05-13
thermistor
thermistor.........ccocooeviiii e 521-04-22
thermoelement
semiconductor thermoelement ............ 521-04-23
thick
thick film (of a film integrated circuit).... 521-10-09
thin
thin film (of a film integrated circuit) ..... 521-10-08
threshold
threshold voltage
(of a diode or thyristor)..........cccocueeee. 521-05-19
threshold voltage (of an enhancement
type field-effect transistor)................. 521-07-24
thyristor
asymmetrical thyristor.......................... 521-04-71

bi-directional diode thyristor................. 521-04-66
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bi-directional triode thyristor.................

N-gate thyristor.........ccccoeeeeeeee.

P-gate thyristor ...

reverse blocking diode thyristor...........

reverse blocking triode thyristor...........

reverse conducting diode thyristor.......

reverse conducting triode thyristor.......

thyristor. ..o

turn-off thyristor ...........cccoveeiiiins
time

carrier storage time.............cccoeeveveeeees

fall time ...

forward recovery time ..........c...cccccuveee

reverse recovery time ..............cccc..o..

riSe iMe ...ovviiiiiiii
total

total angular momentum

quantum NUMDbEr.........ccccovvviiineeen.n.

transconductance

transconductance

(of a field-effect transistor) ................

transfer

frequency of unity current
transfer ratio...........cccoceiiiniii.

small-signal short-circuit forward
current transfer ratio .......................

static forward current transfer ratio ......
transistor

bi-directional transistor .......................

bipolar junction transistor.....................

depletion type field-effect transistor .....

enhancement type field-effect
transistor ..o,

field-effect transistor ................c.cciiie
insulated-gate field-effect transistor-.....
junction-gate field-effect transistor.......

metal-oxide-semiconductor
field-effect transistor .........................

metal-semiconductor-field-effect
transistor........cceeeeiieiieee e

N-channel field-effect transistor...........
P-channel field-effect transistor ...........
tetrode transistor...........ccccvvvviiiiininnnnne.
transistor........ovvveeveiiiei
unipolar transistor.........cccccoeeeeeeeeeeeeenn.
transition
impurity concentration transition zone .
transition frequency ..........ccccccceiiiiie
transition region ............cccccvveiiinininnnnn.

trap

triac
triac (abbreviation)............ccccceiiiiie
trigger
gate trigger current ...
gate trigger voltage.........ccccoeeeviieee.
gate non-trigger voltage......................

521-04-67
521-04-70
521-04-69
521-04-62
521-04-63
521-04-64
521-04-65
521-04-61
521-04-68

521-05-23
521-05-24
521-05-25
521-05-26
521-05-22

521-01-11

521-07-25

521-07-22

521-07-19
521-07-20

521-04-49
521-04-47
521-04-58

521-04-59
521-04-52
521-04-54
521-04-53

521-04-55

521-04-60
521-04-56
521-04-57
521-04-50
521-04-46
521-04-48

521-02-67
521-07-21
521-02-66
521-02-63
521-04-67
521-08-14

521-08-15
521-08-16
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triode

bi-directional triode thyristor.................

reverse blocking triode thyristor-...........

reverse conducting triode thyristor.......
tunnel

tunnel diode .........cccceeeiiiiiiiiis

tunnel effect (in a PN junction).............
turn-off

turn-off thyristor...........ccooiiiiii s
type

depletion type field-effect transistor .....

enhancement type field-effect
transistor ...

unipolar
unipolar transistor..........cccccveveveieieinnnn.
unitunnel
unitunnel diode ...,
unity
frequency of unity current
transfer ratio........cccccoviiiis

valence

valence band ............ccooiiiii s
valley

valley point (of a tunnel diode).............
vapour-phase

vapour-phase deposition technique......
variable-capacitance

variable-capacitance diode...................
velocity

Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity
distribution law ...........c.ccceeiiininnnn.

surface recombination velocity.............
velocity-distribution
Maxwell-Boltzmann velocity
distribution law ...........cccccooiiiiie.
virtual

virtual (equivalent)
junction temperature ............ccceeenee.

virtual temperature..........cccccceeiiiiiiinnnn.
volatile

volatile memory.........ccccceveeciiiiiinnnn.
voltage

avalanche voltage..........cccccccceceiiciennn.

critical rate of rise of off-state voltage ..

cut-off voltage (of a depletion type
field-effect transistor) .........cccccceenee

floating voltage ........cccoocvveiiiiieciine,
gate trigger voltage .........cccccvninnnnnnnnn.
gate non-trigger voltage.............c.........
Hall voltage..........ccccooeveeiiis

induced control voltage
(of a Hall-effect device).....................
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521-04-67
521-04-63
521-04-65

521-04-05
521-02-83

521-04-68

521-04-58

521-04-59

521-04-48

521-04-06

521-07-22

521-02-23

521-06-02

521-03-15

521-04-07

521-01-19
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residual voltage for zero current control
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residual voltage for zero magnetic field
(of a Hall-effect device)............c........ 521-09-15
threshold voltage
(of a diode or thyristor)..........c........... 521-05-19
threshold voltage (of an enhancement
type field-effect transistor)................. 521-07-24
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voltage-current
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principal (voltage-current)
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growing by zone melting
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impurity concentration transition zone. 521-02-67
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zone refining .......eeveeeeeeiiciiieecee e 521-03-03
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STICHWORTVERZEICHNIS
A Diffusionslange
Abfallzeit, f......ceveveveeeeeceeeeeeeeeeae, 521-05-24 (von Minoritatstragern), f...................... 521-02-60
abrupter Ubergang’ M e, 521-02-73 DifoSionSteChnik, o, 521-03-08
Abscheidung aus der Gasphase’ fo 521-03-15 Diode, o 521-04-03
Abschnirspannung (eines Feldeffekt- Donator, M......ccocvviiieiiieeeeeec e 521-02-38
transistors vom Verarmungstyp), f....... 521-07-23 Donator-lonisierungsenergie, f............... 521-02-43
AKZEPLOr, M ..o 521-02-39 Donatorniveau, N..........cocoevvvveeeeeeeeennnnnn. 521-02-40
Akzeptor-lonisierungsenergie, f.............. 521-02-44 doppeltgerichtete Thyristordiode, f......... 521-04-66
Akzeptorniveau, N........ccccceeeiiiiiinneenn. 521-02-41 doppeltgerichtete Thyristortriode, f......... 521-04-67
allmahlicher Ubergang, m..........c..c......... 521-02-74 dotieren (eines Halbleiters) (Verb).......... 521-03-05
Anoden-Kathoden-Kennlinie, f................ 521-08-06 Drain (eines Feldeffekttransistors), m..... 521-07-08
Anoden-Kathoden-Spannungs-Strom- Drainzone
Charakteristik, f.......cccoooviiiiiiiiieeiieeeee, 521-08-06 (eines Feldeffekttransistors), m ........... 521-07-08
Anodenkennlinie, f.........cccoooveeiiiiiiiiinn... 521-08-06 Driftbeweglichkeit
anodenseitig steuerbarer Thyristor, m.... 521-04-70 (eines Ladungstragers), f..................... 521-02-58
Anregungsband, N........cccccoeveveieeiennn. 521-02-28 Dunnschicht
Anreicherungsbetrieb, m ............c.......... 521-07-11 D(eir;]ebr intﬁgrier‘ten S;hichtsc:altung), f 521-10-08
urchbruch (eines in Sperrrichtun
e O Sorgosparnan PN-Ubargangs) ... 521.0506
ANSHEGSZEIt, Frroveeoeeeeeeeeeeeeeee e 521-05-22 Durchgriff N T
o (zwischen zwei PN-Ubergangen), m ... 521-05-12
ASIC (AbKUrzung)......cceeeevveeeeiieneniieeeenns 521-11-18 Durchlassrichtung
ASIC-Schaltung, f.......ccooooiiiiiis 521-11-18 (eines PN-Ubergangs), f........c.coovue.... 521-05-03
Assoziativspeicher, m............c..cccceeeee 521-11-13 Durchlassverzdgerungszeit, f ................ 521-05-25
asymmetrischer Thyristor, m .................. 521-04-71 Durchlasszustand, M..............c..cccovunen.. 521-08-07
Ausschaltthyristor, m ... 521-04-68 dynamischer Schreib-Lese-Speicher, m.  521-11-10
dynamischer Speicher, m...........c.cc...... 521-11-10
B
Bahndrehimpulsquantenzanhl, f............... 521-01-09 E
Basis, ... 521-07-03 Eigenfeld (eines Hallgerats), n ............... 521-09-10
Basisschaltung, f ..., 521-07-13 Eigenhalbleiter, M.........cccoccovvvvvrveenen. 521-02-07
Basiszone, f.......ccoociiiiiiiiii 521-07-03 Eigenleitfahigkeit, f........coevveeereeeean 521-02-48
BBD (ADKUrZUNG)........ovoviiiiiiiciines 521-11-15 Eigenleitung, f........oc.oovvevereeeeeceeereeean. 521-02-20
Bezugsdiode, f.......cccovveviiniieiiee, 521-04-16 Eimerkettenschaltung, f..........ococevvveen.. 521-11-15
bidirektionaler Transistor, m ................... 521-04-49 Einkristallziehen durch
Bipolartransistor, m............cccccceeeeiiiineenn. 521-04-47 Zonenschmelzen, N.......cooovveeeeieeeennnnnn. 521-03-02
Bloch-Energieband, N..........ccccoeeverenneee. 521-02-25 Einkristallziehen nach Czochralski, n ..... 521-03-01
Bohr-Atommodell, n.........cccoeeevivivieeneenne. 521-01-06 Einraststrom, m ........coooiiiiiiiiiii, 521-08-11
Boltzmann-Beziehung, f ..........cccceeenn. 521-01-04 Einraststromstarke, f........cccccoeeiiiiiiinnnnnn. 521-08-11
Einrastzustand, m..........cccooovviviiiiinnnn. 521-10-11
C Einsfrequenz, f.......ccccoeeeeiiiiiiieeccee 521-07-22
CAM (ADBKUrzung) .......cceeeeevevvieeeeneeenenns 521-11-13 Einzelbauelement, n..............cccccvvieeee... 521-04-02
CCD (AbKUrzuNg) ......ceeeeeeeiiiiiiiienaaeeenees 521-11-16 Einzelelektron, n........ccccocciiiiiiiiiien. 521-01-18
Chip, M 521-05-30 Einzelelement-Halbleiter, m.................... 521-02-02
Corbino-Scheibe, f.......ccccoviiiiiii 521-04-30 Einzelhalbleiterbauelement, n ................ 521-04-02
CTD (AbKUrzung)......ccceeeeeeieiiiiieeeeeees 521-11-14 Elektrode
(eines Halbleiterbauelements), f.......... 521-05-01
D Elektronenleitung, f.........cccccoiiiiin. 521-02-19
Defektelektron, N ..........cococevieurirceeeennn. 521-02-17 elektrostatisch gefahrdetes
DetektOrdiode, f.........cccvrrrverrrrererrrn 521-04-11 BaUGIEMeNt, N ..o 521-05-27
Diac (Abkl','lrzung) .................................... 521-04-66 Emitter, M. 521-07-04
Dickschicht Emitter-Basis-Zonenlbergang, m........... 521-07-01
(einer integrierten Schichtschaltung), f  521-10-09 Emitterschaltung, f........cccccoiiiiii. 521-07-15
diffundierter Ubergang, m............c.......... 521-02-76 Emitterbergang, M. 521-07-01
DIffUSION, F ..., 521-02-59 Emitterzone, f........cocooii 521-07-04

Diffusionskoeffizient
(von Ladungstragern), m ..................... 521-02-61

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT



60050-521 O IEC:2002 - 1568 -

Empfindlichkeit eines Halbleiterdiode, f.........cccooiiiiiiiiiie. 521-04-03
Magnetowiderstands, f......................... 521-09-20 Halbleiter-Gleichrichterbaugruppe, f....... 521-04-21
Energieband (in einem Halbleiter), n....... 521-02-26 Halbleiter-Gleichrichterdiode, f ............... 521-04-19
Energiellicke, f......ccccoiiiiii 521-02-24 Halbleiter-Modulationsdiode, f................ 521-04-10
Energieniveau (eines Teilchens), n ........ 521-01-12 Halbleiter-Thermoelement, n.................. 521-04-23
Energieniveau-Diagramm, n................... 521-01-13 Hallanschliisse, M, Pl ....cocoovveeeeereeeeeen. 521-09-06
entarteter Halbleiter, m........................ 521-02-13 HallbeweglichKeit, f............cccoceeeeerenan. 521-09-04
Entdampfungsfrequenz, f.................. 521-06-04 Halleffekt, M ........ccccoeveirieieeeieecean 521-09-01
Entladeverzug, m.........cccooiiiiiiiiie. 521-05-23 Halleffekt-Bauelement, N ..........cocvevee...... 521-04-24
Epitaxie, f........occoieiieeieecee e, 521-03-12 Halleffekt-Magnetometer, m ................... 521-04-28
erlaubtes Band, N ........ccooeeveiiiiiiiiiiinnnn. 521-02-29 Hallgenerator, M..........cooveeeeeeereeeeean 521-04-26
Ersatzschaltung, f.........coooooinn, 521-05-35 Hallkoeffizient, M ..........ccccoceevveevereerenen. 521-09-02
Ersatz-Sperrschichttemperatur, f............ 521-05-15 Hallmodulator, M ..........ccccoouvvivrieienenn. 521-04-25
Ersatztemperatur Hallmultiplikator, M ..........cccooovveoveenenne. 521-04-27
(eines Halbleiterbauelements), f.......... 521-05-14 HAlISONGE, F evvveeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeere 521-04-28
Ersatzwiderstand, m..........cccccocecinnnnnn. 521-08-13 HalISPANNUNG, f vvvoooveeeeeeeeeeeee e 521-09-05
Hallwinkel, M .......ccocoeeiiieeeeee e 521-09-03
Foldeffektt <t F Haltestrom, m.......ccccoeeeiiiiiiiiiiieeeeee, 521-08-10
?m fMZtalrlf"Q:'lzlgirter, o 521.04.60 Haltestromstarke, f.........coccovvvveveevenenn. 521-08-10
. Hauptanschluss, m.........cccccccoovviiinnnen... 521-08-03
Feldeffekttransistor Hauptkennlinie, f 521-08-05
mit Metalloxid-Halbleiter, m ................. 521-04-55 s
Feldeffekttransistor Hauptquantenzahl, f...........cccccceiiieene 521-01-08
vom Anreicherungstyp, M ...........c....... 521-04-59 Hauptspannung, f..........cccccoeii. 521-08-04
Feldeffekttransistor Hauptstrom, m.........cccoeeiiiiiinieeee 521-08-02
vom Verarmungstyp, M.......cccceecveeeene 521-04-58 Haupt-Strom-Spannungs-
Feldeffekttransistor, M ...........cccccecvveunens. 521-04-52 Charakteristik, f.............ccoooiin 521-08-05
Fermi-Dirac-Funktion, f..............c.cc.co..... 521-01-16 hochste nichtziindende
Fermi-Dirac-Sommerfeld- Steuerspannung, f.........ccccoeeeeniieennen. 521-08-16
Geschwindigkeitsverteilung, f .............. 521-01-19 hochster nichtzindender
Fermi-Dirac-Statistik, f................co......... 521-01-15 StEUSTSIOM, M ovveveeeeeeeveeesessesssssssseeeee 521-08-17
Fermi-Niveau, N.......ccccccooeevveeeieceeeeene. 521-01-17 Hockerpunkt (einer Tunneldiode), m...... 521-06-01
Fermi-Statistik, f........cccccoeeoiiinie. 521-01-15
Festspeicher, M........cccccoveiieeieiicci, 521-11-06 ) I
FeStwertspeicher, M ... 521-11-06 Idealkrlstall,“m ........................................ 521-02-45
flichtiger Speicher, M.........ccccooeveiiienee. 521-11-11 _IGFET (Abkurzmljlng) """""""""""""""" 521-04-54
Frequenzvervielfacherdiode, f................ 521-04-09 mg:ztllillgllzzizt;ak(rﬁ;es f 521-09-08
G induktive Restflache
des Steuerstromkreises, f.........ccc........ 521-09-09
Gate (eines Feldeffekttransistors), n....... 521-07-09 induzierte Steuerspannung
Gatezone (eines Halleffekt-Bauelements), f......... 521-09-16
(eines Feldeffekttransistors), m ........... 521-07-09 infrarotemittierende Diode, f......o.oovo.o... 521-04-40
Gatterfeld, N.....oooovieiii 521-11-20 inhaltsadressierbarer Speicher, m........ 521-11-13
gefilltes Band, N......oooooeveiiiieiiiieee 521-02-32 inneres elektrisches Feld, Moo, 521-02-81
Geh?use, Ml et 521-05-31 integrierte Halbleiterschaltung, f............. 521-10-05
Gehauserahmen, M...........cooovvveeeeeeenennnn. 521-05-32 integrierte Kundenschaltung mit
Gesamtdrehimpulsquantenzahl, f........... 521-01-11 Standardelementen, f........c.coooceev.... 521-11-19
gezogener Ubergang, m.............ccc.coo... 521-02-77 integrierte Mehrchipschaltung, f ............. 521-10-10
Gipfelpunkt (einer Tunneldiode), m ........ 521-06-01 integrierte Schaltung, f.........cooveveveeueun... 521-10-03
Gitterstorstelle, f........ocooceiiiiiii 521-02-47 integrierte Schichtschaltung, f ................ 521-10-06
Gleichstromverhaltnis, n........................ 521-07-20 integrier‘te Speicherscha]tung, fo 521-11-05
Grenzfrequenz, f........ccocevvviieeiiineene 521-05-20 inverse Basisschaltung, f..............c......... 521-07-16
GTO-Thyristor, M s 521-04-68 inverse Emitterschanung, T 521-07-18
inverse Kollektorschaltung, f................... 521-07-17
H inverser Betrieb, M .......oocoeveeeeeeeeereennnn 521-07-12
Haftstelle, f......ovvveeeeeieeeeeeeeee e 521-02-63 lonenhalbleiter, m............cccooeviviiininnnn. 521-02-06
Halbleiter, m .......ccoooveiiiiieieeieeee 521-02-01 lonenimplantation, f..........ccoceveeereeeeenn. 521-03-14
Halbleiterbauelement, n............c..ceeeeunnee. 521-04-01 1ONENIEHUNG, Frrvveeeeeeeeeeeeeeeeeen 521-02-21

Halbleiter-Detektordiode, f..........cc.......... 521-04-11
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IRED (AbKUrzung) ......ccceeevveevneeeeniiennnn 521-04-40
isolierendes Medium

(in der Halbleitertechnik), n.................. 521-02-31
Isolierschicht-Feldeffekttransistor, m ...... 521-04-54

K

Kanal (eines Feldeffekttransistors), m.... 521-07-06
Kapazitatsdiode, f.........ccccoeeveeiiiiinineen. 521-04-07
Kapazitatsvariationsdiode, f.................... 521-04-07

kathodenseitig steuerbarer Thyristor, m. 521-04-69
Kennlinie eines Magnetowiderstands, f.. 521-09-17

KipppunKkt, M ..., 521-08-12
Kollektor, M ....c.oeeiiieiiiiee e 521-07-05
Kollektor-Basis-Zonenlibergang, m........ 521-07-02
Kollektorschaltung, f.........ccccccoeiiiiiinen. 521-07-14
Kollektoriibergang, m .........ccccccoeeennnneen.. 521-07-02
Kollektorzone, f........ccooovueiiiiiiiiiiiiiiiiin 521-07-05
Kompensations-Halbleiter, m ................. 521-02-11
kritische Spannungssteilheit, f................ 521-08-18
kritische Stromsteilheit, f.............cceeennnii. 521-08-19
KUhIKOrper, M .....ccccoveeeeeiiieeiee e, 521-05-33
Kurzschluss-Stromubersetzung

(bei kleiner Ansteuerung), f................. 521-07-19

L

ladungsgekoppelte Schaltung, f ............. 521-11-16
Ladungstrager (in einem Halbleiter), m .. 521-02-51
Ladungstragerspeicherung

(in einem Halbleiter), f.............cccuee. 521-02-62
Ladungsverschiebe-Bildabtaster, m ....... 521-11-17
Ladungsverschiebeschaltung, f.............. 521-11-14
Laserdiode, f.......ooviveeiiiiiiiiieeeeeeee 521-04-37
Laserdiodenmodul, n.........ccceeeeviinnnnenn.. 521-04-38
Latch-up-Zustand, m .........ccccceeeciiiinnnn. 521-10-11
Lawinendurchbruch

(eines PN-Ubergangs), m................... 521-05-07
Lawinendurchbruchspannung, f ............. 521-05-08
Lawinen-Gleichrichterdiode, f................. 521-04-20
Lawinen-Photodiode, f........coevvvivinireinnnens 521-04-44
LED (AbKUrzung) .......cccceeeeviveeseiireeenne 521-04-39
leeres Band, N ......coooovvvvveeeeeiiiiiiieeeeeeee 521-02-33
legierter Ubergang, m..........c.ccccceveuenne.. 521-02-75
Legierungstechnik, f..........cccccooviinnnnen.. 521-03-07
Leiter (in der Halbleitertechnik), m.......... 521-02-16
Leitfahigkeitsmodulation

(eines Halbleiters), f.......cccccccevveinnnnennn. 521-02-55
Leitungsband, N.........cooooiiiiiiiie, 521-02-22
Leitungselektron, n.........cccccceeeeieeiininnenn. 521-02-14
Leitungsstrom, m..........ccooeiieiiiiiiiiee. 521-02-15
lichtemittierende Diode, f...........ccuvueeeenne. 521-04-39
lichtempfindliches Halbleiter-

bauelement, N.........cooeiiiviiiiiiiiiie, 521-04-41
LOCh, Nueeeiiiiee e, 521-02-17
Lécherleitung, f.....coooooiiiiiie 521-02-18
lokales Niveau, N.........cccceeeeeiiiiiiieeeeeee, 521-02-35
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M

magnetische Empfindlichkeit
(einer Hallsonde), f........cooovcvvieveenennnn.

Magnetowiderstand, m..............ccccceee..
Magnetowiderstandseffekt, m.................

Majoritatstrager
(in einer Halbleiterzone), m.................

Makrozelle, f.......cooouveeeiiiiiieeeeeeeeee,

Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeits-
verteilung, f.....cooo

Maxwell-Boltzmann-Statistik, f................
Mesatechnik, f.......ccoooveiiiiiiiiiiiieieeeee,
MESFET (AbKUrzung) ........ccccoevvvvvvnen...
Mikroelektronik, f.........cccceveeeiiiiiiiinnen.
Mikrolegierungstechnik, f........................
Mikroschaltung, f.......cccccoevieiiiiiiiiee.
Mikrowellen-Begrenzerdiode, f...............
Mikrowellen-Schaltdiode, f......................

Minoritatstrager
(in einer Halbleiterzone), m..................

Mischerdiode, f.......cccooeeiiiiiiiiiiieeeeeein,
Modulationsdiode, f..........cceeevivieiiiinnnnn.
MOSFET (AbkUrzung) ......ccccccoeevvvveeen...

negativer differentieller
Widerstandsbereich, m.............c..........

neutrale Zone, f.......ccccvevvvevvvevevevenennnnnnns
N-Halbleiter, m .........ccoooiiiiiiiiiieeen,
nichtentarteter Halbleiter, m ...................

nichtquantisiertes System
(von Teilchen), N.......cccooiiiiiiiee

N-Kanal-Feldeffekttransistor, m..............
N-Leitfahigkeit, f ........cccoceeviveriieiiieenen

Oberflachenband, N.........ccooovvveiiviinennnnns
Oberflachenniveau, N .........cccoeeveveeeveennnn.
Oberflachenpassivierung, f.....................

Oberflachen-Rekombinations-
geschwindigkeit, f..........ccccoeiiiiiiinnnnen.

optoelektronische Anzeige, f..................

optoelektronisches Halbleiter-
bauelement, Nn.......cccoooiiiiiiii

(0] 7] (0] o] o] (= /Al o 4 F N
ortliches Niveau, N.........coccovvieeiieiiiinnns

parasitéres Schaltungselement, n ..........
Pauli-Prinzip, N ...
P-Halbleiter, m........cccoeviiiiiiiiiiie,
Photodiode, f.......ovvveeeiiieieeeeeeeeeeeee,
Photoeffekt, M ......cccooeeeiiiiiiiiiiie,
photoelektrische Zelle, f............cccuvveeeee..
photoelektrischer Effekt, m....................

photoelektrischer Halbleiter-
empfanger, M .......cccccveieeeeeeeeee.

521-09-12
521-04-29
521-02-84

521-02-52
521-11-22

521-01-05
521-01-03
521-03-11
521-04-60
521-10-01
521-03-10
521-10-02
521-04-15
521-04-14

521-02-53
521-04-08
521-04-10
521-04-55

521-05-05
521-02-68
521-02-09
521-02-12

521-01-01
521-04-56
521-02-49

521-02-34
521-02-42
521-03-13

521-02-56
521-04-36

521-04-31
521-04-45
521-02-35

521-05-36
521-01-14
521-02-10
521-04-32
521-01-20
521-04-33
521-01-20

521-04-42
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photoelektromagnetischer Effekt, m .......
Photoelement, Nn.........ccoeviiiiiiiiiiiiienns

photoempfindliches Halbleiter-
bauelement, N.........cooeviiiiiiiiiiiiie,

Photoleiteffekt, M........ccccoeeeeiiiiiiiieeeees
photoleitfahige Halbleiterzelle, f..............
Photothyristor, m ...
Phototransistor, m ............ccoeeeiiiieiinnnnnn.
photovoltaische Zelle, f..............occciie.
photovoltaischer Effekt, m ......................
Photowiderstand, m..........cccoeeevevveeeennnnns
Piezowiderstandseffekt, m......................
P-Kanal-Feldeffekttransistor, m..............
PLA (AbKUrzung) .......ccoevvvvieeeeeeeecinee,
Planartechnik, f..........ocooeiiiiiiiiiiies
P-Leitfahigkeit, f.........ccooevviieieeiiiiine,
PN-Grenzflache, f........ccooooiiviiiiieiies
PN-Ubergang, M.......c.ccccoveveeeeeereneennn.

Potentialschwelle
eines PN-Ubergangs, f.........c.ccccooiiie

Potentialschwelle, f.........ccccoovviiivieenee.
programmierbare Logik-Anordnung, f.....
programmierbare Logik-Schaltung, f......
programmierbares Gatterfeld, n .............
projizierter Gipfelpunkt

(einer Tunneldiode), M............cccueeee.

projizierter Hockerpunkt
(einer Tunneldiode), M............ccccueeeee.

Quantenzahl (eines Elektrons in einem
gegebenen Atom), f.......ccccciiiiiiiiiis

quantisiertes System (von Teilchen), n...

RAM (ABKUrzuNg) ......cooeeeviieieeaeeeiieee

Raumladungszone
eines PN-Ubergangs, f...............ccc....

Raumladungszone, f........cccccccoiiiiiienn.
Rekombinationszentrum, n.....................

Restspannung bei Magnetfeld null
(eines Halleffekt-Bauelements), f.........

Restspannung bei Steuerstrom null
(einer Hallsonde), f......ccccccveeeiveinnnnnnn.

ROM (ABKUrzuNg)......ccoecuvveeeeaaeeeiieee
rickwarts leitende Thyristordiode, f........
ruckwarts leitende Thyristortriode, f........
rickwarts sperrende Thyristordiode, f ....
riuckwarts sperrende Thyristortriode, f....

Rickwartsrichtung
(eines PN-Ubergangs), f...........ccc...c....
Ruckwarts-Sperrzustand
(eines rlckwarts sperrenden
Thyristors), M....cccooevieeiiiieeee e,
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521-01-23
521-04-34

521-04-41
521-01-22
521-04-43
521-04-72
521-04-51
521-04-34
521-01-21
521-04-43
521-02-85
521-04-57
521-11-02
521-03-09
521-02-50
521-02-65
521-02-78

521-02-70
521-02-69
521-11-02
521-11-01
521-11-03

521-06-03

521-06-03

521-01-07
521-01-02

521-11-08

521-02-80
521-02-79
521-02-64

521-09-15

521-09-14
521-11-06
521-04-64
521-04-65
521-04-62
521-04-63

521-05-04

521-08-09

Schaltdiode, f........eeviiiiiieiie
Schaltungsparameter, m .......................

Schicht (einer integrierten
Schichtschaltung), f......ccccccoovviiinnnnn.

Schottky-Barriere, f.........ccccoooiiiiii.
Schreib-Lese-Speicher, m......................
Schwebespannung, f.........cccccoeeveiininnen.

Schwellenspannung
(einer Diode oder eines Thyristors), f ..

Schwellenspannung (eines Feldeffekt-
transistors vom Anreicherungstyp), f...

Siebdrucktechnik, f.........ccccoeeriiiinnnen.
Signaldiode, f.......coooovviiiiiiiiiieeiiee
Source (eines Feldeffekttransistors), f....

Sourcezone
(eines Feldeffekttransistors), m ...........

Spannungsreferenzdiode, f....................
Spannungsstabilisatordiode, f ................
Spannungswiderstandseffekt, m ............
Speicher mit seriellem Zugriff, m............
Speicher mit wahlfreiem Zugriff, m.........
Speicherelement, N .......cccceeeeeiiiiinneen...
Speicherschaltdiode, f..........ccccvvvevinnnnnne
Speicherzeit, f......cccoooveciiiieieeiee
Sperrrichtung (eines PN-Ubergangs), f ..
Sperrschicht-Feldeffekttransistor, m.......
Sperrschicht-Photoeffekt, m ...................
Sperrschichttransistor, m...........c.c........

Sperrverzégerungsladung
(einer Diode oder eines Thyristors), f ..

Steilheit (eines Feldeffekttransistors), f ..
Steueranschluss, M.......ccooovvveeeviviieeeennnns

Steueranschluss
(eines Hallgenerators), m ....................

Steuerstrom (eines Hallgenerators), m...

Steuerstromempfindlichkeit
(einer Hallsonde), f.......ccccovveiiiinennne

stéchiometrische Zusammensetzung, f..
Storstelle, f ..o
Storstellen-Aktivierungsenergie, f...........
Storstellenband, N .....covevvevieivieeiieeees
Storstellen-Haftstelle, f.........ccccevvveereinnnss
Storstellen-Halbleiter, m...........c.cccvvvvveee.
Storstellenkompensation, f.....................
Storstellenniveau, N........ccoooeveeeviveeeeinnnnns

strahlungsemittierendes
Halbleiterbauelement, n.......................

Stromstabilisatordiode, f...........ccvvvvnnneee.

Stromverstarkungsfaktor
(bei kleiner Ansteuerung), m................

Substrat, N.....oooevveeeii

521-04-13
521-05-34

521-10-07
521-02-71
521-11-07
521-05-17

521-05-19

521-07-24
521-03-16
521-04-04
521-07-07

521-07-07
521-04-16
521-04-17
521-02-85
521-11-12
521-11-08
521-11-04
521-04-12
521-05-23
521-05-04
521-04-53
521-01-21
521-04-47

521-05-18
521-05-26
521-01-10
521-01-10
521-11-09
521-11-09
521-07-25
521-08-01

521-09-07
521-09-11

521-09-13
521-02-46
521-02-04
521-02-05
521-02-37
521-02-63
521-02-08
521-03-06
521-02-36

521-04-35
521-04-18

521-07-19
521-05-28
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T
Talpunkt (einer Tunneldiode), m............. 521-06-02
teilweise besetztes Band, n.................... 521-02-27
thermischer Durchbruch
(eines PN-Ubergangs), m................... 521-05-11
thermischer Widerstand, m..................... 521-05-13
Thermistor, M ......oeeeeeiiiiiiee e, 521-04-22
Thyristor, M ....cccccooeiiiiieeee e, 521-04-61
Trager (in einem Halbleiter), m............... 521-02-51
Transistor, M ......oooeeeeiiiiiee e, 521-04-46
Transistortetrode, f......cooovveiiiiiiiiiieeeenn. 521-04-50
Transitfrequenz, f.......cccccooveeeiiiiiiieenee. 521-07-21
Triac (AbKUrzung)......cccceveeeeeiiiiiiiieeeen. 521-04-67
Tunneldiode, f.........oeeiiiiiieieieee. 521-04-05
Tunneleffekt
(in einem PN-Ubergang), m................. 521-02-83
U
Ubergang, M......cccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeas 521-02-72
Ubergangszone der Storstellendichte, f..  521-02-67
Ubergangszone, f........ccccoccuveeeveeeveenennne, 521-02-66
Uberschussladungstrager, m.................. 521-02-54
Uberschusstrager, M ........c.ccccoveveveueenn.. 521-02-54
Unipolartransistor, m ...........c.ccccoeeunnneee. 521-04-48
Unitunneldiode, f..........c.oviiiiiiiiiiiiies 521-04-06
\
Valenzband, N .......cccccvveieeiiiiiieeeen 521-02-23
Verarmungsbetrieb, m....................... 521-07-10
Verarmungsschicht
(eines Halbleiters), f.......cccccccevveinnnnennn. 521-02-82
Verbindungshalbleiter, m........................ 521-02-03
verbotenes Band, N ...........cceeeviiiiiiinnnnn.. 521-02-30
Verzdgerungszeit, f........cccccoeviiiinneenn. 521-05-21
Volumenlebensdauer
(von Minoritatstragern), f...................... 521-02-57
Vorwarts-Ersatzwiderstand, m................ 521-06-05
Vorwartsrichtung
(eines PN-Ubergangs), f...........ccc...c.... 521-05-03
Vorwarts-Sperrzustand, m.........c.ccc........ 521-08-08
w
Wafer, M. 521-05-29
Warmekapazitat, f........ccccceeeeeieiiiieenee. 521-05-16
Warmewiderstand, M.........ccoooueeveevnrennn. 521-05-13
Widerstandskoeffizient
eines Magnetowiderstands, m............. 521-09-18
Widerstandsverhaltnis
eines Magnetowiderstands, n............... 521-09-19
Z
Zelle (in einem Halbleiter), f.................... 521-11-21
Zener-Durchbruch
(eines PN-Ubergangs), m................... 521-05-09
Zener-Spannung, f......coccceveeeiiiiiiiieenee. 521-05-10
Zerstaubung, f. ..o 521-03-17

Zonennivellieren, N.......ccccccveeeeeeeveeennnnn.. 521-03-04
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Zonenreinigen, N .........ooocceeeeeeeeeeenees 521-03-03
Zindspannung, f.....cccooeveiiiieeieeiies 521-08-15
ZUNndstrom, M .....cooovvvieeieeiieeeeeeee e 521-08-14
zusammengesetzte Mikroschaltung, f.... 521-10-04
Zweirichtungs-Thyristordiode, f .............. 521-04-66
Zweirichtungs-Thyristortriode, f.............. 521-04-67
Zweirichtungstransistor, m...................... 521-04-49
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INDICE
A centro de recombinacion ........................
aceptador ... 521-02-39 CRIP e
acumulacioén de portadores de carga circuito equivalente.............cccccceeeiiiiinns
(en un semiconductor aislante)............ 521-02-62 circuito integrado ...........oooovvvucerrn.
aislante .........coceriiiii 521-02-31 circuito integrado
angulode Hal ........ccccoeeeeiiiiiiiiiieeee, 521-09-03 de aplicacion especifica..........ccccc.......
atomo de Bohr........ccoocciviiiiiiiiiii 521-01-06 circuito integrado de pelicula..................
circuito integrado multichip.....................
B circuito integrado semiconductor............
banda de Bloch..............uveviiiiiiiiinnn, 521-02-25 circuito integrado semipersonalizado .....
banda de conduccion .............ccoocciieee. 521-02-22 coeficientede Hall .............cccccciiis
banda de energia .........ccccceeeeeeeieiiinen. 521-02-25 coeficiente de magnetorresistencia........
banda de energia COIECHON ...
(en un semiconductor).......................... 521-02-26 COIECtOr COMUN ...
banda de excitacion................cooevueeeeenn. 521-02-28 colector comuUn INVErsO......ooeeeeeee,
banda de impureza............ccccccoecierennnn 521-02-37 compensacion por impurezas.................
banda de SUperﬁCie ................................ 521-02-34 Composici(’)n estequiométrica _________________
banda de valencia .............c.ceeeveveiiinnnnnn. 521-02-23 conduccion intrinseca......c.ovevi i,
bandallena..........cccooeiiiiiiiiiiiiiie 521-02-32 conNAUCCION I0NICA ..o,
banda parcialmente ocupada.................. 521-02-27 conduccién por electrones......................
banda permitida............cccooeiiiiiii 521-02-29 conduccidn por NUECOS...........ccvvevenen..
bandareservada..........ccccooooveiiiiiiiiiinnnnn. 521-02-30 conductividad intrinseca........................
banda vacia.........cccccooiiiiiii 521-02-33 conductividad tipo N .........occoeueerrnenn.
barrera de Schottky ...........cccceeiviiinnne 521-02-71 conductividad tipo P .....ooveeeeeeeeeeeeren,
barrera de potencial.............cccccoeiine. 521-02-69 CONAUCKOT oo
barrera de potencial (de una union PN).. 521-02-70 constante de difusion
DASE. ... 521-07-03 (de portadores de carga) ........cc...c.......
base comuUn........cccceviiiiiiiiiie 521-07-13 corriente de conduccion ............c.cccoeeeee.
base comun inversa ..........cccccoeeiiiineen. 521-07-16 corriente de control
bloque semiconductor rectificador.......... 521-04-21 (de un generador de Hall)....................
borne (de un dispositivo semiconductor)  521-05-02 corriente de disparo de puerta................
bornes de control de corriente corriente de mantenimiento...................
(de un generador de Hall).................... 521-09-07 corriente de no disparo de puerta...........
bornes de Hall ...............ccccoiii 521-09-06 corriente de retencion.............ccccooeieee
bornes principales ..........ccccevviiciciiiiicnnn. 521-08-03 corriente principal ........ccccoeeeeiiieieieieeneennn.
crecimiento de un monocristal
C por fusién de zona...........ccccveieeeeeennn.
campo eléctrico interno ..............cccco...... 521-02-81 crecimiento por el método
campo inducido de Czochralski........cccccovvrieiiniiiinnnn.
(de un generador de Hall).................... 521-09-10 crecimiento por extraccion
canal (de un transistor de efecto (de un monocristal)...........cccceeeeeeennn.
de CAMPO).....ceeeieicieeeeeeeeeen 521-07-06 cristal ideal ...,
capa de agotamiento curva caracteristica
(de un semiconductor) ..............c......... 521-02-82 de una magnetorresistencia ................
capacidad térmica ..........ccceeeeeeeieeene. 521-05-16
caracteristica de anodo ...............c.o.... 521-08-06 D
caracteristica deposicion en fase vapor........................
(corriente-tension) de dnodo catodo.... 521-08-06 diac (en abreviatura) ...........ccccceeiiiiinns
caracteristica diagrama energeético............cccevvverennnnen.
(corriente-tensién) principal ................. 521-08-05 difusién (en un semiconductor) ..............
carga recuperada AIOdO i
(de un diodo o tiristor)............ccccueeeeeee. 521-05-18 diodo de capacidad variable....................
CEIUIA ... 521-11-21 diodo de conmutacion ...
célula de memoria ...........occccviiieeiieennis 521-11-04 diodo de conmutacion de microondas....
célula fotoconductora ...........cceeveeeennnen. 521-04-33 diodo de limitacién de microondas .........
célula fotovoltaica...........ococeieeiiiiiinniiis 521-04-34

diodo de retorno rapido ........cccccceeernnen.

521-02-64
521-05-30
521-05-35
521-10-03

521-11-18
521-10-06
521-10-10
521-10-05
521-11-19
521-09-02
521-09-18
521-07-05
521-07-14
521-07-17
521-03-06
521-02-46
521-02-20
521-02-21
521-02-19
521-02-18
521-02-48
521-02-49
521-02-50
521-02-16

521-02-61
521-02-15

521-09-11
521-08-14
521-08-10
521-08-17
521-08-11
521-08-02

521-03-02

521-03-01

521-03-01
521-02-45

521-09-17

521-03-15
521-04-66
521-01-13
521-02-59
521-04-03
521-04-07
521-04-13
521-04-14
521-04-15
521-04-13
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diodo de sefial ........cccceeeeiiiiiiiiiiiiees
diodo de tension de referencia ...............
diodo detector.........ccccceveiiiiiiiiiiis
diodo electroluminiscente .......................
diodo infrarrojo........ccceveeeeeeicciiiiiee e,
diodo [ASer......ooiiiiiieee
diodo mezclador ..........cooovviiiiiiiiiiinnns
diodo modulador............coooiciiiiiiiis
diodo para multiplicacion de frecuencia..
diodo rectificador ...........cooociiis
diodo rectificador de avalancha..............
diodo regulador de corriente...................
diodo regulador de tension.....................
diodo (semiconductor)............cccceeeeeinnnns
diodo semiconductor rectificador............
diodo tunel.......ccocveeiiiiiie
diodo unitdnel ...........cccoooiiiiiiii
disco de Corbino.........ccccvvvviieeeiiiieeee
dispositivo de acoplamiento de carga.....
dispositivo de efecto Hall.........................
dispositivo de transferencia de carga......
dispositivo discreto ..........ccceeeeeeeeen.
dispositivo en serie........cccceeeeeeiei.
dispositivo fotosensible...........................
dispositivo optoelectronico .....................
dispositivo semiconductor .....................
dispositivo semiconductor discreto.........
dispositivo semiconductor fotosensible ..

dispositivo sensible a
las descargas electrostaticas...............

dONAdOr ...
dopado (de un semiconductor)...............

efecto fotoconductivo..............................
efecto fotoeléctrico ..........cccovvieiiiiiiinnni,
efecto fotoelectromagnético ...................
efecto fotovoltaiCo...........cccccvvieiiiiiiiinnn,
efectoHall ...
efecto magnetorresistente .....................
efecto piezorresistente .................cc.e.
efecto tensorresistente ...........................
efecto tunel (en una unién PN)...............

electrodo
(de un dispositivo semiconductor) .......

electron suelto ...........cccoceevveeeiincee,
electrones de conduccion.......................
elemento de circuito parasito..................
(=T001 o ] U UUUPRPR
€MISOr COMUN ...t
€emisor comun iNVErso ........ccccceeeeeeeaennnes
energia de activacion de impurezas.......
energia de ionizacién de un aceptador...
energia de ionizacion de un donador .....
ENVASE ...eeiiiiiiiee et e e
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521-04-04
521-04-16
521-04-11
521-04-39
521-04-40
521-04-37
521-04-08
521-04-10
521-04-09
521-04-19
521-04-20
521-04-18
521-04-17
521-04-03
521-04-19
521-04-05
521-04-06
521-04-30
521-11-16
521-04-24
521-11-14
521-04-02
521-11-15
521-04-41
521-04-31
521-04-01
521-04-02
521-04-41

521-05-27
521-02-38
521-03-05

521-01-22
521-01-20
521-01-23
521-01-21
521-09-01
521-02-84
521-02-85
521-02-85
521-02-83

521-05-01
521-01-18
521-02-14
521-05-36
521-07-04
521-07-15
521-07-18
521-02-05
521-02-44
521-02-43
521-05-31
521-03-12
521-01-10
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estadisticade Fermi.......cccccoeeveieinnnnnin.
estadistica de Fermi-Dirac......................
estadistica de Maxwell-Boltzmann .........
estado bloqueado..........cccceeeieieiiiiinnnn.n.

estado bloqueado en sentido inverso
(de un tiristor bloqueado
en sentido iNVerso) ........cccccoeeveiiieeen.n.

estado conductor.........cccceeeeeiiiiiieneneenen,
estado de bloqueo........ccccceeeeeieiiiiinnnn.n.

fotoacoplador............cccooii
fotodiodo...........coooveiiiii,
fotodiodo de avalancha.........................
fotoemisor.........ccccoevvii,
fotorresistencia................cccccc
fototiristor ...l
fototransistor ............ccco
frecuencia de corte..........coeevivviiiieeennn.
frecuencia de corte resistiva..................

frecuencia de relacion
de transferencia unidad de corriente ...

frecuencia de transicion..........................

fuente (de un transistor de efecto
de CamPO)...ccovieeiiiiiiiee e

funcion de Fermi-Dirac.........c.ccccceeeee.

funcionamiento en modo
de agotamiento..........cccceeeveiiiiiiiiiiienes

funcionamiento en modo
de enriquecimiento ................cceeeeeel

imperfeccion (de un sdlido cristalino) .....
implantacion idnica...........ccccevvcieeeinneen.
IMPUIEZAS.......ccvvveveiieeieieinieieineeeieieeenaaes

ley de distribucién de las velocidades
de Fermi-Dirac-Sommerfed! ................

ley de distribucion de las velocidades
de Maxwell-Boltzmann .......................

IiMite PN ..o

longitud de difusion
(de portadores minoritarios).................

MACrOCEIUIA .......cvveeiiiiiiiieee e
magnetometro de efecto Hall .................
magnetorresistencia............ccccvvvvveennnee.
matriz de puerta ........cccevvvvviiiiniiiiiin,
matriz de puerta programable ...............
matriz légica programable .....................

521-01-15
521-01-15
521-01-03
521-08-08

521-08-09
521-08-07
521-10-11

521-04-45
521-04-32
521-04-44
521-04-35
521-04-43
521-04-72
521-04-51
521-05-20
521-06-04

521-07-22
521-07-21

521-07-07
521-01-16

521-07-10

521-07-11

521-04-26

521-02-17

521-02-47
521-03-14
521-02-04

521-01-19

521-01-05
521-02-65

521-02-60

521-11-22
521-04-28
521-04-29
521-11-20
521-11-03
521-11-02
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memoria asociativa...........cccccceeciiiiecnnn.
memoria de acceso directo ....................
memoria de acceso secuencial ..............
memoria de circuito integrado ................
memoria de lectura/escritura..................
memoria de lectura/escritura dinamica...
memoria de lectura/escritura estatica.....
memoria de solo lectura..........................
memoria direccionable por el contenido.
memoria VOIatil ............ccccvvvuiiiiiinnnn.
[a g1 e oTe3 o U1} (o TR
MICrOCONJUNEO ....eeeeiieeeiiiiiieee e
microelectronica ..........cccccveeeeeei e,

modulacion de la conductividad
(de un semiconductor) ............cccuueeeeee.

modulo de diodo laser ..........ccoocveveeneee.
movilidadde Hall .................ccccoee.
movilidad (de un portador de carga).......
multiplicador Hall ..............ccooooiiiiiiiiiinnnn.

nivel aceptador..........cccuvveeieiiiiiiiiinnn
nivel de energia (de una particula).........
nivel de Fermi..........ccooiiiiiiiiie,
nivel de impureza ..........ccccceeeeencnnnnnns
nivel de superficie.........ccccvvuieeniiiiiiennnn.
nivel donador.........cccccovviiiieeiei i,
nivel energético (de una particula) .........
nivelacion local ............cccoveeiiiiiiiiiiieeee.
nivelacion por zona..........ccccceeeeeeeeenineen.

numero cuantico
(de un electrén de un atomo dado)......

ndmero cuantico interno.............cccvvee....
numero cuantico principal..............c........
numero cuantico secundario ..................

pantalla optoelectrénica.............c.evvveeeeee
parametro de circuito...........cccccceeeunnnen.
PASilla .....eveieiiii s

pelicula (de un circuito integrado
de pelicula) ......ccovveeviiiiiiiiiiieee e,

pelicula delgada
(de un circuito integrado de pelicula)...

pelicula gruesa
(de un circuito integrado de pelicula)...

penetracion (entre dos uniones PN).......
perforacion (de una union PN polarizada

€N INVEISA)....cccciiiiiieiee e
perforacion por avalancha

(de una unién PN)........ccoooiiiiiiii.
perforacion por efecto térmico

(de una unidn PN).......cccoveviieiiiiiie.
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521-11-13
521-11-08
521-11-12
521-11-05
521-11-07
521-11-10
521-11-09
521-11-06
521-11-13
521-11-11
521-10-02
521-10-04
521-10-01

521-02-55
521-04-38
521-09-04
521-02-58
521-04-27

521-02-41
521-01-12
521-01-17
521-02-36
521-02-42
521-02-40
521-01-12
521-02-35
521-03-04

521-01-07
521-01-11

521-01-08
521-01-09

521-05-29
521-04-45

521-04-36
521-05-34
521-05-30
521-10-07
521-10-08

521-10-09
521-05-12

521-05-06

521-05-07

521-05-11

perforacion por efecto Zener

(de una unién PN) ... 521-05-09
plaqueta........cccoeeveeiiiiic 521-05-29
portador..........uvveieieii 521-02-51
portador (de carga)

(en un semiconductor)...........cccceeeeenn. 521-02-51
portador en exCeso...........uevvvevervrernnnennnn. 521-02-54
portador mayoritario

(en una region semiconductora).......... 521-02-52
portador minoritario

(en una region semiconductora).......... 521-02-53
principio de exclusién de Pauli-Fermi..... 521-01-14
PUEIA ..o 521-08-01
pulverizacién en vacio..............ccccuuveeee... 521-03-17
punta de pico (de un diodo tunel)........... 521-06-01
punta de pico proyectada

(de un diodo tinel)..........ccccuvveeeeeeeenn. 521-06-03
punta de valle (de un diodo tunel) .......... 521-06-02
punto de retorno ..........cccvveeeeeeeveciinien. 521-08-12
purificacion por zona ...........ccccevvvvvevnnnnnn. 521-03-03

R
radiador ..o 521-05-33
receptor fotoeléctrico.............ceevvvvneen... 521-04-42
receptor semiconductor fotoeléctrico...... 521-04-42
red légica programable .............cc.oeeeee... 521-11-01
region de carga de espacio.................... 521-02-79
region de carga de espacio

(de una unidoN PN) .....oocooviiiiiieiieee 521-02-80
region de resistencia

diferencial negativa...............cccooeee. 521-05-05
region de transicion ............c.ccoeeecvvveeen.. 521-02-66
region NeuUtra ........ccccoveceiieeeeee e 521-02-68
rejilla (de un transistor de efecto

de CamPO)...cccorveieiiiiee e 521-07-09
rejilla de conexion (de un envase).......... 521-05-32
relacion de Boltzmann.........cccocceeeenneeen. 521-01-04
relacion de magnetorresistencia............. 521-09-19
relacion de transferencia directa

de corriente en pequefas sefales,

con salida en cortocircuito ................... 521-07-19
resistencia aparente directa ................... 521-06-05
resistencia aparente

en estado conductor..........ccccceeeernneen. 521-08-13
resistencia térmica

(de un dispositivo semiconductor) ....... 521-05-13
retardo de caida .........cccevvvieeiniiiie e, 521-05-23
retardo de subida ............cccccooi 521-05-21

S
SEMICONAUCTON .....uvuieiiiciiicieeeee e, 521-02-01
semiconductor compensado................... 521-02-11
semiconductor compuesto...................... 521-02-03
semiconductor degenerado.................... 521-02-13
semiconductor elemental........................ 521-02-02
semiconductor extrinseco....................... 521-02-08
semiconductor intrinseco........................ 521-02-07
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semiconductor idnico..........cccccceeeeeeennnns 521-02-06
semiconductor no degenerado............... 521-02-12
semiconductor tipo N..........cccccceeeeieiiins 521-02-09
semiconductor tipO P .........cceeiiiiiinnn. 521-02-10
sensibilidad a la corriente de control

(de una sonda de Hall) ..............c.c....... 521-09-13
sensibilidad de magnetorresistencia....... 521-09-20
sensibilidad magnética

(de una sonda de Hall) ...................c... 521-09-12
sensor de imagen de transferencia

de Carga....cccoiieciiiiiiee e 521-11-17
sentido directo (de una unién PN).......... 521-05-03
sentido inverso (de una unién PN) ......... 521-05-04
sentido inverso de funcionamiento.......... 521-07-12
separacion energeética ..........ccccceeeeeinens 521-02-24
Serigrafia .......cccoeecviiiie e 521-03-16
sistema cuantificado (de particulas)....... 521-01-02
sistema no cuantificado (de particulas).. 521-01-01
sondadeHall .........cccooeeiiiiiii s 521-04-28
SUDSTrato.....coceeeeiee e 521-05-28
sumidero (de un transistor de efecto

de CamPO).....cooiiiiiieee e 521-07-08
superficie efectiva de induccion

del bucle de la corriente de control...... 521-09-09
superficie efectiva de induccion

del bucle de salida...........cccccceeeeeeiis 521-09-08

T

técnica de aleacion............ccccceveeviienens 521-03-07
técnica de difusion............ccooi. 521-03-08
técnica de microaleacion........................ 521-03-10
técnicamesa .......ooooiiiiiiiiie 521-03-11
técnicaplanar.........ccccveeveeeieiiccieeee 521-03-09
temperatura equivalente interna

(de un dispositivo semiconductor) ....... 521-05-14
temperatura virtual

(de un dispositivo semiconductor) ....... 521-05-14

temperatura virtual
(equivalente) de union 521-05-15

tension de avalancha ...........cccccoeiiees 521-05-08
tension de bloqueo (de un transistor

de efecto de campo de agotamiento).. 521-07-23
tension de control inducida

(de un dispositivo de efecto Hall)......... 521-09-16
tensién de disparo de puerta.................. 521-08-15
tensionde Hall...........cccocoeeiiiiiiiinns 521-09-05
tensién de no disparo de puerta............. 521-08-16
tension de umbral

(de un diodo o tiristor).............cccvvveeee.. 521-05-19
tension de umbral

(de un transistor de efecto de
campo de enriquecimiento) ................... 521-07-24
tension de Zener..........ccccooeeeiiiiiiieneen. 521-05-10
tension flotante .........ccooveveiiieeis 521-05-17
tensién principal..............cooiii 521-08-04
tensién residual para una corriente

de control nula

(de un dispositivo de efecto Hall)......... 521-09-14
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tensioén residual para un campo
magnético nulo
(de un dispositivo de efecto Hall).........

termistancia.......cccoooeviiiiiiiii
termoelemento semiconductor ...............
tiempo de caida........c..ccooeciiiiieiiiie,
tiempo de recuperacién directa...............
tiempo de recuperacion inversa .............
tiempo de subida.........cccooeeiiiiiiiiinn
StOr .
tiristor asimeétrico ............cccovieiiiiiinnns
tiristor bloqueable ...l
tiristor diodo bidireccional.......................
tiristor diodo bloqueado en inversa.........
tiristor diodo conductor en inversa..........
tirStor N
HFAStOr P o
tiristor triodo bidimensionai.....................
tiristor triodo bloqueado en inversa ........
tiristor triodo conductor en inversa .........

transconductancia
(de un transistor de efecto de campo).

tranSiStor........oov i
transistor bidireccional................ccoccuuees
transistor bipolar de union.......................
transistor de efecto de campo.................

transistor de efecto de campo
de agotamiento...........ccccceeeeiiiiiiiiiien.

transistor de efecto de campo
decanal N ..o

transistor de efecto de campo
decanal P.......cccocoiiiiie

transistor de efecto de campo
de enriquecimiento ......................l

transistor de efecto de campo
de metal-6xido

SEeMICONAUCEOr ........oeeiieeeiieeeeeeeeiees

transistor de efecto de campo
de metal-semiconductor ......................

transistor de efecto de campo
de rejilla aislada..........cccceeeeeiiiiie.

transistor de efecto de campo
de unidnderejilla ......ccooeveeeeiiinnnnnn...

transistor tetrodo ..o
transistor unipolar..........ccccoeeveieiiininennnn.
triac (en abreviatura) ...........ccccccoiiiil

union abrupta ........ceevvevveiiiiieii
UNion COlECTON ......ccviiiiieiiiiiee e
UNION EMISON ....eiiiieeeee e
union gradual..........coooeeciiiieeeeee i
UNION PN
unién por aleacion...............evvvevevevennnnnn.
union por difusion ...........cccceeeeeeieiiiieen..
unién por extraccion ................evevevevnnnnnn.

521-09-15
521-04-22
521-04-23
521-05-24
521-05-25
521-05-26
521-05-22
521-04-61
521-04-71
521-04-68
521-04-66
521-04-62
521-04-64
521-04-70
521-04-69
521-04-67
521-04-63
521-04-65
521-02-63

521-07-25
521-04-46
521-04-49
521-04-47
521-04-52

521-04-58

521-04-56

521-04-57

521-04-59

521-04-55

521-04-60

521-04-54

521-04-53
521-04-50
521-04-48
521-04-67

521-02-72
521-02-73
521-07-02
521-07-01
521-02-74
521-02-78
521-02-75
521-02-76
521-02-77
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\Y
valor estatico de la relacion

de transferencia directa de corriente ...

velocidad critica de crecimiento

de la corriente de estado conductor.....

velocidad critica de crecimiento

de la tension de estado bloqueado......

velocidad de recombinacion

en superfiCie .......cccceeeiiiiiiiiieee e

vida media en el material

(de portadores minoritarios).................

Z
zona de transicion de la concentracion

de impurezas ........ccccceeeeeiiiiiiieneeeees
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521-07-20

521-08-19

521-08-18

521-02-56

521-02-57

521-02-67
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&

HEFEER ; IC shuuseki-kairo; IC ..............
HEREEHATY ;ICAEY
shuuseki-kairo-memori; IC-memori............
T U&7 % — akuseputaa ..........c..ccoeu.....
7 7 &7 & —HE(L akuseputaa-jun'i...........
TR TE—DA F A RN F—
akuseputaa no ionka-enerugii ...................
(B2 6N HEFNOEFD) mFH
(ataerareta genshinai no denshi no)
FYOOShISUU ...
JEHPIN R atsu-teikoo-kooka ................
(SRR D) IR

(maku-shuuseki-kairo no) atsumaku .........
(BFE-TENE) 7/ — Ry > — M 5
7 ) — R
(den'atsu-denryuu) anoodo-kasoodo-
tokusei; anoodo-tokusei...........ccccevvvneeennnnn.
TG v JBERSA A — R
abaranshe-gata-seiryuu-daioodo...............
CEEROPNELG D) 737 v = R
(handootai no PN-setsugoo no)
abaranshe-koofuku.............ccccceeeieeiieinnnes
7 /37 v = )T abaranshe-den'atsu.....
TGz T 4 NEAA— KR
abaranshe-foto-daioodo ..............cccceee.

vy

A A PEHEEIK jonsei-handootai ..............
A A FEN ion-ChuunyuU ......cocveeeeeieeee,

A F 5 ion-dendoo. ........ooeeeeeieeeee.

(BfFD) (FUZ L) BEE
(denka no)(dorifuto) idoodo ...........c.eeeeeee...

(oY}

72—/ N WEENA.....uvviiiieei e

FEE MM IC ; ASIC
tokutei-yootomuke-IC; eeshikku ................
N =E £ N-gata-dendoodo....................
NFE =8k N-gata-handootai.....................
N~ — k¥ U X % N-geeto-sairisuta.......
NF v RVEFDR T PR F
N-chaneru-denkaikooka-toranjisuta ..........
T RLX—F v v 7 enerugii-gyappu........
(KL T-0>) T3 L —HERT

(ryuushi no) enerugii-jun'i ...........ccccveeeen..
TR LF —YENL X enerugiijun'izu.............
TRF—H Ty R

enerugii-tai; burohho-tai...............ccoeeeee.
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521-02-85
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521-02-09
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521-02-24

521-01-12
521-01-13

521-02-25

CEERF D) 1 —iF

(handootai-chuu no) enerugii-tai................ 521-02-26
T H ¥ — epitakishii ......coooeieeeieeee 521-03-12
TI v Z emitta .o 521-07-04
T X v XM emitta-setchi.........cccoe..... 521-07-15
T I v XA emitta-setsugoo ................. 521-07-01
;A A A — K ; LED
hakkoo-daioodo; LED ...........ccccceiiiiiiinennn. 521-04-39
TUNVARY NEEBRDR T oA H
enhansumento-gata-denkaikooka-
toranjisuta.........cccoecciiieiii e 521-04-59
(LN AA L NEBRIR T VA
X D) LEVWEELE
(enhansumento-gata-denkaikooka-toranjisuta
no) shiki'ichi-den'atsu ..............cccccceenien. 521-07-24
TNV AR Y NE— REE
enhansumento-moodo-doosa.................... 521-07-11
bS]
A 7 RHE ofu-jootai ...ocveeeeeeecieieee e, 521-08-08
AL IRHEE ON-jootal o 521-08-07
7 R RE AT
on-jootai-koobai-teikoo .............ccceeeiinnins 521-08-13
H
SR ¥E K gaiinsei-handootai .............. 521-02-08
MEER B kaidan-setsugoo............c.e.veve.... 521-02-73
(FAF— RV A U AZ D) [BIHEEMN
(daioodo ya sairisuta no) kaifuku-denka.... 521-05-18
[Fl#% /X Z A — X kairo-parameeta .............. 521-05-34
b5 Efafik kagaku-ryooron-sosei.......... 521-02-46
CREfka D) ik
(handootai-chuu no) kakusan.................... 521-02-59
PR kakusan-gijutsu ........occeeeeien, 521-03-08
(i) PLBOESK
(denka no) kakusan-joosuu ....................... 521-02-61
LA kakusan-setsugoo...................... 521-02-76
(D V) T D) Pk
(shoosuu-kyaria no) kakusan-choo............ 521-02-60
L& 31k kagoobutsu-handootai......... 521-02-03
¥ ¢ U 7 kajoo-kyaria............ccceennne 521-02-54
RREE 5 CHEERT A AD) TR
kasoo-ondo; (handootai-debaisu no)
naibu-tooka-ondo.............ccccveeeieeiieiiiiien. 521-05-14
A8 (A HEERE
kasoo (tooka) setsugoo-ondo.................... 521-05-15
fili 2B 71 kadenshi-tai...........c.coeeeeveneennnene. 521-02-23
WERNES A A — R
kahen-yooryoo-daioodo..........c..ccceeuueneeenn. 521-04-07
VRIEFEOEIET A A BT 31 2
handootai-kankoosei-debaisu;
kankoosei-debaisu............cccccceiiiiiiiiiieenn. 521-04-41
SEAfEN kanzen-kesshoo..........ccccvvevee.. 521-02-45
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HHEEEX A A —
kijun-den'atsu-daioodo...............ccccuvveneen... 521-04-16
FA A5 T kisei-kairo-soshi .................. 521-05-36
SAERE Hi T kisoo-seichoo-gijutsu........... 521-03-15
BB &5 8 2R
kidoo-ryooshisuu; daini-ryooshisuu ........... 521-01-09
HEEPE A £ U kihatsusei-memori............... 521-11-11
FER KIDAN.....c.oiciicecece e, 521-05-28
WPH 235 YA U X &
gyaku-soshi-2tanshi-sairisuta..................... 521-04-62
WAPE R3S A U X K
gyaku-soshi-3tanshi-sairisuta..................... 521-04-63
HRHIE YA U 2 &2 @) iR R RE
(gyaku-soshi-sairisuta no)
gyaku-soshi-jootai...........oooeeciiiiiiiiiiiiins 521-08-09
B2 A U A H
gyaku-dootsuu-2tanshi-sairisuta................ 521-04-64
BULEC BT e S/ () I
gyaku-dootsuu-3tanshi-sairisuta................ 521-04-65
(iS4 T ASHIZPNEG D) F&R
(gyaku-baiasu sareta PN-setsugoo no)
KOOFUKU ..o 521-05-06
(PNEEA D) W51
(PN-setsugoo no) gyaku-hookoo................ 521-05-04
WG Xy Z I
gyakuhookoo-emitta-setchi........................ 521-07-18
W5 ) [EIE R
gyakuhookoo-kaifuku-jikan ........................ 521-05-26
Wi a Lo X
gyakuhookoo-korekuta-setchi.................... 521-07-17
W7 EE{E gyakuhookoo-doosa ............... 521-07-12
WS — A4
gyakuhookoo-beesu-setchi........................ 521-07-16
JHTEYENRT KyoKUZAIUN'T..eceveeevce e 521-02-35
TR KYOY0O-tai ..oovevevieiceeeeeeeeea 521-02-29
AR KINS@I-tAI.vvveveveieeeeecececeee e 521-02-30
SRR V- ARERES IR T VRS
MOSFET
kinzoku-sankabutsu-handootai-
denkaikooka-toranjisuta; MOSFET ............ 521-04-55
BIRNEARERR T A% MESFET
kinzoku-handootai-denkaikooka-toranjisuta;
mesu-FET; mesu-fetto ............ccccvveeeeennne 521-04-60
<
72 )8 fif $EJak kuukan-denka-ryooiki.......... 521-02-79
(PNHE50D) 22 i el Lok
(PN-setsugoo no) kuukan-denka-ryooiki ...  521-02-80
ZEHE KUU-tAT v 521-02-33
CEERD) 2228
(handootai no) kuuboosoo.............ccccceee... 521-02-82

TEAHES keisha-setsugoo.........cccveveuee...
(BRHHIRENT PR ZD) F— |
(denkai-kooka-toranjisuta no) geeto ..........

7 — K7 LA geeto-ar€i.......cccecerveeruennnn.
— K~ b U J#EE geeto-toriga-den'atsu ...
47—k kU & geeto-toriga-denryuu....
7— RNV TEE

geeto-hitoriga-den'atsu..............cccccoeeiis
7 — 3N T E

geeto-hitoriga-denryuu ...................

Gibdbks 1) Rtk

(kesshoo-kooshi no) fukanzen-sei.............
Wil # A 4 — K kempa-daioodo................
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FAEFE S50 R kookidenyroku-kooka...........
A4 gookin-gijutsu .......ccveveeeeeeeee
A4 A gookin-setsugoo..........ceeee.....
FeEZNE kooden-kooka...........ccoeeuveereennn.
YN F: koodenji-kooka ...........c.c........
HEBFT 4 AT A
koodenshi-disupurei ...........cccccevvvnnnnnnnnnnn.
YFE 5 734 A koodenshi-debaisu ..........
YA koodenchi .......coeevee i
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handootai-kooden-ditekuta; kooden-ditekuta ...
Y FE /L koodooden-seru......................
8 FERN R koodooden-kookKa...................
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(gyaku-baiasu sareta PN-setsugoo no)
KOOFUKU ...

TEBIEERT NA R [#BIT /31 A
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kobetsu-debaisu ...........cccceeeeeiiiiiiiieeeennnnn.

fISZ.7E ¥ koritsu-denshi..........ccccoceveeenneenn.
S — /5 4 A7 Korubiino-disuku.......
L7 & korekuta ......cccevveeeeeiiiiiiiieeee
o L7 X 4 korekuta-setsugoo...............
o L7 X korekuta-setchi....................

P — I A F saamisuta........c..ccceveeeeeinneenn,
FifE A H0 saiketsugoo-chuushin.............
P A U RAHZ sairisuta ......cccveeeivceeeeeeiieeen,

B AT /3 % ; CCD
denka-ketsugoo-debaisu; CCD..................
(A F— oA Y RZ D) LE\MEEE
(daioodo ya sairisuta no) shiki'ichi-den'atsu ..
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toranjisuta no) shiki'ichi-den'atsu...............

(R— VARG D) BERUREE
(hooru-tanshin no) jiki-kando......................
BESHRPURE jikiteikoo-kando ...................
TSRS jiKi-teiKOOKi ...vevvevcreeeceee
S HSHIAR 2K jikiteikoo-keisuu...................
KRBT & jiki-teikoo-kooKa..................
B85 SRR LR P i
jikiteikoo-tokusei-kyokusen...............ee......
s AR jikiteikoo-hi.....cocevecuieciieiien,
7} A 4 — R shigunaru-daioodo....
(h— s ERO) B ORA
(hooru-hatsudenki no) jiko-jikai..................
HEWTFE 2 4% shadan-shuuhasuu.................
(F7 Ly va JEERIR T DAL D)
TR
(depuresshon-gata-denkaikooka-
toranjisuta no) shadan-den'atsu ................
S ; IC shuuseki-kairo; IC ...............
HEREEEAEY S ICAEY
shuuseki-kairo-memori; IC-memori............
JREOERE & A A — R
shuuhasuu-teibai-daioodo ................c....
FETHT juuman-tai..........coceeveveieeeeeeen
fiE iR ¥ 8K shukutaigata-handootai.......
FEUiT shu-tanshi ..o
HiT) L — 7 DI
shutsuryoku-ruupu no jikkoo-
yuudoo-menseki.........cccceeeiiiiiiiiiie
T shu-den'atSu .....oceveveevecieciec
¥ (FBIE-E) i
shu (den'atsu-denryuu) tokusei .................
FEHE shu-denryuu......c.eeeeeeeeeieecvieeene,
FEFE; B1ETK
shu-ryooshisuu; dai'ichi-ryooshisuu...........
(PN#2E& D) IESH 1A
(PN-setsugoo no) jun-hookoo....................
JIE 7 1 (=198 FER# junhookoo-kaifuku-jikan...
N5 1) A Bl fE e
junhookoo-koobai-teikoo ...........cccceeceuene
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(DEF v VT D) JLHE

(shoosuu-kyaria no) kakusan-choo............
(D v U T D) NV FHf

(shoosuu-kyaria no) baruku-jumyoo .........
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AL o F T EAF—FK
suitchingu-daioodo ...,
A7 U — ERIE A
sukuriin-insatsu-gijutsu ............cccccceeeiee
AET 4y I V—=R/TAL NAEY
AZT Ay I AEY
sutatikku-riido/raito-memori;
sutatikku-memri ...
AF o TFTHAF—F

AT T Y INY ZA A —F
sunappu-ofu-daioodo;
suteppu-rikabari-daioodo...........................
ARy & Y 7 supattaringu.....................

AE L (ET#%) supin (ryooshi-suu) ......
kN

(R—FEERD) B
(hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu......

(F—ILIEEIRD) HIEERIRE
(hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu-
Kando ..o

(F—ILIEEIRD) HIEER T
(hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu-tanshi...
IR L — 7 oD S h ik i h A
seigyo-denryuu-ruupu no jikkoo-
yuudoo-MeNSEKi ........eeeeereeiiiiiiiiiieaeeeee
TEFL seIKOO....vviiiiiieecceeee e

K EHA seichoo-setsugoo.........c.c...........
FHIET A e A b
seiteki-junhookoo-denryuu-dentatsuhi.......
iR SRR U 22 7 /3 A A
seedenki-hooden ni binkan na debaisu .....
RS A A — R RS A A — R
handootai-seiryuu-daioodo;
seiryuu-daioodo..........ceeeeeiiiiiiiiiiieeeeeee
TRINRFENZ A A — F
sekigaisen-hakkoo-daioodo.......................
fitx 7 — FESDR N T R H
zetsuen-geeto-denkaikooka-toranjisuta.....
MoK zetsuen-tai ..o.eeeveeeecececeeeeee
ZE SEtSUGO0.. vt
NAR=F F T VAL,
AW NT O
baipoora-toranjisuta;
setsugoogata-toranjisuta ............c..cccoeee
Boy— FERBR b T RS
setsugoo-geeto-denkaikooka-toranjisuta...
TIHAFZ LT C semi-kasutamu-IC........
TV SOIU e
(R=NENRT A AD) B ol ni#EE
(hooru-kooka debaisu no)
zero-jiba no zanryuu-den'atsu ..................
(R RRLERD) ¥ BB 7RE T
(hooru-kooka tanshin no)
zero-denryuu-seigyo no zanryuu-den'atsu.
BB AL sen'i-shuuhasuu......................
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(BRAR T VRZD) V=R
(denkai-kooka-toranjisuta no) soosu..........
A8 TEE) T
soo-kaku'undooryoo-ryooshisuu................

(BREE TV AZD)

HAEa 75 R
(denkaikooka-toranjisuta no)
soogo-kondakutansu ............ccccceeeeeiiiniie
W2 AA VAL s BAT v
soohookoo-2tanshi-sairisuta; dai'akku.......
RGBT A VAL 3 v TAT w7
soohookoo-3tanshi-sairisuta; torai'akku.....
MG NT AR
soo-hookoo-toranjisuta...........ccccceeeeiniiis

B—=rF T ALY RE
taan-ohu-sairisuta..........cccccooiiiii.
HF MG T YA VAE ; BAT v
soohookoo-2tanshi-sairisuta; dai'akku.......
HI ) E AL tai'iki-kinshitsuka.....................
G B ai'TKI-SEISEI v
(HAEsE D) HBamk R
(tankkeshoo no) tai'iki-yooyuu-seichoo......
TR B TR
shu-ryooshisuu; dai'ichi-ryooshisuu...........
PHESA A — K, XA A —F
handootai-daioodo; daioodo.......................
(51 A— KR A Y A5 D) BIELR
(daioodo ya sairisuta no) kaifuku-denka....
(A A — RV A U AZD) L&V MEELE
(daioodo ya sairisuta no) shiki'ichi-den'atsu .
FAFIv I V—=R/"FA4 XEY ;
FAFIv I AEY
dainamikku-riido/raito-memori;
dainamikku-memori ...........cccveveeiieiiiiinins
OB B8 28T
kidoo-ryooshisuu; daini-ryooshisuu ...........
R O) ¥ v VT
(handootai-ryoo'ikichuu no) tasuu-kyaria ..
S5 B3 Y B tachiagari-jikan ...
SLB R A Y EfE tachisagari-jikan..............
(R RNVEA F—RD) BR
(tonneru-daioodo no) tani-ten....................
Hn#E /K tangenso-handootai ...........
=R ACERT Y Fae= = R4
tan'i-denryuu-dentatsuhi-shuuhasuu .........
(HfEsE D) Hramk R
(tankkeshoo no) tai'iki-yooyuu-seichoo......
(HfEGo) 8l EIFRE ;
FalINAF—IEICLDEE
(tankkeshoo no) hikiage-seichoo;
chokurarusukii-hoo ni yoru seichoo)..........
CLERT A AD) BT
(handootai-debaisu no) tanshi..................
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TEAERER chien-jikan .......oooeveveeveeeeeene
F 7 XA chippu; dai.....ccocveveeeenne.
(BRHREFT L PREZD) Fr Rl
(denkai-kooka-toranjisuta no) chaneru ......
H LRI chuusei-ryooiki .......c..cceeeeeenes
B/ NEE chookogata-kairo ....................
(HAEG D) 3% FFRE ;
Fa s INAF IR LB E
(tankkeshoo no) hikiage-seichoo;
chokurarusukii-hoo ni yoru seichoo ...........
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(PN#EE D) > = F—FfR
(PN-setsugoo no) tsenaa-koofuku.............
Y = 7 —H T tsenaa-den'atsu...................
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PG T JE
teikoo-shadan-shuuhasuu .........................
EEBELX A 4 — K tei-den'atsu-daioodo.....
EEFHS A A — K tei-denryuu-daioodo.....
Ty va Y BERIR T URE
depuresshon-gata-denkaikooka-toranjisuta ...
(FTTV v a L BERR N T PAXD)
HEKT
(depuresshon-gata-denkaikooka-
toranjisuta no) shadan-den'atsu ................
Ty v a rE— REE
depuresshon-mode-doosa.........................
(BE-ER) 7/ — R-0 Y — FEek
77— R
(den'atsu-denryuu) anoodo-kasoodo-
tokusei; anoodo-tokusei............cceeeevvnnnnnen.
BHRIRNT oA H
denkai-kooka-toranjisuta ...........cc.cccoeeeee
(BRHBE T PRAEZD) 7F— |
(denkai-kooka-toranjisuta no) geeto...........
(BRDE T DRH D)
WHRHa X752
(denkaikooka-toranjisuta no)
soogo-kondakutansu .........ccceeeeeeeeiieeeee.
(BRBR TV RZD) V=R
(denkai-kooka-toranjisuta no) soosu..........
(BRI T VP AHD) T F
(denkai-kooka-toranjisuta no) chaneru ......
(RAE T2 DALD) FLA v
(denkai-kooka-toranjisuta no) dorein .........
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(handootai-chuu no) denka-chikuseki........ 521-02-62

TR HEM] denka-chikuseki-jikan.......... 521-05-23

BRI A A — V'

denka-tensoogata-imeejisensa.................. 521-11-17

ARG T /S 2

denka-tensoo-debaisu..........ccccoeceieiinenn. 521-11-14
(A D) HEBEE

(denka no) kakusan-joosuu ....................... 521-02-61
(Bfro) (KU 7K BH#hE

(denka no)(dorifuto) idoodo .............cccee.e. 521-02-58
CEERT A 2D)

(handootai-debaisu no) denkyoku ............ 521-05-01

{53 denshi-dendoo ............ccccueeueene. 521-02-19

{5 dendoo-tai..........cveveveeeeeeeeeeen 521-02-22

friE %7 dendoo-denshi ...........c.ccocueeee... 521-02-14

=8B dooden-denryuu...........c.c.o........ 521-02-15
CEERD) 5B

(handootai no) dendoodo-henchoo............ 521-02-55
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(hyFAFA F— RD) B —2 5

(tonneru-daioodo no) tooei-piiku-ten.......... 521-06-03

SEAMHIE] S tooka-Kairo .........cveeveveeeeeeeeeee. 521-05-35

K JOOLAT ..o 521-02-16
CLEkD) F—tr s

(handootai no) doopingu............ccecuveeeeenn. 521-03-05

FEEHEMITIC ; ASIC

tokutei-yootomuke-IC; eeshikku ................ 521-11-18
R —dON@a....c..cooveiueeeeiecee e 521-02-38
R —HENL donaa-jun'i.......ccveeveveeeerenne. 521-02-40
RF—oA A bR ¥—

donaa no ionka-enerugii..........ccccceeeeeunnenes 521-02-43

MEMBEFH A VARY ; hTAT v

soohookoo-3tanshi-sairisuta; torai'akku..... 521-04-67
hZ 2 7 tOrappU..cccceeceeeieeeeeeeeee 521-02-63
hZ U toranjisuta ........coeeeeeenennn. 521-04-46
(BfiD) (KUY 7 ) BEhE

(denka no)(dorifuto) idoodo ...............c....... 521-02-58
(BRPBELNT DAL D) LA

(denkai-kooka-toranjisuta no) dorein ......... 521-07-08
(PNEESH D) b RENR

(PN-setsugoo no) tonneru-kooka............... 521-02-83
k> IV H A A — K tonneru-daioode ....... 521-04-05
(bW AF— D) KA

(tonneru-daioodo no) tani-ten.................... 521-06-02
(R FZNEAF—RD) BEE—T 8

(tonneru-daioodo no) tooei-piiku-ten.......... 521-06-03
(R FAVEAF—RD) =78

(tonneru-daioodo no) piiku-ten .................. 521-06-01

VAN

PERE S naibu-denkai............cccvveeeevvennnnne. 521-02-81

(AR ;- N
CEERT S A A D) PEBZEAMIRE

kasoo-ondo;

(handootai-debaisu no) naibu-tooka-ondo. 521-05-14
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DT netsu-teiKoo .......occvvveveeeeeeen
(PN#EG D) #Mifis

(PN-setsugoo no) netsu-hakai...................

FZS B NetSU-YOOIYOO0 .....veeveeeeveeereeeveee.

NWAR=F T VAL
BAE T URH
baipoora-toranjisuta;
setsugoogata-toranjisuta ...........................

NU Y -7 I OPl ;3 U O

pauri - ferumi no haitaritsu; pauri no genri.
(EEEFHE R D) S
(maku-shuuseki-kairo no) hakumaku.........
Ny N7 Y= RF R A
bakketo-burigeedo-debaisu........................
2= RURAEA AR
Ny g U—REAF—F
yunitonneru-daioodo; bakkuwaado - daioodo..
X 7= PAKKEE]i v
(Ryr—vo) J—RF7Lb—»A
(pakkeeji no) riido-fureemu........................
FIH A A— K, LED
hakkoo-daioodo; LED ............cccevvevevnnnnn.
(V¥ v VT D) L FHf
(shoosuu-kyaria no) baruku-jumyoo .........
(2ODPNEEEID) /N F 2 —
(futatsu no PN-setsugoo-kan no)
PaANCRI=SUMUU . .....veeiiiiiiiiiii e
HEAR handootai........c.eveeeeceeeeeeereeiereeeee
PERERRIE  H5IRIC
handootai-shuuseki-kairo; handootai-IC ....
PSRBT A R 5 BT S A
handootai-kankoosei-debaisu;
kankoosei-debaisu.............cccccooiiiiinnnen.
NHMANEBT 4TV X BT 4TI H
handootai-kooden-ditekuta; kooden-ditekuta ...
FEERIRIE 5 ERIC
handootai-shuuseki-kairo; handootai-IC ....
HAERAEGEA 2 > o
handootai-seiryuu-sutakku ........................
HRERIGE XA A — N RS A A — R
handootai-seiryuu-daioodo; seiryuu-daioodo ...
YIRS A F— R Z A F— R
handootai-daioodo; daioodo......................
CEERR D) 30—
(handootai-chuu no) enerugii-tai................
R D) Lk
(handootai-chuu no) kakusan....................
CEERT D) By VT Fx VT
(handootai-chuu no) denka kyaria; kyaria..
CEERT D) BT
(handootai-chuu no) denka-chikuseki........
RS 3 2 handootai-debaisu...........
CEEBET /A 20) T
(handootai-debaisu no) tanshi...................
CEERT A 2AD) &
(handootai-debaisu no) denkyoku ............

521-05-13

521-05-11
521-05-16

521-04-47

521-01-14

521-10-08

521-11-15

521-04-06

521-05-31

521-05-32

521-04-39

521-02-57

521-05-12

521-02-01

521-10-05

521-04-41

521-04-42

521-10-05

521-04-21

521-04-19

521-04-03

521-02-26

521-02-59

521-02-51

521-02-62
521-04-01

521-05-02

521-05-01
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fﬁfﬁ?ﬁfﬁ .o . ‘
CEERT /S A 2D) NERSEAiR

kasoo-ondo;

(handootai-debaisu no) naibu-tooka-ondo....  521-05-14

N RENIE WA T

handootai-netsu-henkansoshi ................... 521-04-23
CEERD P NS D) TNT v = BER

(handootai no PN-setsugoo no)

abaranshe-koofuku..............cccceeeeeeeeieinnnnnn. 521-05-07
(CRiEkD) 2227 )E

(handootai no) kuuboosoo...........c.c.cueeeene 521-02-82
CEERD) R

(handootai no) dendoodo-henchoo............ 521-02-55
CEERD) R—vr s

(handootai no) doopingu............ccecuveeeeenn.. 521-03-05
CEEAFIgT ) DX VT

(handootai-ryoo'ikichuu no) shoosuu-kyaria...... 521-02-53
CHERERT D) 2Hxx VT

(handootai-ryoo'ikichuu no) tasuu-kyaria ..  521-02-52

O

PN5Z S PN-KyooKai........ccooeeeeeueecieciecnne, 521-02-65

PN#24 PN-setsSugoo........cccvevveveerererenae. 521-02-78
(PNEEE D) Wi )51A)

(PN-setsugoo no) gyaku-hookoo............... 521-05-04
(PNE2A D) NEST M)

(PN-setsugoo no) jun-hookoo.................... 521-05-03
(PN#:E D) Y = F—FR

(PN-setsugoo no) tsenaa-koofuku............. 521-05-09
(PNEEGH D) b~ R

(PN-setsugoo no) tonneru-kooka............... 521-02-83
(PN#2& D) Bkl

(PN-setsugoo no) netsu-hakai................... 521-05-11
(PNEEE D) RT v v v )VIERE

(PN-setsugoo no) potensharu-shooheki....  521-02-70

TarI~7rayy 77 LA ; PLA

puroguramaburu-rojikku-arei; PLA............. 521-11-02

PEAzEE P-gata-dendoodo..................... 521-02-50

PJE -8 (A P-gata-handootai ..................... 521-02-10
(P FNEAF—FRD) B—7 K

(tonneru-daioodo no) piiku-ten ................. 521-06-01

P4~ — k41 U R & P-geeto-sairisuta ....... 521-04-69

PFx X VEFRIR T A%

P-chaneru-denkaikooka-toranjisuta .......... 521-04-57

E— kT 27 hiito-shinku........ccccvveeeeeennn. 521-05-33
(PNE2A D) Z2[H B far aEink

(PN-setsugoo no) kuukan-denka-ryooiki ...  521-02-80
(HAEGHD) 3% FIPRE ;

Fal INAXF—IEILDRE

(tankkeshoo no) hikiage-seichoo;

chokurarusukii-hoo ni yoru seichoo............ 521-03-01

FEHE RIS oA

hishukutaigata-handootai .......................... 521-02-12

%A 4 i bishoo-gookin-gijutsu .......... 521-03-10

FERFRY A U A ¥ hitaishoo-sairisuta........ 521-04-71

FH A AL

hyoomen-saiketsugoo-sokudo................... 521-02-56

FLEHENL hyoomen-jun'i.........cccccvevevevenann, 521-02-42

K hyoomen-tai.........cccceevveviecvienann. 521-02-34

FEPRiE hyoomen-hogo .........ccoveevveenenen. 521-03-13
(hifo) IFEEFLFR

(ryuushi no) hi-ryooshika-kei .................... 521-01-01

7 )b HERL ferumi-jun'i...oe
T - T 4Ty 7B
ferumi-dirakku-kansuu ...............ccccccceee.
TNV T4 Ty - v —T )b b
Ry Al
ferumi-dirakku-zommaaferuto-
sokudo-bumpusoku .........cceeeeiiiiiiiiieene.
TV - T4 Ty IRE 7 = TG
ferumi-dirakku-tookei; ferumi-tookei ..........
74 b= v & foto-emitta ...........coeeeee
T NITT S FT N IT T
foto-kapura; oputo-kapura ..........cccccceeeee.
7 4 M A U R & foto-sairisuta ................
7 4 K& A 74— K foto-daioodo.................
74 & b T VA K foto-toranjisuta..........
7+ b LU R foto-rejisuta............o....
GiEdbks 7 0) Rtk
(kesshoo-kooshi no) fukanzen-sei.............
) FUJUNDULSU .o
AHUTEPEA L = L —
fujunbutsu-kasseika-enerugii.....................
AHHEAL fujunbutsu-jun'i...........cocceeeee.
A fujunbutsu-tai..........ocveevveveeeaene,
AN I FEE TR B I
fujunbutsu-noodo-sen'i-ryooiki...................
A& fujunbutsu-hoshoo ..................
BPER ST HRU R
fusei-bibun-teikoo-ryooiki..............cccceneee.
2 ODOPNEAM D) /R F 21—
(futatsu no PN-setsugoo-kan no)
PANCRI=SUIUU.....uveeeiiiiiii e
#5y 5A T bubun-senyuu-tai....................
TR fuyuu-den'atsu........oveeeeeeeceeenee
7 L — 27 #—3— & bureeku-oobaa-ten ...
7 L—JH%1F pureena-gijutsu ...................
Ta TG ITNT = T LA
puroguramaburu-geeto-arei ......................
TurI~7nraYy 77 LA PLA
puroguramaburu-rojikku-arei; PLA.............
VA=E/A Ay A= VA /A A (3
puroguramaburu-rojikku-debaisu (PLD) ....
TRF—H Tr oy AR H
enerugii-tai; burohho-tai.............................

0 Pz o 11T U N
NR— 2 beesu-setchi.........cccoeveeveeenn.
75784 4 F— K henchoo-daioodo.............

(B3

A —T ¥ booa-genshi.........cc.ccoeevnuennn.
A=V BEE hooru-idoodo...........cce.e.e.
A —/L£ hooru-kaku .........ccccevveeveecneenennnn.
AR —VAREL hooru-Keisuu..........ceeveevenneee.
A —/VZhE hooru-kooka...........cceeveennenee.
R— VRS R — VB R SE

hooru-tanshin; hooru-kooka-jiryokukei.......

521-01-17

521-01-16

521-01-19

521-01-15
521-04-35

521-04-45
521-04-72
521-04-32
521-04-51
521-04-43

521-02-47
521-02-04

521-02-05
521-02-36
521-02-37

521-02-67
521-03-06

521-05-05

521-05-12
521-02-27
521-05-17
521-08-12
521-03-09

521-11-03

521-11-02

521-11-01
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(R—VRHERD) ¥ IR E

(hooru-kooka tanshin no) zero-denryuu-

seigyo no zanryuu-den'atsu....................... 521-09-14

RN RT A R

hooru-kooka-debaisu..............ccccceeriiiennnn. 521-04-24
(R—IWEWRT A AD) B aii505R L

(hooru-kooka debaisu no) zero-jiba

no zanryuu-den'atsu ..........ccccceeeevicinnneenn.. 521-09-15
(R—=NWRT A 2AD) FHEHIEEE

(hooru-kooka debaisu no)

yuudoo-seigyo-den'atsu.............ccceeeeeeeenne. 521-09-16

A —/L¥f- hooru-tanshi 521-09-06

R—NVARE ; R— VR

hooru-tanshin; hooru-kooka-jiryokukei....... 521-04-28
(R— D) BERURE

(hooru-tanshin no) jiki-kando...................... 521-09-12

AR —/VifEfE s hooru-teibaiki ...................... 521-04-27

A —/VEEE hooru-den'atsu............ccveeee. 521-09-05

AR —/U{Z3E hooru-dendoo ...........cccuveeee... 521-02-18
AR — /L3 Eas hooru-hatsudenki ................ 521-04-26
(R—NIEERD) H OB

(hooru-hatsudenki no) jiko-jikai.................. 521-09-10
(R—FdERR D) HIEHE R

(hooru-hatsudenki no) seigyo-denryuu...... 521-09-11
(AR— VIEFEZR D) il T R

(hooru-hatsudenki no)

seigyo-denryuu-kando ...............cccoeeunneee. 521-09-13
(R—FEEARD) HIEEG 5T

(hooru -hatsudenki no) seigyo-denryuu-tanshi...  521-09-07
A —/VZEFR4 hooru-henchooki ................. 521-04-25

1%% 537 hoji-denryuu .........cevevevevenene, 521-08-10

W TR -8 1K hoshoogata-handootai ........ 521-02-11

RT v v ¥ /VERE potensharu-shooheki ... 521-02-69
(PNEEG D) AT v L RERE

(PN-setsugoo no) potensharu-shooheki.... 521-02-70

RV < Bf% borutsuman-kankei.......... 521-01-04

ES

~A 7 w7 %7 U maikuro-asemburi..... 521-10-04

~AuxTlLy ha=7 X

maikuro-erekutoronikusu .................c........ 521-10-01

~ AT aWAL v T T HEA AR

maikuroha-suitchingu-daioodo .................. 521-04-14

~A T e EHIRY A A — R

maikuroha-seigen-daioodo........................ 521-04-15
(RLEREEIEE D) i

(maku-shuuseki-kairo no) maku ................ 521-10-07

fEAEFE A # maku-shuuseki-kairo............... 521-10-06
(RAEREIEI SR D) JE R

(maku-shuuseki-kairo no) atsumaku ......... 521-10-09
(LRI D)

(maku-shuuseki-kairo no) hakumaku......... 521-10-08
(BRI BE D) i

(maku-shuuseki-kairo no) maku ................ 521-10-07

~ 7 1/l maKuro-seru .........ccevvveneennee. 521-11-22

v AT )b - RV U E AR

makkusuweru-borutsuman-sokudobumpusoku  521-01-05

~ Y7 AT )b - RV~ R

makkusuweru-borutsuman-tookei.............. 521-01-03

~ VT Ty TR

maruchi-chippu-shuuseki-kairo.................. 521-10-10
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I

2 /Y —H A 4 — K mikusaa-daioodo.......

A VT mesa-gijutsu.......cccceeeeeeeeeee
GIEEAER R N T A% MESFET

kinzoku-handootai-denkaikooka-toranjisuta;

mesu-FET; mesu-fetto ..........cccoovvriinnn.
AEYBIL; AEVRT
memori-seru; memori-soShi.............cceee......

b

&R - PERERDR N T VA H
MOSFET

kinzoku-sankabutsu-handootai-
denkaikooka-toranjisuta; MOSFET ............

p

(R—=NRNRT A AD) FHEHIEELE
(hooru-kooka debaisu no)
yuudoo-seigyo-den'atsu...........ccoeeeeeeeeennnn.
A= RURVEAF— R
Ny g T— REA F— ]
yunitonneru-daioodo; bakkuwaado-daiocodo.....
=R —=F NT VRS
yunipoora-toranjisuta............cccccoeeeeeeee.

MAHLEMAEY ; ROM
yomidashi-sen'yoo-memori; romu..............
ARBEEER T oA R
4kyokukan-doosa-toranjisuta.....................

5

Z v F T v 7 IREE ratchi'appu-jootai..........
Z v F 7 & ratchingu-denryuu............
BtRs 7 7 & AFRE/R AE Y RAM

zuiji-akusesu-kanou na memori; ramu.......

h

V—F/4 b AEY

riido/raito-memori..........ccovviiiniiicc e
(Rylr—=vo) V—=F7L—A4

(pakkeeji no) riido-fureemu........................

(k2 T-00) = b — YT

(ryuushi no) enerugii-jun'i .............ccceveeeee.
(k¥ o) FEETFR

(ryuushi no) hi-ryooshika-kei .....................
(K7 o) ETFbLR

(ryuushi no) ryooshika-kei ........................
(52 bNTRmFNOEFD) 15

(ataerareta genshinai no denshi no)

ryOOShiSUU ..o

521-04-08

521-03-11

521-04-60

521-11-04

521-04-55

521-09-16

521-04-06

521-04-48

521-11-06

521-04-50

521-10-11
521-08-11

521-11-08

521-11-07

521-05-32

521-01-12

521-01-01

521-01-02

521-01-07
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A ¥ (EF%) supin (ryooshi-suu) ......
A 7 EE AR
rinkai-ofu-den'atsu-jooshooritsu.................

RS A B AR
rinkai-on-denryuu-jooshooritsu..................

LS reiki-tai ...ee e
L —H H A 4— K reeza-daioodo..............
L—HP XA F— RET 22—
reeza-daioodo-mojuuru ...............eeveveeennnns
HAARAEY TV ZAT 4T AEY
rensoo-memori; asoshieitibu-memori ........

%)

FAHAHLEM AEY ; ROM
yomidashi-sen'yoo-memori; romu..............

(22DPN#EEM D) /v F A L—
(futatsu no PN-setsugoo-kan no)
PANCHI=SUMUU.......evvivieiiiiiiiiiiiieieieieieieeeeeaenes

ARREENME N T AR
4kyokukan-doosa-toranjisuta.....................

A

¥ HEENITIC ; ASIC
tokutei-yootomuke-IC; eeshikku ................

Cc

BT &7 /3 A 5 CCD
denka-ketsugoo-debaisu; CCD..................

S ; IC shuuseki-kairo; IC ..............
HEREEEATEY ;ICATEY

shuuseki-kairo-memori; IC-memori............
L

HIH A A — K ; LED

hakkoo-daioodo; LED ..........ccccoovveevivennnnnnn.
M

BIRNEEARERR T A% MESFET
kinzoku-handootai-denkaikooka-toranjisuta;
mesu-FET; mesu-fetto .........c.ccooevveriinnnnnnnn.

~174 -

521-01-10
521-08-18

521-08-19

521-02-28
521-04-37

521-04-38

521-11-13

521-11-06

521-05-12

521-04-50

521-11-18

521-11-16

521-10-03

521-11-05

521-04-39

521-04-60

& BB - BB R N T o URE
MOSFET

kinzoku-sankabutsu-handootai-
denkaikooka-toranjisuta; MOSFET ............

N

NIEA=EE N-gata-dendoodo....................
NJE 8k N-gata-handootai.....................
N4~ — k1 U 2 & N-geeto-sairisuta.......
NF ¥ RVERDRNT oK

N-chaneru-denkaikooka-toranjisuta ..........

P

Taryg<w7rayy 77 LA ; PLA
puroguramaburu-rojikku-arei; PLA.............
PNEE S PN-KYooKai ......ccccvveeeieriiieieiriienes
PN#24 PN-SetSugoo0........ccveeveveeveeeerrennes
(PNEEE D) i J51A]
(PN-setsugoo no) gyaku-hookoo...............
(PNEEG D) 22 [ B A ik
(PN-setsugoo no) kuukan-denka-ryooiki ...
(PNEES D) N7 IH)
(PN-setsugoo no) jun-hookoo....................
(PNEEG D) > =F —FR
(PN-setsugoo no) tsenaa-koofuku.............
(PNEEGH D) bR ABR
(PN-setsugoo no) tonneru-kooka...............
(PNEZE D) Bl
(PN-setsugoo no) netsu-hakai...................
(PN#EA D) AT v v L EkE
(PN-setsugoo no) potensharu-shooheki....
PE/=EE P-gata-dendoodo.....................
P - (K P-gata-handootai .....................
Py — ¥ A URH
P-geeto-sairisuta ...........ccccceiiiiiiii
PF¥ R VEBRIR KT VAH
P-chaneru-denkaikooka-toranjisuta ..........

R

WERET 7 & AR[REZ A€V ; RAM
zuiji-akusesu-kanou na memori; ramu.......

FAHAHLEMAEY ; ROM
yomidashi-sen'yoo-memori; romu..............

521-04-55

521-02-49
521-02-09
521-04-70

521-04-56

521-11-02
521-02-65
521-02-78

521-05-04

521-02-80

521-05-03

521-05-09

521-02-83

521-05-11

521-02-70

521-02-50

521-02-10

521-04-69

521-04-57
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INDEKS ALFABETYCZNY

A
akceptor
AKCEPLOr wovviiiiicee e 521-02-39
energia jonizacji akceptora ................ 521-02-44
akceptorowy
poziom akceptorowy ..........ccccceeeernee. 521-02-41
aktywacja
energia aktywacji domieszek .............. 521-02-05
akumulacja
akumulacja no$nikéw fadunku
(W potprzewodniku) ......coeccveveinnnennn. 521-02-62
analizator
analizator obrazu z przenoszeniem
tadunku ... 521-11-17
anodowy
charakterystyka anodowa ................... 521-08-06
ASIC
ASIC (akronim) ......cccceeceieeviieeeeiiennn 521-11-18
asymetryczny
tyrystor asymetryczny ...................... 521-04-71
atom
atom Bohra .......cccccevviiiiiiiiieeeeee 521-01-06
azur
= A0 | SRR 521-05-32
B
bariera
bariera potencjatu ............c.ccccoeiinnnnnn. 521-02-69
bariera potencjatu (ztacza PN} ............ 521-02-70
bariera Schottky’ego ...........cccoceuvnnneeee. 521-02-71
baza
baZA e 521-07-03
baza wspolna ..........ccccvvvieeiieiie, 521-07-13
baza wspdlna odwrécona ................... 521-07-16
BBD
BBD (akronim) ......ccccceeiiiieiniiiee e 521-11-15
bezposredni
pamiec o dostepie bezposrednim ....... 521-11-08
bipolarny
tranzystor bipolarny ztagczowy ............. 521-04-47
Bloch
pasmo Blocha .........cccccoiiiiiiiiiiice, 521-02-25
blokowanie
czas odzyskania blokowania .............. 521-05-26
predkos¢ krytyczna wzrostu
napiecia blokowania ......................... 521-08-18
stan blokowania ...........ccccoceceiiiinnnns 521-08-08
blokujacy

tyrystor diodowy blokujacy wstecznie . 521-04-62

tyrystor triodowy blokujacy wstecznie .  521-04-63
Bohr

atom Bohra ... 521-01-06

Boltzmann

prawo rozktadu predkosci
Maxwella-Boltzmanna ......................

rozktad Maxwella-Boltzmanna ............
zalezno$¢ Boltzmanna ............ccceeeee
bramka
bramka (tyrystora) .........ccccooiiiiine
bramka (tranzystora polowego) ..........
matryca bramek .............ccoooiii
matryca bramek programowalna ........
napiecie nieprzetaczajace bramki .......
napiecie przetaczajgce bramki ............
prad nieprzetaczajacy bramki .............
prad przetaczajacy bramki ..................
tranzystor polowy z bramka izolowang
tranzystor polowy z bramkg ztagczowag

tranzystor polowy ztaczowy
z bramkg metalowg ..........................

tyrystor z bramkag typu N ..........eoeeeeee
tyrystor z bramka typu P .....................

C
catkowity

liczba kwantowa catkowitego
momentu katowego ..........ccccvevnnnnee

CCD

CCD (akronim) ........ccccevveeeeeeeieinnneenen.
centrum

centrum rekombinacji .............cccceeeeen
charakterystyka

charakterystyka anodowa ...................

charakterystyka gtéwna
napieciowo-prgdowa) ...........ccceeennn.

charakterystyka magnetorezystora .....
cienki
warstwa cienka
(ukfadu scalonego warstwowego) ....
cieplny
pojemnosE cieplna ..........cccccvveeeeeeeenn.
przebicie cieplne (ztacza PN) .............
rezystancja cieplna
(przyrzadu potprzewodnikowego) ....
czas
czas gromadzenia tadunku .................
czas narastania ...........ccccceeiiiiiiiennn.
czas odzyskania blokowania ..............
czas opadania ..........ccccceeieiiiiiiiiieienes
czas opoznienia .......ccccceeeeeeiiiiiiiieennn.

czas ustalania sie stanu
Przewodzenia ............eeevevereneinninnnnnnn.
czas zycia objetosciowy
(no$nika mniejszosciowego) ............
czestotliwosé
czestotliwos¢ graniczna
(jednostkowej wartosci wspotczynnika
przenoszenia pradowego) ................

521-01-05
521-01-03
521-01-04

521-08-01
521-07-09
521-11-20
521-11-03
521-08-16
521-08-15
521-08-17
521-08-14
521-04-54
521-04-53

521-04-60

521-04-70
521-04-69

521-01-11

521-11-16

521-02-64

521-08-06

521-08-05

521-09-17

521-10-08

521-05-16
521-05-11

521-05-13
521-05-23
521-05-22
521-05-26
521-05-24
521-05-21
521-05-25

521-02-57

521-07-22
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czestotliwos$¢ graniczna
rezystywnosciowa ...........ccccceeeeeennn.

czestotliwos¢ odciecia ..........oooeeennens

czestotliwos¢ przejscia ......ccccceeeeenes

dioda mnoznika czestotliwosci ............
Czochralski

metoda monokrystalizac;ji
Czochralskiego .......ccccccceeeeiiicnnnnnnnn.

czutosé
czuto$¢ magnetyczna (sondy Halla) ...
czuto$¢ pradowa (sondy Halla) ...........

czutos¢ rezystancyjna
magnetorezystora ..........ccooeeveeeiinnnnn.

defekt

defekt (sieci krystalicznej) ...................
detekcyjny

dioda detekcyjna ..........cccooeiiiiiiiiii.
detektor

detektor fotoelektryczny
(pStprzewodnikowy) .........ccceeeeeeennn.

diak

dioda detekcyjna ..........cccooiiiiiiiiiiis
dioda elektroluminescencyjna .............

dioda emitujgca w (zakresie)
POACZErWIeNI ......ueveeeieeeeeiiiiiieeaeenne

dioda komutacyjna ..........ccccceeennnnnn.
dioda laserowa ..........ccoocciiieiiiiieeniis
dioda fadunkowa ............ccccceeeeiiiinnine
dioda mieszajaca ........cccceeeeiiiiiiiiiinnnnn
dioda ograniczajaca mikrofalowa.........
dioda przetaczajaca mikrofalowa ........
dioda mnoznika czestotliwosci ............
dioda modulacyjna ..........cccccceeeciinnnnn.
dioda na podczerwien
dioda o zmiennej pojemnosci .............
dioda odniesienia ............ccccceeeeieiiiis
dioda odwrotna .........cccoccceiiiiiiiiiiie
dioda parametryczna ..........cc.ccccoeeee
dioda (potprzewodnikowa) ..................
dioda prostownicza lawinowa .............

dioda prostownicza
(pStprzewodnikowa) .........cccceeeeeeennnn.

dioda przetaczajaca ........cccceveninnnnnnnnnn.
dioda stabilizacyjna ...........cccccceeeeiis
dioda stabilizujgca napiecie ................
dioda stabilizujgca prad .........c...ccc.....
dioda sygnatowa ..........ccccceceiiiiiiiiinnnn.
dioda Swiecaca ........ccceceuiuiiiiiiiinnnn,
dioda tunelowa ...........coccviiieiiiiiinnns
dioda wsteczna ..........cooocoiiiiiiiiis
dioda Zenera ........cccceeeiiiiiiiiiiiiiin
modut diody laserowej ........................
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521-06-04
521-05-20
521-07-21
521-04-09

521-03-01

521-09-12
521-09-13

521-09-20

521-02-47

521-04-11

521-04-42

521-04-66

521-04-11
521-04-39

521-04-40
521-04-13
521-04-37
521-04-12
521-04-08
521-04-15
521-04-14
521-04-09
521-04-10
521-04-40
521-04-07
521-04-16
521-04-06
521-04-07
521-04-03
521-04-20

521-04-19
521-04-13
521-04-16
521-04-17
521-04-18
521-04-04
521-04-39
521-04-05
521-04-06
521-04-17
521-04-38

diodowy
tyrystor diodowy blokujacy wstecznie .
tyrystor diodowy dwukierunkowy ........

tyrystor diodowy przewodzacy
WSEECZNI ..oooiiiiiiiiiiiic e

Dirac
funkcja Fermiego-Diraca .....................

prawo rozktadu predkosci
Fermiego-Diraca-Sommerfelda ........

rozktad Fermiego-Diraca ....................
diugos¢

dtugos¢ dyfuzji

(nos$nikdw mniejszosciowych) ..........

dolina

dolina (diody tunelowej).........ccccccc.......
dolinowy

punkt dolinowy (diody tunelowej) ........
domieszka

domieszKa ......ccooeiiiiiiiieeeeee

energia aktywacji domieszek ..............

obszar zmiany koncentracji
dOmIeszZekK .......oooviiiiiiiiiie e

domieszkowanie
domieszkowanie (potprzewodnika) .....
domieszkowy
kompensacja domieszkowa ................
pasmo domieszkowe ...........cccceeeeeennnn.
poziom domieSzKOWY ..........ccccceeeeeennn.
donor

energia jonizacji donora ..............c.......
donorowy

POZIOM AONOIOWY .....ceveeeieiiiiiiiieaaaaannns
dostep

pamie¢ o dostepie bezposrednim .......

pamie¢ o dostepie swobodnym ..........

pamiec¢ o dostepie szeregowym .........
dozwolony

pasmo dozwolone ..........cccceeeeeeeieeennnn.
dren

dren (tranzystora polowego) ...............
drugi

liczba kwantowa druga ............ccceenn.
dwukierunkowy

tranzystor dwukierunkowy ..................

tyrystor diodowy dwukierunkowy ........

tyrystor triodowy dwukierunkowy ........
dyfuzja

dtugos¢ dyfuzji

(nosnikdw mniejszosciowych) ..........

dyfuzja (w potprzewodniku) ................

stata dyfuzji (nosnikéw tadunku) .........
dyfuzyjny

technika dyfuzyjna ..........cccceviennnnns

ztacze dyfuzyjne .......ccccooviieeiiiiiinenns

521-04-62
521-04-66

521-04-64

521-01-16

521-01-19

521-01-15

521-02-60

521-06-02

521-06-02

521-02-04
521-02-05

521-02-67
521-03-05
521-03-06
521-02-37

521-02-36

521-02-38
521-02-43

521-02-40

521-11-08

521-11-08

521-11-12

521-02-29

521-07-08

521-01-09

521-04-49

521-04-66
521-04-67

521-02-60
521-02-59
521-02-61

521-03-08
521-02-76
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dynamiczny
pamie¢ dynamiczna
(o0 zmiennej zawartosci) .........c.........

rezystancja dynamiczna
Przewodzenia .......ccccceeeeeeiiciiiieeneennn.

dyskretny
przyrzad (potprzewodnikowy)
dyskretny ...,
dziatanie
kierunek dziatania wsteczny ...............
dziura

dziurowy
przewodzenie dziurowe .........cccccoeee...

elektroda

elektroda

(przyrzadu potprzewodnikowego) ....

elektroluminescencyjny

dioda elektroluminescencyjna .............

przyrzad elektroluminescencyjny ........
elektron

elektron przewodzenia ........................

elektron samotny .........ccccceceiiiiiiiiiinnn.
elektronowy

przewodzenie elektronowe .................
elektrostatyczny

przyrzad wrazliwy na wytadowania
elektrostatyczne ............................L

elektryczny
pole elektryczne wewnetrzne ..............
element
element pamiecCi ...........occcciiiii.
element pasozytniczy uktadu ..............
emiter
EMILEN ..o
emiter wspolny ...
emiter wspolny odwrécony .................
ZtgCze emitera .......ccccuvueuenniiiiiieeeennn,
emitujacy
dioda emitujgca w (zakresie)
POACZErWIeNI .......eveeeieeeeeiiiiiieeaeenne
energetyczny
odstep energetyczny .........ccccceeeeenis
pasmo energetyczne ...........cccccceeenee.

pasmo energetyczne
(w potprzewodniku) ........ccccveieeeeeennn.

poziom energetyczny (czastki) ...........

wykres poziomow energetycznych
(CZaStek) ..eeveeeiiiiiiiee

energia
energia aktywacji domieszek ..............
energia jonizacji akceptora .................
energia jonizacji donora .............cc.......
epitaksja
epitaksja .....eeeeieiii
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521-11-10

521-08-13

521-04-02

521-07-12

521-02-17

521-02-18

521-05-01

521-04-39
521-04-35

521-02-14
521-01-18

521-02-19

521-05-27

521-02-81

521-11-04
521-05-36

521-07-04
521-07-15
521-07-18
521-07-01
521-04-40

521-02-24
521-02-25

521-02-26
521-01-12

521-01-13
521-02-05
521-02-44
521-02-43

521-03-12
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F
faza
osadzanie z fazy lotnej ..........ccccce....... 521-03-15
Fermi
funkcja Fermiego-Diraca ..................... 521-01-16
poziom Fermiego ........cccccvvcvveeirineeenne 521-01-17
prawo rozktadu predkosci
Fermiego-Diraca-Sommerfelda ........ 521-01-19
rozktad Fermiego-Diraca .................... 521-01-15
zasada Pauliego-Fermiego ................. 521-01-14
fotodioda
fotodioda .......oooviiiiiiii e 521-04-32
fotodioda lawinowa ..........ccccccoeiiiiiiis 521-04-44
fotoelektryczny
detektor fotoelektryczny
(pOtprzewodnikowy) ........cccceevveveeenne 521-04-42
przyrzad fotoelektryczny
(potprzewodnikowy) .......ccceeeveeeeenne. 521-04-41
zjawisko fotoelektryczne ..................... 521-01-20
fotoelement
fotoelement (pétprzewodnikowy) ........ 521-04-41
fotokomoérka
fotokomorka .........oooviiiiis 521-04-33
fotokonduktywny
zjawisko fotokonduktywne .................. 521-01-22
fotomagnetoelektryczny
zjawisko fotomagnetoelektryczne ....... 521-01-23
fotonowy
sprzegacz fotonowy ...........ccccccevvveeen... 521-04-45
fotoogniwo
fotoogNIWO .....evvieiieieieei e 521-04-34
fotoprzewodzacy
komoérka fotoprzewodzaca .................. 521-04-33
fotorezystor
fotorezystor ......coccveeeeiiiiiiieiee s 521-04-43
fototranzystor
fototranzystor .........cocoeeiiiiiiis 521-04-51
fototyrystor
fototyryStor .......ccooviviiieiiie 521-04-72
fotowoltaiczny
komorka fotowoltaiczna ...................... 521-04-34
zjawisko fotowoltaiczne ...................... 521-01-21
funkcja
funkcja Fermiego-Diraca ..................... 521-01-16
G
generator
generator Halla .........cccocovveiiiiiiennen. 521-04-26
gtowny
charakterystyka gtéwna
(napieciowo-pradowa) ..........ccceeenne. 521-08-05
koncowka gtdwna ..........ccccccvieeeeeeeenn. 521-08-03
liczba kwantowa gtéwna ..................... 521-01-08
napiecie gléwne ............cccoeeciviiieneeenn. 521-08-04
prad glowny ........ccocveiiiiiiiecee 521-08-02
granica
granica PN ......cccccviiiiiiiice 521-02-65
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graniczny K
czestotliwos¢ graniczna kanat
(jednostkowej wartosci wspétczynnika kanat (tranzystora polowego) .............. 521-07-06
cz%rsztiTl?viizgIgrzgaifzor\:;egc)) """""""" 521-07-22 tranzystor polowy z kanatem N ........... 521-04-56
rezystywnosciowa ............ccceeeeeeeennee. 521-06-04 ::2232:2: Eg:gxyy z EZ:ZEE P 521-04-57
gromadzenie
bogaconym ..........cccceviiiiiiiinnens 521-04-59
czas gromadzenia tadunku ................. 521-05-23 tr:;ZzyZ?c?rcgglf) n\:vy , kanatem
gruby ZUDOZONYM +vvvevreeeeeveeeeeeeeeseeeeeone 521-04-58
warstwa gruba kat
(uktadu scalonego warstwowego) .... 521-10-09 kat Halla 51-09-03
H katowy
Hall liczba kwantowa catkowitego
a momentu katowego ...........cccceeeeennn. 521-01-11
generator Halla .........cccccovvieiiiiinnnns 521-04-26 Kierunek
ka_t Hal'la .............................................. 521 -09-03 kierunek dzia*ania WSteCZny ............... 521 _07_1 2
naplgmell-'ialla ..................................... 521-09-05 kierunek przewodzenia (zlacza PN) ... 521-05-03
ruchliwos¢ Halla ...........coooovvvviiiiiiininnns 521-09-04 kierunek zaporowy (zlacza PN) ......... 521-05-04
sonda Halla .......ccccoovviiiiiiiiieie 521-04-28 kolektor
wspotczynnik Halla ........................... 521-09-02 KOIEKEOT vrrrreroeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 521-07-05
zjawisko Halla ........cccccceiviiiiiies 521-09-01 Koletor WSPOINY .......vveeeereeeeeee. 521-07-14
hallotron kolektor wspolny odwrécony ............... 521-07-17
hallotron .........coovviiiiiiiiieeeeeie, 521-04-24 248CZ€ KOIEKEOTa oo 521-07-02
koncowki hallotronu ..........cccccceeeenee. 521-09-06 komérka
kohﬁ;i%vtvrl;amrj)radu sterujgcego £21.09.07 komorka fotoprzewodzaca .................. 521-04-33
powierzchniams.l-(.t;.t;-c.:;;; pQﬂI """""""" komodrka fotowoltaiczna ...................... 521-04-34
o ; komodrka pami€ci ..........ccoeeecvveveeneeenn. 521-11-04
wyjsciowej hallotronu ....................... 521-09-08
hallo)t/:'onow; komodrka (u_kladu scalonego) ............... 521-11-21
magnetometr hallotronowy .................. 521-04-28 kompensaq.a ]
mnoznik hallotronowy ...........cccccceuene. 521-04-27 kompens_aCJa dOMieSZKOWE .oovvvve. 521-03-06
modulator hallotronowy ....................... 521-04-25 komutacyjny
dioda komutacyjna ...........cccoeceerennnnen. 521-04-13
| koncentracja
ideal obszar zmiany koncentracji
idealny AOMIESZEK —vvvvorrreeeeeeeeeeeeeeeeeeer 521-02-67
krysztatidealny .........cccooveevieiiiiinnnn. 521-02-45 .
implantacja koncowka
ir': Ianta::  onow 5210514 KONCOWKE GIOWNA +rvvvveveeeeeee e 521-08-03
o pk j2 JONOW .o koficéwka pradu sterujacego
indukowany » AllOtrONU ~......ocveeceeeee e 521-09-07
napiecie sterujace indukowane kohcowka
(hallotronu) .......cocceeeeiiiiieeeiee e, 521-09-16 (przyrzadu potprzewodnikowego) ... 521-05-02
pole indukowane (generatora Halla) ... 521-09-10 KORCOWki hallotronu ............ovvvvee. 521-09-06
izolator krysztat
. iZOlator ......ooiiii 521-02-31 Krysztat idealny .o....oovvvvoeoooeeeeer 521-02-45
izolowany krytyczny
tranzystor polowy z bramka iy
: predkos¢ krytyczna wzrostu
IZOIOWANG, ....oevveieieeeiecee e 521-04-54 napiecia blokowania .................... 521-08-18
predkos¢ krytyczna wzrostu
J napiecia przewodzenia .................... 521-08-19
jon kwantowany
implantacja jonéW ............................... 521-03-14 uktad kwantowany (Czastek) _______________ 521-01-02
jonizacja kwantowy
energia jonizacji akceptora ................. 521-02-44 liczba kwantowa catkowitego
energia jonizacji donora ...........ccccece..e 521-02-43 momentu katowego ...........ccccoeveeeen. 521-01-11
jonowy liczba kwantowa druga ....................... 521-01-09
potprzewodnik jonowy ...........ccceeenneee. 521-02-06 liczba kwantowa

przewodzenie jONOWE ......................... 521-02-21 (elektronu w danym atomie) ............. 521-01-07
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liczba kwantowa gtéwna .....................
liczba kwantowa orbitalna ...................
liczba kwantowa pierwsza ..................

laserowy

dioda laserowa ..........ccccccoociieiiiiinenns
modut diody laserowej ........................
lawinowy

dioda prostownicza lawinowa .............
fotodioda lawinowa ..........cccccceeveeenee.
napiecie przebicia lawinowego ...........

przebicie lawinowe
(ztacza potprzewodnikowego PN) ...

LED
LED (akronim) .......ccccvveeeeeeiiiciiieeeee.
liczba

liczba kwantowa catkowitego
momentu Katowego ..........cccceeeeennnnn.

liczba kwantowa druga .......................

liczba kwantowa
(elektronu w danym atomie) .............

liczba kwantowa gtéwna .....................
liczba kwantowa orbitalna ...................
liczba kwantowa pierwsza ..................
liczba spinowa ..........cccccieiiiiiiiiie
logiczny

matryca logiczna programowalna .......
przyrzad logiczny programowalny .......
lokalny

poziom lokalny ..........cceevveviiiiiiiiiiiniinns
lotny

osadzanie z fazy lotngj ............ccceee

tadunek

akumulacja no$nikéw fadunku
(w poétprzewodniku) ........ccccvveveeeeenn.

analizator obrazu z przenoszeniem
tadunku ...

czas gromadzenia tadunku .................

tadunek odzyskiwany
(diody lub tyrystora) .........ccccccceeeeennn.

nos$nik tadunku (w pétprzewodniku) ...
obszar fadunku przestrzennego ..........

obszar fadunku przestrzennego
(ztacza PN) ..o

przyrzad z przenoszeniem tadunku ....
tadunkowy
dioda fadunkowa .............ccccciiiiiinniis
przyrzad ze sprzezeniem

tadunkowym ........cccooiiiiiiiiiiiiis
tancuchowy
przyrzad tancuchowy ...........cccccoeoee.
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521-01-08
521-01-09
521-01-08

521-04-37
521-04-38

521-04-20
521-04-44
521-05-08
521-05-07
521-04-39
521-01-11
521-01-09
521-01-07
521-01-08
521-01-09
521-01-08
521-01-10

521-11-02
521-11-01

521-02-35

521-03-15

521-02-62

521-11-17
521-05-23

521-05-18
521-02-51
521-02-79

521-02-80
521-11-14

521-04-12

521-11-16

521-11-15
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M
magnetometr

magnetometr hallotronowy .................

magnetorezystancja

wspotczynnik magnetorezystandiji .......

magnetorezystor

charakterystyka magnetorezystora .....

czuto$¢ rezystancyjna

magnetorezystora ..........ccccccvveeennnnee
magnetorezystor ............ooeveeiiiiiinneieen.
magnetorezystor tarczowy ..................

wskaznik rezystancji

magnetorezystora .......ccccccoeeveveennnnn.

magnetorezystywny

zjawisko magnetorezystywne .............

magnetyczny

czuto$¢ magnetyczna (sondy Halla) ...

napiecie szczatkowe przy polu
magnetycznym zerowym

(hallotronu) .......ccceeeeiiiiiiieeeeee

makrokomorka

makrokomorka .........cccceeeeeeiiiiiieeeeeeenn,

matosygnatowy
wspotczynnik zwarciowy matosygna

towy przenoszenia pradowego .........

matryca

matryca bramek .............ccoooiiii.
matryca bramek programowalna ........
matryca logiczna programowalna .......

matrycowy

uktad matryCowy ........ccccooeiiiiiiiiennann.
uktad matrycowy programowalny .......

Maxwell
prawo rozktadu predkosci

Maxwella-Boltzmanna ......................
rozktad Maxwella-Boltzmanna ............

mesa

technika "mesa" .........cccccoviieiiiiiiininnnnn.

MESFET

MESFET (akronim) ........ccccccvveveeeeeenne

metalowy
tranzystor polowy ztgczowy

z bramkg metalowg ..............ceeeee.

metoda
metoda monokrystalizacji

Czochralskiego .........ccccceuvvvevieeeeenn.
metoda monokrystalizacji strefowej ....

mieszajacy

dioda mieszajaca ......cccccceeeeeeiiiiiniiienn.

mikroelektronika

mikroelektronika ..............ccccccceeeeeeeens

mikrofalowy

dioda ograniczajgca mikrofalowa.........
dioda przetaczajaca mikrofalowa.........

mikrostop

technika mikrostopu ..........cccccceiiiiie

521-04-28

521-09-18

521-09-17

521-09-20

521-04-29

521-04-30

521-09-19

521-02-84

521-09-12

521-09-15

521-11-22

521-07-19
521-11-20
521-11-03
521-11-02
521-11-20
521-11-03

521-01-05
521-01-03

521-03-11

521-04-60

521-04-60

521-03-01
521-03-02

521-04-08

521-10-01

521-04-15
521-04-14

521-03-10
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mikrouktad
mikroukfad .........ccccoooiiiiii
mikrozespot
MIKroZesPOt ......ooevieiiiiiiiiiieee e
mniejszosciowy
nosnik mniejszosciowy

(w obszarze potprzewodnika) ..........
mnoznik
dioda mnoznika czestotliwosci ............
mnoznik hallotronowy .........ccccceevveeen.

modulacja
modulacja przewodnictwa

(pStprzewodnika) ..........cooeevvvveennennnn.

modulacyjny

dioda modulacyjna ..........ccccceeennnnn.

modulator

modulator hallotronowy ............ccc.c......

modut

modut diody laserowej ...........cccoeeeeene.

moment
liczba kwantowa catkowitego

momentu Katowego ..........cccceeeeennnnn.
monokrystalizacja

metoda monokrystalizac;ji
Czochralskiego .......ccccccceeeeiiecnnnnennn.

metoda monokrystalizacji strefowe;j ....
montazowy

pasek montazowy ..........ccccceiiiiiiiiienn.
MOS

tranzystor (polowy) MOS ....................

N

potprzewodnik typu N ...,
przewodnictwo typu N ............cccceee.
tranzystor polowy z kanatem N ...........
tyrystor z bramka typu N .....................
nachyleniowy

rezystancja nachyleni(ow)a ................

nadmiarowy

nos$nik nadmiarowy ..............ccceeeuvvneeee.

napiecie

dioda stabilizujgca napiecie ................
napiecie gléwne ...........cccccceiiiiiiiineen.
napiecie Halla ...........cooovvvvviiiiiiiiiininnns
napiecie nieprzetaczajace bramki .......
napiecie odciecia (tranzystora polo-

wego z kanatem zubozonym) ..........
napiecie plynace ........ccccoceiiiiiiiiiinnen.
napiecie progowe

(diody lub tyrystora) .........ccccceveeennnn.
napiecie progowe (tranzystora polo-

wego z kanatem wzbogaconym) ......
napiecie przebicia lawinowego ...........
napiecie przetaczajace bramki ............

napiecie sterujgce indukowane
(hallotronu) .......ccccvvvieeeeeeiiiieeee,
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521-10-02

521-10-04

521-02-53

521-04-09

521-04-27

521-02-55

521-04-10

521-04-25

521-04-38

521-01-11

521-03-01

521-03-02

521-05-32

521-04-55

521-02-09
521-02-49
521-04-56
521-04-70

521-06-05
521-02-54
521-04-17
521-08-04
521-09-05
521-08-16

521-07-23
521-05-17

521-05-19
521-07-24
521-05-08
521-08-15

521-09-16

napiecie szczatkowe przy polu

magnetycznym zerowym
(hallotronu) .......ccceieiieiiiieeeeee

napiecie szczatkowe przy pradzie
sterujgcym zerowym (sondy Halla) ..
NapieCie ZEeNera .......ccccceeeeeevveeeenaaennn.
predkos¢ krytyczna wzrostu
napiecia blokowania ..............ccc.......
predkos¢ krytyczna wzrostu napiecia
Przewodzenia ............eeeveeeveinininnnnnnnn.

napieciowy
charakterystyka gtéwna

(napieciowo-pradowa) ..........cc..c......

napylanie

napylanie ..........ccccoocceiiiiniiiiee e

narastanie

czas narastania ............cccccccceeeeeeeeeenn,

neutralny

obszar neutralny .........ccccooiiiiiiiiien.n.

niekwantowany

uktad niekwantowany (czastek) ..........

nieprzelaczajacy

napiecie nieprzetaczajace bramki .......
prad nieprzetaczajacy bramki .............

niesamoistny

potprzewodnik niesamoistny ...............

nietrwaly

pamieé nietrwata ............ccooceii.

niezdegenerowany

potprzewodnik niezdegenerowany ......

nosnik

akumulacja no$nikéw tadunku
(w potprzewodniku) .......cccceeeeeeeeenn.

nosnik tadunku (w pétprzewodniku) ....
nosnik mniejszosciowy

(w obszarze potprzewodnika) ..........
nos$nik nadmiarowy ............ccccceeeeeeenn.
nosnik wiekszosciowy

(w obszarze pétprzewodnika) ..........

(0]
objetosciowy
czas zycia objetosciowy

(nosnika mniejszosciowego) ............

obraz

analizator obrazu z przenoszeniem
fadunku ...

obszar

obszar tadunku przestrzennego ..........

obszar fadunku przestrzennego
(ztacza PN) ..o

obszar neutralny .........cccocoeiiiiiiiinnnn.
obszar przejscia .......cccovveeeeeeiiiiie.

obszar ujemnej rezystancji
rOZNICZKOWE] ....eveeeeeiieeiiiiiiieeeaeene

obszar zmiany koncentrac;ji
domieszek .........cocceveiiiiiiiiii e,

obudowa

obudowa ......ccooeeiiiiiiiiieee e,

521-09-15

521-09-14
521-05-10

521-08-18

521-08-19

521-08-05

521-03-17

521-05-22

521-02-68

521-01-01

521-08-16
521-08-17

521-02-08

521-11-11

521-02-12

521-02-62

521-02-51

521-02-53
521-02-54

521-02-52

521-02-57

521-11-17
521-02-79
521-02-80
521-02-68
521-02-66
521-05-05

521-02-67

521-05-31
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oczyszczanie

oczyszczanie strefowe ............c...........

odciecie

czestotliwos¢ odciecia ........cccceeeeeniis

napiecie odciecia (tranzystora polo-
wego z kanatem zubozonym) ..........

odniesienie

dioda odniesienia ............cccccceeeiiinins

odstep

odstep energetyczny ........ccccceceeiiiinnnnn.

odwrotny

dioda odwrotna .........cccoecciiiiiiiiiiinn,

odwrécony

baza wspdlna odwrécona ...................

emiter wspolny odwrécony .................

kolektor wspdlny odwrécony ...............

odzyskanie

czas odzyskania blokowania ..............

odzyskiwany

tadunek odzyskiwany
(diody lub tyrystora) .........ccccceeeeeennnn.

ograniczajacy

dioda ograniczajaca mikrofalowa.........

opadanie

czas opadania ......c...ccooeceiiiiiieeeens

opoéznienie

€zas OpOZNIENIA ....ccceevviiiiiiiiieaeeeee

optoelektroniczny

przyrzad optoelektroniczny .................
wyswietlacz optoelektroniczny ............
orbitalny

liczba kwantowa orbitalna ...................
osadzanie

osadzanie z fazy lotnej ..............cc...

potprzewodnik typu P ...
przewodnictwo typu P .......ooovvvvviiiennnns
tranzystor polowy z kanatem P ...........
tyrystor z bramkg typu P .......ccccenenen.
pamieé
element pami€Ci ..........cccevueuiiiiiiiiiinnn.
komorka pami€ci .......ccccvveeeeeeeieiiiinen.
pamie¢ dynamiczna

(o0 zmiennej zawartosci) ...................
pamiec nietrwata ...........cccceeeeieiinnnn.
pamiec¢ o dostepie bezposrednim .......
pamiec¢ o dostepie swobodnym ..........
pamiec¢ o dostepie szeregowym ..........
pamie¢ o zmiennej zawartosci ............
pamiec potprzewodnikowa scalona ...
pamiec skojarzeniowa ........................
pamieé stata ...
pamiec statyczna

(o0 zmiennej zawartosci) ...................
pamiec ulotna ..........occcoieiiiiiiiie
uktad (pamieciowy) scalony ................
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521-05-20
521-07-23
521-04-16
521-02-24
521-04-06
521-07-16
521-07-18

521-07-17

521-05-26

521-05-18

521-04-15

521-05-24

521-05-21

521-04-31
521-04-36

521-01-09

521-03-15

521-02-10
521-02-50
521-04-57
521-04-69

521-11-04
521-11-04

521-11-10
521-11-11
521-11-08
521-11-08
521-11-12
521-11-07
521-11-05
521-11-13
521-11-06

521-11-09
521-11-11
521-11-05
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parametr

parametry uktadu ....................oo

parametryczny

dioda parametryczna ............ccccceeeee.

pasek

pasek montazowy ...........ccccceeeeeneennn.

pasmo

pasmo Blocha .........ccccccoiiiiii,
pasmo domieszkowe ............cccceee......
pasmo dozwolone ...........cccccuveeeeeeennn.
pasmo energetyczne .............cccceene.

pasmo energetyczne

(w potprzewodniku) ........cccveeeeeeennn.
pasmo pobudzenia ............cceeeeeee.
pasmo powierzchniowe .....................
pasmo przewodzenia ..............ceee......
PasmMo PUSEE ....cooeevviiiiiieeeeee e
pasmo walencyjne .........ccccccceeeeeeeennn.
pasmo zabronione ...........ccccceeeeeeeennn.
pasmo zapetnione ..........................l
pasmo zapetnione czesciowo ............

pasozytniczy

element pasozytniczy uktadu .............

pasywacja

pasywacja powierzchniowa ...............

Pauli

zakaz Pauliego ......ccccceeevvveeiiiiiiiiiinnnns
zasada Pauliego-Fermiego .................

petla
powierzchnia skuteczna petli pradu

sterujacego ..o

powierzchnia skuteczna petli

wyjsciowej hallotronu .....................

pierwiastkowy

potprzewodnik pierwiastkowy ............

pierwszy

liczba kwantowa pierwsza .................

piezorezystywny

zjawisko piezorezystywne ..................

planarny

technika planarna ........ccccccceevvvvevninns

PLD

PLD (akronim) .......cccccoeeeiiiiiiiieneennn.

ptynacy

napiecie ptynace ........ccccccoviiiiieeneenn.

plytka

pivtka oo

PN

granica PN ...,
Z1gcze PN ..o,

pobudzenie

pasmo pobudzenia ............cccccceeee.

podczerwien
dioda emitujgca w

(zakresie) podczerwieni ..................
dioda na podczerwien ...........cccc........

podioze

podtozZe .....oooeiiiii

521-05-34
521-04-07
521-05-32
521-02-25
521-02-37
521-02-29
521-02-25
521-02-26
521-02-28
521-02-34
521-02-22
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521-02-23
521-02-30
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521-02-27
521-05-36
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521-01-14
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521-03-09
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521-05-17

521-05-29

521-02-65
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521-02-28

521-04-40
521-04-40

521-05-28
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podtrzymywanie

prad podtrzymywania .........ccccceeveveennns
pojemnos¢

dioda o zmiennej pojemnosci .............

pojemnosé cieplna .......ccccceeeeeieiiinnenn.
pole

napiecie szczatkowe przy polu
magnetycznym zerowym
(hallotronu) ...

pole elektryczne wewnetrzne ..............
pole indukowane (generatora Halla) ...
polowy

tranzystor polowy ..........ccccccceeennnnnnnnnes
tranzystor (polowy) MOS ....................
tranzystor polowy tlenkowy .................
tranzystor polowy z bramka izolowang
tranzystor polowy z bramka ztagczowag,

tranzystor polowy z kanatem N ...........
tranzystor polowy z kanatem P ...........

tranzystor polowy z kanatem
WZbOgacoNymM ........ccoeicueiieeeaaaeannee

tranzystor polowy z kanatem
ZuboZonNym ......cceviiiiiiiiiiiieas

tranzystor polowy ztgczowy
z bramkg metalowg ...........cocoeveeenes

potencjat
bariera potencjatu ............cccccoeiie
bariera potencjatu (ztacza PN) ............
powierzchnia

powierzchnia skuteczna petli pradu
sterujacego ........ccoceiiiii

powierzchnia skuteczna petli
wyjsciowej hallotronu .......................

powierzchniowy
pasmo powierzchniowe ......................
pasywacja powierzchniowa ................
poziom powierzchniowy ......................
predkos¢é rekombinacji

POWIErZChNIOWEj .........uevvvvenennnnnnnnnnnns

poziom
poziom akceptorowy .........ccccveveveveeenns
poziom domieszkowy .............ccccueeeeeee.
POZioMm dONOrOWY ......ccvvvvvvveieieeeieininnnns
poziom energetyczny (czastki) ...........
poziom Fermiego ........cccccceeeiiiiiinnnen.
poziom lokalny ..........cceevvvvieieiiiiiiiiinnas
poziom powierzchniowy ......................

wykres poziomow energetycznych
(CzZaStek) ..oovveeieeiiieieee e

pozorny
temperatura pozorna
(przyrzadu potprzewodnikowego) ....
temperatura pozorna ztagcza ...............
potprzewodnik
potprzewodnik ..........cooeeviiiiiiiiiiiiiiiiin,
potprzewodnik joNOWY .............cccueeeee.
potprzewodnik niesamoistny ...............
potprzewodnik niezdegenerowany ......
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521-09-15
521-02-81
521-09-10

521-04-52
521-04-55
521-04-55
521-04-54
521-04-53
521-04-56
521-04-57

521-04-59

521-04-58

521-04-60

521-02-69
521-02-70

521-09-09

521-09-08

521-02-34
521-03-13
521-02-42

521-02-56

521-02-41
521-02-36
521-02-40
521-01-12
521-01-17
521-02-35
521-02-42

521-01-13

521-05-14
521-05-15

521-02-01
521-02-06
521-02-08
521-02-12

potprzewodnik pierwiastkowy .............
potprzewodnik samoistny ....................
potprzewodnik skompensowany .........
potprzewodnik typu N ...
potprzewodnik typu P ...,
potprzewodnik zdegenerowany ..........
potprzewodnik ztozony ..........cccceeeen.
potprzewodnikowy

detektor fotoelektryczny
(potprzewodnikowy) .......cccceeeeeeeennne.

dioda (potprzewodnikowa) ..................

dioda prostownicza
(potprzewodnikowa) ........cccceeeeeennnne.

fotoelement (pétprzewodnikowy) ........
pamie¢ poétprzewodnikowa scalona ....

przyrzad fotoelektryczny
(potprzewodnikowy) .......ccccceeeeeeennes

przyrzad potprzewodnikowy ................
przyrzad (potprzewodnikowy)
dyskretny ...
stos prostowniczy (potprzewodnikowy)
termoelement pétprzewodnikowy .......
uktad scalony potprzewodnikowy ........
praca
tryb pracy ze wzbogaceniem ..............
tryb pracy ze zubozeniem ...................
prawo

prawo rozktadu predkosci
Fermiego-Diraca-Sommerfelda ........

prawo rozktadu predkosci
Maxwella-Boltzmanna ......................

prad
dioda stabilizujgca prad ..........cceeeeees
koncowka pradu sterujgcego
hallotronu ..o
napiecie szczatkowe przy pradzie
sterujgcym zerowym (sondy Halla) ..
powierzchnia skuteczna petli pradu
sterujacego
prad gtéwny
prad nieprzetaczajacy bramki .............
prad podtrzymywania ...........cccceeeenn.
prad przetaczajacy bramki ..................
prad przewodzenia .........ccccceeeeeeeenennn.
prad sterujgcy (generatora Halla) .......
prad zatrzaskiwania .............cccccoeee.
pradowy
charakterystyka gtéwna
(napigciowo-pradowa) .............ceeee...
czuto$¢ prgdowa (sondy Halla) ...........

wspotczynnik statyczny przenoszenia
{0110 [0)1=To o T

wspotczynnik zwarciowy matosygna
towy przenoszenia pradowego .........

predkos¢
prawo rozktadu predkosci
Fermiego-Diraca-Sommerfelda ........

prawo rozktadu predkosci
Maxwella-Boltzmanna ......................
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521-02-07
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521-02-09
521-02-10
521-02-13
521-02-03

521-04-42
521-04-03
521-04-19
521-04-41
521-11-05

521-04-41
521-04-01

521-04-02
521-04-21
521-04-23
521-10-05
521-07-11
521-07-10
521-01-19
521-01-05
521-04-18
521-09-07
521-09-14
521-09-09
521-08-02
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521-08-10
521-08-14
521-02-15
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521-09-13
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521-01-19

521-01-05
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predkos¢ krytyczna wzrostu
napiecia blokowania .........................

predkos¢ krytyczna wzrostu napiecia
Przewodzenia ........ccceeevuennnnnnnnnnnnns
predkos$¢ rekombinacji
POWIerzChniowej ...........occccvveeeeeneennn.
progowy
napiecie progowe (diody lub tyrystora)
napiecie progowe (tranzystora polo-
wego z kanatem wzbogaconym) ......
programowalny
matryca bramek programowalna ........
matryca logiczna programowalna .......
przyrzad logiczny programowalny .......
uktad matrycowy programowalny ........
projektowany

uktad scalony projektowany
z udziatem uzytkownika ...................

prostowniczy
dioda prostownicza lawinowa .............

dioda prostownicza
(pStprzewodnikowa) .........cccceeeeeeennn.

stos prostowniczy (potprzewodnikowy)
przebicie

napiecie przebicia lawinowego ...........

przebicie cieplne (ztacza PN) .............

przebicie lawinowe
(ztacza potprzewodnikowego PN) ...

przebicie Zenera (ztacza PN) .............

przebicie (ztacza PN spolaryzowanego
WSEECZNIE) i

przejscie
czestotliwos¢ przejscia .......oooveeiennnin.
obszar przejscia .....coeeeeiiciiiiiiieees
przejsciowy
ztacze przejsciowe stopniowane .........
przetaczajacy
dioda przetaczajgca mikrofalowa.........
dioda przetaczajaca .......cccceeeninnnnnnnnnn.
napiecie przetaczajace bramki ............
prad przetaczajacy bramki ..................
przelaczanie
punkt przetaczania ..........oeevveveiiiiiiinnn,
przenoszenie

analizator obrazu z przenoszeniem
tadunku ..o

przyrzad z przenoszeniem tadunku ....

wspotczynnik statyczny
przenoszenia prgdowego .................

wspotczynnik zwarciowy matosygnatowy
przenoszenia pragdowego .................

przestrzenny
obszar fadunku przestrzennego ..........

obszar fadunku przestrzennego
(ztacza PN) ..o

przesuniety

punkt szczytowy przesuniety
(diody tunelowej) .........ccovveivnvieenennn.
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521-05-06

521-07-21
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521-04-13
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521-11-17
521-11-14
521-07-20
521-07-19
521-02-79

521-02-80

521-06-03
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przewodnictwo

modulacja przewodnictwa
(potprzewodnika) .........ccccevvieiieeeenn.

przewodnictwo samoistne ...................

przewodnictwo typu N ...,

przewodnictwo typu P ...
przewodnik

pPrzewodnik ......ccoooeiiiiiiiii
przewodzacy

tyrystor diodowy przewodzacy
WSEECZNIE ...evviiieiieiiiiieeeeee e

tyrystor triodowy przewodzacy
WSEECZNI ..oooiiiiiiiiiiiic e

przewodzenie

czas ustalania sie stanu
Przewodzenia ............eeevevereeneniinnnnnnns

elektron przewodzenia ........................
kierunek przewodzenia (ztagcza PN) ...
pasmo przewodzenia .........c.ccoeeeeeeennnn.
prad przewodzenia ...........ccccceeeeeeennnn.

predkos¢ krytyczna wzrostu
napiecia przewodzenia ....................

przewodzenie dziurowe ......................
przewodzenie elektronowe .................
przewodzenie joNOWe ..........ccccceeeeennne.
przewodzenie samoistne ...................

rezystancja dynamiczna
Przewodzenia ............evevvvevninnninnnnnnnn.

stan przewodzenia .............cccccoeeeieeenn
przyrzad
przyrzad elektroluminescencyjny ........

przyrzad fotoelektryczny
(potprzewodnikowy) ........cccceeeeeeennes

przyrzad logiczny programowalny ......
przyrzad fancuchowy ..............cccc........
przyrzad optoelektroniczny .................
przyrzad potprzewodnikowy ................
przyrzad (potprzewodnikowy)
dyskretny ...

przyrzad wrazliwy na wytadowania
elektrostatyczne .........c.cccoeiiie

przyrzad z przenoszeniem tadunku ....
przyrzad ze sprzezeniem
tadunkowym ...

putapka

putapka ......coooeeiiiiiii
punkt

punkt dolinowy (diody tunelowej) ........

punkt przetaczania ..........ccccoeeeeeeenen.

punkt szczytowy (diody tunelowej) .....

punkt szczytowy przesuniety
(diody tunelowej) .......ccoeeeuvvvevieneenn.

pusty
PasmMOo PUSEE .....cccevveiiiiieieieiiiiie e,

521-02-55
521-02-48
521-02-49
521-02-50

521-02-16

521-04-64

521-04-65

521-05-25
521-02-14
521-05-03
521-02-22
521-02-15

521-08-19
521-02-18
521-02-19
521-02-21
521-02-20

521-08-13
521-08-07

521-04-35
521-04-41
521-11-01
521-11-15
521-04-31
521-04-01
521-04-02

521-05-27
521-11-14

521-11-16
521-02-63
521-06-02
521-08-12
521-06-01

521-06-03

521-02-33
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radiator

radiator .........ooeeeviviiiiiiiiiis

RAM

RAM (akronim) .......ccccceeeeeeiviciiiieeneeenn

rekombinacja

centrum rekombinacji ............eeeuenennnnn.

predkos$¢ rekombinacji
pPOWIerzcChniowej ...........occccvveeeeeneennn.

rezystancja

obszar ujemnej rezystancji
rOZNICZKOWE] ......eeveieieeeieiiiiieeeeen.

rezystancja cieplna
(przyrzadu potprzewodnikowego) ....

rezystancja dynamiczna
Przewodzenia ........cccceuvuemnnnnnnnnannnns

rezystancja nachyleni(ow)a ................

wskaznik rezystanc;ji
magnetorezystora ..........ccooeeeeeeiinnnnn.

rezystancyjny

czutos¢ rezystancyjna
magnetorezystora ..........ccooeeeeeeinnnnnn.

rezystywnosciowy

czestotliwos¢ graniczna
rezystywnos$ciowa ..........cccecveeveeenn

ROM

ROM (akronim) .......ccccceveeeiviciinieeneennn.

rozktad

prawo rozktadu predkosci

Fermiego-Diraca-Sommerfelda ...........

prawo rozktadu predkosci
Maxwella-Boltzmanna .....................

rozktad Fermiego-Diraca ........cccc.......

rozktad Maxwella-Boltzmanna ............

rézniczkowy

obszar ujemnej rezystancji
rOZNICZKOWE] ......evveieieeeieiiiiieeeeenn

ruchliwos¢

ruchliwos¢ Halla .............ccccoooiiinie.

ruchliwo$¢ (nosnika tadunku) ..............

S

samoistny

potprzewodnik samoistny ....................
przewodnictwo samoistne ...................
przewodzenie samoistne ...........c........
samotny

elektron samotny ...
scalony

komorka (uktadu scalonego) ...............
pamiec poétprzewodnikowa scalona ...
uktad (pamieciowy) scalony ................
uktad scalony .........coeeveevviiiiiiiiiiiiiiiiinns
uktad scalony na zamoéwienie .............
uktad scalony pétprzewodnikowy ........

uktad scalony projektowany
z udziatem uzytkownika ...................

uktad scalony specjalizowany .............

~ 184 —

521-05-33

521-11-08

521-02-64

521-02-56

521-05-05

521-05-13

521-08-13
521-06-05

521-09-19

521-09-20

521-06-04

521-11-06

521-01-19

521-01-05
521-01-15
521-01-03

521-05-05

521-09-04
521-02-58

521-02-07
521-02-48
521-02-20

521-01-18

521-11-21
521-11-05
521-11-05
521-10-03
521-11-18
521-10-05

521-11-19
521-11-18

uktad scalony warstwowy ...................
uktad scalony wielostrukturowy ..........

Schottky

bariera Schottky’ego ..........ccccccceeeee

sitodruk

technika sitodruku ...........ccccoeeeeeriinnnenn.

sktad

skfad stechiometryczny .......................

skojarzeniowy

pamie¢ skojarzeniowa ............cccc......

skokowy

ztgcze SKOKOWE ........oevvvvvvvviiiiininininnn,

skompensowany

potprzewodnik skompensowany .........

skrosny
zwarcie skros$ne

(miedzy dwoma ztgczami PN) ..........

skuteczny
powierzchnia skuteczna petli

pradu sterujacego ..........ccoceceeeeeeenn.

powierzchnia skuteczna petli

wyjsciowej hallotronu .......................

Sommerfeld
prawo rozktadu predkosci

Fermiego-Diraca-Sommerfelda ........

sonda

sonda Halla .........cccccoeeeeiiiiiiiiie e,

specjalizowany

uktad scalony specjalizowany .............

spin

liczba spinowa .........ccccoviiiiiiiiinnane.

sprzegacz

sprzegacz fotonowy ...........cccceveevvennes

sprzezenie
przyrzad ze sprzezeniem

fadunkowym ..........ccciiie

stabilizacyjny

dioda stabilizacyjna ..............c.ccceeeel

stabilizujacy

dioda stabilizujgca napiecie ................
dioda stabilizujgca prad ..........cccceeeee...

staty

stata dyfuzji (nosnikéw fadunku) .........
pamie€ stata ..........ccccceiiiiiiiii

stan
czas ustalania sie stanu

przewodzenia ........cccceeeeiiiiiiiieaeeen.
stan blokowania ...........cccccciniinnn.
stan przewodzenia ........c.ccccooiiiinee.n.
stan wigczenia ..o
stan wytaczenia ........cccccciiiiiiiiie.
stan zatrzasniecia .........c.c..ccoeevnnneen...

stan zaworowy

(tyrystora blokujacego wstecznie) ....

521-10-06
521-10-10

521-02-71

521-03-16

521-02-46

521-11-13

521-02-73

521-02-11

521-05-12

521-09-09

521-09-08

521-01-19

521-04-28

521-11-18

521-01-10
521-01-10

521-04-45

521-11-16

521-04-16

521-04-17
521-04-18

521-02-61
521-11-06

521-05-25
521-08-08
521-08-07
521-08-07
521-08-08
521-10-11

521-08-09
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statyczny
pamiec statyczna
(o0 zmiennej zawartosci) .........c.........

wspotczynnik statyczny przenoszenia
Pradowego ......ccccuvveiiieeaeeiiiiieeeaannnn

stechiometryczny
skiad stechiometryczny .......................
sterujacy
koncoéwka pradu sterujgcego
hallotronu ..........cccoiiiiii

napiecie sterujace indukowane
(hallotronu) .......ccccvvvieeeieeiiiieeeee

napiecie szczatkowe przy pradzie
sterujacym zerowym (sondy Halla) ..

powierzchnia skuteczna petli pradu
sterujacego ........cooeeiiii

prad sterujacy (generatora Halla) .......
stopniowany

ztacze przejsciowe stopniowane .........
stopowy

technika stopowa ...........ccccociiiiiii,

ZtgCze StOPOWE ....evvvvvvieiniiiiien,
stos

stos prostowniczy (potprzewodnikowy)
strefowy

metoda monokrystalizacji strefowe;j ....

oczyszczanie strefowe ............cccceeeene

wyrownywanie strefowe ......................
struktura

struktura ...
swobodny

pamiec¢ o dostepie swobodnym ..........
sygnatowy

dioda sygnatowa ...........cccceiiiiiiis
szczatkowy

napiecie szczatkowe przy polu
magnetycznym zerowym
(hallotronu) ........cccoieiieiiiiieee

napiecie szczatkowe przy pradzie
sterujgcym zerowym (sondy Halla) ..
szczyt
szczyt (diody tunelowej)..............c.....
szczytowy
punkt szczytowy (diody tunelowej) ......

punkt szczytowy przesuniety
(diody tunelowej) .......cooeviiiiiieeneenn.

szeregowy
pamiec¢ o dostepie szeregowym ..........
swiecacy
dioda Swiecaca ........ccceeeunniiiiiinn,

T
tarczowy

magnetorezystor tarczowy ..................
technika

technika dyfuzyjna .........ccccoceveeeiennns
technika "mesa" ..........cccoiiiiiiiinis
technika mikrostopu ...........cccccccecnnnnnn.
technika planarna ............ccccccciis
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521-11-09

521-07-20

521-02-46

521-09-07

521-09-16

521-09-14

521-09-09
521-09-11

521-02-74

521-03-07
521-02-75

521-04-21

521-03-02

521-03-03

521-03-04

521-05-30

521-11-08

521-04-04

521-09-15

521-09-14

521-06-01

521-06-01

521-06-03

521-11-12

521-04-39

521-04-30

521-03-08
521-03-11
521-03-10
521-03-09
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technika sitodruku ..............ccocoiie

technika stopowa .............evvveviieininnnnne.
temperatura

temperatura pozorna

(przyrzadu potprzewodnikowego) ....

temperatura pozorna zigcza ...............
tensorezystywny

zjawisko tensorezystywne ..................
termistor

termistor ...
termoelement

termoelement poétprzewodnikowy .......
tetrodowy

tranzystor tetrodowy .........cccccvvvevinnnne.
tlenkowy

tranzystor polowy tlenkowy .................
transkonduktancja

transkonduktancja
(tranzystora polowego) ........ccccc.....

transoptor
transoptor .......ooeviiiiiiiin

tranzystor
tranzystor ...........eeeeeieiiiiiiie
tranzystor bipolarny ztagczowy .............
tranzystor dwukierunkowy ..................
tranzystor polowy ...........cccevvevveveeennnnn.
tranzystor (polowy) MOS ....................
tranzystor polowy tlenkowy .................
tranzystor polowy z bramka izolowang
tranzystor polowy z bramkg ztagczowg
tranzystor polowy z kanatem N ...........
tranzystor polowy z kanatem P ...........

tranzystor polowy z kanatem
Wzb0gaconym ........cccccveeeeeeeeeiaiinens

tranzystor polowy z kanatem
ZUDOZONYM oo

tranzystor polowy ztaczowy
z bramkg metalowg ..........................

tranzystor tetrodowy .........cccccveevinnnne.
tranzystor unipolarny ..........c.ccccoeeiiie
triak

triodowy
tyrystor triodowy blokujacy wstecznie .
tyrystor triodowy dwukierunkowy ........

tyrystor triodowy przewodzacy
WSEECZNIE ...evviiieiieiiiiieeee e

tryb
tryb pracy ze wzbogaceniem ..............
tryb pracy ze zubozeniem ...................
tunelowy
dioda tunelowa .........cccccoeiiiiiiiiiiienn.
zjawisko tunelowe (w ztgczu PN) ........
typ
potprzewodnik typu N ........ccoveeeeeeeni.
potprzewodnik typu P ...
przewodnictwo typu N .........cccooeieiennnn.
przewodnictwo typu P ........cccoeeiiiiennnn.

521-03-16
521-03-07

521-05-14
521-05-15

521-02-85

521-04-22

521-04-23

521-04-50

521-04-55

521-07-25

521-04-45

521-04-46
521-04-47
521-04-49
521-04-52
521-04-55
521-04-55
521-04-54
521-04-53
521-04-56
521-04-57

521-04-59
521-04-58
521-04-60
521-04-50
521-04-48

521-04-67

521-04-63
521-04-67

521-04-65

521-07-11
521-07-10

521-04-05
521-02-83

521-02-09
521-02-10
521-02-49
521-02-50
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tyrystor z bramka typu N .....................
tyrystor z bramkg typu P .......ccccennenen.
tyrystor
bramka (tyrystora) .......cccccceiiiiiiiinn.
EYIYSIOr e
tyrystor asymetryczny ...........ccccccennenee
tyrystor diodowy blokujacy wstecznie .
tyrystor diodowy dwukierunkowy ........

tyrystor diodowy przewodzacy
WSEECZNIE ...ooviiiiiiiiiii e

tyrystor triodowy blokujacy wstecznie .
tyrystor triodowy dwukierunkowy ........
tyrystor triodowy przewodzacy
WSEECZNIe ..o
tyrystor wytaczajacy ......cceeeeeeiciiiiiinnnnn.
tyrystor z bramka typu N .....................
tyrystor z bramkg typu P .......ccccenenee.

U
udziat

uktad scalony projektowany
z udziatem uzytkownika ...................

ujemny
obszar ujemnej rezystanc;ji
rOZNICZKOWE] ....evvvvveeieeeeeeiiiiieeeee
ujscie
ujscie (tranzystora polowego) .............
uktad
element pasozytniczy uktadu ..............
komorka (uktadu scalonego) ...............
parametry uktadu ...
uktad kwantowany (czgstek) ...............
uktad matrycowy ..o
uktad matrycowy programowalny ........
uktad niekwantowany (czastek) ..........
uktad (pamieciowy) scalony ................
uktad scalony ........coooiiiiiiii
uktad scalony na zaméwienie .............
uktad scalony pétprzewodnikowy ........

uktad scalony projektowany
z udziatem uzytkownika ...................

uktad scalony specjalizowany .............

uktad scalony warstwowy ....................

uktad scalony wielostrukturowy ...........

uktad zastepczy ........ccceoiiiiiiiie
ulotny

pamiec ulotna ..........cccoieiiiiiii
unipolarny

tranzystor unipolarny ...........cccccceoiis
ustalanie

czas ustalania sie stanu
Przewodzenia ........ccceeeeennnnniiieinnns

uzytkownik

uktad scalony projektowany
z udziatem uzytkownika ...................
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521-04-70
521-04-69

521-08-01
521-04-61
521-04-71
521-04-62
521-04-66

521-04-64
521-04-63
521-04-67

521-04-65
521-04-68
521-04-70
521-04-69

521-11-19

521-05-05

521-07-08

521-05-36
521-11-21
521-05-34
521-01-02
521-11-20
521-11-03
521-01-01
521-11-05
521-10-03
521-11-18
521-10-05

521-11-19
521-11-18
521-10-06
521-10-10
521-05-35
521-11-11

521-04-48

521-05-25

521-11-19

walencyjny

pasmo walencyjne .........ccccceeeeeeeennennnn.
warikap

112211 = o T
warstwa

warstwa cienka
(ukfadu scalonego warstwowego) ....

warstwa gruba
(ukfadu scalonego warstwowego) ....

warstwa
(ukfadu scalonego warstwowego) ....

warstwa zubozona
(w potprzewodniku) ........ccceeeeeeeennnes

warstwowy
uktad scalony warstwowy ...................
wewnetrzny
pole elektryczne wewnetrzne ..............
wielostrukturowy
uktad scalony wielostrukturowy ..........
wiekszosciowy
nosnik wiekszosciowy
(w obszarze potprzewodnika) ..........
wiaczenie
stan wigczenia ...
wrazliwy
przyrzad wrazliwy na wytadowania
elektrostatyczne .........cccccoiiiie
wskaznik

wskaznik rezystancji
magnetorezystora ............ccccceveeennnee

wspolny
baza wspoélna .......ccccoeeeeiiiiii.
baza wspdlna odwrécona ...................
emiter wspolny .........ccooeeeeiiiiiiiiieen.
emiter wspolny odwrécony .................
kolektor wspoIny .........cccooeiiiiiennennn.
kolektor wspolny odwrécony ...............
wspotczynnik
wspotczynnik Halla ...
wspotczynnik magnetorezystandiji .......

wspotczynnik statyczny przenoszenia
{0110 [0)11=To o T,

wspotczynnik zwarciowy matosygna
towy przenoszenia pradowego .........

wstecznie
tyrystor diodowy blokujacy wstecznie .

tyrystor diodowy przewodzacy
WSEECZNI ...ooeiiiiiiiiiiic e

tyrystor triodowy blokujacy wstecznie .

tyrystor triodowy przewodzacy
WSEECZNI ..ooeiiiiiiiiiee e

wsteczny
dioda wsteczna ........cccceeeeeiiiiiiiiieeen.
kierunek dziatania wsteczny ...............
wyciagany
zigCze wyciggane ..........ccccceeeeeenennnnns

521-02-23

521-04-07

521-10-08

521-10-09

521-10-07

521-02-82

521-10-06

521-02-81

521-10-10

521-02-52

521-08-07

521-05-27

521-09-19
521-07-13
521-07-16
521-07-15
521-07-18
521-07-14
521-07-17

521-09-02
521-09-18

521-07-20

521-07-19

521-04-62

521-04-64
521-04-63

521-04-65

521-04-06
521-07-12

521-02-77
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wyjsciowy
powierzchnia skuteczna petli
wyjsciowej hallotronu ....................... 521-09-08
wykres

wykres poziomow energetycznych
(CZaStek) .evvvveeieiiieieee e 521-01-13

wyladowanie

przyrzad wrazliwy na wytadowania

elektrostatyczne ...........ccccccviiiiiiinni, 521-05-27
wylaczajacy

tyrystor wytaczajacy ......cccceeeeeciiiiiinnnnn 521-04-68
wylaczenie

stan wylgczenia ...........ocoeei, 521-08-08
wyprowadzenie

wyprowadzenie
(przyrzadu potprzewodnikowego) .... 521-05-02

wyrownywanie

wyréwnywanie strefowe ...................... 521-03-04
wyswietlacz

wys$wietlacz optoelektroniczny ............ 521-04-36
wzbogacenie

tryb pracy ze wzbogaceniem .............. 521-07-11
wzbogacony

tranzystor polowy z kanatem
WZbOgacoNyM .......cceviicueiieeeaaaeananes 521-04-59

wzrost

predkos¢ krytyczna wzrostu
napiecia blokowania ......................... 521-08-18

predkos¢ krytyczna wzrostu
napiecia przewodzenia .................... 521-08-19

zabroniony

pasmo zabronione .........cccccceveveveieinnns 521-02-30
zakaz

zakaz Pauliego .........ccccecvvvieiieeiieiins 521-01-14
zakres

dioda emitujgca w
(zakresie) podczerwieni ................... 521-04-40

zaleznosé

zaleznos$c¢ Boltzmanna .........c...ccoe. 521-01-04
zamowienie

uktad scalony na zamoéwienie ............. 521-11-18
zanieczyszczenie

ZaNI€CZYSZCZENIE ...cocuvveeeiirieeeeiieeeeas 521-02-04
zapetniony

pasmo zapetione ...........cccceeeieeennnee. 521-02-32

pasmo zapetnione czesciowo ............. 521-02-27
zaporowy

kierunek zaporowy (ztacza PN) .......... 521-05-04
zasada

zasada Pauliego-Fermiego ................. 521-01-14
zastepczy

uktad zastepczy ........ccovieiiieiiiii, 521-05-35
zatrzaskiwanie

prad zatrzaskiwania ............cccccceeenuee. 521-08-11
zatrzasniecie

stan zatrzasniecia ...........cccooeeeeiiinnns 521-10-11
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zawartosé
pamie¢ dynamiczna
(0 zmiennej zawartosci) ................... 521-11-10
pamie¢ o zmiennej zawartosci ............ 521-11-07
pamie¢ statyczna
(o0 zmiennej zawartosci) ................... 521-11-09
zaworowy

stan zaworowy
(tyrystora blokujacego wstecznie) .... 521-08-09

zdegenerowany

potprzewodnik zdegenerowany .......... 521-02-13
Zener

dioda Zenera .........ccceeeviiiiiiiiee 521-04-17

Napiecie ZENEra ........cccccceeeecuvveeeeneeennn. 521-05-10

przebicie Zenera (ztacza PN) ............. 521-05-09
zerowy

napiecie szczatkowe przy polu

magnetycznym zerowym

(hallotronu) .......cccvveeeeeeiiiiiieieeeee 521-09-15
napiecie szczatkowe przy

pradzie sterujacym zerowym

(sondy Halla) ........cccoovveeeeiiieeeen 521-09-14
zjawisko
zjawisko fotoelektryczne .................... 521-01-20
zjawisko fotokonduktywne .................. 521-01-22
zjawisko fotomagnetoelektryczne ....... 521-01-23
zjawisko fotowoltaiczne ...................... 521-01-21
Zjawisko Halla .........ccooeeeiiiiiiiis 521-09-01
zjawisko magnetorezystywne ............. 521-02-84
zjawisko piezorezystywne ................... 521-02-85
zjawisko tensorezystywne .................. 521-02-85
zjawisko tunelowe (w ztgczu PN) ........ 521-02-83
zlacze
temperatura pozorna zigcza ............... 521-05-15
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da corrente de comando...................... 521-09-09
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T
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técnica de microliga...........cceoiciiieieeneennn. 521-03-10
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técnicaplanar............cccccoeiiiiiiiiiiiieees 521-03-09
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(de um dispositivo semicondutor)......... 521-05-14
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(dos portadores) ........ccceeeeieiiiiieeneaenn. 521-05-23
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tenséo de avalanche ............ccccccceeennen. 521-05-08
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(de um dispositivo de efeito Hall)......... 521-09-16
tensdo de corte (de um transistor

de efeito de campo de deplegéo) ........ 521-07-23
tensao de disparo de porta..................... 521-08-15
tensdode Hall .......cooooiiiiiiii 521-09-05
tens&o de limiar

(de um diodo ou de um ftiristor)............ 521-05-19
tensdo de limiar (de um transistor de efeito

de campo por enriquecimento)............ 521-07-24
tensdo de nao-disparo de porta.............. 521-08-16
tens@o de Zener .........ccccovvieeiiiiieenen. 521-05-10
tensdo flutuante..............ccooee il 521-05-17
tensdo principal ........c.ccooeeciiiieiiieeees 521-08-04

tensao residual para um
campo magnético nulo
(de um dispositivo de efeito Hall)......... 521-09-15

tensao residual para uma corrente
de comando nula

(de um dispositivo de efeito Hall)......... 521-09-14
terminais de comando

(de um gerador de Hall)....................... 521-09-07
terminais Hall............ccooooeeieienl. 521-09-06
terminais principais............cccccceeeiieiinnns 521-08-03
terminal
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tiristor diodo bloqueado

em sentido inverso ................c 521-04-62
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tiristor triodo bidireccional....................... 521-04-67
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em sentido iNVerso ..........ccccoeevvveeeen.. 521-04-63
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(de um transistor de efeito de campo). 521-07-25
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transistor...... ..o 521-04-46
transistor bidireccional...............cccccoeee.. 521-04-49
transistor bipolar...........cccccoeiiiiiiiinienn. 521-04-47
transistor de efeito de campo ................. 521-04-52
transistor de efeito de campo

(metal-6xido-semicondutor)................. 521-04-55
transistor de efeito de campo

decanal N .......ccooieiiiiiii e, 521-04-56
transistor de efeito de campo

decanal P........ccoiiiiiii s 521-04-57
transistor de efeito de campo

de depleGao.......ccceeveeeiieiiiiieiiee e 521-04-58
transistor de efeito de campo

de juncdo de porta.........ccceeeeieeeieiniis 521-04-53
transistor de efeito de campo

de portaisolada............cccovvieiieeiieiinns 521-04-54
transistor de efeito

de campo metal-semicondutor ............ 521-04-60
transistor de efeito de campo

por empobrecimento............cc.oceueieeee. 521-04-58
transistor de efeito de campo

por enriquecimento............cccceveveeeeeeenns 521-04-59
transistor de jung8o ........cccoeeiiiiiiiieneenn. 521-04-47
transistor tétrodo..........cccceeeeiiiiiiiiene 521-04-50
transistor unipolar..........c.ccccooeeciiieeneen. 521-04-48
triac (abreviatura) ............c...coceeenvennen.n. 521-04-67

\%

valor estatico da relagdo

de transferéncia directa da corrente .... 521-07-20
velocidade critica de crescimento

da tensao no estado condutor ............. 521-08-19
velocidade critica de crescimento

da tensao no estado cortado................ 521-08-18
velocidade de recombinagao

em SUpPerfiCie ......ccccvveeeiieiiieieee e 521-02-56
visualizador optoelectronico ................... 521-04-36

z

zona de transigdo da concentragéo

das impurezas ...........cceeevveeeeeeeeeeenns 521-02-67
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abrupt OVergang .........cccecveeveenniieeneeen 521-02-73 dynamiskt minnNe ..........cccocceeviiiinc e, 521-11-10
F=Tolo1=] ) (o] SRR PPPRN 521-02-39
ACCEPLOMMIVA ..eeeeeiiieee e 521-02-41 E
aktiveringsenergi for stératom ................ 521-02-05 effektivarea........ccoccceeeeiiiiii 521-09-08
anodkarakteristik ...........cccoceeiiiiiiinnne. 521-08-06 efterledningstid..........ccocciviiiiiii . 521-05-23
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elektrod.......cccooi i 521-05-01
B elektronkonduktivitet..................ccoeiiis 521-02-49
backdiod .........ccooveiiiiiii 521-04-06 elektronledning .........c.ccccoeeeiiiiiiieiiiiinns 521-02-19
backriktning .........cccooiiiiiii 521-05-04 elektrostatiskt kénslig komponent........... 521-05-27
DAS. . 521-07-03 EMIHEr .o 521-07-04
begransningsdiod for hégfrekvens.......... 521-04-15 emitter (hos falteffekttransistor).............. 521-07-07
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bipolar skikttransistor...............cccccccineee. 521-04-47 energiband ..o 521-02-25
blandardiod............cccoociiiiiiiiii 521-04-08 energiband (i halvledare)........................ 521-02-26
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Bohrs atommodell..............ccccoooiiiine 521-01-06 ENErgiNiVA......coiiiiiiiiiiiiiie e 521-01-12
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branthet ... 521-07-25 enhetsgransfrekvens ...........c...cccnee. 521-07-22
ensam elekiron.........c.cccoeviiiieeiieeieiinnns 521-01-18
C EPIAXI e 521-03-12
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ChIP e 521-05-30 excitationsband ...........ccccoeeiiiiiiiiinn. 521-02-28
corbinoskiva ........cceeeeviiiiiii 521-04-30 extrapolerad enhetsgransfrekvens ......... 521-07-21
D F
dalpunkt.......c.cooiiiiiiii 521-06-02 falltid ..o 521-05-24
degenererad halvledare.......................... 521-02-13 Fermi-Dirac-funktion..............ccccecvvveeeen... 521-01-16
delvis besatt band................ccoccoo 521-02-27 fermiférdelning..........cccceeeiiiiiiie 521-01-19
detektordiod..........ccceeiiiiiiii 521-04-11 ferminiva ... 521-01-17
IAC ...t 521-04-66 fermistatistik ..........cocoevviiiiiie 521-01-15
differentiell framresistans........................ 521-06-05 il 521-10-07
differentiell ledresistans .............cc.c......... 521-08-13 flyktigt minne ... 521-11-11
diffunderad dvergang..........cccccceevveeennee. 521-02-76 fotodiod.......ueeeeiiiii 521-04-32
diffuSion ......coooiiiiii 521-02-59 fotoelektrisk detektor ...........cccccooiiiiennis 521-04-42
diffusionskonstant...............cccocceiis 521-02-61 fotoelektrisk effekt ........c.cccooiiiiie 521-01-20
diffusionsteknik...........cccccoviiiiniiinn 521-03-08 fotoelektromagnetisk effekt..................... 521-01-23
diffusionsvaglangd...........ccccooiiiniis 521-02-60 fotoelektromotorisk cell........................... 521-04-34
diod med snabb aterhamtning................. 521-04-12 fotoelektromotorisk effekt ...................... 521-01-21
diodtyristor med sparrférmaga................ 521-04-62 fotoemitter ... 521-04-35
diodtyristor utan sparrférmaga................ 521-04-64 fotokonduktiv cell..........cccooviiiennn. 521-04-33
direktminne ..o, 521-11-08 fotokonduktiv effekt ..........oocveveiiiinnns 521-01-22
diskret halvledarkomponent.................... 521-04-02 fotomotstand...........cccooiiiii 521-04-43
doNator ........ccceeviii 521-02-38 fototransistor..........cocvvviii i 521-04-51
donatorniva..........cccceeeeciiee e 521-02-40 fototyristor.......oor i 521-04-72
o o] o] o110 OO PPPPPR 521-03-05 framriktning.........coooeviieiie 521-05-03
driftrérlighet ... 521-02-58 frekvensmultipliceringsdiod .................... 521-04-09
dubbelriktad diodtyristor ............c............ 521-04-66 frISPANNING .....ceeeie e 521-05-17
dubbelriktad transistor ........................... 521-04-49 funktionscell...........ccoeiiiiiiii 521-11-21
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fylltband ........ccooviiiie e 521-02-32
(storamnes)falla.............cccceeeeeeiieinnnnnen. 521-02-63
falteffekttransistor ..........cccccvveveiinenns 521-04-52
falteffekttransistor av anrikningstyp ........ 521-04-59
falteffekttransistor av utarmningstyp....... 521-04-58
falteffekttransistor med isolerat styre....... 521-04-54
falteffekttransistor med metallstyre.......... 521-04-60
falteffekttransistor med
oxidisolerat styre............ccoooeiiiiiinniis 521-04-55
falteffekttransistor med PN-styre ............ 521-04-53
forbjudet band ..........ccooeeiiiiiii 521-02-30
fordrojningstid ... 521-05-21
G
gemensambas.........cccccooiiiiiiii . 521-07-13
gemensam emitter............cccccvveeeneeeninns 521-07-15
gemensam kollektor ..............ccccccoeiiiiis 521-07-14
genombrott ... 521-05-06
gradvis OVergang..........ccoeeecuvvveeeeeeeeeennns 521-02-74
grindmatris.........oooociiiii i 521-11-20
gransfrekvens.........ccccceeeeeevciieieee e, 521-05-20
H
halleffekt ..o 521-09-01
hallgenerator .............ccccccvvveiieecieiiinee, 521-04-26
hallkomponent .............cccccveiiiiciiennn. 521-04-24
hallkonstant ..........ccccooceiiiiii 521-09-02
hallmobilitet .........ccccovieeeiiiee 521-09-04
hallmodulator............ccoooiiiie 521-04-25
hallmultiplikator............cccooeviiiiiiiie. 521-04-27
hallsond ........c.ooeeviiiee e 521-04-28
hallspanning .........cccccooeeviiiieieee e, 521-09-05
hall(spannings)uttag ........ccccccoeeiiiiiiieee. 521-09-06
hallvinkel..........coooooiii 521-09-03
halvledardiod ...........cccoooiiiiiiiiiiiiee, 521-04-03
halvledare...........cccceiiiiiiiee 521-02-01
halvledarkomponent .............ccccccunnnnnn. 521-04-01
halvledarminne ...........cccccovviiiniinennne 521-11-05
halvledartermoelement............................ 521-04-23
huvudkarakteristik............cccccccoiiiiiin. 521-08-05
huvudkvanttal .............cccceeviiiiie 521-01-08
huvudspanning ..o, 521-08-04
huvudstrom.........ccoveiiiiieeiee e 521-08-02
huvud(stréms)uttag.........cccccceeeiiiiiieen. 521-08-03
- | SRR 521-02-17
halkonduktivitet.............cccoocvieniiinee 521-02-50
halledning .........ccoeeveeeiiiieee e, 521-02-18
halIStrOM ... 521-08-10
|
icke-degenerad halvledare ..................... 521-02-12
icke-tdndande styrspanning.................... 521-08-16
icke-tAndande styrstrom ......................... 521-08-17
ideal kristall...........cccooiieeiiiiiiie 521-02-45
I-ledare ... 521-02-07
I-ledning......cocoiiieiee e, 521-02-20

inducerad styrspanning ..............cccceeee.. 521-09-16
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infrarddstralande diod.............ccccceveennneen. 521-04-40
inre elektriskt falt ............cccocoeiviiiinnnnn. 521-02-81
integrerad filmkrets..........ccccccoeviinnnee... 521-10-06
integrerad halvledarkrets......................... 521-10-05
integrerad krets ..........cccooveeeiiiiiiiinne. 521-10-03
inverterad arbetsriktning......................... 521-07-12
inverterad gemensam bas...................... 521-07-16
inverterad gemensam emitter................. 521-07-18
inverterad gemensam kollektor .............. 521-07-17
iSolator. ..o 521-02-31
J
jonhalvledare .........cccccooovviiiieiieeces 521-02-06
jonimplantering ..........ccoeeecciiiieeeeee i, 521-03-14
joniseringsenergi for acceptor ................ 521-02-44
joniseringsenergi for donator.................. 521-02-43
jonledning ... 521-02-21
K
Kanal.......oooooiiiiii 521-07-06
kapacitansdiod ..............ceeveiiiiiiiiiiinininnn. 521-04-07
KaPSEl . .ovveiieiiiiiiiiee e 521-05-31
KONEKEOT ... 521-07-05
kollektor (hos falteffekttransistor)............ 521-07-08
kollektorovergang..........ccccceeeeeevecvvnnennn.n. 521-07-02
kompenserad halvledare ........................ 521-02-11
komponentblock ...........ccccceeeiiiiiiiiinn. 521-10-04
konduktivitetsmodulering......................... 521-02-55
kretsparameter ..........cccccoovieeiiiie i, 521-05-34
kristalldragning ...........cccoeieeieiniiiiiieen. 521-03-01
kristallodling med zonsmaltning.............. 521-03-02
kritisk blockspanningsderivata................ 521-08-18
kritisk ledstromsderivata..............ccco..... 521-08-19
kvantiserat system............ccccccoeiiien. 521-01-02
kvanttal..........ccooceeeeiiiiii 521-01-07
kvanttal for totalt
rérelsemangdsmoment........................ 521-01-11
KYIAre.....coooeeiiiiiieee e 521-05-33
L
laddningsbarare...........ccccccceeieiiiiiinen. 521-02-51
laddningsbérarlagring ............cccccoeeee.. 521-02-62
laddningskopplad krets.............cccvveeeeen. 521-11-16
laddningséverférande bildsensor............ 521-11-17
laddningsoverforande krets .................... 521-11-14
laserdiod...........oeeiiiiiiiii e 521-04-37
laserdiodmodul ...........cccoevveieiiiiiiiiiien. 521-04-38
lavindiod ........ccooieiiiiii e 521-04-20
lavinfotodiod ...........coovviiiiiiiiiieii. 521-04-44
lavingenombrott............ccccceiiiiii. 521-05-07
1avinsSpanning ........ooooiiiiiiiiiiieiee 521-05-08
1edare .....ooooeeiieee 521-02-16
ledningsband ...........cooco 521-02-22
ledningselektron ..........ccccccceeeeiiiiiiienn.. 521-02-14
ledningsstrom ... 521-02-15
ledtillstand ........ooooeiviiii e 521-08-07
legerad Overgang ........ccceeeveeeeeceeeeennnenn. 521-02-75
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legeringsteknik..........ooooiiiiiiiiiiii 521-03-07
likriktardiod .........ccccceviiieeiiiiee e 521-04-19
likriktarstapel ...........cccoecevieeiieeiieiee. 521-04-21
ljuskanslig halvledarkomponent.............. 521-04-41
lokal NIVA ......oooiiiiiie 521-02-35
17 To [ oo IS 521-04-39
1sSNINGSIAgE .....vvvveeeeeeiieieeeee e, 521-10-11
[ASSrOM ..o 521-08-11
I8s- och skrivminne...........ccccoeiierennnee. 521-11-07
[ASMINNE ..o 521-11-06
M
magnetisk kanslighet.................cccccvee. 521-09-12
magnetoresistiv effekt................ccccuvnen. 521-02-84
magnetoresistiv koefficient .................... 521-09-18
magnetoresistiv kvot............c..cccoeeuninenn. 521-09-19
magnetoresistiv kanslighet ..................... 521-09-20
magnetoresistiv R/B-kurva ..................... 521-09-17
magnetoresistor............cccooviiiiiiiiee. 521-04-29
majoritets(laddnings)barare.................... 521-02-52
makrocell ..., 521-11-22
Maxwell-Boltzmann-férdelning ............... 521-01-03
Maxwell-Boltzmanns
hastighetsférdelning................cccccce. 521-01-05
mesateknik .........cccccevieniiiiie e 521-03-11
mikroelektronik .............ccocooiiiiie. 521-10-01
MIKroKrets ........coocveeeiiiieeiec e 521-10-02
mikrolegeringsteknik...........c...cccoooiiee. 521-03-10
minnescell ... 521-11-04
minoritets(laddnings)barare.................... 521-02-53
moduleringsdiod ............ccccciieiiiiiiiiiee. 521-04-10
MOS-transistor ..........ccccceevviieeiiieee 521-04-55
Multikrets ... 521-10-10
N
neutralt omrade ..........cccceevvieeiniinene 521-02-68
N-kanal (falteffekt)transistor ................... 521-04-56
N-ledare......ccovvevieiiiee 521-02-09
(0]
odlad Gvergang........ccccveeeeeeiiiiiiieeee e, 521-02-77
okvantiserat system..............ccccccei 521-01-01
omrade med negativ
differentiell resistans.............ccccocceeeens 521-05-05
optoelektronisk komponent..................... 521-04-31
optoelektronisk teckentabla.................... 521-04-36
optokopplare........cccceeeeeeeiii 521-04-45
P
paketéverforande krets...........ccccoveennee. 521-11-15
parasitiskt kretselement.......................... 521-05-36
partikeldeponering .........ccccoceeeviencneennnen. 521-03-17
Pauli-Fermis princip..........ccccceeinnnnnn. 521-01-14
penetration ..........cccceeiiiiiiiiiieee e, 521-05-12
piezoresistiv effekt............ccccceeiiiinnnnnn. 521-02-85
P-kanal (falteffekt)transistor.................... 521-04-57
P-ledare.......ccccoviiiiiii 521-02-10

planarteknik ..............oevvveiiiiieiiiie, 521-03-09
PN-Qrans ......ccocceeveeeiiecieeeee e 521-02-65
PN-OVErgang .........ccooeecuvieeeeeeeeecciiieeenen. 521-02-78
POI e 521-05-02
potentialbarriar ............cccoceeeieiiiiiiee 521-02-69
potentialbarridr (i PN-6vergang) ............. 521-02-70
programmerbar grindmatris..................... 521-11-03
programmerbar logikkrets....................... 521-11-01
programmerbar logikmatris..................... 521-11-02
projicerad toppunkt...........ccccoeiiiiiien. 521-06-03
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(spannings)referensdiod......................... 521-04-16
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resistiv gransfrekvens.............c.cccuveee... 521-06-04
restspanning for nollmagnetfalt .............. 521-09-15
restspanning for nollstyrstrom ................ 521-09-14
rymdladdningsomrade.............ccccoeeeneeeen. 521-02-79
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(i PN-Gvergang) .....cccccveeeeeeviineeeeneeene 521-02-80
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sammansatt halvledare ......................... 521-02-03
Schottky-barriar...........ccooveeiiiiiiiee. 521-02-71
screentryCkning ..........coooveceieieeieeeiininens 521-03-16
seriellt minne ..o, 521-11-12
signaldiod ... 521-04-04
SKIVA .ot 521-05-29
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spinnkvanttal .........ccccceevviiiiiiein e 521-01-10
spanningsreferensdiod ..........cc.cccooeiunnes 521-04-16
spanningsreglerdiod............ccccccooviinnns 521-04-17
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SO oo 521-05-22
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SEOrAMNE .. 521-02-04
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switchdiod for hdgfrekvens..................... 521-04-14
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I EC Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we
continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute
to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to

the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé

1211 Genéve 20

Switzerland

or

Fax to: IEC/CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire
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Ne pas affranchir
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Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Please report on ONE STANDARD and
ONE STANDARD ONLY . Enter the exact
number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

Please tell us in what capacity(ies) you
bought the standard (tick all that apply).
| am the/a:

purchasing agent a
librarian a
researcher a
design engineer d
safety engineer a
testing engineer d
marketing specialist (

| work for/in/as a:
(tick all that apply)

manufacturing EI
consultant a
government A
test/certification facility d
public utility a
education a
military A

This standard will be used for:
(tick all that apply)

general reference

product research

product design/development
specifications

tenders

quality assessment
certification

technical documentation
thesis

manufacturing

Lol udodo

This standard meets my needs:
(tick one)

not at all
nearly
fairly well
exactly

Codood

Q6

Q7

Q8

Q9

If you ticked NOT AT ALL in Question 5
the reason is: (tick all that apply)

standard is out of date a
standard is incomplete a
standard is too academic a
standard is too superficial a
title is misleading d
I made the wrong choice a

Please assess the standard in the
following categories, using

the numbers:

(1) unacceptable,

(2) below average,

(3) average,

(4) above average,

(5) exceptional,

(6) not applicable

timeliness ..o,
quality of Writing...........ccoeeiviiiiininins
technical contents..............coooieiiin,
logic of arrangement of contents ..........
tables, charts, graphs, figures...............
Other ..o

| read/use the: (tick one)

French text only
English text only
both English and French texts

LoD

Please share any comment on any
aspect of the IEC that you would like
us to know:
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I EC Enquéte sur les normes
—

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer

gue nous continuons a répondre a votre attente, nous avons besoin de quelques
renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant
pour répondre au questionnaire ci-apres et de nous le retourner par fax au

+41 22 919 03 00 ou par courrier a I'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientele (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembeé

1211 Genéve 20

Suisse

ou

Télécopie: CEI/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi
a la Normalisation Internationale.

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

A Prioritaire [fEEE;;]

Non affrancare

No stamp required
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Q1

Q2

Q3

Q4

Veuillez ne mentionner qu'UNE SEULE
NORME et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)

En tant qu’acheteur de cette norme,
guelle est votre fonction?

(cochez tout ce qui convient)

Je suis le/un:

agent d’'un service d’achat a
bibliothécaire a
chercheur a
ingénieur concepteur d
ingénieur sécurité (N
ingénieur d’essais a
spécialiste en marketing a
AULTE(S) ev i

Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

dans l'industrie |
comme consultant |
pour un gouvernement |

pour un organisme d’essais/
certification

a
dans un service public d
dans I'enseignement a
comme militaire a
AULTE(S) e evn e

Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

ouvrage de référence

une recherche de produit

une étude/développement de produit
des spécifications

des soumissions

une évaluation de la qualité

une certification

une documentation technique

une thése

la fabrication

AULTE(S) er i

coodoodoodoo

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Cette norme répond-elle a vos besoins:
(une seule réponse)

pas du tout
a peu pres
assez bien
parfaitement

oooo

Si vous avez répondu PAS DU TOUT a

Q5, c’est pour la/les raison(s) suivantes:

(cochez tout ce qui convient)

la norme a besoin d’'étre révisée EI
la norme est incompléte d
la norme est trop théorique a
la norme est trop superficielle d
le titre est équivoque a
je n’ai pas fait le bon choix d
AULFE(S) wveereeie e

Veuillez évaluer chacun des critéres ci-
dessous en utilisant les chiffres

(1) inacceptable,

(2) au-dessous de la moyenne,

(3) moyen,

(4) au-dessus de la moyenne,

(5) exceptionnel,

(6) sans objet

publication en temps opportun ..............
qualité de la rédaction.............cc.cceeennee.
contenu technique ..............ooovini,
disposition logique du contenu..............

tableaux, diagrammes, graphiques,
figUreS ..

AULIE(S) vveviiiiiie i

Je lis/utilise: (une seule réponse)

uniguement le texte frangais
uniquement le texte anglais
les textes anglais et francgais

O oo

Veuillez nous faire part de vos
observations éventuelles sur la CEl:
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